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numerical alphabetical index
index numérique alphabétique

Type Page Type Page Type Page
2N 2890 51 BD 241 C 187 BD 907 227
2N 2891 51 BD 242 191 BD 908 231
2N 3053 59 BD 242 A 191 BD 909 227
2N 3054 65 BD 242 B 191 BD 910 231
2N 3055 73 BD 242 C 191 BD 911 227
2N 3055 S 81 BD 243 195 BD 912 231
2N 3439 87 BD 243 A 195 BDV 64 235
2N 3440 87 BD 243 B 195 BDV 64 A 235
2N 3441 93 BD 243C 195 BDV 64 B 235
2N 3442 101 BD 244 197 BDV 65 237
2N 3583 109 BD 244 A 197 BDV 65 A 237
2N 3584 109 BD 244 B 197 BDV 65 B 237
2N 3585 109 BD 244 C 197 BDV 66 239
2N 3740 119 BD 249 199 BDV 66 A 239
2N 3741 119 BD 249 A 199 BDV 66 B 239
2N 3771 125 BD 249 B 199 BDV 67 241
2N 3772 125 BD 249 C 199 BDV 67 A 241
2N 3773 135 BD 250 201 BDV 67 B 241
2N 5294 143 BD 250 A 201 BDX 14 243
2N 5296 143 BD 250 B 201 BDX 16 249
2N 5415 155 BD 250 C 201 BDX 18 255
2N 5416 155 BD 301 203 BDX 18 N 255
2N 5496 161 BD 302 211 BDX 20 263
2N 6099 167 BD 303 203 BDX 33 269
2N 6101 167 BD 303 A 203 BDX 33 A 269
2N 6107 177 BD 303 B 203 BDX 33 B 269
2N 6109 177 BD 304 211 BDX 33 C 269
2N 6111 177 BD 304 A 211 BDX 33D 269
2N 6671 181 BD 304 B 211 BDX 34 275
2N 6672 181 BD 705 219 BDX 34 A 275
2N 6673 181 BD 706 223 BDX 34 B 275
2N 6674 183 BD 707 219 BDX 34 C 275
2N 6675 183 BD 708 223 BDX 34 D 275
2N 6676 185 BD 709 219 BDX 53 281
2N 6677 185 BD 710 223 BDX 53 A 281
2N 6678 185 BD 711 219 BDX 53 B 281
BD 241 187 BD 712 223 BDX 53 C 281
BD 241 A 187 BD 905 227 BDX 53 D 281
BD 241 B 187 BD 906 231 BDX 54 285




numerical alphabetical index
index numérique alphabétique

Type Page Type Page Type Page
BDX 54 A 285 BDY 79 341 BUV 22 501
BDX 54 B 285 BU 104 347 BUV 23 511
BDX 54 C 285 BU 104 D 357 BUV 24 519
BDX 54 D 285 BU 104 DP 365 BUV 25 527
BDX 62 289 BU 104 P 373 BUV 26 535
BDX 62 A 289 BU 109 347 BUV 27 541
BDX 62 B 289 BU 109 D 357 BUV 28 547
BDX 62 C 289 BU 109 DP 365 BUV 36 553
BDX 63 293 BU 109 P 373 BUV 37 555
BDX 63 A 293 BU 126 381 BUV 39 559
BDX 63 B 293 BU 184 391 BUV 40 563
BDX 63 C 293 BU 189 391 BUV 41 567
BDX 64 297 BU 204 395 BUV 42 571
BDX 64 A 297 BU 205 395 BUV 46 575
BDX 64 B 297 BU 206 395 BUV 46 A 575
BDX 64 C 297 BU 207 399 BUV 47 581
BDX 65 301 BU 208 399 BUV 47 A 581
BDX 65 A 301 BU 209 399 BUV 47 B 581
BDX 65 B 301 BU 284 407 BUV 47 i 587
BDX 65 C 301 BU 289 407 BUV 48 593
BDX 66 305 BU 326 41 BUV 48 A 593
BDX 66 A 305 BU 326 A 419 BUV 48 B 593
BDX 66 B 305 BU 326 AP 427 BUV 48 i 599
BDX 67 307 BU 326 P 429 BUV 50 605
BDX 67 A 307 BU 406 431 BUV 51 609
BDX 67 B 307 BU 406 D 437 BUV 52 613
BDY 23 309 BU 407 431 BUV 54 617
BDY 24 309 BU 407 D 437 BUV 60 619
BDY 25 309 BU 800 443 BUV 61 623
BDY 26 317 BU 926 449 BUV 62 627
BDY 27 317 BUS 47 451 BUV 74 631
BDY 28 317 BUS 48 453 BUV 98 633
BDY 55 325 BUT 90 455 BUV 98 A 633
BDY 56 325 BUT 91 461 BUW 34 641
BDY 57 333 BUT 92 469 BUW 35 641
BDY 58 333 BUV 18 471 BUW 36 641
BDY 71 65 BUV 19 471 BUW 38 643
BDY 72 93 BUV 20 481 BUW 39 643
BDY 78 341 BUV 21 491 BUW 48 653




numerical alphabetical index
index numérique alphabétique

Type Page Type Page Type Page
BUW 49 653 BUX 54 925 ESM 10045 1077
BUW 50 663 BUX 80 933 ESM 10050 1077
BUW 51 667 BUX 81 933 MJE 13004 1083
BUW 52 671 BUX 84 935 MJE 13005 1083
BUW 89 675 BUX 85 935 MJE 13005 A 1083
BUW 90 679 BUX 98 937 MJE 13006 1085
BUW 91 683 BUX 98 A 937 MJE 13007 1085
BUW 92 687 ESM 16 945 MJE 13007 A 1085
BUX 10 693 ESM 737 953 MJE 13008 1087
BUX 11 703 ESM 738 T 955 MJE 13009 1087
BUX 11 N 713 ESM 749 963 MJE 13009 A 1087
BUX 12 721 ESM 749 A 963
BUX 13 729 ESM 750 971
BUX 14 737 ESM 750 A 971
BUX 15 745 ESM 752 979
BUX 20 753 ESM 752 A 979
BUX 21 763 ESM 753 987
BUX 22 773 ESM 753 A 987
BUX 23 783 ESM 837 991
BUX 24 791 ESM 952 1001
BUX 25 799 ESM 952 A 1001
BUX 37 807 ESM 1000 T 1009
BUX 39 811 ESM 1503 1017
BUX 40 821 ESM 2040 D 1023
BUX 41 831 ESM 2060 T 1031
BUX 41 N 841 ESM 2070 D 1039
BUX 42 849 ESM 3000 1043
BUX 43 857 ESM 3001 1043
BUX 44 865 ESM 3002 1047
BUX 45 873 ESM 3004 1051
BUX 46 881 ESM 3005 1051
BUX 46 A 881 ESM 3006 1059
BUX 47 887 ESM 3007 1059
BUX 47 A 887 ESM 4012 1061
BUX 48 893 ESM 4014 1063
BUX 48 A 893 ESM 4015 1063
BUX 49 901 ESM 4016 1071
BUX 50 909 ESM 4017 1071
BUX 51 917 ESM 10040 1077




THE POWER
TRANSISTOR IN
NM

superswitch

A wide range of high performance power
semiconductors for fast and high efficiency
switching : you may choose the best Superswitch
for your own application.

A large choice of plastic and metallic packages to
meet your environment and mounting needs : from
the small flat TO-220 to the 2.5 kV isolated ISO-TOP
case and to the new isolated TOP 3 case.

Power transistors, darlingtons, fast recovery diodes
for :

® Switching frequencies up to 220 kHz

® Supply voltages from 12 V to 700 V

® Output powers up to 100 kW.

Application orientated specifications of products.
Complete and detailed data-sheets for easy circuit
design and worst-case simulation.

Innovative technology : try today power
semiconductor’s state of the arts.

Fast switching semiconductors for :
® Switchmode power supplies

® DC-AC converters

® DC and AC motor drives

@ Ultrasonic generators

® Induction heating...

...But also the necessary «software» to help you
to improve the base drive

to define the S.0O.A. in the switching mode

to know what a transistor will do with a short
circuit on the load.

to understand the new concept «switching
overload area»

to know all about inverse currents in transistor
bridges

to choose a switching power transistor (ICM - IC -
IC(sat

to parallel bipolar transistors.

You will find all the foregoing information together

with application examples in the handbook :
«THE POWER TRANSISTOR IN ITS ENVIRONMENT»



superswitch

Une gamme étendue de semiconducteurs de
puissance pour la commutation rapide a haut
rendement. Choisissez le Superswitch le mieux
adapté pour votre application.

Un large choix de boitiers plastiques ou métalliques
pour satisfaire aux besoins de votre environnement
et de votre montage : depuis le petit boitier plat
TO-220 jusqu’au nouveau boitier ISO TOPisolé a 2,5 kV.

Des transistors, des darlingtons, des diodes a
recouvrement rapide de puissance pour :

@ des fréquences de commutation jusqu’a 200 kHz
® des alimentations de 12V a 700 V ;

® des puissances de sorties pouvant atteindre100 kW.

Des produits spécifiés en vue de leur application.
Des notices complétes et détaillées pour permettre
une conception facile du circuit et la simulation du
pire cas.

Une technologie innovative : essayez aujourd’hui
les semiconducteurs de puissance de demain.

Des semiconducteurs de commutation rapide pour :
® Jes alimentations a découpage ;

® les convertisseurs continus-alternatifs ;

® /es commandes de moteurs continus ou alternatifs
® /es générateurs a ultra son ;

® /e chauffage a induction ;

...Et en plus le savoir-faire nécessaire pour vous aider :

® a optimiser la commande de base ,

@ a définir I'aire de sécurité de fonctionnement en
régime de commutation ;

® a connaitre le comportement du transistor en
présence d’un court-circuit sur la charge ;

@® a comprendre le nouveau concept de «l'aire de
surcharge en commutation» ;

@ a tout connaitre des courants inverses dans les
ponts a transistors ;

@ a choisir un transistor de puissance de
commutation (ICM - IC - ICsat) ;

® a cabler en paralléle des transistors bipolaires ;

Vous trouverez toutes les informations ci-dessus,
avec des exemples d’applications dans I'ouvrage :
«LE TRANSISTOR DE PUISSANCE DANS SON
ENVIRONNEMENT».



superswitch 2, innovative fast switching

power transistor for up-to-date circuit solutions

Your advantages thanks to Superswitch 2 :

® low-cost base drive due to improved gain
specification :
|
h21E > 20 at =220
® less on-state losses improvement
of 25 % to 40 %
® less switching losses 20 % to 35 % lower
than common Pro-
Electron and Jedec
devices
® less or no snubber thanks to less losses
circuits and low junction
temperature
® less cooling or lower as a consequence of
junction operating all improvements
temperature, so higher
reliability
® optimal design and thanks to complete

worst-case simulation

and detailed data-sheets
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superswitch 2, des transistors de puissance
innovatifs pour les circuits d'aujourd’hui

Les avantages de Superswitch 2 :

commande de base plus
économique

amélioration du gain

ho1E > 20 8 ‘Cf%0

Moins de pertes en
conduction

reduite de
25 % a 40 %

Moins de pertes en
commutation

20 % a 35 % plus
faibles que les
dispositifs
Proelectron et Jedec

Peu ou pas de circuit
d’aide a la commutation

moins de pertes et
faible température de
jonction

Moins de refroidisseurs ou
température de
fonctionnement plus basse
d’ou meilleure fiabilité

conséquence de toutes
les améliorations

Conception optimale et
simulation du pire cas

notices complétes e
détaillées ‘







A high efficiency, fast switching power transistors
THOMSON-CSF superswitch 2
guide de sélection - transistors de puissance commutation rapide

haut rendemment superswitch 2

TO 3 Superswitch2 transistors g is soecified at Vogisay < 09V

VCEO(sus) 60 90 125 200 250
Ic(sat) VCev 120 160 250 300 350
(A V)
64 BUV 18

56 BUV 19
50 BUV 60

32 BUW 38

28 BUW 39

24 BUV 61

20 BUV 50

16 BUV 62
15 BUV 39

1 BUV 40

10 BUV 51

8 BUV 52
6 BUV 41

4 BUV 42

TOP 3 Superswitch 2 transistors g is secified at Vog(say < 1V él

VCEO(sus) 60 90 125 150 200 250
IC(sat) VCEV 120 160 250 200 300 350

(A v)

32 BUW 48

28 BUW 49

20 BUW 50

15 BUW 89

10 BUW 90 BUW 96~ BUW 51

8 BUW 52
6 BUW 91

4 BUW 92

* Fast switching PNP transistor
I(sat) is the recommended operating collector current value.
Switching times tg, 1, t; and t and the collector-emitter saturation voltage VCE (sa) are specified in our data-sheets at I (sat),




superswitch selector guide A
guide de sélection superswitch THOMSON-CSF
. =]
TO 3 Superswitch transistors
VCEOsus) 90 125 200 250 325 400 500 400 450 600 700 700
I(saty  VCEv 120 160 250 300 400 450 500 850 1000 900 1000 1500
(A) V)
70 BUT 90
BUV 20
50 BUX 20
40 BUT 91
35 BUT 92
BUV 21
% BUX 21
20 BUX 39 BUX 10 Boy 22 BUX 98
15-16 BUX 40 S BUX 98 A
12 BUX 11 TV ESM952 ESM 952 A
10 BUX 12 BUX 48
8 BUX 41 BUX 13 VS BUX 48 A
6 BUX 42 BUX 14 BUX 47 ESM 750 ESM 750A
5 BUX 43 BUX 47 A
4 BUX 44 BUX 15 ESM 1503
225 BUX 45 BUX 46
TOP 3 Superswitch transistors %
VCEO (sus) 400 450
Ic(sat) VCev 850 1000
) V)
BUV 48
8-10 u BUV 48 1° BUV 48 A
6 BUV 47 B
BUV 47
5 . BN A7 1 BUV 47 A

* Isolated version : isolation voltage between chip and case of 2000 Vpms

Ic(sat) is the recommended operating collector current value
Swilching times g, t, ts and t and the collector-emitter saturation voltage VCEQ(sat) are specified in our data sheets at Ig(say).

® NEW



THOMSON-CSF

TO 220 Superswitch transistors

superswitch selector guide
guide de sélection superswitch

el

VCEO(sus) 90 120 200 400 450
Iosat)  VCEV 180 240 400 850 1000
(A) V)

12 BUV 26

8 BUV 27 = BUV 66

6.5 = BUV 66 A
6 BUV 28

5 = BUV 56

4 u BUV 56 A
25 BUV 46

2 u BUV 46 A
12 BUV 36

! = BUV 36 A

ISO-TOP Superswitch transistors and darlingtons isoiiion volage: 25 kvaus

il =

VCEO(sus) 60 80 125 200 250 400 400 450 600 700 700
Icisat) VCEV 120 160 160 250 300 600 850 1000 900 800 1000
(A) V)
80 = 1S0 BUV 18
60 = 1S0 BUV 19
50 = IS0 BUV 20
25 = IS0 BUV 21
2 u 1S0 BUV 22 ESM 749 = ESM 749 A

ESM 2040 D** BUV 98 -

16 BUV 98 A
2 ESM 753 = ESM753 A*

ESM752 w=ESM 2070 D** ESM752 A

* Fast switching darlingtons without parasitic C-E diode.
**Fast switching darlingtons with antiparallel ultra-fast recovery free-wheel diode.

All 1SO-TOP devices are available with screwable collector and emitter connections (standard type number plus “V” suffix.)

ISO-TOP darlingtons are delivered with four connections; this allows independant drive of the driver and of the output transistor to improve the switching behaviour of the darlington.

IC(sat) is the recommended operating collector current value.

Switching times tg, t. 15, and | and the collector-emitter saturation voltage VCEQ(sat) are secified in our data-sheets at I sat).

= NEW



superswitch selector guide A
guide de sélection superswitch THOMSON-CSF

Giant ISO-TOP Superswitch darlingtons isoation voitage: 25 KVams

VCEO(sus) 400 450 500
Icsat) VCEV 500 600 700
(A v)
100 = ESM 10040 = ESM 10045 = ESM 10050

Giant ISO-TOP darlingtons are delivered with four connections; this allows independant drive of the driver and of the output transistor to improve the swilching behaviour of the darlington.

D)
TO 83 Superswitch high power transistors \”
VCEO(sus) 100 150 200 400 500 600 700

Ic(saty VCEV 200 200 350 600 600 1000 1000

(A) v)

150 = ESM 3000 = ESM 3001
140 = ESM 3002
100 ESM 1000 T

65 ESM 3004

60 ESM 2060 T

50 ESM 3005

35 ESM 3006

30 ESM738 T ESM 3007
Press-pack Superswitch giant transistors —

VCEO(sus) 200 400 500 600 700

Ic(sat  VCEv 350 600 600 1000 1000
(A) v)
230 = ESM 4012

90 ESM 4014

70 ESM 4015

60 ESM 4016

50 ESM 4017

IC(sat) is the recommended operaling collector current value.
Swilching times tg. t. lg and 1 and the collector-emitier saturation vollage VCEQ(sat) are specified in our dala-sheels at Iosat).

u NEW
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Al power transistor and darlington for TV applications

selector guide
guide de sélection
transistors de puissance et darlingtons pour applications TV

Veex|  330v 400V ey 300V 1300V 1500V 1700v Case
Ic
BU 109 .
BU 109 D To-3
10A
BU 109 P
BU 109DP T0-220
8A BU 189 BU 184 T0-220
BU926 | BUS26A ToP3
BU 104
BU 104D T0-3
7A BU 104P
BU 104DP
BU 407 BU 406 T0-220
BU407 D | BU 406D
oA BU326 | BU326A 10-3
ESM 326 | ESM 326A 70220
- BU 207 BU 208
5A BU 800 103
BU 208A
aA BU209 | TO3
253A BU 126 BU204 | BU205 BU206 | TO-3
(] L]
general purpose darlington selector guide
Pp 60 — 150 W
guide de sélection darlingtons usage général
Vceo a5V 60V 8oV 100V 120V Case
Ic
BDX 67 BDX67A | BOX678 | BDX67C | 1o
 BDX 66 BDXB6A | BDX66B | BDX66C
1A B Bhxees | ooX e
BDV 67 BDV67A | BOV67B | BDV67C | rona
 BDVes | BOVESA | BOVESB | BOVEEC
BDX 65 BOX65A | BOX65B | BOX65C | 104
. BDX64 | HDXG4A |'B | BDXxsac
2a BDX , ,
BDV 65 BDV65B | BOVESC | rona
10A 8DX33 | BDX33A | BDX33B | BOX33C | BDX33D | 10400
© BDX34 | BDX34A | BDX34B | BDX34C | BOX34D
BDX 53 A T0.220
A 63C
 PNP BDX
.8 E | Tos




2\
TOP-3 general purpose transistor selector guide  mHomson-css
guide de sélection
transistors TOP-3 usage général

VCEO (sus) 45V 80V 8oV 100V Case
Ic

BD 249 BD 249A BD 2498 BD 249C
%A  — .
PNP BD 250 - BD250A | BD250B |

TO-220AB general purpose transistor selector guide
guide de sélection
transistors de puissance usage général TO-220AB

VCEO | 3540V a5V 80V 70V sov 100V Case
Ic
15A BD905 | BD907 BD 909 BD 911
BD906 | BD908 'BDY10 BD 912
2A BD 705 | BD 707 BD 709 BD 711
BD 706 | BD708 - BD710 8D 712
10A 2N 6099 | 2N 6101
3A BD 301 | BD303 BD303A | BD303B
BD302 | BD304 BD304A | BD304B
2N 5496
7A 2N6107
6A BD243 | BD243A BD243B | BD243C
BD244 | BD244A BD244B | BD244C
4A 2N 5296 2N 5294
PNP 3A BD241 [ BD241A BD241B | BD241C
8D242 | BD242A BD242B | BD242C

TO-3 general purpose transistor selector guide
guide de sélection
transistors TO-3 usage général

Vceo 40V 60V 140V Case
Ic
20-30 A 2N 3771 2N 3772
2N 3055  BDX18 T
15-16 A N3sss 2N 3773 5
PNP 10A 2N 3442 BDX 20

16
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N N s
momson-csk  superswitch is also a complete range of fast recovery diodes
. , . .
superswitch, c’est aussiune gamme compléte de diodes de redressement
frrs 60 ns
T
(vi) lo / Tcase | IFSM | VF / IF | IR/VRRM trr
Types Package | VRRM | (c) A o | A | v A (mA) tns)
Boftier | (V) max. t,10ms | 100°C T 100°C| max
max
BYWS1- 50 50
BYWS81-100 100
BYW81-150 DO-4 150 150 15 120 200 0,85 12 1,5 35
BYW81-150 A 150*
BYWS1-200 200
BYW77- 50 50
BYW77-100 100
BYW77-150 DO4 150 150 25 115 500 0,85 20 25 50 \@
BYW77-150 A 150°
BYW77-200 200 004
BYW92- 50 50 (ce-33)
BYW92-100 100
BYW92-150 D05 150 150 35 115 500 | 092 35 5 50
BYW92-150 A 150*
BYW92-200 200
:
BYWO7- 50 50 30**
BYW07-100 100 30°°
BYWO07-150 DO-5 150 160 70 85 1500 084** 70 30°° 50
BYW07-150 A 150* e
BYW07-200 200 40°*
BYWO08- 50 50
BYW08-100 100
BYWaae D05 o 150 80 90 | 1500 [092 80 5 60
BYWO08-206 200
BYW78- 50 50
BYW78-100 100
BYW78-150 D05 150 150 50 100 1500 0,85 50 5 60
BYW78-150 A 150°
BYW78-200 200
* Controlled avalanche type ** T(vj) 150 °C
"rrs 50 ns
. Tivi) lo / Tcase | IFSM | VF / IF | IR/VRRM [ tr
Types Package | VRRM | () @w e | @ |V w| ma | s
Boftier v max 10ms| 100 °C [T, 100°C| " max
max
DO 27 A
BYWS8- 50 50 (CB-197)
BYWS8-100 100
Bvwes 1o D027A | 180 150 3 85 70 (o085 3 05 35
BYW98-200 200
BYW80- 50 50
BYW80-100 100 00220 AB
BYWS0-150  |DO-220AB| 150 150 7 130 | 100 (o085 7 1 35 (CB227)
BYWS80-150 A 150*
BYW80-200 200
BYW29- 50 50
BYW29-100
BYwao1go  |po-2z0a8| g0 150 76 125 80 (08 5 06 35 o220 A
BYW29-200 200 (CB-117)
BYWS1- 50 50 »
BYW51.100 T0-220 | 100 150 | 20 125 | 100 |o0Bs 8 1 35
BYWS1-150 150 2x
FLa0s F126 | 480 125 1 25 20 [11% 1 05 50 AL
BYW99. 50 50 30
BV 100 103 100 150 | @0y 125 | 300 |ogs 15 25 50
BYW99-150 modified 150
* Controlled avalanche type **Twj) 25°C
/l TO-3
modified |
(CB-159)

17



fast recovery rectifier diodes

diodes de redressement rapides THOMSON-CSF
frrs 100 ns
Tivi o /' T 1 VE /1 IR/V
(vi) o case | IFSM F / I | IR/VRRM
Types Package | VRRM | (°C) A o) w | v (A (mA) (ns)
Boftier W max t,10ms 100°C | Ty, 100°C | max
max
ESM980-200 200
ESM980-300 °.°'2|2°’:B 300 150 8 100 100 [135 8 1 50
ESM980-400 isolatef 400
D0-220 AB
BYX61- 50 50
BYX61-100 100 (8227
BYX61-200 DO-4 200 150 12 100 150 |15° 12 3 100
BYX61-300 300 S
BYX61400 400 S
BYV30-200 200
BYV30-300 D04 300 150 12 120 140 {105 10 3" 100 004
BYV30-400 400 (B33
BYX65- 50 50
BYX66-100 100
BYX65-200 D05 200 150 30 100 300 |15 30 10 100
BYX65-300 300
BYX65-400 400
BYV92-200 200
BYV92.300 D05 300 150 35 110 500 [105 35 15 100
BYV92400 400
ESM243- 50 50
ESM243-100 100
ESM243-200 D05 200 150 60 65 800 |15 60 10 100
ESM243-300 300
ESM243-400 400
ESM990-200 200
ESM290-300 1SOTOP 300 150 25025 95 200 | 125 25 8 50 P
ESM990-400 400 (2x25)
* T(vj) 25°C ** Tvj) 125°C
frrs 150 ns
pack v T(Vi) lo / Tcase | 'FSM | VF / IF IR/'VRRM trr /
Types ackage RRM c) (A) (°c) (A) V) (A (mA) (ns) 4o
Bortier | (V) max t,10ms|  100°C [T, 100°C | max =
P (vj)
max
1N5415 50 =4 8V
1N5416 100 = (c8-317)
1N5417 BV 30 200 175 3 55 73 [15° o 0,02 150
1N5418 400
1N5419 500
ESM255. 50 50
ESM255-100 100
ESM256-200 DO-126 200 130 6 85 80 |[14* 6 05" 150 00-126
ESM255-300 300 (CB-150)
ESM255-400 400
BY233-200 200 <N
8Y233.400 D0-220AB| 400 150 8 120 100 | 125 8 1 150 P2
8Y233-600 600
. o
Ty 25°C Ty 126°C 0022048
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fast recovery rectifier diodes
THOMSON-CSF diodes de redressement rapides

.‘

ter s 200 ns

T
(vi) lo / Tcase | IFSM | VF / If | IR/VRRAM tre
Types Package | VRRM | (°c) (A) co | | v (A (mA) (ns)
Boitier | (V) max. t,70ms| 100 °C | Ty, 100°C|  max
(vi)
max
1N3879 50
1N3880 100
1N3881 DO4 200 150 6 100 150 [14° 6 1 200
1N3882 300
1N3883 400 (3
1N3889 50 -
1N3890 100 :
e po4 | 300 | 150 12 100 | so |14t 12 3 200
1N3893 400
BYX62-600 600 D04
BYT61,8- 600 600 fca-33)
M Tere- 8% | pos Fosd 150 12 o | a0 180 a2 3 200
BYT61,8-1000 1000 !
1N3899 50
1N3900 100
INso pos | 209 | 150 20 w0 | 225 |14 20 6 200
1N3903 400
BYX63-600 600
1N3909 50
1N3910 100
e DOS E3d 150 30 100 | 300 |14* 30 6 200
1N3913 400
BYX64-600 600
BYT65,8- 600 600
BYT65,8- 800 800 1,5(1)
ByTeso. e00 | DOS 200 150 30 100 | 300 (130} 30 6 200
BYT65.8-1000 1000
ESM244- 50 50
ESM244-100 100
ESM244.200 200
E£5M244.300 D05 300 150 60 65 | 800 |12 30 6 200
ESM244-400 400
ESM244.500 500
ESM244-600 600
"Tj)150 °C  (1)BYT61.8YTES  (2) BYT61B-BYT6SB
ter SZOO ns
Tios
(vj) lo / Tcase | IksMm | VF / If | IR/VRRM ter
Types Package | VRRM | (°c) (A) cc) w | v (A (mA) (ns)
Boitier w) max. $10ms| 100 °C | Tamb25°C | max
max
BY218-100 100
8Y218.200 200
BY218.400 0027A| 400 150 2 90 00 [ 13 3 0,01 200
BY218-600 600
s 2 - rah
18-200 (cB-197
BY318.400 Do27A | 200 150 3 50 100 [13 3 0.01 200
BY318.600 600
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fast recovery rectifier diodes
diodes de redressement rapides

frr S 300 ns

(A
THOMSON-CSF

Tvi) lo / Tcase | IFsM | VF / IF | IR/VRRM tr
Types Package | VRRM | (°c) | (A) ] a | v A (mA) (ns)
Bortier | (v) | max 1oms| 100°C | T 100°C| max
" (vj)
max
BA157.T 400
BA158.T F 126 600 | 150 04 25 30 |15 (2 1| 0005(1 300
BA159.T 1000
PY55.350 350
PYE5.600 F 126 500 1 65 60 |125(2) s | 075(3) 300
F126
PLR810 50 (CB-210)
PLR811 100
PLR812 200
PLR813 300 ‘
PCRB14 F 126 w00 | 150 1 75 45 [12 @ 1 0,1 300
PLR816 600
PLR817 800
PLR818 1000
ESM181-300 R 300 00126
ESM181-400 R 400 1C8-150}
ESM181.500 R DO-126 | 500 | 125 4 100 60 14 (2 4| 05 (4 300
ESM181-600 R 600
ESM181-800 R 800
BYT/BYV71-100 100
BYT/BYV71-200 200
BYT/BYV71400 |DO-220AB| 400 | 150 6 115 9% |13 6 1 300
BYT/BYV71-600 600
BYT/BYV71800 800 00.220 AB
RTF10/ESM765-100 100 (ce-227)
RTF20/ESM765-200 200
RTF40/ESM765-400 [DO-220AB| 400 | 150 | 10 100 120 {135 10 1 300
RTF60/ESM765-600 600
RTF80/ESM765-800 800
(1) Tamb 25 °C (2) T(yj) 25°C (3) Tamb 125 °C (4) T(yj) 125°C
er S 13 pC
v Tivi) lo / Tcase | IFSM | VE / IF | IRIVRRM | Qe
Types Package | VRRM | (C) o (ar | v (A (mA) e )
Boitier max. 'p 10 ms 100 °C T(vj) 125°C| max 7
max
BYT75-200 200
BYT75400 400
BYT75.500 F62M 500 125 120 65 1000 |1,1°(1) 120 3 4 rm
BYT75600 600 Foam
ESM4116- 200 200
ESmaNG 30| mmn % 125 300 65 | 4500 |17(2) 4s0| 0.1 4
Q)
ESM4116- 600 600 @
ESM4120. 600 600 =
ESM4120- 800 800
ESM4120. 800 | M 771 200 125 300 65 4500 [1,7(2) 450 0,1 13 M
ESM4120-1000 1000
(1) Typ (2) T(vj) 25°C
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Al fast recovery rectifier diodes
diodes de redressement rapides

trr <500 ns

Pack v Tivi) lo / Tcase | IFSM | VF / I | IR/'VRRM | tr
Types ackage | VRRM | (°c) | () (G | (A | M ]|  (ma) ns)
Boitier ) max. t, 10ms 25°C 100 °C max
max
BY296 100
B poz7a| 20 | 1s0 2 0 | 70 |13 3| oo 500
BY299 800 0027 A
(CB-197)
BY396 100
oot voz27a| 200 | 150 3 so | 100 [13 3] ome 500
BY399 800
(>
BYX66- 500 500 .
BYXG6. 600 600 '
BYXE6. 700 700 <
004 150 12 100 | 150 [15 12| 3 500 004
BYXE6- 800 800 (co.331
BYX66. 900 900
BYX66.1000 1000
BYX67- 500 500
BYX67- 600 600
e 005 | go0 | 150 3 10 | 300 |15 3| 10 500
BYX67- 900 900
BYX67-1000 1000
ESM245. 600 600
ESM245. 800 | DOS | 800 | 150 60 65 | 800 |14 60| 6 500
ESM245.1000 1000
° T(wj) 25°C
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Switching voltage regulator for DC-DC conversion

UAA 4006

100 k2
1w

Typical application

The UAA 4002 generates, from a
logic input signal, direct base drive of
a power transistor or Darlington pair.
The control current can be increased
by the addition of one or more
external transistors.

The Ic and VCE parameters of the
transistor are continuously checked
to ensure that the safety area of the
switching element is respected.

The output state depends on the logic
level applied to the input. An alternate
pulse control mode may also be
employed : positive pulse for the start
of conduction, negative pulse for the
end of conduction.

THOMSON - EFCIS
switching transistor - drivers and controllers
Y circuits intégrés THOMSON - EFCIS
Drive and control circuit for switching
UAA 4002 wov
—4 L)
v - 1w
H
—n 13 > LOAD
BA158 BA
_r:l_ o—-Is % — 158 2200
u Bsuv 33nF
19 1 54 600 vV
16 2 300v
akd 2 100 uF 10 ni 100 2
3 7 ;
47K s60n||0.22a
0.1 uF (max=6 A)
v o o s

50 W fly-back chopper supply

Integrated circuit UAA 4006 forms
the basis of a fly-back type chopper
power supply, using few external

L components. The power supply is
100 protected against secondary short-
uf
circuits by a secondary current
M 59 1 control circuit.
The Ic and VCE parameters are
AT continually controlied to ensure that
. the transistor always works in its
- y 8 3 3 safety region.
_L An integrated switch allows the
circuit to be started with a very small
i current from the power supply. The
—— 5&47 wF base control current for the transistor
IS0V 47k 47 K82 10 uF is optimized by means of a high
~ speed self-regulating driver.
PO——
Other specialized circuits
Switching power supplies D.C. motors
o TEA 1001 Base currentupto + 3A . .
e TEA 2018 Low-cost, 8 pin DIP package [ 3x :ggi gasp processor,fguxlllan(/j safetly Igatures
® TEA 2019 Synchronizable version of TEA2018  ® asic processor for speed regulation
o UAA 4001 Low-cost version of TEA 1001
45 av de I'Europe 78140 VELIZY - FRANCE - 7\ THOMSON-CSF
t" HOMSON-EFCIS 14 (3) 946.97.19 - Tx : 698866 F *" COMPOSANTS
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THOMSON - EFCIS

commandes de transistors de commutation

circuits intégrés THOMSON - EFCIS

Circuit de commande pour transistors de commutation

10V
UAA 4002 v
—4 1
100
— 0 1%
—1n 13 > LOAD by
"Teaiss oy
l | 200
Input
330nF
600 v
300 v
0.22a
(Imax=6A)
O
()

Régulateur de tension a découpage pour conversion DC-DC

UAA 4006

100 k2
1w

> l'n uF

1 k02

A7 82

BA 159

Lilt
Tjsov 4748247142 10F |

Alimentations a découpage
® TEA 1001 Courant base jusqu'a £ 3A

® TEA 2018 Grande diffusion, boitier DIP 8 broches
® TEA 2019 Version synchronisable du TEA 2018

Autres circuits spécialisés

Application typique

L’UAA 4002 réalise, a partir d’'un
signal d’entrée logique, la commande
de base directe d’un transistor ou
Darlington de puissance. Par
adjonction d'un ou plusieurs
transistors extérieurs, il est possible
d’augmenter le courant de
commande.

Les paramétres Ic et VCE du
transistor sont contrélés en
permanence de fagon a respecter
I'aire de sécurité de I'élément de
commutation.

L’état de la sortie dépend du niveau
logique appliqué a I'entrée. On peut
également utiliser un mode de
commande par impulsions positives
(début de conduction) et négatives
(fin de conduction).

Alimentation fly back 50 W

Le circuit UAA 4006 permet de
réaliser une alimentation a
découpage de type fly-back avec un
nombre réduit de composants
extérieurs. L'alimentation est
protégée contre les court-circuits au
secondaire grace a un circuit de
surveillance du courant secondaire.
Un interrupteur intégré permet le
démarrage du circuit avec un courant
d’alimentation trés faible. La
commande de base est optimisée par
utilisation d’un driver rapide
autorégulant.

Moteurs a courant continu

o UAA 4003

® UAA 4001 Version simplifiée du TEA 1001

Blocs de base, blocs auxiliaires de sécurité
® UAA 4004 Blocs de base pour régulateur de vitesse

[THOMSON-EFCIS

Tél(3)946.97.19 - T;

45 av de I'Europe 78140 VELIZY - FRANCE -

x : 698866 F

/) THOMSON-CSF
COMPOSANTS
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power transistor chips THOMSON-CSF
General purpose transistors
Types Polarity VCEO (sus) Ic VcEGat) / Ic fr Dimensions Al wire
max min. for ultrasound soldering
V) (A) (\] (A) (MHz) (mm) @ max (um)
J-2N 3055 NPN 60 15 1,1 4 038 35x35 320
J-2N 3771 NPN 40 30 2 15 08 6x6 400
J-2N 3772 NPN 60 20 14 10 08 6x6 400
J-2N 3773 NPN 140 16 14 8 08 6x6 400
J-BDX 18 PNP 60 15 1,1 4 4 3,1x3,1 320
J-BDX 20 PNP 140 10 1 3 4 35x35 320
Superswitch transistors
Types VCEO (sus) Vcev VcEGat) / Ic / B tf Dimensions Al wire
NPN max 25°C for ultrasound soldering
max
) V) v) (A () (1) (mm) @ max (pm)
J-BUW 38 60 120 14 40 4 0,25 6x55 500
J-BUW 39 80 160 1,2 30 3 0,25 6x55 500
J-BUW 89* 90 160 1 15 1,5 0,2 4x4 400
J-BUW 90* 125 250 1 11 11 0,2 4x4 400
J-BUW 50° 125 250 1 20 2 0,2 5x5 500
J-BUW 91* 200 300 1 6 06 0,2 4x4 400
J-BUW 51" 200 300 1 10 1 0,15 5x5 500
J-BUW 92°* 250 350 1 5 05 0,2 5x5 400
J-BUW 52* 250 350 1 8 08 0,2 5x5 500
J-BUV 36 400 850 15 1,2 0,24 04 26x26 200
J-BUV 46 400 850 15 2,5 0,5 04 33x33 250
J-BUV 56 400 850 15 5 1 04 42x42 250
J-BUV 47 400 850 15 5 1 04 45%x45 250
J-BUV 48 400 850 15 10 2 04 58x58 320
* These devices are also available with organic passivation.
Transistors for TV applications
Types VCEO (sus) Vcev Ic te Dimensions Al wire
NPN typ. for ultrasound soldering
v) W] (A) (ps) (mm) @ max (pm)
J-BU 205 700 1500 2,5 0,75 4x4 250
J-BU 208 700 1500 5 0,7 55x55 250
J-BU 800 700 1500 5 0,6 5x5 250
General purpose darlingtons
Types VCEO (sus) Ic VcEGat) / Ic fr Dimensions Al wire
NPN PNP typ. for ultrasound soldering
(\Y] (A) V) (A) (MHz) (mm) 2 max (pm)
J-BDX 53 J-BDX 54 45 to 100 8 2 3 7 24x26 200
J-BDX 63 J-BDX 62 60 to 100 8 2 3 7 3x3 250
J-BDX 65 J-BDX 64 60 to 100 | 12 2 5 7 37x37 250
J-BDX 67 J-BDX 66 60 to 100 | 16 2 10 7 37x55 250
Switching darlingtons
Type VCEO (sus) Vcev Ic VeEGat) / Ic / B Dimensions Al wire
NPN for ultrasound soldering
(\2] v (A) W) () (A) (mm) @ max (pm)
J-BUV 37 400 450 15 t2 10 0,15 6x55 320

Organic passivation ; inorganic passivation for other devices

IMPORTANT : For power transistor chips metallization. Al (front side) and sublayer + Au or Ag (back side) are available.
The electrical characteristics here mentioned are those measured on finished products.

For more information please consult the «CHIPS & WAFERS» selection guide.
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/\ plastic power transistors

THOMSON-CSF transistors de puissance plastiques
Type Vceo | Ic |Ptot h21e  / lc |VCE(sat) /Ic /1B |Wd+t| ts | % fr Case
cont typ*
NPN PNP min | max max max | max | max | min
) A) | w) (A) w) (A) (A) ws) | Wws) | Ws) | (MH2)
general purpose transistors transistors usage géréral
2N 5296 40 4 |36 30 | 120 |1 1 101 08
BD241 |BN242 45 3 la |20 1 1,2 3 06 3
BD243 |BD244 45 6 |65 |15 3 15 6 1 3
BD 301 |BD302 45 8 |s5 |30 3 1 3 03 3
BD705 |BD706 45 |12 |75 |20 | 150 | 4 1 4 04 3
BD905 |BD 906 45 |15 joo |15 | 150 | 5 1 5 05 3
BD 241 A |BD242 A 60 3 J40 |20 1 1,2 3 06 3
BD 243 A | BD244 A 60 6 |6 |15 3 15 6 1 3
BD 303 | BD 304 60 8 |55 |30 2 1 3 03 3
BD 707 |BD708 60 |12 |75 |15 | 150 | 4 1 4 04 3
BD 907 |BD908 60 |15 |90 |15 | 150 | & 1 5 05 3
2N 6099 60 |10 |75 |20 80 | 4 25 0 2 0,8
2N 5294 70 4 |36 |30 | 120 | 05 1 05 0,05 0,8
2N 5496 | 2N 6107 70 7 |50 |20 | 100 | 35 1 35 035 0,38
2N 6101 70 |10 |75 |20 80 | 5 25 10 2 08 T0220-A8
BD 2418 | BD 242 B 80 3 lao |20 1 1,2 3 06 3 CB-117
BD 243 B | BD 244 B 80 6 |65 |15 3 15 6 1 3
BD303A | BD304 A 80 8 |ss |30 2 1 3 03 3
BD709 |BD710 80 |12 |75 |15 | 150 | 4 1 4 04 3
BD909 |BD910 80 |15 oo |15 | 150 | 5 1 5 05 3
BD241C | BD242C 100 3 Ja |20 1 12 3 06 3
BD243C | BD 244 C 100 6 |65 |15 3 15 6 1 3
BD303B [ BD 304 B 100 8 |55 |30 2 1 3 03 3
BD711 |BD712 100 |12 |75 |15 | 180 | 4 1 4 04 3
BD911 |BD912 100 |15 |9 |15 | 150 | 5 1 5 05 3
BD249 | BD 250 45 |25 f125 | 10 15 18 15 15 3 *
BD 249 A | BD 250 A 60 |25 f125 | 10 15 1.8 15 15 3+
BD 249 B | BD 250 B 80 |25 125 | 10 15 18 15 15 3
BD 249 C | BD 250 C 100 |25 j2s | 10 15 1,8 15 15 3 *
TOP-3
CB-244

unless otherwise specified

Te = 26°C P .
¢ sauf spécification contraire
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plastic power transistors )
transistors de puissance plastiques THOMSON-CSF
\
Type VCeo | !¢ |Prot |P21E/ Ic | VCE(sat)/ Ic / IB | td+tr| ts | % fr Case
Vcex*® | cont
NPN PNP ICett* min max max max | max typ
wv) (A) | w) (A) ) (A) (A | @) | ws) | ws) |(MHz2)
switching transistors transistors de commutation
BU 109 P 330 | 10 50 |15 5 2 7 1 1 10
BU 109 DP 330* | 10 50 | 7 7 2 7 1 038 10
BU 407 330* 7 60 1 5 05 10
BU 407 D 330" | 7 60 1 5 065 10
BU 104 P 400* 7 50 |10 5 25 7 1 1 10
BU 104 DP 400* 7 50 |7 7 25 7 1 08 10
BU 406 400* 7 60 1 5 05 10
BU 406 D 400" | 7 60 1 5 065 10
ESM 326 g0 | 6 |8 [152] 25| 3 4 125 | o5 | 35 {os TOZ20 8
ESM 326A 200" | 6 8 |52 25| 3 4 125 05 | 35 |05
superswitch transistors transistors superswitch
BUV 26 90 | 2 85 |10 12 15 12 12 0,6 1 0,15
BUV 27 120 15 85 |10 8 15 8 08 038 12 |04
BUV 28 200 12 85 |10 6 15 6 06 1 2 05
BUV 36 400 2 50 |10 03| 05 03 0,03 05 | 25 |04
"
BUV 46 850 6 85 | 5 25f 15 25 05 1 3 08 70220 A8
CB-117
BUW 48 60 | 30* |10 |10 40 1.4 40 4 15 12 {05 8
BUW 49 80 | 30* |10 |10 30 1,2 30 3 15 12 |04 8
BUX 69 90 | 30 125 |8 20 16 20 25 15 1 0,3 8 ~
BUX70 . 125 | 20 }125 | 8 15 16 15 1,88 12 1 0,4 8
Buw 96| 150 | 15 |150 |10 10 15m ] 10 1 05 1 05
BUV 47 850* 9 |10 |5 5 15 5 1 1 3 04
BUV 47 B 850* 9 120 }|s 6 15 6 1.2 1 3 0,4
BUV 48 8s50* | 15 180 | 5 10 15 0 2 1 3 04 TOP3
BUV 47 A 1000* 9 120 | 5 5 15 5 1 1 3 04 €B-244
BUV 48 A 1000* | 15 |150 | 5 8 15 8 16 1 3 0,4
BUV 98 850 | 30 }150 | 6 20 15 20 4 1 3 04
BUV 98 A 1000* | 30 150 | 5 16 15 16 32 1 3 04
ESM 752 900 | 24 150 | 4 12 18 12 3 08 | 4 07
ESM 752 A 1000* | 24 |150 | 4 12 1.8 12 3 08 | 4 0,7
1) T =100°C (2) Typical value
Valeur typique 1ISOTOP
N . CB-285
Te = 25°C unless otherwise specified

N: New product
* Nouveau produit

sauf spécification contraire
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plastic power transistors

A . . ;
THOMSON-CSF transistors de puissance plastiques
Type Vceo | Ic | Peot h21e  / Ic |VCEat)/ Ic / 1B | W+tkr] & L] Case
Vcex® |cont *Veg =15V *max | *max | *max|
NPN PNP min | max max typ typ typ
[\}] (A) | W) (A} ) (A)  (A) us) ws) | ws)
general purpose darlingtons darlingtons usage général
BDX53 |BDX 54 45 8 | 60 ] 750" 3 |2 3 0012
BDX 33 |BDX 34 45 |10 | 70} 750* 4 25 4 0,008
BDX53A |BDX54A 60 | 8 | 601 750" 3 2 3 0012
BDX33A [BDX34A | 60 10 | ; 750* 4 25 | 4 o008
BDX53B |8DX54B | 80 | 8 5 750* 3 | 2 3 0012
BDX338 [BDx34B | 80 |10 | 70| 750" 3 25 3 0,006
BDXS63C |BDxs54C | 100 | 8 | 750" 3 2 3 0012
BDX33C |BDX34C 100 10 | 70 | 750* 3 | 25 3 0,006 T0-220 AB
BDX33D |8DX34D | 120 10 | 70| 750* 3 25 3 0,006 CB-117
BDV65  [BDV 64 60 12 | 100 } 1000* 5 2 5 0,02
BDV67 [BDV 66 60 16 | 125 | 1000* 10 2 10 0,04
BDV65A |BDV 64 A 80 12 | 100 | 1000* 5 2 5 0,02
BDV67A [BDVE6 A 80 |16 }i2s |1000* 0 |2 10 004
BDV65B [BDV64B | 100 12 | 100 |1000* 5 2 5 0,02
BDV67B [BDV 66 B 100 16 | 125 | 1000* 10 2 10 0,04
BDV65C |BDV64C 120 12 | 100 | 1000* 5 | 2 5 0,02, ToP3
BDV67C BOVESC | 120 | 16 {125 |1000* 10 2 10 0,04 CB.244
switching darlingtons darlingtons de commutation
BU 184 a0t | 8 | e0] 100 5 | 15 5 005 03
BU 189 330* 8 | 60 ] 100 5 15 5 0,05 03
ESM 737 400 8 | 75 50 6 2 6 0,12
TO-220AB
CB-117
BU 289 330* | 8 | 90 | 100 5 | 15 5 005 03
BU 284 ‘400 | 8 | 90| 100 5 15 5 005 0.3
BUV 37 400 15 f100 | 60 10 2 10 0,15 12 6 |5
: TOP-3
CB-244
superswitch darlingtons darlingtons superswitch
ESM 749 400 |25 [125 | 20 2 | 20 1 1= |3 oz
ESM 753 600 |18 [126 12* 2 ] 2 08 | 4+ los*

Te = 26°C

(1) Tcage = 100 °C

. New product
" Nouveau produit

unless otherwise specified
sauf spécification contraire

1SsoTOP
CB-285
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metal power transistors A
transistors de puissance métalliques THOMSON-CSF
Type Vceo | lc | Pwot] h21E Ic |VCE(sat)| 1€ / 1B |ta+tr| ts | & | fr Case
cont typ* | typ*
NPN PNP min | max max max | max {max|{ min
(\}] (A) | W) (A) (\4] (A (A) | @s) s) | ks) | (MHz2)
switching transistors transistors de commutation
\
2N 3053 40 07] 5 50 | 250 | 015f 14 0,15 0,015 100
2N 2890 80 3 5 25 2 0,76 2 0,2 03 15 30
2N 2891 80 3 5 40 2 0,75 2 02 03 | 15 30
R 2N 5415 200 1 |10 30 | 150 005 25 0,05 0,005 2 *los*| 15
2N 5416 300 1 |10 30 | 120] 005§ 2 0,05 0,005 2 *|os*| 15
2N 3440 250 1 |10 4 | 160 | 002| 05 0,05 0,004 15
2N 3439 350 1 j10 4 | 160 | 002 05 0,05 0,004 15
BUX 49 90 3510 20 60| 175} 08 35 035 | 08 | 1,5 |03 8
BUX 50 125 35]10 20 60| 15 08 3 03 08 | 2 03 8 TO-39
BUX 51 20 | 35}10 | 20 | 60| 1 1 2 02 08 | 25 |05 8 c87
BUX 54 400 2 |10 20 60| 06 13 12 015 1 35 |12 8
general purpose transistors transistors usage general
2N 3054 | BDX 14 55 4 |25 25 | 100 05 1 05 0,05 0.8
BDY 71 55 4 29 80 | 200 05 1 05 0,05 08
BDY 72 120 3 |28 60 | 180 ] 05 1 05 0,05 038
2N 3441 | BDX 16 140 3 |25 20 80| 05 1 05 0,05 038
2N 3740 60 4 |25 20 05 06 10125 4
2N 3741 80 4 |25 20 05 06 10125 4
e —
switching transistors transistors de commutation %@Q
u ’
-66
BDY 78 55 4 25 | 25 100 | 05 1 05 0,05 8 gng
BDY 79 120 4 25 | 25 100 | 05 1 05 0,05 8
2N 3583 175 1 35|10 1 5 1 0125 10
2N 3738 225 3 20| 25 025 | 25 0,25 0,025 10
2N 3584 250 2 35| 25 100 | 1 0,75 1 0125] 3 4 3 10
2N 3585 300 2 36| 25 100 | 1 0,75 1 0125] 3 4 3 10
general purpose transistors transistors usage general
2N 3771 4 |30 J150 |15 60 | 15 2 15 15 08
2N 3056 | BDX 18 60 }15 J117{20 70| 4 1.1 4 04 08
JA2N 3055 S 60 15 117 | 20 70} 4 25 10 33 08
2N 3772 60 |20 |180 )15 60 | 10 14 0 1 08
2N 3442 | BDX 20 140 10 117 1 20 70} 3 1 3 03 08
2N 3773 190 |16 J150 | 15 60| 8 14 8 08 08
A Devices under CCQ/CCT
* Dispositifs soumis au CCQ/CCT
nless otherwi ified
To = 28°C 0 00 ciication contraire
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A metal power transistors
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. . , .
THOMSON-CSF transistors de puissance métalliques
Type Vceo| Ic [Ptot| h21E / Ic [VCE(sat)/Ic /1B [td+t| ts | & fr Case
VCEX®| cont *VCE = 15V typ* | typ*| typ*
NPN Iceff"| min | max max max | max| max | min
w) (A) | (W) (A) ) (A)] (A) ws) | Ws)| @s) | (MHz)
switching transistors transistors de commutation
BDY 26(183 T2)* 180 | 6 875|115 | 180 2 0,6 210251 10
BDY 27(184 T2)* 200 | 6 875|115 | 180 2 06 2 {02511 10
BDY 28(185 T2)* 250 | 6 875|15 | 180 2 0.6 210251 10
A BDY 55 60 | 15 |17 |10 10 25 10 |33 |05 | 2its+tp) 10
A BDY 56 120 J15 |17 |10 10 25 10 |33 | o5 2(tg +tf) 10
BDY 57(108 T2) 80 |25 175 |20 60} 10 14 10 |1 0,25 | 2{tg+t5) 7 T0-3
BDY 58(109 T2) 125 |25 |175 |20 60| 10 1,4 10 |1 0,25* |  2(tg+tg) 7 CB-19
superswitch transistors transistors superswitch
BUX 39 9 |30 |120 | 8 20 1,6 20 |25 |15 1 03 8
BUX 40 126 20 120 | 8 15 1,6 15119 |12 1 04 8
BUX 41 . 200 |15 120 | 8 8 16 8 |1 1 1,7 |08 8
BUX 42 250 |12 120 | 8 6 1.6 6 |075 |1 2 12 8 CB-19
BUX 43 325 10 (120 | 8 5 1.6 5|1 1 22 |12 8
BUX 44 400 { 8 120 | 8 4 2 4108 |1 25 |12 8
BUX 45 500 | 5 |120 | 8 2 2 2|04 |1 5 12 8
BUW 38 60 | 30* 150 |10 40 14 40 | 4 15 1,1 025 8 } CB-159
BUW 39 80 | 30* |150 |10 30 12 30 |3 15 11 ]025 8
ABUX 10 125 | 25 [150 | 10 20 12 20 |2 15 12 |03 8
ABUX 11 200 |20 |150 |10 12 15 12 115 |1 18 | 04 8
ABUX 12 250 | 20 {150 | 10 10 15 10 | 1,251 2 05 8
ABUX 13 325 |15 [150 | 8 8 15 8 |16 |12 25 | 1 8 CB-19
ABUX 14 400 |10 150 | 8 6 15 6112 |14 3 12 8
ABUX 15 500 | 8 |[150 | 8 4 1 4108 |16 5 14 8
ESM 16 400 | 10 |150 |20 5 1 5|1 085*| 1,5*| 05* 5
BUV 18 60 | 50* |250 |10 80 15 80 |8 15 11 }025 8
BUV 19 80 | 50* |250 |10 60 1.2 60 | 6 13 1,1 | 025 8
BUV 20 125 | 50 |250 |10 50 1,2 50 | 5 15 12 |03 8 CB-159
BUV 21 200 | 40 |250 | 10 25 15 25 |3 1,2 18 |04 8
BUV 22 250 | 40 |250 |10 20 15 2 |25 |13 2 05*| 8
BUV 23 325 |30 250 | 8 16 1 16 |32 |13 25 | 1.2 8
BUV 24 400 | 20 |250 | 8 12 1 122 |24 |16 3 1,4 8 } CB-19
BUV 25 500 | 15 250 | 8 8 1 8 |16 |18 5 1,6 8
BUT 90 126 [ 50 250 [ 10" 70 1,2 70 |7 1,2 15 |03 1
BUT 91 200 | 50 |250 |10* 40 1,2 40 |4 1 15 |03
BUT 92 250 | 50 |250 | 10" 35 1.2 35 |35 |1 2 0.3
ABUX 20 126 | 50 {350 |10 50 12 50 | 5 15 12 |03 8
ABUX 21 200 |40 350 |10 25 15 25 |3 1,2 18 |04 8 r C8-159
ABUX 22 250 |40 [350 |10 20 1,5 2 [25 |13 2 05 8
ABUX 23 326 |30 [350 | 8 16 1 16 |32 |13 25 |12 8
ABUX 24 400 |20 350 | 8 12 1 122 |24 |16 3 14 8
ABUX 25 500 |15 {350 | 8 8 1 8 |16 |18 5 1.6 8 |l
BUX 46 850*| 35 |8 | 5 25| 15 25(05 |1 3 08 ]
BUX 47 850*} 9 107 | 5 6 15 6 [12 |1 3 08
BUX 48 850* |15 175 | & 10 15 10 |2 1 3 08
BUX 98 850* | 30 250 | & 20 1 20 |4 1 3 08
BUX 47 A 1000} 9 {107 | 5 5 15 5 |1 1 3 08
BUX 48 A 1000* |15 J175 | & 8 1.5 8 |16 |1 3 08 L ca-19
BUX 98 A 1000* | 30 [250 | & 16 1,5 16 [32 |1 3 08
ESM 750 900* | 12 150 | 4 6 181 ] 6 |15 o8 4 07
ESM 750 A 1000* | 12 |150 | 4 6 181 6 |15 o8 |4 07
ESM 1503 1500* | & 60 | 2 4 2 4 |2 05* | 25*| 06*
ESM 952 600 j24 [214 | 4* 12 18(1) |12 |3 04°] 4 07 |.
ESM 952 A 700 (24 [214 | 4" 12 1.8(1) {12 |3 04° | 4 0.7
a: Devices under CCQ/CECC - 25°C unless oth_erwige specified
* Dispositifs soumis au CCQ/CECC c sauf spécification contraire =
T03 ((/:3-19)
* available in different h: roups . New product or/ou.
disponibles triés en clazs1$§ 3@ g.;;‘n N: Nouveau produit TO‘? I;v_\odmeu
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.
metal power transistors A
. . . .
transistors de puissance métalliques THOMSON-CSF
Type Vceo | Ic | Ptot h2tg /lc |Vvce/ e /1B |W+t]| s | w | fr Case
VcEex* | cont typ* (sat) typ* | typ* | typ*
NPN PNP min | max max max | max | max | typ®
V) | (A) (W) (A) v) (A) (A} ] (s) | ws)| @s) |(MHZ)
switching transistors : tv applications transistors de commutation : applications tv
BU 109 10 5 7 1 10*
BU 109 D 10 7 7 1 10*
BU 104 7 5 7 1 10*
BU 104 D 7 7 7 1 10*
BU 126 3 60 | 1 4 1 21*
BU 326 6 25 4 12505 6*
BU326 A 6 25 4 125|105 6 & T
BU 204 2, 2 2 1 3* \“\‘i\j
BU 205 2, 2 2 1 3* \.? 3
BU 206 2, 2 2 11 3 v
BU 207 5 45 45 2 3* T0-3
BU 208 5 45 45 2 3* CB-19
BU 208 A 5 45 45 2 3*
BU 209 4 3 3 13 3*
BU 800 5 45 45 2
BU 926 8 5 5 1 1 32 los )
5 TOP-3
i o CB-244
general purpose darlingtons darlingtons usage général
BOX63 |BDX62 | 80 0,012
BDX63A |BDX62A | 80 | 0,012
BDX63B |BDX62B | 100 0,012
BDX63C |BDX62C | 120 0,012
BDX 65 BDX 64 60 0,02
BDX65A |BDX64A | 80 0,02
BDX65B |BDX64B | 100 0,02
BDX65C |BDX64C | 120 0,02
BDX 67 BDX 66 60 0,04
BDX67A |BDX66A | 80 0,04
BDX67B |BDX66B | 100 0,04
BDX67C |BDX66C | 120 0,04
superswitch darlingto darlingtons superswitch
BUX 37 400 0,15
ESM 837 450" 015} 12+ 6 4 5
BUV 54 06 | 015 25] 028 cB-19
BUV 74 121 015| 25] 025 CB-159
G ™~
unless otherwise specified - 9Eo° — 900 = - . 1
Te = 25°C ¢ specification contraire ()T = 100°C (2} T¢ = 95°C (3) T = 90°C (4) T = 50°C (5) Vg = 1,5V |Ei" ;g
. oo
N: New product TO-3(CB-19)
* Nouveau produit or/ou
TO-3 modified
I (CB-159)




2 22322 Z 22

N metal power transistors

. . , .
THOMSON-CSF transistors de puissance métalliques
Type Vceo | lc Ptot h21e / lc |VCE(sat) / Ic / 1B | td+tr| ts | © fr Case
cont *Vcg = 1.5V typ*
NPN sat* min | max max max | max | max | min
(\}] (A) w) (A) w (A) (A) (us) ws) | ws) | (MHz)
p itch high p tr ist
transistors superswitch de forte puissance
ESM 1000T | 100 | 100* | 400 12 00 15 | 100 10 3 1,7 { 05
ESM 3000 100 | 150* | 400 10* 150 | 07 31] 100 10 15 18| 05
ESM 3001 | 150 | 150* | 400 10* 150 | 0,7 3] 100 10 15 181 05 \
ESM 2060T | 200 60* | 400 8 60 | 15 60 12 25 25 | 1 e
ESM 3002 200 | 140" | 400 5* 140 [ 15 140 28 15 2 0.7 ve&
ESM 738T 400 30" | 350 8 3 | 16 30 6 2 35§ 1.2 ] :
ESM 3004 400 65* | 400 5* 65| 15 65 13 15 35 | 1
ESM 3005 500 | 50* | 400 5* 50 | 15 50 10 15 35 | 1 7083
ESM 3006 600 35* | 300 4* 35| 15 3B 7 15 5 15 CB-183
ESM 3007 700 30* | 300 4+ 30 15 30 6 15 5 15
ESM 4012 200 | 230" |1200(1) 5 230 | 15 230 46 1,5* 25 11
ESM 4014 400 90* | 1200(1) 5 90 | 15 90 18 15 1 35 | 1
ESM 4015 500 | 70* | 120001) 5 70 | 15 70 14 15* 35 1 1
ESM 4016 600 60" | 850(1) 5 60 | 15 (2 60 12 15* 5 2
ESM 4017 700 50* | 850(1) 5 50 | 152 50 10 1,5* 5 | 2 MU
) | T . CB-263
npn switching transistors : military applications **
transistors de commutation npn : applications militaires
2N 1209 45 5 20 2| 2. 2 025 3
2N 1208 60 5 15 2|12 2 025 3
2N 1616 5 15 | 75 2| 2 2 025 3
2N 1617 70 5 15 | 75 21 2 2 025 3
2N 1618 80 5 15 | 75 2|2 2 025 3
2N 1724 80 5 20 | 90 2} 1 2 02 10
2N1725 | 80 5 50 | 150 2{ 1 2 02 10 Joe
2N 1724 A 120 5 30 21 15 5 05 10
2N 1936 60 | 20 10 50 10 0 16 4
2N 1937 8o | 20 10 | 50 10 10 16 o 4
2N 2815 80 20 10 | s0 10 10 15 35 6 6 | o8
2N 2816 100 | 20 10 | 50 10 0 15 35 6 | 6 06
2N 2817 150 | 20 10 | 50 10 0 15 35 6 | 6 06
2N 2818 200 ] 20 10 50 10 10 1,56 3,5 6 -8 06
2N 2819 80 25 10 | 50 15 15 22 35 6 | 6 06
2N 2820 100 25 10 | 50 15 15 22 35 6 | 0,6 0
2N 2821 150 25 10 50 15 15 2,2 35 6 .6 06 X T0-63
2N2822 | 200 | 25 10 | s0 15 15 22 35 6 0,6 CB.70
2N 2823 80 30 10 40 20 20 3 35 6 0,6
2N 2824 100 30 10 40 20 20 3 35 6 0,6
2N 2825 150 30 10 | 40 20 20 3 35 6 06

(1) Tcage = 75°C  (2)Tj = 100°C  (3) Tgage = 100°C

unless otherwise specified
Tcase = 25°C 53¢ spécification contraire

New product

N Nouveau produit

** Data sheets on request
Notices sur demande
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cross reference guide - switching power transistors

Indust. THOMSON-CSF Indust. THOMSON-CSF

Part Type Case Part Type Case
Number (Nearest) Number (Nearest)

2N 5038 BUV 39 TO3 BUR 21 BUV 61 TO 3
2N 5039 BUV 39 703 BUR 22 BUV 62 TO 3
2N 5671 BUW 38 TO3 BUR 23 BUV 23 TO 3
2N 5672 BUV 50 TO3 BUR 24 BUV 24 TO3
2N 6032 BUV 19 TO3 BUR 50 BUT 90 TO 3
2N 6033 BUV 60 T03 BUR 51 BUT 91 TO 83
2N 6249 BUV 52 TO3 BUR 52 BUT 92 TO 3
2N 6250 BUV 52 TO3 BUS 11 BUX 46 TO 3
2N 6251 BUX 48 TO3 BUS 11 A BUX 46 A TO 3
2N 6274 BUV 50 TO3 BUS 12 BUX 47 TO3
2N 6275 BUV 50 TO3 BUS 12 A BUX 47 A TO 3
2N 6306 BUV 42 TO3 BUS 13 BUX 48 TO 3
2N 6307 BUX 43 TO3 BUS 13 A BUX 48 A TO3
2N 6308 BUX 44 TO3 BUS 14 BUX 98 TO 3
2N 6542 BUX 46 TO3 BUS 14 A BUX 98 A TO 3
2N 6543 BUX 46 TO3 BUS 45 P BUV 46 TO 220
2N 6544 BUX 47 TO3 BUS 46 P BUV 46 TO 220
2N 6545 BUX 47 TO3 BUS 47 BUX 47 TO 3
2N 6546 BUX 48 TO3 BUS 47 A BUX 47 A TO 3
2N 6547 BUX 48 TO3 BUS 47 P BUV 47 B TOP 3
2N 6579 2N 6671 TO3 BUS 47 AP BUV 47 A TOP 3
2N 6580 2N 6672 TO3 BUS 48 BUX 48 TO 3
2N 6581 2N 6673 TO3 BUS 48 A BUX 48 A TO 3
2N 6582 2N 6671 TO3 BUS 48 P BUV-48 TOP 3
2N 6583 2N 6672 TO3 BUS 48 AP BUV 48 A TOP 3
2N 6584 2N 6673 TO3 BUS 98 BUX 98 TO 3
2N 6671 2N 6671 TO3 BUS 98 A BUX 98 A TO 3
2N 6672 2N 6672 TO3 BUT 11 BUV 46 TO 220
2N 6673 2N 6673 TO3 BUT 11 A BUV 46 A TO 220
2N 6674 2N 6674 TO3 BUV 10 BUV 50 TO 3
2N 6675 2N 6675 TO3 BUV 11 BUV 51 TO 3
2N 6676 2N 6676 TO3 BUV 12 BUV 52 TO 3
2N 6677 2N 6677 TO3 BUV 18 BUV 18 TO 3
2N 6678 2N 6678 TO3 BUV 19 BUV 19 TO 3
2SC 2552 BUV 36 TO 220 BUV 20 BUV 20 TO3
2SC 2553 BUV 56 TO 220 BUV 21 BUV 21 TO 3
2SC 2554 BUV 47 TOP 3 BUV 22 BUV 22 TO 3
2SC 2914 BUX 48 TO 3 BUV 23 BUV 23 TO 3
BU 104 P BU 104 P TO 220 BUV 24 BUV 24 TO 3
BU 104 DP BU 104 DP TO 220 BUV 25 BUV 25 TO 3
BU 109 P BU 109 P TO 220 BUV 26 BUV 26 TO 220
BU 109 DP BU 109 DP TO 220 BUV 27 BUV 27 TO 220
BU 126 BU 126 TO3 BUV 28 BUV 28 TO 220
BU 126 A BU 126 A TO 3 BUV 36 BUV 36 TO 200
BU 180 BU 289 TOP 3 BUV 39 BUV 39 TO 3
BU 180 A BU 284 TOP 3 BUV 40 BUV 40 TO 3
BU 204 BU 204 TO 3 BUV 41 BUV 41 TO 3
BU 205 BU 205 TO 3 BUV 42 BUV 42 TO 3
BU 207 BU 207 TO 3 BUV 46 BUV 46 TO 220
BU 208 BU 208 TO3 BUV 46 A BUV 46 A TO 220
BU 208 A BU 208 A TO 3 BUV 47 BUV 47 TOP 3
BU 208 D BU 800 TO 3 BUV 47 A BUV 47 A TOP 3
BU 326 BU 326 TO 3 BUV 47 B BUV 47 8B TOP 3
BU 326 A BU 326 A TO 3 BUV 48 BUV 48 TOP 3
BU 406 BU 406 TO 220 BUV 48 A BUV 48 A TOP 3
BU 406 D BU 406 D TO 220 BUV 50 BUV 50 TO 3
BU 407 BU 407 TO 220 BUV 51 BUV 51 TO 3
BU 407 D BU 407 D TO 220 BUV 52 BUV 52 TO 3
BU 426 BU 326 P TOP 3 BUV 56 BUV 56 TO 220
BU 426 A BU 326 AP TOP 3 BUV 56 A BUV 56 A TO 220
BU 500 BU 208 A TO 3 BUV 60 BUV 60 TO 3
BU 800 BU 80C TO3 BUV 61 BUV 61 TO03
BU 910 ESM 737 TO 220 BUV 62 BUV 62 TO 3
BU 911 ESM 737 TO 220 BUV 66 BUV 66 TO 220
BU 912 ESM 737 TO 220 BUV 66 A BUV 66 A TO 220
BUR 20 BUV 60 TO 3 BUV 98 BUV 98 ISO-TOP
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cross reference guide - switching power transistors

Indust. THOMSON-CSF Indust. THOMSON-CSF

Part Type Case Part ype Case
Number (Nearest) Number (Nearest)

BUV 98 A BUV 98 A ISO-TOP FE 13007 MJE 13007 TO 220
BUW 12 BUV 47 TOP 3 FE 13009 MJE 13009 TO 220
BUW 12 A BUV 47 A TOP 3 MJ 8500 BU 204 TO 3
BUW 13 BUV 48 TOP 3 MJ 8501 BU 205 TO3
BUW 13 A BUV 48 A TOP 3 MJ 8502 ESM 1503 TO 3
BUW 24 BUX 46 TO 3 MJ 8503 ESM 1503 TO3
BUW 25 BUX 46 TO 3 MJ 13014 BUX 47 TO 3
BUW 26 BUX 46 A TO 3 MJ 13015 BUX 47 TO 3
BUW 34 BUW 34 TO 3 MJ 13330 . BUV 51 TO3
BUW 35 BUW 35 TO3 MJ 13331 BUV 52 TO 3
BUW 36 BUW 36 TO 3 MJ 13332 | BUX 48 TO 3
BUW 40/A/B BUV 46 TO 220 MJ 13333 BUX 48 TO3
BUW 41/A/B BUV 56 TO 220 MJ 13334 BUX 48 TO 3
BUW 44 BUX 48 TO 3 MJ 13335 BUX 48 TO 3
BUW 45 BUX 48 TO 3 MJE 13004 MJE 13004 TO 220
BUW 46 BUX 48 A TO 3 MJE 13005 MJE 13005 TO 220
BUW 48 BUW 48 TOP 3 MJE 13005 A MJE 13005 A TO 220
BUW 49 BUW 49 TOP 3 MJE 13006 MJE 13006 TO 220
BUW 50 BUW 50 TOP 3 MJE 13007 MJE 13007 TO 220
BUW 51 BUW 51 TOP 3 MJE 13007 A MJE 13007 A TO 220
BUW 52 BUW 52 TOP 3 MJE 13008 MJE 13008 TO 220
BUW 89 BUW 89 TOP 3 MJE 13009 MJE 13009 TO 220
BUW 90 BUW 90 TOP 3 MJE 13009 A MJE 13009 A TO 220
BUW 91 BUW 91 TOP 3 SVT 7520 BUX 47 TO 3
BUW 92 BUW 92 TOP 3 SVT 7521 BUX 47 TO3
BUX 10 BUX 10 TO3 SVT 7522 BUX 47 TO 3
BUX 11 BUX 11 TO 3 SVT 7533 BUX 46 TO 3
BUX 12 BUX 12 TO 3 SVT 7534 BUX 46 TO3
BUX 13 BUX 13 TO 3 SVT 7535 BUX 46 TO 3
BUX 14 BUX 14 TO 3 SVT 7550 BUX 48 TO3
BUX 15 BUX 15 TO 3 SVT 7551 BUX 48 TO 3
BUX 20 BUX 20 TO3 SVT 7552 BUX 48 TO3
BUX 21 BUX 21 TO 3 SVT 7553 BUX 48 TO 3
BUX 22 BUX 22 TO 3 SVT 7554 BUX 48 TO 3
BUX 23 BUX 23 TO3 SVT 7555 BUX 48 TO 3
BUX 24 BUX 24 TO3 SVT 7570 2N 6677 TO 3
BUX 25 BUX 25 TO 3 SVT 7571 2N 6678 TO3
BUX 31/A/B BUX 47/A TO 3 SVT 7573 2N 6677 TO3
BUX 32/A/B BUX 47/A TO 3 SVT 7575 2N 6678 TO3
BUX 39 BUX 39 TO 3 TIP 48 BUV 36 TO 220
BUX 40 BUX 40 TO 3 TIP 49 BUV 36 TO 220
BUX 41 BUX 41 TO3 TIP 50 BUV 36 TO 220
BUX 42 BUX 42 TO 3 TIP 57 A BUV 47 TOP 3
BUX 43 BUX 43 TO 3 TIP 58 A BUV 47 TOP 3
BUX 44 BUX 44 TO 3 TIP 75,A,B,C BUV 46 TO 220
BUX 45 BUX 45 TO 3 TIP 560 BUX 47 TO 3
BUX 46 BUX 46 TO 3 TIP 561 BUX 47 TO 3
BUX 46 A BUX 46 A TO 3 TIP 562 BUX 48 TO 3
BUX 47 BUX 47 TO 3 TIP 563 BUX 48 TO3
BUX 47 A BUX 47 A TO 3 TIP 575,A,B,C BUX 46 TO 3
BUX 48 BUX 48 TO3 UMT 1006 BUX 46 TO 3
BUX 48 A BUX 48 A TO 3 UMT 1007 BUX 46 TO 3
BUX 80 BUX 80 TO 3 UMT 1008 BUX 47 TO 3
BUX 81 BUX 81 TO 3 UMT 1009 BUX 47 TO 3
BUX 82 BUX 46 TO3 UMT 1011 BUX 48 TO 3
BUX 83 BUX 46 A TO3 UMT 1012 BUX 48 TO 3
BUX 84 BUX 84 TO 220 UMT 1203 BUV 46 TO 220
BUX 85 BUX 85 TO 220 UMT 1204 BUV 46 TO 220
BUX 98 BUX 98 TO 3 UMT 13004 MJE 13004 TO 220
BUX 98 A BUX 98 A TO 3 UMT 13005 MJE 13005 TO 220
BUY 69 A BUX 47 A TO 3 UMT 13006 MJE 13006 TO 220
BUY 69 B BUX 47 TO 3 UMT 13007 MJE 13007 TO 220
D 44 TD3 BUV 46 TO 220 UMT 13008 MJE 13008 TO 220
D 44 TD4 BUV 46 TO 220 UMT 13009 MJE 13009 TO 220
D 44 TD5 BUV 46 TO 220

FE 13005 MJE 13005 TO 220
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Short-circuit input capacitance
b = common base
= common emitter

Open-circuit output capacitance
b = common base
€ = common emitter

Rate of rise of on-state collector current

Frequency
Transition frequency
Short-circuit foward current transfer ratio

b = common base
e = common emitter

Static value of the forward current transfer ratio
(common emitter)

Base (D.C) current
Peak base current
RMS base current

Base specified current for Vog gat test

Base current during saturation
Base current during desaturation
Collector (D.C) current

Collector-base cut-off current with Ig = 0 and
VeB specified

Collector-emitter cut-off current with ig = 0 and
Vce specified

Collector-emitter cut-off current with Rgg = R
and Vg specified

Collector-emitter cut-off current with Vgg =
and Vg specified

Collector-emitter cut-off current with Vgg =y
(direct bias) and Vg specified

Collector-emitter cut-off current with Vgg = x
(reverse biased) and Vg specified

Peak collector current
RMS collector current

Collector specified current for Vo gat test

Peak non repetitive collector surge current

Ci1b
C22p

dic/gt

fr
h21e

IB (RMS)
IB sat

IB1

IB2

Ic
IcBo

Iceo
ICER
ICES
IcEY
Icev

Icm
Ic (RMS)
IC sat

Icsm

37

Capacité d'entrée, sortie en court-circuit
b = en base commune
e = en émetteur commun

apacité de sortie, entrée en circuit ouvert
en base commune

C
b
e en émetteur commun

Vitesse d’établissement du courant a la
fermeture

Fréquence

Fréquence de transition

Rapport de transfert direct du courant, sortie
en court circuit

b = en base commune

e = en émetteur commun

Valeur statique du rapport de transfert direct
du courant (en émetteur commun)

Courant (continu) de base
Courant créte de base
Courant efficace base

Courant de base spécifié pour le contréle de
VCE sat

Courant de base en saturation
Courant de base en désaturation
Courant (continu) de collecteur

Courant résiduel collecteur-base avec Ig = 0 et
VB spécifié

Courant résiduel collecteur-base avec Ig
et Vg spécifié

1}
()

Courant résiduel collecteur-émetteur avec
Rge = R et Vo spécifié

Courant résiduel collecteur-émetteur avec
Vge = 0 et Vo spécifié

Courant résiduel collecteur-émetteur avec
VBe = Y (polarisation directe) et Vo spécifié

Courant résiduel collecteur-émetteur avec
Vge = x (blocage) et Vg spécifié

Courant de créte de collecteur
Courant efficace collecteur

Courant collecteur spécifié pour le contrble de
VCE sat

Courant collecteur de surcharge accidentelle
non répétitive



Emitter (D.C) current

Emitter-base cut-off current with Ic = 0 and
Veg specified

Second breakdown collector-current
External base inductance
External collector inductance

Reverse bias base power dissipation
(B.E junction in avalanche)

Total power dissipation

External resistance

External base resistance

External resistance connecting base to emitter

Series resistance of base drive circuit
during turn-on

External collector reistance
External emitter resistance
Junction-ambient thermal resistance

Junction-case thermal resistance

Ambient temperature

C.E voltage and collector current cross over time
during turn-on

Case température

Delay time
Turn-on time
Fall time

Fall time on inductive load

Junction temperature

Turn-off time

Turn-on time
Operating temperature (at zero dissipation)

Puise time

g
IEBO

IsiB
Lg
Lc

Pbase

Ptot
R

Rp
RBE
Rp2

Rc
R
Rth (j-a)
Rth (-c)

tamb
Tamb

tcase
Tcase

tq + t
t
i
4=ty
Ti=Tw
toft
ton

toper
Toper

Courant (continu) d'émetteur

Courant résiduel émetteur-base avec
*lc = 0 et Vgg spécitié

Courant collecteur de second claquage
Inductance externe en série avec la base
Inductance externe en série avec le collecteur

Dissipation de puissance admissible pour
la jonction E.B en régime d’avalanche

Dissipation totale de puissance

Résistance externe

Résistance externe en série avec la base
Résistance externe reliant la base et I'émetteur

Résistance série dans le circuit de blocage
de la base en régime de commutation

Résistance externe en série avec collecteur
Résistance externe en série avec émetteur
Résistance thermique (jonction-ambiante)

Résistance thermique (jonction-boitier)
Température ambiante

Durée de la simultanéité Ic/Vog a I'ouverture

Température de boitier

Retard a la croissance

Temps total d'établissement

Temps de décroissance

Temps de décroissance du courant sur charge

inductive

Température de jonction

Temps total de décroissance

Temps total de croissance

Température de fonctionnement
(a dissipation nulle)

Durée d’'une impulsion




Rise time
Carrier storage time

Carrier storage time on inductive
load

Turn-off time

Storage temperature

Collector current tail during turn-on

Virtual junction temperature

Off-state voltage (base circuit) during turn-on

Base-emitter (C.D) voltage

Base-emitter saturation voltage, with Ig and |
specifie

Collector-base breakdown voltage, with Ig = 0
and I specified

C-E voltage measured after applied base drive
during turn-on

C-E clamping voltage
Collector-emitter breakdown voltage, with Ig = 0
and |g specified

Collector-emitter breakdown voltage, with
Rgg = R and Ig specified

Collector-emitter breakdown voltage, with
Vge = 0 and I specified

Collector-emitter breakdown voltage, with
VBe = X (reverse biased) and I specified

Emitter-base breakdown voltage, with Ic = 0
and Ig specified

Collector-base (D.C) voltage, with Ig = 0 and |
specifie

Collector-(D.C) voltage supply
Collector-emitter (D.C) voltage

Collector-emitter (D.C) voltage, with Ig = 0
and | specified

Collector-emitter breakdown voltage, with |
specifie:

VBE
VBEsat

V(BR) CBO
VCE (...Ips)
Vciamp
V(BR) CEO
V(BR) CER
V(BR) CES
V(BR) CEX
V(BR) EBO
vVeceo

Vee
VCE
VCEO

VCEO (sus)
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Temps de croissance
Retard a la décroissance

Retard a la décroissance du ccurant sur charge
inductive

Temps total de coupure

Température de stockage

Temps de trainage du courant a la décroissance
sur charge inductive

Température virtuelle de jonction

Tension de blocage (circuit de base) en régime
de commutation

Tension (continue) base-émetteur

Tension de saturation base-émetteur, avec Ig
et I specifiés

Tension de claquage collecteur-base, avec
Ig = Oet I spécifié

Tension C-E mesurée (.../ps) aprés application
du courant base dans la phase de fermeture

Valeur d’écrétage de la tension C-E en régime de
commutation

Tension de claquage collecteur-émetteur, avec
Ig = 0 et I¢ spécifi¢

Tension de claquage collecteur-émetteur, avec
Rge = R et Ic spécifié

Tension de claquage collecteur-émetteur, avec
Vge = 0 et I¢ spécifié

Tension de claquage collecteur-émetteur, avec
Vge = X (blocage) et I spécifié

Tension de claquage émetteur-base,
avec Ic = 0 et Ig spécifié

Tension (continue) collecteur-base, avec Ig = 0
et I specifié

Tension (continue) d'alimentation du collecteur
Tension (continue) collecteur-émetteur

Tension (continue) collecteur-émetteur, avec
Ig = 0 et I spécifié

Tension de claquage collecteur-émetteur,
avec I¢ spécifié



Collector-emitter (D.C) voltage, with Vge =0
and Ig specified

Collector-emitter saturation voltage, with Ig and
Ic specified

Collector-emitter (D.C) voltage, with Vgg = X
(reverse biased) and I¢ specified

(replaces Vgey)

Collector-emitter peak working voltage for a
switching transitor

Collector-emitter (D.C) voltage, Vgg = X
(reverse biased) and I specified

Collector-emitter breakdown, with I specified

Emitter-base (D.C) voltage

Emitter-base (D.C) voltage, with I = 0 and
I specified

Thermal impedance
Duty cycle (of a pulse)

Angular frequency

VCES
VCE sat

VCev
VCEw

Veex*
VCEX (sus)

VEB
VEBO

Zth
)

w

Tension (continue) collecteur-émetteur, avec
VBe = 0 et I¢ spécifié

Tension de saturation collecteur-émetteur, avec
Ig et I spécifiés

Tension (continue) C-E avec une tension de
blocage Vgg et éventuellement un courant

Ic spécifie (remplace Veex)

Tension maximale d'utilisation C-E pour un
transistor fonctionnant en régime de
commutation

Tension (continue) collecteur-émetteur, avec
VBe = X (blocage) et I spécifié

Tension de claquage collecteur-émetteur, avec
Ic spécifié

Tension (continue) émetteur-base

Tension (continue) émetteur-base, avec Ic=0
et Ig spécifié

Inpédance thermique
Facteur d'utilisation (d'une impulsion)

Pulsation

*VCEX = This parameters is replaced by Voey . VGEX is used to define C-E working voltage of transistor in under specified

conditions.

*V, = Ce terme est remplacé par Vcgy . Vg est utilisé pour définir la tension maximale C-E supportée par un

tragglétor dans des conditions spécifiées.
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recommendations and choice of power transistors

MECHANICAL MOUNTINGS
1) Device without heat sink

If the dissipated power is low, the components can be mounted without heat sink. The maximum
power which can be dissipated depends only on maximum junction temperature and on junction air
thermal resistance which is the sum of junction-case and case air thermal resistances.

Table below gives the values of the case-air thermal resistance for the most conventional cases.
These values apply for a vertical mounting in still air where other radiating components are not in
the immediate vicinity. When designing an equipment, printed circuit boards and other components
should not restrict flow of air around the power transistor in question.

CASE TO3 TO 5 TO 66 TO 220 TOP 3

Rth (c-a) (°CIW) 30 105 45 60 40

Case-ambient thermal resistance in still air

2) Transistor with heat sink

Selection of the heat sink shall be governed by the operating conditions of the component.
To select appropriate heat sink refer to the manufacturer’s catalogue.

2.1 Radiator surface

Perfect flatness of the radiator surface in contact with the device is essential of good evacuation of
heat is required. This flatness is also necessary if we wish to avoid deforming the package. If the
radiator surface around the fixing hole is concave , the force exerted on the extremity of the thread if
the device would tend ro deform the head to which the clip is attached,and could damage or destroy
the device.

When tightening the fixing screw, it is recommanded that the torque used should be scrupulously
controlled and on no account must it be too close to the maximum recommended value. A torque
spanner must be used, and preferably one that limits the maximum torque applied.

Maximum torque values and indicated in the following table :

Package Maximum torque value
TO-220 1mAN
TOP-3 1mAN
TO-66 1mAN
TO-83 18mAN
ISO-TOP 1mAN
TO-3 1TmAN

Independently of the question of tightening torque, it is essential that the whole surface of the stud
is in contact with the radiator. It happens sometimes that the radiator is a moulded product with an
area provided for the tightenning of the device. This area must be sufficient to allow the device to be
in contact with the radiator over the whole of the flat surface of the stud.
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conseils d’utilisation des transistors de puissance

MISE EN OEUVRE MECANIQUE
1) Montage sans radiateur

Si la puissance dissipée est faible, les composants peuvent étre montés sans radiateur. La
puissance maximale dissipable n’est fonction que de la température maximale de la jonction et de
la résistance thermique jonction-air qui est la somme des résistances thermiques jonction-boitier et
bottier air.

Le tableau ci-dessous donne la valeur de la résistance thermique boitier-air pour les boitiers les plus
courants. Ces valeurs sont relatives a un montage vertical en air calme ou d’autres éléments
dissipant de la chaleur sont éloignés. Dans un équipement, il faudra prendre garde a la disposition
des cartes de circuits imprimés pour que la ventilation ne soit pas génée.

Boitier TO 3 TO 5 TO 66 TO 220 TOP 3

Rth (c-a) (°C/W) 30 105 45 60 40

Résistances thermiques boitier-ambiante en air calme (typ.)
2) Montage avec radiateur

Le choix du radiateur sera dicté par les conditions d'utilisation imposées au composant.
Pour sélectionner le radiateur il suffit de se reporter aux notices des fabricants.

2.1 Etat du radiateur

Une planéité parfaite de la partie du radiateur venant en contact avec le boitier est indispensable
pour une bonne évacuation de la chaleur. Mais cette planéité est également indispensable pour
éviter de déformer dangereusement le boitier. Si la surface du radiateur présente, autour du trou de
fixation, une forme de cuvette, la force s’'exergant sur I'extrémité filetée du dispositif tend a
déformer le six pans sur lequel est fixé le cristal de silicum, ce qui peut endommager ou détruire le
dispositif.

Lors du serrage de I'écrou de fixation, il convient de respecter scrupuleusement la valeur de couple
de serrage conseillé et de ne pas s’'approcher trop prés du couple maximal. Il est essentiel d utiliser
une clef dynamométrique, de préférence du type a limitation de couple (nous reverrons ce probléme
un peu plus loin).

Les couples de serrage maximaux sont indiqués dans le tableau suivant :

Boitier Couple de serrage maximal
T0-220 TmAN
TO-66 1mAN
TO-66 1mAN
TO-83 18mAN
ISO-TOP TmAN
T0-3 TmMAN

Indépendemment de la question du couple de serrage, il faut tenir compte du fait que la surface du
six pans doit appuyer en totalité sur une face plane du radiateur. Il y a des cas ou la radiateur est
une piece métallique coulée avec une zone prévue pour le vissage des dispositifs. Celle-ci doit avoir
une largeur suffisante pour que le six pans appuie entiérement.



3) Fixings

3.1 TO3, TO 66 cases

Fixing is easily carried out. Only the flatness of the heat sink should be checked.

3.2 Plastic packages

TO 220. This case can withstand high tightening torques : however, the thermal resistance is not
improved with torques above 1 m A N. In all cases, it is recommended that a mechanical attachment
of the heat sink be provided to avoid stressing the loads of the transistor.

TOP 3

No insulated mounting

By screw

With M 4 screw (not supplied with the device)
Recommended tightening torque 1.5 Nm (max. 2 Nm)

By clip (Part No. MP 18055) KIT for non-insulated mounting

To obtain a sufficient support and a satisfactory case-heat sink thermal resistance, the thickness of
the heat sink should be between 1 mm (min.) and 2 mm (max.) (see Figure 1).

//"\\
A3
/”——’
I\ - - -
NN MINNSRNNNANNRN \\LFumm
30 + 03
Figure 1 : Non-insulated ting by clip




3) Fixation
3.1 TO3,TO66

La fixation est aisée. On devra seulement vérifier la planéité du support.

3.2 Boitiers plastiques

TO 220 : Ce boitier peut supporter des serrages importants ; Cependant, s’ils sont supérieurs a
1. m AN, la résistance thermique n'est pas améliorée. Dans tous les cas il est recommandé de fixer
le radiateur mécaniquement pour ne pas solliciter les connexions du composant.

TOP3

Montage non isolé

Par Vis

Avec vis M 4 (non livrée avec le dispositif)
Valeur recommandée du couple 1.5 Nm (max. 2 Nm)

Par Clip (Réf MP 18055) KIT (Jeu) pour montage non isolé

Pour obtenir une force d'appui suffisante et avoir une bonne valeur de résistance thermique boitier-
radiateur, 'épaisseur du radiateur doit étre comprise 1mm (min) et 2 mm (max). (Voir Figure 1).

A —1F
HH

// \\
/ >
y; “.
’/
'\ - - - {
[ NNNNRN NN \S_*J +2mm
v N

30 + 0,3

Figure 1: Montage non isolé par clip
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insulated mounting

By screw

With M 3 (not supplied with the device)
Insulated bushing MP 18059

Insulator, perforated dia. 3 mm MP 18058

} Kit for insulated mounting by dia. 3 mm screw

Recommmanted tightening torque : 0.8 Nm (max. 1 Nm) (See figure 3).

By clip
With clip MP 18055 }
Insulator MP 18056

KIT for insulated mounting by clip

In the clip mounting insulation is obtained by placing a rectangular non-perforated insulator between

the TOP 3 case and the heat sink (See Figure 2).

3 m.iAn O 3Cin
! ] BE
//\\
/ \
/ >
y; <
’/
a
\ |
[NNNNN N ‘q<}‘1 +2mm
v N
30 + 0.3

Figure 2 : Insulated mounting by clip

Commercial designation

C%D ——— M 3 screw

__——— Insulating bushing
MP 18059

I “~ Insulator
! MP 18058

Figure 3 : Fitting insulated mounting of the
TOP 3 case by screw

Unit = Commercial  Information Composition of a KIT
Case Min number Processing

of KITS Designation Code Parts Parts N° Number/KIT
TOP 3 X 100 KITS ;

Non-insulated 100 TOP 3 Clip 35162 Clip MP 18055 1
P 3 X 100 KITS Bushing  MP 18059 1
with dia 100 TOP 3 Bushing 35164 Isolator MP 18058 1

3 mm scréw + mica Perforated dia. 3 mm

TOP 3 X 100 KITS .
Insulated 100 TOP 3 clip 35163 Clip MP 18055 !
with clip + mica Isolator MP 18056 1
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montage isolé

Par vis

Avec vis M 3 (non livrée avec le dispositif)

Canon isolant MP 18059 } , Co
Isolateur percé & 3 MP 18058 KIT (jeu) pour montage a vis isolé Q 3

Valeur recommandée du couple de serrage 0,8 Nm (max. 1 Nm) (Voir figure 3).

Par clip
Avec clip MP 18055

KIT (jeu) pour montage isolé par clij
Isolateur MP 18056 } (jev)p g parciip

L’isolement est obtenu par interposition dans le montage avec clip entre le boitier TOP 3 et le
radiateur d’un isolateur rectangulaire (Voir Figure 2).

3 min|

\
_—y NN

{
) N\ Y 1+2mm
< ‘

30 + 0,3
Figure 2 : Montage isolé par clip

Désignation commerciale

(j_‘é_n__-— VisM3

__———Canon isolant
MP 18059

1
! l VI S—

[ " solateur
! MP 18058

l ~
i
(@\ Ecrou

Radiateur

Figure 3 : Montage isolé par vis

Unité = Désignation Code Constitution d’un jeu (KIT)
Boitier Nbre Min.
de jeux Commerciale Informatique Pces Ref Nbreljeu
TOP 3
X 100 KITS .
non 100 TOP 3 Clip 35162 Clip MP 18055 1
Isolé
TOP 3 X 100 KITS Canon MP 18059 1
Isolé 100 TOP 3 canon 35164 Isolateur MP 18058 1
avis Q3 + mica percé Q 3
TOP 3 X 100 KITS .
Isolé 100 TOP 3 clip 35163 iselp e 18052 !
par Clip + mica solateur
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3-3 Disc cases
Boitiers cases

box clamps
boites de serrage
THOMSON- CSF s box clamps are designed for use with disc case Les boites de serrage THOMSON-CSF sont étudiées pour permettre le
(MU 86) power th , diodes and istors when single sided montage en refroidissement simple face das composants en bortier
cooling is requn‘ed disque (MU 86), thyris diodes et
. : Clamping force
Terminal connection See figure
Type Sortie Force f’,fo‘” 7a9¢ | Voir figure
BSA 35 Axial 35 1
BSA 55 Axiale X
BST 35 Flexible lead 35 2
BST 55 Tresse flexible 55
BSR 35 Radial 35 3
BSR 55 Radiale 55
FIG. 1 FIG.2 FIG.3
g g
s S %
o - -
E 4 I
< oy
< T I
T = ) =
] H L H i
g 2| 5l 2 I - |
=l 5 2l | 5 H
g g g3 HEE |
2 e 3 3| 3
|
2423103 42303
47 21 471 471
4 trous @ 5,5 sur
4 4trous © 5,5
l diamétre 50 £.0.1 diameire 50 » 0 | 4trous © 5,5 sur
T-FJ PrE=—=g " diamétre 50 £ 0.1
% N
/ » P |
- - - /
o +, “ 4 \\
~
~ : &0
o= —
‘ )
54 £ 1 5411 54 £ 1
1
80 maxi
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7Y THOMSON-CSF

DIVISION SEMICONDUCTEURS DISCRETS

2N 2890-2N 2891

NPN SILICON TRANSISTORS - EPITAXIAL PLANAR
TRANSISTORS NPN SILICIUM - PLANAR EPITAXIAL

-

LF large signal amplification ( high voltage )
Amplification BF grands signaux ( haute tension )

Switchingupto 1 A
Commutation jusqu’a 1 A

Dissipation derating
Variation de dissipation

) (" j
VCcEo 80V
ic 3A
Ptot Tcase 25 °C 5W
Rth(j-c) 350C
30-90 2N 2890

h 1A

21 (1A) { 50-150 2N 2891
ton(1 A) 0,3 us Max

—

100 % (
Case w
| Boitier TO39(CB7)
|
75 + \
|
|
50| — AN
| \
1
25 4
] Cc
! E
0 1 B
50 100 150 T¢gse (9C) j
( ABSOLUTE RATINGS (LIMITING VALUES)
VALEURS LIMITES ABSOLUES D'UTILISATION
Collector-base voltage
Tension collecteur-base Vcso 100 v
Collector-emitter voltage
Tension collecteur-émetteur Vceo 80 v
Emitter-base voltage
Tension émetteur-base VEBO 5 v
Collector current Ic 3 A
Courant collecteur lem 5
Base current”
Courant base 's 05 A
Power dissipation Tamb 25 °C P, 08 w
Dissipation de puissance Tease 25 °C tot 5
Storage and junction temperature 1 200 oc
Temp de jonction et de stock Tstg — 65 +200
- J
Junction-case thermal resistance
Rési: thermique jonction boitier fmax Rth(j<) 35 oc/w

50, rue Jean-Pierre Timbaud - B.P.5
F-92403 Courbevoie Cedex FRANCE
Tél : (1) 78850-01 Telex : 610560
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2N 2890 - 2N 2891

STATIC CHARACTERISTICS T 2500 (Unless otherwise stated)
CARACTERISTIQUES STATIQUES case (Sauf indications contraires)
Test conditions .
Conditions de mesure min | typ | max
Collector-emitter cut-off current VCe = 60V All types
) e IcEO 50 | uA
Courant résiduel collecteur-émetteur | 'B = Tous types
VCE = 60V
A
VBE = -2V 100 | n
Vce = 60V
Collector-emitter cut-off current VBE= -2V ICEX All types 100 MA
Courant résiduel collecteurémetteur | Tcase= 150 OC Tous types
VCe= 0V
VBE= -2V 100 | A
Emitter-base cut-off current VEg = 4V All types
Courant résiduel émetteur-base Ic =0 leBO Tous types 100 nA
Collector-base breakdown voltage Ic = 100mA « | All types
Tension de claquage collecteur-base |lg = 0 ViBRICBO Tous types 100 v
Collector-emitter breakdown voltage
Tension de claquage collecteur-émet- 'c = 100mA V(BR)CEO" All types 80 v
teur lB =0 Tous types
VCE= 2V
ic =01A 2
Vee = 2V 2N2890 |30 90
Ic =1A
VCe= 5V
Ic = 2A %
Static forward current transfer ratio | VCE = 2V 35
Valeur statique du rapport de trans- c =01A ho1e*
fert direct du courant VCe= 2V 2N 2891 50 150
Ic = 1A
Vce= 5V
Ic = 2A 40
Collector-emitter saturation voltage lc = 1A 0,5
? i $ B = 01A All types
Tension de saturation collecteur-émet; Vv, * Vv
CEsat Tous types
teur Ic = 2A 0,75
I = 02A ’
Ic = 1A 12
Base-emitter saturation voltage I8 = 01A * All types ’
) s VBEsat v
Tension de saturation base-€metteur 7 c = 2A Tous types
Ig = 02A 1.3
* Pulsed
Impulsions o = 300 ps 8 < 2%
2/7
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DYNAMIC CHARACTERISTICS ( for small signals )

2N 2890, 2N 2891

(unless otherwise stated)

CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES (pour petits signaux) Tease 25 oC (Sauf indications contraires)
Test conditions N
Conditions de mesure min | typ | max
Forward current transfer ratio Vce = 10V 2N 2890 30 250
Rapport de transfert direct du Ic = 50mA hote
courant f = 1kHz 2N 2891 50 350
Transition frequency :/CCE f (1)02\; t All types 30 MHz
Fréquence de transition P ; 26 MHz T Tous types
Output capacitance Ve = 10V All types
! r IE =0 C22p P 70 pF
Capacité de sortie £ 1 MHz Tous types
Turn-on time Ic =1A All types
Temps total d’établissement Ig = 005A Wt Tous types 03 s
Iic = 1A
Turn-off time _ All types
I = 0,05 A +
Temps total de coupure I:; _ _'% o5 A ts + tf Tous types 15 us
SWITCHING TIMES TESTS CIRCUITS
SCHEMAS DE MESURES DES TEMPS DE COMMUTATION
+20V
200
l m——)
Oscilloscope
Oscilloscope
10ps Z> 100 kQ
I 150
® — 'q
16V N
Pulse source
Z = 50Q
t, < 15ns 50 O 200 Q
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2N 2890, 2N 2891

TYPICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES TYPIQUES

COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR-
EMITTER VOLTAGE
IC Courant collecteur en fonction de la tension
(mA) collecteur-émetteur

N [ 2N 2891
Am L tomp = 100°C
—
80
08 mA
—T |
60
0,6 mMA |+
40
0,4 mA L~
20
L — 1g=02mA T
0

0 20 40 60 80 V(v

COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR-
EMITTER VOLTAGE .
IC Courant collecteur en fonction de la tension
(mA) collecteur-émetteur

o

| 2N 2890
PR tymb = 25°C
80
1
! $/’
ot
60 v
08 _'ﬁ‘/
I 4
40 06 mA//
04mA |
20 |
lg=02mA | |
g Nl
0
0 20 40 60 80 VeV

4/7

COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR-

EMITTER VOLTAGE

[ Courant collecteur en fonction de la tension

(m(i\ ) collecteur-émetteur

[ 2n 2890
tamp = 100°C
80 6 ™A
LT
60
oamA_|__L—T"
f—-’/ ]
40
20 1g=02mA 4
0

80 Vee v)

COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR-

EMITTER VOLTAGE

'C Courant collecteur en fonction de la tension

(mA) collecteur-émetteur

| 2N 2891
__03“\4\ tamb = 25°C
20
80 [t ]
06 ™A —
—1
60 —
0,4 mA
40 AR =
—02mA
20 -8 —
0
0 20 40 60 80 Ve (V)



2N 2890, 2N 2891

TYPICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES TYPIQUES

COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR- (EJSH;ESA'O%CURRENT VERSUS COLLECTOR-
EMITTER VOLTAGE VOLTAGE
1 c Courant collecteur en fonction de la tension 'C Courant collecteur en fonction de la tension
(A) collecteur-émetteur (A) collecteur-émetteur
EARERE =5, D/
25 ViV — 25 o
LA s /| ot
- T 1
2 // 1 100 ™R 2 %/ /'?) mA
——
// ol gomA _| | /// 50 mA
15 / /,/ //m 1,5 /// ol 5
1 30 M.
// a0 mA / '/ 1
A T / L1 20 mA
1 ,// P sl 20 mA 1 / — "
A
”F“r // L1 8= 10m
L~ 1g=10mA ———
05— AL - 05 —H~
./
o/l 1 0
0 02 04 06 08 1 Vee (v) 0 0,2 04 06 0,38 1 Veg W)
COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR- (E:?AII-‘II’.'FEC;{?/%C?:C?EENT VERSUS COLLECTOR-
EMITTER VOLTAGE L
| Courant collecteur en fonction de la tension 1 c Courant collecteur en fonction de la tension
(A) collecteur-émetteur (A) collecteur-émetteur
2N'2891 | T« /% ] 2N2891 | < [ &/ 1 b
8 o ~ . & 0
tamb = 25°C 4——P§% o0 wh tamb = 25°C_85 qa/ \/]M]/
3 CaP
25 / GomA | 25 A e
// r /‘(\/‘ / 4
~ T
2 v \loo ‘I“A ! ] 2 /// {w
V 1 |
/ARl A ok
|- ~ — A
1.5 60 ™ - 15 30 ™
B /BB =
1 A T
1 ‘/// Iy omh || 1 ,/ L -
)/ adBBEaulill AT g=remh
L1 g = 10mA ‘ f ///‘
0,5 /f 0,55 b
4
1] 0
o 02 04 06 08 T Vg 0 02 04 06 08 1 ViV
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2N 2890, 2N 2891

TYPICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES TYPIQUES

STATIC FORWARD CURRENT TRANSFER

RATIO VERSUS COLLECTOR CURRENT

Valeur statique du rapport de transfert direct du
jon du I

e en f
2N 28?1
Veg =5V
120
gy
N
35
90 |9 -
o 7 N
I,/"f: /| \ \
! N
xof \\
60 AT 7 \
/ s ;/‘ \
30 v
0
2 5 5 2 5 2 5
w102 10! 10° 1A

COLLECTOR-BASE CUT-OFF CURRENT
VERSUS AMBIANT TEMPERATURE
VCE sat Courant résiduel collecteur-émetteur en

(V) fonction de Ia empé
; /
e /
=10
alB /’
2 \
10"
8
6
. —
4
2
10

2 4 68 2 468 2 46
102 10! 100w
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STATIC FORWARD CURRENT TRANSFER
RATIO VERSUS COLLECTOR CURRENT

Valeur statique du rapport de transfert direct du
21 en fonction du t collecteur
| 2N 2890
VC e = 5V
80 ™
c A \
K4 fee
N
60 || <2 -

4/ | L/s‘fc‘/ \\

pa \
20 L+
0

2 5 2 5 2 5 2 5
103 102 10! 100 i)

BASE-EMITTER SATURATION VOLTAGE
VERSUS COLLECTOR CURRENT
vBEsst ;ran:iqn de saturation base-émetteur en
) du

l
! /
c_
1—5- =10 4
12 //
O
&/
v
1 '#/f/r /
P /
//W‘/
08 ] *{s"/
| ~
5
g 0
0,6
//”
04 -
2 468 2 4 68 2 46
102 10! 10° I 1A



2N 2890, 2N 2891

TYPICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES TYPIQUES

COLLECTOR CURRENT VERSUS BASE

COLLECTOR CURRENT VERSUS BASE-
EMITTER VOLTAGE EMITTER VOLTAGE
'C Courant collecteur en fonction de la tension 'c Courant collecteur en fonction de la tension
(A)  base-émetteur (A) base-émetteur
T T "
Tease 100 °C g Tcase 25 °C 2]
5 /
25 f 25 §
< ’ <
£ l 3 /
o
& il
2 2
y <
Jinl E
15 g g

/i "

1

1]

S

05 o 05
/ g

o -
0 L]

hn
—
=&"4
:\\\.
F—]
I o gy N

0
02 04 06 08 1 1,2 Vge V) 02 04 06 08 1 1,2 Vge (V)
COLLECTOR-BASE CUT-OFF CURRENT OUTPUT CAPACITANCE VERSUS
VERSUS AMBIANT TEMPERATURE COLLECTOR-BASE VOLTAGE
1 0 Courant résiduel collecteur-émetteur en 022b Capacité de sortie en fonction de la
(gi) ion de la éi i (pF) tension collecteur-base
-— T
,[Vea=eov \\ f=1MHz
2 / 60 \
3
10 / 50 N\
) / N
2 A 40 AN
102 o /
5 30
2
T 20
10
5
10
2
10° o 2 4 68 2 4 68
o
25 50 .. 75 . 100 126 tambC 100 10! Ves W)
/7
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/) THOMSON-CSF

DIVISION SEMICONDUCTEURS DISCRETS

2N 3053

NPN SILICON TRANSISTOR, EPITAXIAL PLANAR
TRANSISTOR NPN SILICIUM, PLANAR EPITAXIAL

)

General purpose : medium power
amplification, commutation Vceo 4V
Usage général : amplificateur moyenne Ic 0,7A
puissance, commutation. Prot 5W
Rth(j-c) 350C/W  max
h21g (0,15 A) 50 - 250
fr 100 MHz  min
Dissipation derating \_ J
Variation de dissipation
100 % (
i
Case
N T ;
75 i Boitier 039(cB7)
|
)
50 | N
1
1
25 : N
' E
]
0 1 o
50 100 150 Tcgse (9C) J c
- \ J
( ABSOLUTE RATINGS (LIMITING VALUES)
VALEURS LIMITES ABSOLUES D'UTILISATION
Collector-base voltage
Tension collecteur-base Vceo 60 v
Collector-emitter voltage Veeo 40 v
Tension collecteur-émetteur cf
Collector-emitter voltage _10Q 50 v
Tension collecteur-émetteur Rge =10 VCER
Collector-emitter voltage
=— 60 v
Tension collecteur-émetteur Vee=-15V Veex
Emitter-base voltage v 5 v
Tension émetteur-base EBO
Collector current Ic 07 A
Courant collecteur
Power dissipation Tamb 25 °C e, 1 w
Dissipation de puissance Tease 25 °C tot 5
Storage and junction temperaturg tj 20(‘)'. oc
Te de ji et de stock Tstg . —65+200
— i
Junction-case thermal resistance .
thermique jonction boitier max Reh(j-c) 35 o°c/w

50, rue Jean-Pierre Timbaud - B.P.5
F-92403 Courbevoie Cedex FRANCE
Tél : (1) 788-50-01 Telex : 610560
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2N 3053

STATIC CHARACTERISTICS T 25 0C (Unless otherwise stated)
CARACTERISTIQUES STATIQUES case (Sauf indications contraires)
Test conditions .
Conditions de mesure min | typ | max
Collector-base cut-off current Veg= 30V
Courant résiduel collecteur-base lge =0 lcso 025 HA
Emitter-base cut-off current VEB= 4V s
Courant résiduel émetteur-base Ic =0 lEBO 0,25 HA
Collector-emitter voltage Ic = 100mA
Tension collecteur-émetteur Ig= 0 VCEOsus 40 v
Collector-emitter voltage Ic = 100mA
Tension collecteur-émetteur RBe= 10Q VCERsus 50 v
Collector-base breakdown voltage Ic = 0,1mA -
Tension de claquage collecteur-base Ie= 0 V(BRICBO 60 v
Emitter-base breakdown voltage lge = 0,1mA -
Vv 5 \"
Tension de claquage émetteur-base Ic =0 (BRIEBO
Static forward current transfer ratio Vep= 10V
Vialeur statique du rapport de transfert CE= h21e” 50 250
’ Ic = 0,15A

direct du courant
Collector-emitter saturation voltage Iic = 015A v - 14 v
Tension de saturation collecteur-émetteur I = 0015A CEsat ’
Base-emitter saturation voltage Ic = 015A v . 17 v
Tension de saturation base-émetteur Ig = 0,015A BEsat ’
DYNAMIC CHARACTERISTICS ( for small signals )
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES ( pour petits signaux )

. Vce= 10V
Frquence de wamston lc = 005A oo |0 MHz

& f = 100 MHz

Output capacitance Veg= 10V
Capacité de sortie : f = 1MHz Ca2b 5| eF
Input capacitance VEg= 05V
Capacité dlentrée f o= 1MHz Crip 80 | oF

* Pulsed

Impulsions tp = 300 us §< 2%
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THERMAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES THERMIQUES

Tcase 25 °C

2N 3053

( Unless otherwise stated )

( Sauf indications contraires )

Test conditions
Conditions de mesure

min | typ [ max

Junction-ambient thermal resistance

. o
Résistance thermique jonction-ambiant Rth)]-amb) 178 cw
SAFE OPERATING AREA
Aire de fonctionnement de sécurité
o (A) ! T
i%#[
< R % £
\\ AN S
05 NI\
) SO oW
BN
\;}: "N
\\ \
\ N\ y N

03 \\ AN
0,1
0,05
0,02} tcase = 25°C

Continuous P

Continu

Single pulsed ——— — —

Mono impulsion
0,01 il L 11

1 2 5 10 20 50 Ve W)
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2N 3053

TYPICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES TYPIQUES

COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR-
EMITTER VOLTAGE
Courant collecteur en fonction de la tension

collecteur-émetteur
C
(A I N
a2
(5
«
0.4 4~ 3.53 ]
SaprZzZ
A T 2T |
77 P~ 2 mA—=
0,3 ///'/// '// 1 5mA
— I
9/// 1 11 mA
0,2 / —
il
/ lg = 0,5 mA
0,1
0 <
0 2 1 6 8 Vg0
COLLECTOR EMITTER VOLTAGE VERSUS STATIC FORWARD CURRENT TRANSFER
BASE-EMITTER RESISTANCE . RATIO VERSUS COLLECTOR CURRENT
Tension colle 6/ en f ion de la Valeur statique du rapport de transfert direct du
résistance base-émetteur courant en f ion du courant
Vv, T
oE tage = 25°C hoe l Vee =10V
TN\
S d
/1 LN
52 240 7
- £
n;ﬁjA
N \
N
48 ‘\ 180 e
/'—-'~
— N\ S ’,/
\ \‘;@’/’
44 120
N =
N
N
40 ™~ 60
36 L 0
2 468 2 468 2 46R _(Q) 2 468 2 468 2 468
10 10? 108 BE 10° 10! 102 1 (mA)
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TYPICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES TYPIQUES

BASE CURRENT VERSUS BASE-EMITTER

2N 3053

BASE CURRENT VERSUS BASE-EMITTER
VOLTAGE

VOLTAGE
Courant base en fonction de la tension base- Courant base en fonction de la tension base-
f B émetteur l(; émetteur
(mA) 8 Veg =4V (mAlg [T T
s t, . =25°C sf-Vee=4v -
/ | case — /'
4 4
/ d
2 / 2 //
102 / 102 /4 /
8 £ 8 7
6 I 6 /
4 4 'I
) / 2 |
1 / . Il
10 i 0% T
O
e 1 . ) P
S 2 [
4 4 - -
] I
-4
2 2 8 g
100 I 10° |
0,4 0,6 0,8 1 1,2 Vgg V) 0 0,2 0,4 0,6 08 VgeV)
OUTPUT CAPACITANCE VERSUS
COLLECTOR-BASE VOLTAGE
Capacité de sortie en fonction de la
C tension collecteur-base
22b
{pF) f=1MHz
8
N
6 ™ \
a
2
100
2 4 6 8 2 4 6V (\%]
10° 10! 7 e

63
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2N 3053

TYPICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES TYPIOUL:_S

COLLECTOR-EMITTER SATURATION VOLTAGE BASE.EMITTER SATURAT
VERSUS COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR CORRENT o
Tension ‘{:u 0 en Tension de saturation base-émetteur en
VCEsat v du
w ' _10 W e 7
= =10
Ts T Y/
| / 4
08 08 A/
' ” 4
>
‘ A/
29 ~ Y
N = / 1
cose v
0.6 0,65— ,
[ loee s
— —-—1@53$ -
——
0,4 0.4
0,2 0.2
2 4 68 2
0 1 2 4 68 2 4 68 2 68
10 10 100 101 102 lc (A}
.
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/Y THOMSON-CSF

DIVISION SEMICONDUCTEURS DISCRETS

2N 3054-BDY 71

NPN SILICON TRANSISTORS, HOMOBASE
TRANSISTORS NPN SILICIUM, HOMOBASE

2N 3054 compl. of BDX 14

LF large signal power amplification
Amplification BF grands signaux de puissance

High current switching
Commutation fort courant

Ic

Ptot

Vceo

h21E (0,5 A) {

T

55 vV

4A

25wW 2N 3054
29w BDY 71

25-100 2N 3054
80-200 BDY 71

fr 08MHz min
Dissipation derating . J
Variation de dissipation
100 % W
' ~§ C 1066 (cBI2)
| Boitier
75 T
i \\\
1
50 4 N
|
|
25 € N,
}
|
0 |
50 100 150 Tgase (OC) k
[ABSOLUTE RATINGS (LIMITING VALUES)
VALEURS LIMITES ABSOLUES D'UTILISATION 2N 3054 BDY 71
Collector-base voltage
Vi
Tension collecteur-base cBo 20 % v
Collector-emitter voltage
Tension collecteur-émetteur Vceo 55 55 v
Collector-emitter voltage
Tension collecteur-émetteur Rge 1000 VCER 60 60 v
Collector-emitter voltage
Tension collecteur-émetteur VBe — 15V Veex %0 % v
Emitter-base voltage
Tension émetteur-base VeEBO 7 7 v
Collector current
4
Courant collecteur lc 4 A
Base current
Courant base 's 2 2 A
Power dissipation o
Dissipation de puissance Tease 25 °C Pot 25 29 w
Storage and junction temperature ] 200 200 ac
\_ 7emp de j ion et de K TSLQ — 65 + 200 — 65 + 200
Junction-case thermal resistance < Rup( 7 7 o
Résistance thermique jonction-boitier thij) C/wW

60, rue Jean-Pierre Timbaud - B.P.5
F-92403 Courbevoie Cedex FRANCE
Tél : (1) 788-50-01  Telex : 610560
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* 2N 3054 - BDY 71

STATIC CHARACTERISTICS

(Unless otherwise stated)

Tcase 25 °C
CARACTERISTIQUES STATIQUES (Sauf indications contraires)
Test conditions .
Conditions de mesure min max
Collector-emitter cut-off current = 30V | All types 05 A
Courant résiduel collecteur-émetteur = 0 CEO Tous types ’ m
= 90V All types 1
= —-15V Tous types
= 30V
Collector-emitter cut-off current
Courant résiduel collecteur-émetteur = —15V IcEx BDY 71 5 mA
= 1500C
= 90V
= —-15V 2N 3054 6
= 1500C
Emitter-base cut-off current = 7V | All types 1 A
Courant résiduel émetteur-base = 0 EBO Tous types m
Collector-emitter breakdown voltage
B = 100 mA « | All types
Tension de claquage collecteur-émet- - 0 VCEOsus Tous types 55 \
teur
Collector-emitter breakdown voltage
. = 100 mA » | All types
Tension de claquage collecteur-émet- = 1008 VCERsus Tous types 60 \%
teur
Emitter-base breakdown voltage = 1mA » | All types
Tension de claquage émetteur-base = 0 V(BR)EBO Tous types 7 v
= 4V
= 05A 25 100
Static forward current transfer ratio 2N 3054
Valeur statique du rapport de trans- = 4V h21E 5
fert direct du courant = 3A
= 4V
= 05A BDY 71 80 200
= 05A All types 1
Collector-emitter saturation voltage = 005A M Tous types
Tension de saturation collecteur-émet- = 3A VCEsat v
2N 3054 6
teur = 1A
Base-emitter voltage = 4V Vee* All types 17 v
Tension base-émetteur = 05A BE Tous types ‘
Second breakdown collector current v - 55V
Courant collecteur de second cla- A : 1s Is/B 2N 3054 0,45 A
quage -
* Pulsed = 300 5 < 2%
Impulsions = hs
2/8



*2N 3054, BDY 71

DYNAMIC CHARACTERISTICS ( for large signals ) (Uniess otherwise stated)

T 250C
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES ( pour grands signaux ) case (Sauf indications contraires)
Test conditions min | t max
Conditions de mesure ye
Transition frequency VcEe f 10V All types
e Ic = 02A fr 0,8 MHz
Fréquence de transition P = 1MHz Tous types

SAFE OPERATING AREA
Aire de fonctionnement de sécurité

& BDY 71
6
1|m 500
4 N ™~ SN N o ‘i’ nen
N N M N 2
..A_\ A’foo, N2 J.
N
A Q\’o\\ ( Y
2 t,\\%s\#‘_
\ EN| [N
\ N\
AR
\] \\ N
1 A
N
08 \'—\
0,6 N
T
0.4 tease = 25°C
Conti S,
Continu
Single puise —— - o —
0.2 Mono-impulsion
0,1 - T
1 2 4 6 8 10 20 40 60 VeetV)
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*2N 3054, BDY 71

4/8

(A)

0,5

0,2

0,1

SAFE OPERATING AREA
Aire de fonctionnement de sécurité

2N 3054
2%
N T
NNNERN
A DA
N (?) s\,
e N Y% | N
| tepee =25°C PRCSE
[ T — SONY
Continu SOV
\ N
Single pulse ————— NN \{
Mono-impulsion’ \ \‘\ A |
N
N
1 2 5 10 20 50

VCE(V)



*2N 3054, BDY 71

TYPICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES TYPIQUES

COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR- COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR-
EMITTER VOLTAGE EMITTER VOLTAGE
Courant collecteur en fonction de la tension Courant collecteur en fonction de la tension
| c collecteur-émetteur | . collecteur-émetteur
(AY T — T
2N 3054 G M (A) [BDY 7 3@;/
5mA ] 5 mA 1
04 AM ,.-——r“‘ 04 // 'Z,I./K‘
. T A
4 mA L1 2 ull
03 ~ 3|mA 0,3 é// 1smh L
g I WO T |t
_4./‘—"'—_ ey
ol P el 4
2mA [ | 1mA L
e |
0,2 0,2
| 1g=05mA™]
o1 Ig=1mA L
g [—— 0,1 .
—1- —
0 0 4 8 12 16 0
VeV 0 4 8 1218 Vv
COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR- COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR-
EMITTER VOLTAGE . . EMITTER VOLTAGE
Courant collecteur en fonction de la tension Courant collecteur en fonction de la tension
] c collecteur-émetteur ! c collecteur-émetteur
‘mA
(A) | 2N 3054 80 m oA (A) | BDY 71 [ 20 mA
o i 35 mA
60 mA L~
P L+ T 30 mA
16 50 mA 1,6
P e L1 25 mA
40 mA | /4 —T] 20 mA J—]
T | fa
"] sl
12 A 30mA —— 12 — 15mA __|
et -
|t | |1
20 mA —
L r,_.—-——‘ 4 10 mA
|t
08 P 08 L | !
Ig =10 mA Ilg =5 mA
/_;._—p——
04 I £ 04
° 1 2 3 4 0 )
0 VeetW! 0o 1 2 3 4 v __(v)
CE
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*2N 3054, BDY 71

TYPICAL CHARACTERISTICS

CARACTERISTIQUES TYPIQUES

wv)

60

COLLECTOR EMITTER VOLTAGE VERSUS.
BASE-EMITTER RES!STANCE(mmlmum value)

Tension

base-é

en f

(valeur minir )

tease = 25°C

55

50

10!

2 4 68 2
102

STATIC FORWARD CURRENT TRANSFER
RATIO VERSUS COLLECTOR CURRENT
h Valeur smt/qua du rapport de transfert direct du

21E en fc jon du courant colle
Vee = 4V
2N 3054
120
ot
AN
q B
90 / %
A &,
Y&
Va
60 |/
30 \ \
N
\Y
0
2 4 68 2 4 68 2 68
102 10" 10° Ita)

of8

70

468 .2 46
10 RBE(ﬂ)

STATIC FORWARD CURRENT TRANSFER
RATIO VERSUS COLLECTOR CURRENT
Valeur statique du rapport de lransfen direct du

en fonction du
h21E \ L V’CE Zav
\g\'s ) soY 71 +H
200 %,
/ oG ©

.‘f)
160 Z«o"/ \

100
N\
® N
\N
0 2 4 6 2 4 6 2 4 6
10-2 10-1 100 Ic(A)




*2N 3054, BDY 71

TYPICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES TYPIQUES
COLLECTOR CURRENT VERSUS BASE-

EMITTER VOLTAGE
Courant collecteur en fonction de la tension

BASE CURRENT VERSUS BASE-EMITTER
VOLTAGE
1 Courant base en fonction de la tension base-
B émetteur IC base-émetteur
(mA) — T (A) T4
[ Vee=4V I Vee=4V
T
6
4 //w// e
2 so"";; / 4 29" ]
y =2
/ o |
102 2 A
8 <
6 $
Vi,
¢ 10° s/
. 1%7/4
2
/] : /
10' /
8 oFf 4
e 8|
S
4 I
3;'/ 2
2 &
10° | [ 10"
0 0,4 0,8 1,2 1,6 VgeV) 0 0,4 0,8 1,2 16 VgeV)
COLLECTOR-EMITTER SATURATION VOLTAGE BASE-EMITTER SATURATION VOLTAGE
VERSUS COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR CURRENT
Tension de ¢ e 7 en Z'ensiqn de saturation base-émetteur en
v CEsat fonction du courant collecteur VBE)sat du
v) | (v 1
< _y —£-10
[ '8
1,6 l 1,6 //
of
1,2 & 1,2
sflo 4
i e
gl |u I
N/ L 25°C o
> o pem
/ = 100°C
/ [ tcase
04 / 0,4
//
T~
0 4 6 0 * 4 6
2 4 68 2 6 8 2
107! 10° I6lA) 107! 10° I (A)

7




*2N 3054, BDY 71

TYPICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES TYPIQUES

OUTPUT CAPACITANCE VERSUS
COLLECTOR-BASE VOLTAGE
Capacité de sortie en fonction de la

C.,.,, fension collecteur-base
22b —r
(pF) f =1 MHz
6
4
2
10
\\\
N
6 \\
4
\\
2
10°
2 4 68 2 6
1
10° 10 VegtV)
TRANSIENT THERMAL RESISTANCE DERATING
FACTOR UNDER PULSES CONDITIONS
Facteur de réduction de la ré: hy ique en
régime d’impulsions
« B |0l5 1 /‘lr '/7‘
s 6=9° 1 1 4+1"1 o 1/
| L~ /
s _02 ‘//
A
et
kg / D=
2
10!
8
6 5 =_p
i T
4 Zith =K Ry, 4
2 !J |
10'2 E T R I
2 6§ ,2 5 .26 2 65 2
1057 104 1037 1027 10717 tp (sec)
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/> THOMSON-CSF

DIVISION SEMICONDUCTEURS DISCRETS

2N 3055 compl. of BDX 18, BDX 18 N

High current switching
Commutation fort courant

Thermal fatique inspection

Dissipation derating
Variation de dissipation

LF large signal power amplification
Amplification BF grands signaux

Contrdlé en fatigue thermique

100 %
|
s LI\
|
50 } \X
RETEAN
|

150

t

case

(°c)

2N 3055

NPN TRANSISTOR HOMOBASE
TRANSISTOR NPN HOMOBASE

~

_/

VCEO 60V

ic 15 A

Ptot M7W

h21e (4 A) 20-70

fT 0,8 MHz

Rth(j-c) 150C/W max
Case To W
Boitier

( ABSOLUTE RATINGS (LIMITING VALUES)
VALEURS LIMITES ABSOLUES D'UTILISATION

Collector-base voltage v
Tension collecteur-base CBO 100 \
Collector-emitter voltage v
Tension teur CEO 60 \%
Collector-emitter voltage
Tension émetteur RBE =100 92 VCER 70 v
Collector-emitter voltage

| _Tension collecteur-émetteur VBe=—15V VcEX 90 \%
Emitter-base voltage v
Tension émetteur-base EBO 7 \2
Collector current \
Courant collecteur C 15 A
Base current \
Courant base B 7 A
Power dissipation

(o]
Dissipation de puissance Tcase 25 °C Prot 17 w
Junction temperature
i - o

Température de jonction N 65 +200 C

( N
Junction-case thermal resistance o
Reési thermique j boitier max Rth(j-c) 15 C/W

50, rue Jean-Pierre Timbaud - B.P.5
F-92403 Courbevoie Cedex FRANCE

Tél : (1) 788-50-01

Telex : 610560
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2N 3055

STATIC CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES STATIQUES

toase = 25°C

(Unless otherwise stated)
(Sauf indications contraires)

Test conditions

Min. Typ. Max.

Conditions de mesure
Collector-emitter cut-off current VCE =30,V |
Courant résiduel collecteur-émetteur lg =0 CEO 2N 3055 0.7 mA
Veg = 100 V
CE
Vgg =15V 5 mA
Veg =60V
Collector-emitter cut-off current Vg =—15V | BDY 73 10 mA
Courant résiduel collecteur-émetteur tease = 150°C CEX
Vg =100V
Vgg=-15V 2N 3055 30 mA
tease = 150°C
Emitter-base cut-off current Veg =7V IeBO 5 mA
Courant résiduel émetteur-base IC =0
Collector-emitter breakdown voltage lc =200mA v * 60 v
Tension de claquage collecteur-€émetteur |B =0 CEO(sus)
Collector-emitter breakdown voltage Ic =200mA *
Tension de claquage collecteurémetteur Rgg =100 2 VCER(sus) 70 v
. 1 =100 mA
Collector-emitter breakdown voltage C V. *
Tension de claquage collecteur-émetteur VBE =-15V CEX(sus) 0 v
V =4
ce=4V 2N 3085 | 20 70 v
lc =4A
Static forward current transfer ratio h *
Valeur statique du rapport de transfert 21E
direct du courant
Vap =4V
CE 2N3055 | 5. v
lc =10A
Ic =4A 11 v
. lg =04A !
Collector-emitter saturation voltage Vee (*‘
Tension de saturation collecteur-émetteur | 10A sa
c = . 2N 3055 8 v
lg =33A
Base-emitter voltage VCE =4V Vv * 18 v
Tension base-émetteur | c = 4A BE '
Second breakdown collector current | Vegp =60V ls/g 195 A
Courant collecteur de second claquage t =1s !

* puised
Impulsions

t_ =300 us

<2 9%
p 8§ €<2%

2/7
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DYNAMIC CHARACTERISTICS (for small signals)

2N 3055

t = 25°C (Unless otherwise stated)

CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES (pour petits signaux) case (Sauf indications contraires)

Test conditions .

Conditions de mesure Min. Typ. Max.

. VCE =4V

Transition frequgr!cy | 1A fr 08 MHz
Fréquence de transition c.~™

f=0,5MHz

Pulsed test :

THERMAL FATIGUE INSPECTION

Permanent inspection of soldering quality between
silicen chip and header provides inaximum insurance
against thermal fatigue.

CONTROLE EN FATIGUE THERMIQUE

Contrdle cyclique :

10 000 cycles
“on' : 2 minutes (0> 48 W)
"off”: 1 minute (48>0W)

tcase = 100°C max

Atcase = 85°C max

Le contrdle permanent de la qualité de la soudure entre la
pastille de silicium et I'embase confére au transistor un maxi-
mum de garantie contre la fatigue thermique.

75
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2N 3055

SAFE OPERATING AREA
AIRE DE FONCTIONNEMENT DE SECURITE

) 2N 3055

60

46

20 ‘ : #
I )

AY N
N BN
AN Y NN
N
6
N\,
N
N\
4
tcase = 25°C \
I oc -
Continu
Pulsed e e e e
2+ kn impulsions
1 2 4 6 10 20 40 60 VCE(V)
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TYPICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES TYPIQUES

COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR-
EMITTER VOLTAGE
Courant collecteur en fonction de la tension

] collecteur-émetteur

C
(A} /[/-
T
A
8 & ’30'2_“;,_
, J
//AO‘EE—A——‘
300 mA
6 A
-
!: 200 mA
4 1g=1% m
2 k
tease = 25°C
0 +
0 1 2 3 4 Ve

COLLECTOR EMITTER VOLTAGE VERSUS
BASE-EMITTER RESISTANCE

Tension colle en f ion de la
v résistance base-émetteur
CE N
v) Ic =200 mA
tcase = 25°C
70 \
N
\\
60 ™
50 2 5 2 5 2 5 2 5
10’ 102 10° 10 R te)

77

2N 3055

COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR-
EMITTER VOLTAGE
Courant collecteur en fonction de la tension

'C collecteur-émetteur

(mA) L/
160 /@0/“‘/ /
120 /|

I
] / |

\

80

— 200"’A/

\
40 °

0 20 40 60 80 Vev)

STATIC FORWARD CURRENT TRANSFER
RATIO VERSUS COLLECTOR CURRENT
Valeur statique du rapport de transfert direct du

h courant en fonction du courant collecteur
21E
Veg=4V
300
250
-\\
200 ",
\\)
)
150 [fcase = 25°CI\ "%,
mmal
N
100 \\
50 \
N
Ft=
0
2 4 68 2 4 68 2 46
10" 10° 10! 1ela)
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2N 3055

TYPICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES TYPIQUES

BASE CURRENT VERSUS BASE-EMITTER

VOLTAGE
Courant base en fonction de la tension base-

|B 103 émetteur
(mA) 8[Vcg =4V
6

2 S
10— Y
8—t g ’L
{mE/vh
J
100 I
05 1 1,5 2 Vgev

BASE-EMITTER SATURATION VOLTAGE
VERSUS COLLECTOR CURRENT
Tension de saturation base-émetteur en

VBEsat - o
v
TC—=10
B
25
2
15 /
//
1 //;/
C
tcase //
0,5 —1.
’ tcre=125°c
o LL LI
2 4 68 2 4 68 2 4
107 10° 10! lc (A
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COLLECTOR CURRENT VERSUS BASE

EMITTER VOLTAGE
Courant collecteur en fonction de la tension

[} c base-émetteur
(A g[Veg =4V
6
4
2
.
L1 ~
10 //
8
6 LN
. /
L1/
o f
10° & fo
8 [—f~ S
61 ~
. N INL
— o
© ._é’
2 .
10"

0 0,5 1 1.5 2 VgelV)
COLLECTOR-EMITTER SATURATION VOLTAGE
VERSUS COLLECTOR CURRENT
Tension de i e émetteur en
7 ion du ant colle

VCEsat
VM
L=
's
25 -
2 /

1

=

3]

tf-‘ase =
Son

0,5 /
, A
0 _:;/
10_1 2 4 6%00 2 4 6150‘ 2 4 'C‘A)



2N 3055

TYPICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES TYPIQUES

TRANSITION FREQUENCY VERSUS OUTPUT CAPACITANCE VERSUS
COLLECTOR CURRENT COLLECTOR-BASE VOLTAGE
F de en f du Capacité de sortie en fonction de la
f courant collecteur C tension collecteur-base
T 22b
MH2) [r . =250C (PF) L tope = 26° C
Veg =10V 8| f=1MHz
f=0,5MHz
4 6
—_—
-\\
\\
\\ a
N
N
3

2
10
. 8
107 2 4 6 e (A) 10 Ve

v)

TRANSIENT THERMAL RESISTANCE DERATING
FACTOR UNDER PULSES COND!TIONS

Facteur de réduction de la ré que en
régime d’impulsions

K

0.8 INNE
05 _+1 7

07 Zp
e n Y7

0,6 b

05 - ¥
I
0.4 oL A8

N

0,2

0,1
104 103 102 107 100 101 tpls)

717
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/) THOMSON-CSF

DIVISION SEMICONDUCTEURS DISCRETS

Devices under CCQ ( 1971 n® 100 )

2N 3055 S

NPN SILICON TRANSISTOR, HOMOBASE
TRANSISTOR NPN SILICIUM, HOMOBASE

Dispositifs soumis au Controle centralisé de qualité ( 1971 n® 100 )

LF large signal amplification
puissance

High current switching
Commutation fort courant

Dissipation derating
Variation de dissipation

Amplification BF grands signaux de

100 %

I
75 I\
|\
50: N
|
1 N
2
5|
|
ol
50 100

-

150 Tcase(OC)

—

(

\—

f

Climatic class 55 /125 /56

Catégorie climatique

VCEO 60V

Ic 15A

Ptot M7 W

Rth(j-c) 150C/W  max

h21e (4 A) 20-70

fr 08MHz min
E::ier TO3(CB19) 1

(ABSOLUTE RATINGS (LIMITING VALUES)
VALEURS LIMITES ABSOLUES D'UTILISATION

Collector-emitter voltage VeeEo 60 v
Tension collecteur-émetteur
Colle‘ctor-emmer voltage RgE = 100 Q VCER 70 v
Tension collecteur-émetteur
Culle‘ctor-emitter voltage VRE=—15V VeEX 100 v
Tension collecteur-émetteur
Emitter-base voltage VEBO 7 v
Tension émetteur-base
Collector current i 15 A
Courant collecteur
Base current I8 7 A
Courant base
Power dissipation T 25 0¢C P 17 w
Dissipation de puissance case tot
Junction temperature max 1 200 o¢
Température de jonction
\_ L
Junction-case thermal resistance o
Rési thermique j jon boitier max Rth(j-c) 15 c/wW

50, rue Jean-Pierre Timbaud - B.P.5
F-92403 Courbevoie Cedex FRANCE
Tél : (1) 788-50-01  Telex : 610560

81

2

Novembre 1979 1/6

THOMSON-CSF
COMPOSANTS



*2N 3055 S

STATIC CHARACTETISTICS
CARACTERISTIQUES STATIQUES

Tease 25 °C

( Unless otherwise stated )

( Sauf indications contraires )

Test conditions

Conditions de mesure min | typ | max
Collector-emitter cut-off current VCe = 30V | 07 A
Courant résiduel collecteur-émetteur I =0 CEO ’ m
VCe = 100V 5
Collector-emitter cut-off current VBE= —15V | A
Courant résiduel collecteur-émetteur Vce = 100V CEX m
VBE= —15V 30
Tcase= 150 °C
Emitter-base cut-off current VEB= 7V | 5 A
Courant résiduel émetteur-base Ic =0 EBO m
Collector-emitter breakdown voltage Ic = 200 mA .
Tension de claquage collecteur-€metteur B =0 V(BR)CEO 60 v
Collector-emitter breakdown voltage Ic = 200mA v, . 70 v
Tension de claquage collecteur<metteur RBE = 100 &2 (BR)CER
Vce = 4V
Ic = 4A 20 70
Static forward current transfer ratio VGE = 4V
Valeur statique du rapport de transfert ic = 10A ho1g* 5
direct du courant
VCE= 4V
Ic = 4A 10
Tcase= —55°C
Ic = 4A 11
Collector-emitter saturation voltage B = 04A v N ! v
Tension de saturation collecteur-€émetteur Ic = 10A CEsat
IB = 33A 25
Base-emitter saturation voltage Ic = 10A v * 2 v
Tension de saturation base-émetteur I8 = 33A BEsat
Base-emitter voltage Ic = 4A .
Tension base-émetteur VCe = 4A VBE 1.8 v
DYNAMIC CHARACTERISTICS ( for small signals )
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES ( pour petits signaux )
- VCE = 4V
e -1 o os
a f = 05MHz
* Pulsed o
Impulsions  tp = 300 us 6 < 2%
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Aire de fonctionnement de sécurité
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*2N 3055 S

TYPICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES TYPIQUES

COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR-
EMITTER VOLTAGE

Courant collecteur en fonction de la tension
collecteur-émetteur

(m(li) &y /
Py

160 N

120

N

NN

COLLECTOR EMITTER VOLTAGE VERSUS .
BASE-EMITTER RESISTANCE (minimum value)

Tension en f ion de la
2 b teur (valeur i )
Vee
(v)
tease = 25°C
75
70 ~{_
N\
65
60 =
2 4 68 2 468 2 4 68
10’ 102 108 Rggla)
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COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR-
EMITTER VOLTAGE

Courant collecteur en fonction de la tension
collecteur-émetteur

Ic {teae =25°C 500 mA

@) oA |
T ]

300 mA ——

—T |

200 mA e

6‘ ]

|B=100mA
—.——'_
47
2
0
a 1 2 3 4 Ve

STATIC FORWARD CURRENT TRANSFER
RATIO VERSUS COLLECTOR CURRENT
Valeur statique du rapport de transfert direct du

en du
H
21E ‘ LR
re VCE=4V
\—
75 v
-
AN
/ \%
- \‘
% \\
%
50 A\
k)
o
25
0
2 4 68 2 4 68 2 4 68
107 100 10 A



*2N 3055 S

TYPICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES TYPIQUES

BASE CURRENT VERSUS BASE-EMITTER

VOLTAGE
Courant base en fonction de la tension base-
émetteur R base-émetteur
's Fvee=av s’ lc| Veg=4V
(mA) L 7= (A)
a L~
. / /
L 7
2 $ s &AL
Vi U
1028 $7 IJ a 7 (
£8Y 2 &
6 ? ? © L8 v
a - o 2 &
5
7] /]
2 $
i 10° | 1T
1 ol |
10 — 6 T
6 Il 4
‘ / {
| .
10° 107
1 15 Vgev) 0 0,5 1 156 VgeV)

0 0,5

COLLECTOR-EMITTER SATURATION VOLTAGE

VERSUS COLLEC

TOR CURRENT

en

COLLECTOR CURRENT VERSUS BASE-
EMITTER VOLTAGE
Courant collecteur en fonction de la tension

BASE-EMITTER SATURATION VOLTAGE
VERSUS COLLECTOR CURRENT
Z'ens/‘qn ‘:7 saturation base-émetteur en

» I

Tension de
f jon du courant
M V(\Bﬁsat ]
CEsat| | Cc_
Ic_ L=10
W) qe=10 's /
2 1,6 //
15 l 1,2 /
VY,
1 430 / 0,8 Seoc /z///
& tease = o
; __!_—T—- 1 /
-\é"& / ,{;?0 tease 12550
0,5 7 7 1 04
% &
—/ j
0 L 0
2 4 68 2 4 68 lc(A) 2 4 68 2 a4 6
107 10° 10! 107 10° 10" 1.0a)
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‘*2N 3055 S

TYPICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES TYPIQUES

OUTPUT CAPACITANCE VERSUS TRANSITION FREQUENCY VERSUS
COLLECTOR-BASE VOLTAGE COLLECTOR CURRENT
Capacité de sortie en fonction de la Fr en fe du
tension collecteur-base” courant col/ecreur
C. f.
22b T T T Ve =
- (pF) Ftcase = 25°C (MHz) f=05MHz | CE= ';;:’Q
8 f=1MHz farm =
4 T
6
4 3
~
\ 2
2 \\
\l\
NN 1
N
102 0
2 4 6 8 VCB(V) 2 A s & ch,
10 10"

TRANSIENT THERMAL RESISTANCE DERATING
FACTOR UNDER PULSES CONDITIONS
de la

Facteur de ique en
régime d‘impulsions
x 11
08 11 -
=05 41
0,7 = .
0.6 _-“’f{fo} %%
05
//'4}/«“

A A

0.4p# O y 7
7, p
‘C///
0,3
//
th =K Rth
0.2 TR I W
T
§-tp/T P,

0,1 I G

104 103 102 107 100 101 tpls)
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/) THOMSON-CSF
DIVISION SEMICONDUCTEURS DISCRETS 2 N 34 39 - 2 N 3440

NPN SILICON TRANSISTORS TRIPLE DIFFUSED MESA
TRANSISTORS SILICIUM NPN MESA TRIPLE DIFFUSES

High voltage, high freq y resp transi W é
Transistor haute tension & fréquence d‘amplifi- VCEO { 350 vV 2N 3439
cation élevée. 250 V 2N 3440

Ic 1A
High voltage, low current switching applications P, oW
Application en commutation haute tension, bas tot
courant Rthij-c) 17,5 °C/W max
h21g (0,02 A) 40 - 160
fr 15MHz  min

_ J

Dissipation derating
Variation de dissipation

100 %
! Case  ro39(cB7) B
! \ Boitier
75 T
] \
|
50— AN
[ \
25— ™ E
B
! [
0 i
50 100 150 Tgasel©C) ) J
( ABSOLUTE RATINGS (LIMITING VALUES)
VALEURS LIMITES ABSOLUES D'UTILISATION 2N 3439 2N 3440
Collector-base voitage
Vi
Tension collecteur-base cBO 450 300 v
Collector-emitter voltage
Tension collecteur-émetteur Vceo 350 250 v
Collector-emitter voltage
=— Vi 4
Tension collecteur-émetteur Vee=-15V CEX 50 300 v
Emitter-base voltage R
Tension émetteur-base VEBO 7 7 v
Collector current
Courant collecteur lc 1 1 A
Base current
! / i
Courant base B 05 05 A
Power dissipation 0
Dissipation de puissance Tease 25 °C Ptot 10 10 w
Storage and junction temperature max % 200 200 oc
Temp de j jon et de k T, — 65 +200 — 65 +200
\, stg J
Junction-case thermal resistance
Résistance thermique jonction boitier max Rth(j-c) 175 17,5 oc/w
50, rue Jean-Pierre Timbaud - B.P.5 Novembre 1979 1/6
F-92403 Courbevoie Cedex FRANCE
Tél: (1) 788:50-01  Telex : 610560 /) THOMSON-CSF
COMPOSANTS
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2N 3439 - 2N 3440

STATIC CHARACTERISTICS

(Unless otherwise stated)

Tcase 25 °C
CARACTERISTIQUES STATIQUES (Sauf indications contraires)
Test conditions in |t
IConditions de mesure min | typ | max
Vce = 300V
Collector-emitter cut-off current g =0 | 2N 3439 20 A
Courant résiduel collecteur-émetteur |\, CE = 200V CEO — M
. 2N 3440 50
ig =0
Vce = 450V
Collector-emitter cut-off current - VBe= —15V | 2N 3439 500 A
Courant résiduel collecteur-émetteur _ CEX — *
Vce = 300V
_ 2N 3440 500
VBe= —-15V
Emitter-base cut-off current VEB = 6V All types
Courant résiduel émetteur-base Ic =0 'eBo Tous types 20 A
—emi | =
Oolle.ctor emitter breakdown voltage |IC = 50 mA . | 2n 3439 350
Tension de claquage collecteur-émet- fIlg = 0 VCEOsus 2N 3440 250 \
teur L = 25mH
VCE= 10V All types
Static forw.ard current transfer ratio || CCE — 20mA . Tousyfypes 40 160
Valeur statique du rapport de trans- h21E
fert direct du courant Vce= 10V 2N 3439 30
Ic = 2mA
Collector-emitter saturation voltage | 50 mA Al
Tension de saturation collecteur-emet-|'C = m * types
teur I = 4mA VCEsat Tous types 05 v
Base-emitter saturation voltage Ic = 50mA v . All types 13 v
Tension de saturation base-<émetteur |l = 4 mA BEsat Tous types !
Second breakdown collector current |VCg = 200V | All types 50 mA
Courant collecteur de second claquage|t = 1s s/8 Tous types
DYNAMIC CHARACTERISTICS ( for small signals )
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES ( pour petits signaux )
= 10V
Transition frequency VeE 0 All types
Fré de transiti Ic = 001A fr Tous types 15 MHz
quence de transition ¢ - 5MHz 74
Output capacitance Veg= 10V All types 2 F
Capacité de sortie f = 1MHz Ca2p Tous types N
* Pulsed
Impulsions  tp = 300 us §< 2%
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2N 3439, 2N 3440

SAFE OPERATING AREA
Aire de fonctionnement de sécurité

Ic
(A)
5
2
‘0
! N - = NS N ’%‘TI
3{\ AN \30 50 us
05 AN TN N NI
: \\‘ N e NI Me100 us |
N " \:%- N
\L\% 1 \
0,2 AN D SR
5 N ~,
SR
t_ . =25°C N\ A
01| = Na. N A
" { Continuous N AVA)
Continu ANY
Single pulsede ——mem e N\ 3
0,05 Mono impulsion R
\
0,02 \
2N 3440«7 le2N 3439
0,01 l | | | ”
1 2 5 10 20 50 100 200 500 Vg (V)

35
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2N 3439, 2N 3440

TYPICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES TYPIQUES

COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR-
EMITTER VOLTAGE
Courant collecteur en fonction de la tension

I collecteur-émetteur

(mA)) l |
35
160 -
1,2 M I
V. 4/’[_1—__
// T
120 // 1 mA
/A _
/ 0,8 mA
80 |4~ |
0,6 mA
Ledn
,4 m,
o 7 ]
'B =0,2mA
. L[]
o] 2 4 6 8 Vee (V)

COLLECTOR EMITTER VOLTAGE VERSUS
BASE-EMITTER RESISTANCE (minimum value)

Teqsion e en d?la
VCE (valeur
— 250
v) l tease =25°C
450 | 2N 3439
™~
N
\
300 - 2N 3440
I~
150
01252_253 5 42 sR @)
10 10 10 10 BE
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COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR-
EMITTER VOLTAGE
Courant collecteur en fonction de la tension
IC collecteur-émetteur

(mA) ‘ I toase = 25°C
b
T
80 |—2 o seT
- ]
60 // ] smA |~
0/
L1
- /r“/
1 0AmA ___L—
40
] |
(// 0[,3 mA
} |t T
—
20 r_ 02mA |
I
'B =0,1 mA
0 | |
0 40 80

120 160 Ve (V)

STATIC FORWARD CURRENT TRANSFER
RATIO VERSUS COLLECTOR CURRENT
Valeur statique du rapport de transfert direct du

h2 1E courant en fonction du courant collecteur
VCE =10V -—
)4
150 -© p 1
NV / A
- 2A
P
— ‘? P a
1Y
100 7 /,’li
50 — 85°C 3
tease
L~
0 2 68 2 4 8 2 4 68
1073 102 10" !



TYPICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES TYPIQUES

BASE CURRENT VERSUS BASE-EMITTER
E

VOLTAG
1 Courant base en fonction de la tension base-
0 i) émetteur
m
- 7 7
8 VCE =10V 7
6
a

1
100, f mg
6 " p—&
3 n I
4 ST g
=&
2
/
0
10 + f
. frif
‘ /
2
10" /

0 0,2 0,4 0,6 08 Vge (V)
COLLECTOR-EMITTER SATURATION VOLTAGE
VERSUS COLLECTOR CURRENT
Tension de i en
fonction du p

VCEsat | TTT
V) <€_10
's
3
2,5
2
13
o
1,5 &
U
1 :‘ o'
WA
y
Al &
05 /h,d’

1]

2 468 ,2 468 ,2 468
103 102 107! 1cA)

2N 3439, 2N 3440

COLLECTOR CWRRENT VERSUS BASE

EMITTER VOLTAGE
Courant collecteur en fonction de la tension

IC base-émetteur
(Agly c =10V >
8 Vee = 7
a4
4
. N/
1/
o o/
8 ef+-2F
o
6 17 oy
. "
] 8
2 [
102 f
: 1
. ]
4
2
102
02 04 06 08 v
BASE-EMITTER SATURATION VOLTAGE ~
VERSUS COLLECTOR CURRENT
z’ensiqn de saturation base-émetteur en
VBEsat du
(v) 1
=10
B
V
08 A
A/
47-50//
0,6 — ‘e
/
] A
500
04 =\?
y’
0.2
0 2 468 ,2 468 _2 468
103 2 10"



2N 3439, 2N 3440

TYPICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES TYPIQUES

TRANSITION FREQUENCY VERSUS

COLLECTOR CURRENT

F de
f-n MHz) courant collecteur

en fi

du

60 -

/

/

T T
Vae =10V

CE =
tease = 25°C
f= 5MHz

40

\

\
\

20
0
, 2 4 6 8 2 4 8
10 102
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7 THOMSON-CSF

DIVISION SEMICONDUCTEURS DISCRETS

2N 344a1-BDY 72

High current switching
Commutation fort courant

Dissipation derating
Variation de dissipation

LF large signal power amplification
Amplification BF grands signaux de puissance

NPN SILICON TRANSISTORS, HOMOBASE
TRANSISTORS NPN SILICIUM, HOMOBASE

2N 3441 compl. of BDX 16

( )

VCEO {140 V 2N 3441
120V BDY 72

Ic 3A

Ptot 25 W

Rth(j-c) 7 °C/W max

(20 -80 2N 3441

h21E05 A} { g5 180 BDY 72

fr 0,8 MHz min J
\—

100 % (
] €2 1066 cB72)
\ Boitier
75
I \
50 |—L
I
I
25 +
I
ol !
L 50 100 150 Tcase(OC) J S J
(ABSOLUTE RATINGS (LIMITING VALUES) )
VALEURS LIMITES ABSOLUES D'UTILISATION
2N 3441 BDY 72
| Collector-base voltage v 160 150
| Tension collecteur-base cso v
Collector-emitter voltage
Tension collecteur-émetteur Vceo 140 120 v p—
Collector-emitter voltage
Tension collecteur-émetteur RBe =1002 VCER 150 130 v
Collector-emitter voltage
Tension collecteur-émetteur VBE=—15V Veex 160 150 v
Emitter-base voltage
Tension émetteur-base Veso ’ ’ v
Collector current Ic 3 3 A
Courant collecteur tp=1s lcm 4 4
[~ Base current
Courant base 's 2 2 A
Power dissipation o
Dissipation de puissance Tcase 25 °C Piot 25 25 w
Storage and junction temperature max t 200 200 oc
Temp. e de jonction et de Tstg — 65 +200 — 65 +200 J
TN
Junction-case thermal resistance oy
f thermique jonction boitier "% Rth(j-c) 7 7 cIw
N /

50, rue Jean-Pierre Timbaud - B.P.5
F-92403 Courbevoie Cedex FRANCE
Tél : (1) 788-50-01 Telex : 610560
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2N 3441 -BDY 72

STATIC CHARACTERISTICS

(Unless otherwise stated)

Tcase 25 °C
CARACTERISTIQUES STATIQUES (Sauf indications contraires)
Test conditions .
Conditions de mesure min jtyp | max
VCcE = 140V 1
VBe = -—-15V
VCE = 140V 2N 3441
VBE = -—-15V 5
X Tcase = 1500C
Collector-emitter cut-off current | A
Courant résiduel collecteur-émet- _ CEX m
Vce = 130V 1
teur VBE = -15V
VCE = 130V BDY 72
VBE = —-15V 5
Tcase = 1500C
Emitter-base cut-off current VEB = 7V | All types 1 A
Courant résiduel émetteur-base Ic = 0 EBO Tous types m
T e 16 = To0mA v fao y
quage co B = 0 (BRICEO " | gpy 72 120
teur
e [lc = 00mal e [y o ¥
e quag Rge = 1008 [(BRICER |gpy 72 130
teur
e vy |16 = t00maly e o y
quag Vge = -15Vv | (BRICEX | ppy 7 150
teur
Static forward current transfer ratio
Valeur statique du rapport de trans- VeE = 4V h21E * [ 2N 3441 20 80
) Ic = 05A BDY 72 60 180
fert direct du courant
Collector-emitter saturation voltage _
Tension de saturation collecteur- 'c = 05A VCEsat* All types 1 \
i = 005A Tous types
émetteur
Base-emitter voltage Vce = 4V Ve * All types 17 v
Tension base-6metteur Ic = 05A BE Tous types ‘
* Pulsed _
Impulsions t = 300 s 8§ < 2%
DYNAMIC CHARACTERISTICS ( for small signals ) (Unless otherwise stated)
Tease 25 °C

CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES ( pour petits signaux )

(Sauf indications contraires)

Test conditions

Conditions de mesure min | typ | max
L. VCE=10V
fi
Transition requenc‘y. Ic =02A fr 08 MHz
Fréquence de transition " —1MHz
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2N 3441 - BDY 72

SAFE OPERATING AREA
AIRE DE SECURITE

Ic
(A)
6
5 B
4
3
2
101
8
7
6
.
N SN SIS S™
AN N RN s_‘f)\b@
3 ANAJ SN AN \ ) ‘%\1
\\Q NN NT N \
R \\\‘ N BN
N\ N
i&l& N ""o,b “N L
NN
100 N N2 A 3
8 AY N v
ANNNEANN I
; NN L
"\ N
° NS \Y |
4 ;\ \\‘:
3 \\\\\ \l
NN
N
2
10-1
8
7
6
5
41" Tease 25°C - —
<
3 DC operation STt
Régime continu al |&
21— __ ____ _ Single pulsed
| Mono impulsion
0 2 3 45579101 2 3 45678102 2 3 4 567
" VcE (V)
3/7
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2N 3441 -BDY 72

TYPICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES TYPIQUES

COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR- COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR-
EMITTER VOLTAGE EMITTER VOLTAGE
Courant collecteur en fonction de la tension Courant collecteur en fonction de la tension
| . collecteur-émetteur | . collecteur-émetteur
Cc Cc
(A) [2N 3441 65 mA (mA)[2N 3441 v
B ey . & -/
m
T ——+&"A 1% £
0,8 o 45 mA{ 160 || q,( A
[I— s 40'mA / / / I
= 35 mA i/
_____—-._—-—- 30 mA 120 ( /
0,6 !
|t 25 mA Y /
;f“ 20 mA /4
i — | /
0.4 /] 15 mA 80
. [
10 mA / /
P -
02 |B = 5mA | . 40 09 —"
2 /
I,=0
0 0 2
0 1 2 3 4 Ve 0 40 80 120 160 VeeW)
COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR- COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR-
EMITTER VOLTAGE EMITTER VOLTAGE
Courant collecteur en fonction de la tension Courant collecteur en fonction de la tension
IC collecteur-émetteur IC collecteur-émetteur
Al Y 1 (mA)
(A)  [gDpY 72 20 mA I /7 /l BDY 72
/
18mA T4
08 [ _16mA
T 14 mA
12 mA
1 10 mA
0,6 ,
4 8 mA
- e
T
6 mA
04 7 -
4 mA
. N
lg=2m
0,2 B -
0
0 1 2 3 4 Ve 180 vv)
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2N 3441 - BDY 72

TYPICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES TYPIQUES

COLLECTOR EMITTER VOLTAGE VERSUS
BASE-EMITTER RESISTANCE (minimum value)
de la

Tension en f
VCE résistance base-émetteur (valeur minimum)
v) T o
tease = 25°C
150
~
N
NG| 2N 3441
140
130
™~
N
N
120 BDY 72
110
1 4 68 2 2 4 68 3 2 4 6
10 10 10 R BE ()
STATIC FORWARD CURRENT TRANSFER STATIC FORWARD CURRENT TRANSFER
RATIO VERSUS COLLECTOR CURRENT RATIO VERSUS COLLECTOR CURRENT
Valeur statique du rapport de transfert direct du Valeur srauque du rapport de rransfert direct du
h, courant en fc jon du courant h. courant en f ion du
21E x 21E T
2N 3341 DY 72" ]
Veg =4V Veg=4V]
60 AT
i
- 150
50 f;‘é
A\
-, .luO(z
/ 2, 2‘ =
40 AR o \
% 100 \
30 ) — \
) IC N
o P \
"z
20 ‘ 50 T
10 A\
N N
0 0 2 68 6 2 6
2 4 68 2 4 68 2 46 4 2 4 8 4
-2 -1 0 1.(A)
102 107" 100 A 10 10 10
5/7
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2N 3441

-BDY 72

TYPICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES TYPIQUES

VeEsat

BASE CURRENT VERSUS BASE-EMITTER

VOLTAGE
Courant base en fonction de la tension base-
émetteur
T ] P
o\
Vee=4V b A —
A
%5
< ’ '\06’
A Z
'xgdp
V/A
5 1 15 Vge!V)

COLLECTOR-EMITTER SATURATION VOLTAGE

VERSUS COLLECTOR CURRENT

Tension de
fo du courant

en

v)

1,6

08

§23 C‘\ \4\
|
|

04

LN

6/7

2 4 6

8 2 4 6
10° I

cla)

COLLECTOR CURRENT VERSUS BASE

EMITTER VOLTAGE

Courant collecteur en fonction de la tension

| base-émetteur
C
(A) g ]
6 4
a Vce =4V
/17,‘.300 5
2 x2S, =
A
10° L LA
8
s <
7 1/
3
L/
2
107 / /
8 -
: ,I [I
4
A
102 I I
0,4 0,6 0,8 1 1,2 Vgt
BASE-EMITTER SATURATION VOLTAGE
VERSUS COLLECTOR CURRENT
Tension de saturation base-émetteur en
VBEsat fonction du courant collecteur
(\%]
€10
[:]
1,6
1,2 Z
4
AT/
0,8 _95°C
tcas?
//
L ——Tooec
0,4 | fez?
0
2 68 2 68 2 468
102 10" 10° 1A



2N 3441 - BDY 72

TYPICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES TYPIQUES

OUTPUT CAPACITANCE VERSUS TRANSITION FREQUENCY VERSUS
COLLECTOR-BASE VOLTAGE COLLECTOR CURRENT
Capacité de sortie en fonction de la Fi de ition en f ion du
tension collecteur-base

courant collecteur

c
22b
F) | L MHz s fr T T 17T
n (MHz) VCE=10V
8 \\ f =1MHz
~
6
N, \
N 2
* \\ N
AN 15 N
N ’ N
N ™N
\ 1
2
0,5
10’ 0 E I 5 €
100 2 4 68, 2 4 GVCBW) 101 2 (Al

TRANSIENT THERMAL RESISTANCE DERATING
FACTOR UNDER PULSES CONDITIONS

Facteur de réduction de la h ique en
régime d’impulsions

K
1T - ol
A

. 5 =02 ///,/ /

IR 4
%40.'5 /|
4 I ,/
‘ol,/;')/ //
Bgiy%
2 == o/
&,
,/°/ 5 =
‘o/ T
; / Zh =K R
10° J
"L ! ]
s L ]

25 25 25 25 265 265
10% 10%  10° 102 107 100 tplseo

717

99






/> THOMSON-CSF

DIVISION SEMICONDUCTEURS DISCRETS

2N 3442 compl. of BDX 20

2N 349492

NPN TRANSISTOR HOMOBASE
TRANSISTOR NPN HOMOBASE

LF large signal power amplificateur V, 1
Amplificateur BF grands signaux de puissance CEO a0V
Ic 10A
High current switching
Commutation fort courant Ptot 7w
Rth(j- 1,50C/W
Thermal fatigue inspection thij-c)
Contrdle en fatigue thermique h21E 20-70
fr min 0,8 MHz
Dissipation derating
Variation de dissipation
100
% Case
\ Boitier
75 \
50 AN
25 N o
E
o 50 100 150t 46e(°C) B
\ J \- _/
rABSOLUTE RATINGS (LIMITING VALUES)
VALEURS LIMITES ABSOLUES D'UTILISATION
Collector-base voltage
Tension collecteur-base Vcso 160 v
Collector-emitter voltage
Tension collecteur-émetteur Vceo 140 M
Collector-emitter voltage
Tension collecteur-émetteur Rge =100 2 VCER 150 v
?olle‘c(or-emntter;/oltaqe VBE=—1,5V Veex 160 v
Tension collecteur-
Emitter-base voltage
Tension émetteur-base Veso ’ v
Collector current Ic 10 A
Courant collecteur tp = 100 ms Icm 15
“Base current | B
|_Courant base B
Power dissipation
Dissipation de pui Tease 25 °C Prot 17 w
Junction temperature ! o
Température de jonction Y —65+200 c
\
. . \
Junction-case thermal resistance
Rési thermique j jon-boitie max Rthij-c) 1.5 oc/w

50,

rue-Jean-Pierre Timbaud - B.P.5

F-92403 Courbevoie Cedex FRANCE

Tél

:(1) 788-50-01 Telex : 610560
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2N 3442

STATIC CHARACTERISTICS

(Unless otherwise stated)

Tease 25 °C
CARACTERISTIQUES STATIQUES (Sauf indications contraires)
Test conditions .
Conditions de mesure min | typ | max
Veg= 140V 1
Collector-base cut-off current B =0
C résiduel coll base Iceo mA
VCe= 140V 5
VBE= —-15V
VCE= 140V mA
. VBe= —-15V 30
Collector-emitter cut-off current Tcase = 150 °C |
Courant résiduel collecteur-émetteur CEX
Collector-emitter cut-off current Vcg= 110V
Courant résiduel collecteur-émetteur iB =0 Iceo 200 mA
Emitter-base cut-off current Vep= 7V | 5 A
Courant résiduel émetteur-base Ic =0 EBO m
Ic = 200mA 140
Collector-emitter breakdown voltage ‘B =0 v, * v
Tension de claquage collecteur-émet- CEOsus
teur
Collector-emitter breakdown voltage | — 200mA
Tension de claquage collecteur-émet- c = VCERsus" 150 \"
RBE = 100 Q
teur
Collector-emitter breakdown voltage _
Tension de claquage collecteur-€émet- lc = 100mA VCEXsus”™ 160 A\
VBge= —15V
teur
Vce= 4V 20 70
Static forward current transfer ratio ic = 3A .
Vaaleur statique du rapport de trans- VCE= 4V h21E
fert direct du courant Ic = 10A 75
Collector-emitter saturation voltage Ic = 3A 1
Tension de saturation collecteur-€émet- B = 03A VCEsat” v
teur Ic = 10A 5
Ig = 2A
* Pulsed
Impulsions t» = 300 us 8 < 2%
27
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STATIC CHARACTERISTICS

2N 3442

(Unless otherwise stated)

Tcase 25 °C
CARACTERISTIQUES STATIQUES (Sauf indications contraires)
Test conditions
Conditions de mesure
Ic = 3A
) 1,7
Base-emitter voltage VCe= 4V Vag® v
Tension base-€metteur Ic = 10A BE
VCE = 4V 5.7
Second breakdown collector current Vce = 60V
Courant coll de second cl: t =1s /8 1A A
N Tease = 100 °C ;
DYNAMIC CHARACTERISTICS ( for small signals )
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES ( pour petits signaux )
L. Vcg = 10V
Fréquance de ranson lc = 1A r 08 MHz
a s f = 1MHz
3/7
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2N 3442

SAFE OPERATING AREA
Aire de fonctionnement de sécurité

Ic
(A)
50
20
o
- -
SAONNM N NN
MRS,
0 N \\ \) %i;“‘} &‘t
N\ ’% N ’a}“' A
X
5 N \,
NN \.‘
\\
N\
2 N
\
tegse = 25°C WN \\
1} continuous N
I Continu \
:Pulsed' —— \\
0,5 Impulsions \
0,2
0,1
1 2 5 10 20 50 100 200 500 Vcg (V)
THERMAL FATIGUE INSPECTION CONTROLE EN FATIGUE THERMIQUE
Permanent inspection of soldering quality between Le contrble permanent de la qualité de la soudure entre la

against thermal fatigue.

silicon chip and header provides maximum insurance

pastille de silicium et I'embase confére au transistor un maxi-
mum de garantie contre la fatigue thermique.

Pulsed test : Contréle cyclique :
10 000 cycles
“on”” : 2 minutes (0> 48 W)
“off'”: 1 minute (48>0W)
toase = 100°C max
Aty ase = 85°C max
a1
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2N 3442

TYPICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES TYPIQUES

COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR- COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR-
EMITTER VOLTAGE EMITTER VOLTAGE
Courant collecteur en fonction de la tension Courant collecteur en fonction de la tension
f collecteur-émetteur ] c collecteur-émetteur
N (mA) [ j / !
8 450 mAF— —+— 160 4ﬁ
" mA
1 o
1" __._———'-“—A-‘-__—
250 mA ),
6 —— 120
- 200 mA I
-
1| 150 mA
__k—- 1 1
100 mA
4 T 80
IB = SO_TA_
L ——
2 / 40 /
0 0
0 1 2 3 4 Vee v) 120 160 Vee (v)
COLLECTOR EMITTER VOLTAGE VERSUS STATIC FORWARD CURRENT TRANSFERT
BASE-EMITTER RESISTANCE ) RATIO VERSUS COLLECTOR CURRENT
Tension coll en de la Valeur statique du rapport de transfert direct du
résistance base-émetteur courant en f ion du courant colle
\ T T h
cE ) 21E e I TI1T)
(V) case _
// ™ Veg =4V
) \
180 80 ™A /’\ N
~ / \
L 7 O
o
Sf v
60 S\ 2 A
160 .y
N gi(
140 40 \
120 20
100 2 5 12 5 22 5 32 SR () 0 2 4 68 2 4 68 2 45| (A)
10° 10 10 10 BE 102 101 100 c
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2N 3442

TYPICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES TYPIQUES

BASE-EMITTER SATURATION VOLTAGE COLLECTOR-EMITTER SATURATION VOLTAGE
VERSUS COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR CURRENT
v Tension de saturation base-émetteur en Tension de i en
. jon du I f jon du courant colle
B(\E,f‘ VeEsat
v
Fig e :
-|B— =10 | 1;—: 10
1,6 1,6

1.2 / 1,2
g
I

2 | LA A
et ] ARt
=1 a
0,4 Kt 0,4 Xf?
' " =4
//
A7
o : L-/ -1
0 -
2 468 2 468 2 46 (mA) 2 468 2 4 68 2 46
2 I A
10! 10 108 c 10’ 102 10° c (m&)
BASE CURRENT VERSUS BASE-EMITTER COLLECTOR CURRENT VERSUS BASE
VOLTAGE EMITTER VOLTAGE
. Courant base en fonction de la tension base- , Courant collecteur en fonction de la tension
émetteur base-émetteur
B C :
T el
(mA) ] 3 - l[ IL (A) I % }
6 $ S, T v . =av
4 y y Vg =4V 4} CEZ A
/4 cE A
L A

8 { 8
I/

6 6

a /i a

-
o
NN
-
<
n
NN:

B ~q
’ ase = 250 :

2 2
Q
10! ! 107 g L
8 I
6 € sq
4 ‘a4 NSI
2 2
10° 102 ’
0 08 16 24 32 VgV 0 04 08 12 16 ViV
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TYPICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES TYPIQUES

OUTPUT CAPACITANCE VERSUS
COLLECTOR-BASE VOLTAGE
Capacité de sortie en fonction de la

022b tension collecteur-base
(pF)

8

6

\\
4
\\
\\
2
\\

102 N

1 00 2 4 6 8101 2 4 6 VCB

v)

- TRANSIENT THERMAL RESISTANCE DERATING
FACTOR UNDER PULSES CONDITIONS |

107!

Facteur de réduction de la en
régime d’impulsions
TT7 =z
I H A
5 A LA L
5 =% 1A
—— 4
lo"' /
7, /
ISATY
A
//°'//
o, 4
A Y
1 o/
4
,,°€7 & =
<7/ T
/ Zn =K Rin
y. ! ;
/ l! ]
/
25 25 25 25 25 2 5.
105 104 103 102 10" 100 tptse
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/) THOMSON-CSF 2N 3583
DIVISION SEMICONDUCTEURS DISCRETS 2 N 3584- 2 N 3585

NPN TRANSISTORS TRIPLE DIFFUSED MESA
TRANSISTORS NPN MESA TRIPLE DIFFUSES

( j ( )

2N 3583 2N 3584 2N 3585
VCEO 175 V 250 V 300 vV

High voltage linear power amplifier
Amplification linéaire de puissance forte tension

Ic 1A 2A 2A
High voltage fast switching . o
Commutation rapide forte tension Rth(]-c) max & OC/W
fr min 10 MHz
\— _J

Dissipation and |g/g derating
Variation de dissipation et de | /g

RN (o h
N
N

50
25 ™

30%

50 100 150 1t ,40(°C)

_ J Y,

( ABSOLUTE RATINGS (LIMITING VALUES)
VALEURS LIMITES ABSOLUES D'UTILISATION
2N 3583 2N 3584 2N 3585
Collector-base voltage
\Z
Tension collecteur-base €8O 250 375 500 v
Collector-emitter voltage
Tension collecteur-émetteur Vceo 175 250 300 v
Emitter-base voltage
\
Tension émetteur-base EBO 6 6 6 v
Collector current Ic 1 2 2 A
Courant collecteur tp=10ms Icm 5 5 5
Base current
1
Courant base ] 1 1 1 A
Power dissipation 0
Dissipation de puissance Tcase 250C Ptot 35 35 35 w
Junction temperature. 5 — 65 +200 - 65 +200 -e5+200 | oc
Température de jonction 1 J
Junction case thermal resistance
Résis thermique je jon boitier % Rth(j-c) 5 5 5 oc/W
N
50, rue Jean-Pierre Timbaud - B.P.5 Janvier 1981 1/4
F-92403 Courbevoie Cedex FRANCE
Tél : (1) 78850.01 Telex : 610560 7\ THOMSON-CSF

COMPOSANTS
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2N 3583 - 2N 3584 - 2N 3585

STATIC CHARACTERISTICS

(Unless otherwise stated)

Tease 25 °C
CARACTERISTIQUES STATIQUES (Sauf indications contraires)
Test conditons in 1t
Conditions de mesure min 1typ | max
2N 3583 10
Collector-emitter cut-off current Vcg= 150V | 2N 3584 5 A
Courant résiduel collecteurémetteur |lg = 0 CEO 2N 3585 5 m
VCe= 225V
VBE= —15V 2N 3583 1
VCe= 225V
VBE= —-15V 2N 3583 3
Tcase= 1500°C
Collector-emitter cut-off current Vce= 340V |
Courant résiduel collecteurémetteur |VBE= —15V CEX 2N 3584 ! mA
VCg = 450V 2N 3585 1
VBg= —-15V
Ve = 300V 2N 3584 3
VBe= —-15V 2N 3585 3
Tcase= 1500C
2N 3583 5
Emitter-base cut-off current VEB= 6V | 2N 3584 0,5 mA
Courant résiduel émetteur-base Ic =0 EBO 2N 3585 05
Ic = 200mA 2N 3583 175
Collector-emitter breakdown voltage |, _ g v 2N 3584 250 v
Tension de claquage collecteur-emet- B = CEOsus 2N 3585 300
L = 20mH
teur
Vce= 10V
Ic = 075A 40 200
v oV 2N 3583
CE=
Ic = 1A 10
VCg= 2V 2N 3584 s 20
Static forward currrent transfer ratio [Ic = 1A 2N 3585
Valeur statique du rapport de trans- [\, CE= 10V h21” 2N 3584
fert direct du courant Ic = 1A 2N 3585 25 100
Vce= 10V All types 40
Ic = 01A Tous types
* Pulsed
Impulsions o = 300 us § < 2%
2/4
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STATIC CHARACTERISTICS

2N 3583 - 2N 3584 - 2N 3585

(Unless otherwise stated)

Tcase 25 °C
CARACTERISTIQUES STATIQUES (Sauf indications contraires)
Test conditions mi "
Conditions de mesure n|tvp | ma
) - 1A 2N 3583 5
Collector-emitter saturation voltage IC = 0125A 2N 3584 0,75
Tension de saturation collecteur- B ’ VCEsat” 2N 3585 0,75 \
émetteur
_ 2N 3583
] ) lc = 1A 2N 3584 14| v
Base-emitter saturation voltage IB = 01A M N 3585
p 8 VBEsat
Tension de saturation base-émetteur
Second breakdown collector current |[Vcg= 100V | All types
Courant collecteur de second claquagelt = 1s 5/8 Tous types 035 A
DYNAMIC CHARACTEIRSTICS ( for small signals )
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES ( pour petits signaux )
v oV 2N 3583
Transition frequency \ CE: 02A f 2N 3584 10
Fréquence de transition c =" T 2N 3585 MHz
it = 5 MHz
Ic = 1A 2N 3584 3
Rise time g = 01A . 2N 3585
Temps de montée r bs
Ic = 1A 2N 3584 3
Fall time Ig = *0,1A . 2N 3585
Temps de décroissance f s
Ic = 1A 2N 3584 4
Carrier storage time B = *0,1A 2N 3585
ts us

Retard a la décroissance

* Pulsed
Impulsions tp = 300 s § < 2%

11
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2N 3583 - 2N 3584 - 2N 3585

SAFE OPERATING AREA
Aire de fonctionnement de

té
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7' THOMSON-CSF

DIVISION SEMICONDUCTEURS DISCRETS

LF large signal power amplification
Amplification BF grands signaux de puissance

High voltage switching
Commutation haute tension

Dissipation and Ig/g derating
Variation de dissipation et de 15/g

100 % —t
|
75 |—1
|
50 — \ 50 %
3
%
25—
|
|
0 1
50 100 150 Tcase(C)
\—

2N 3738

NPN SILICON TRANSISTOR, DIFFUSED MESA
TRANSISTOR NPN SILICIUM, MESA DIFFUSE

-

Vceo

Ic

Ptot

Rth(j-c)
h21g (0,1 A)
T

g

225 V
3A
20w

7,59C/W max

40 - 200
10 MHz

2

min

Case
Boitier

TO66 (CB72)

-

ABSOLUTE RATINGS (LIMITING VALUES)

VALEURS LIMITES ABSOLUES D'UTILISATION

Collector-base voltage
V, 250 \
Tension collecteur-base cBO
Collector-emitter voltage
V 225 v
Tension collecteur-émetteur CEO
Collector-emitter voltage
\Z =—15V
Tension collecteur-émetteur BE 15 VCEX 250 v
Emitter-base voltage
\% 6 \2
Tension émetteur-base EBO
Collector current
| 3 A
Courant collecteur c
Base current
| 1 A
Courant base B
Power dissipation
T 250 P, 20 w
Dissipation de puissance case ¢ tot
Storage and junction temperature max 1 175 oc
Température de jonction et de stockage Tstg —65+175
-
Junction-case thermal resistance 0
Résistance thermique jonction boitier max Rth(j-c) 75 C/W

50, rue Jean-Pierre Timbaud - B.P.5
F-92403 Courbevoie Cedex FRANCE
Tél : (1) 788-50-01 Telex : 610560
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* 2N 3738

STATIC CHARACTERISTICS

Tcase 25 °C

(Unless otherwise stated)

CARACTERISTIQUES STATIQUES (Sauf indications contraires)
Test conditions )
Conditions de mesure min | typ | max
Collector-emitter cut-off current VCe =125V
Courant résiduel collecteur-émetteur g =0 Iceo 0.25 mA
VCe =250V 05
Collector-emitter cut-off current VBE =-15V | ’ A
Courant résiduel collecteur-émetteur VCE =125V CEX m
VBE =-15V 1
Tcase = 1000C
Collector-base cut-off current Veg =250V | 01 A
Courant résiduel collecteur-base IE =0 €BO ! m
Emitter-base cut-off current VEB =6V
Courant résiduel émetteur-base Ic =0 'eBo 0.1 mA
Collector-emitter breakdown voltage Ic =5mA .
Tension de claquage collecteur-émetteur Ig =0 V(BRICEO 225 v
Vcg =10V
Ic  =005A 30
Static forward current transfer ratio VCE =10V
Valeur statique du rapport de transfert Ic =01A h21E 40 200
direct du courant .
Vce =10V 2
Ic =025A
Collector-emitter saturation voltage Ic =025A v 25 v
Tension de saturation collecteur-émetteur I =0025A CEsat ¢
Base-emitter voltage Vce =10V
Tension base-émetteur . Ic =01A VBE ! v
DYNAMIC CHARACTERISTICS ( for small signals )
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES ( pour petits signaux )
Forward current transfer ratio :/CE f fgov A h 35
Rapport de transfert direct du courant c = m 21e
f =1 KHz
. Vcge =10V
Transition frequency
e Ic =01A fr 10 MHz
Fi
réquence de transition p - 10 MHz
Output capacitance vVeg = 100 V
Capacité de sortie f = 1MHz C22p 20| pF
* Pulsed
Impulsions  tp = 300 wus §< 2%
2/6
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* 2N 3738

SAFE OPERATING AREA
Aire de fonctionnement de sécurité

Cc
(A)
5 P
}O»Q
SUERIHAS
\| N, \
5 N SRR
NSRS
M| TON, \
AYREAS
g 9;\ N \
1 L A N——N\
AN N
AN A
NC “
\
0,5 'Y
AY
N |
\\ \‘
0,2
\
\
1, = 25°C
01 |- case \
| Continuous \
I—Continu ‘\
0,05 ___Single puised \
| Mono i i
0,02
0,01
1 2 5 10 20 50 100 200 Vee V)

3/6
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* 2N 3738

TYPICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES TYPIQUES

COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR- COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR-
EMITTER VOLTAGE EMITTER VOLTAGE
| Courant collecteur en fonction de la tension | . Courant collecteur en fonction de la tension
collecteur-émetteur C  collecteur-émetteur
(A) — (mA)
A
\fl/“‘f/- | 180 p
7" |9 mA (‘ |
0,8 / T8 mA 4 160 pA
nN/Zs — T
,A/ 7 mA [
—
/ é/ 6 mA 140 kA
0,6 p. 3 T T
7/ | [
‘A 5 mA 120 uA
/ L1 |
4 mA Yy
/ 100 pA
04 // L i 2 ! A
) 3 mlA 80 A
02 2mA 1 60 A
)
|
Ip, =1 mA 4 40 pA
= T
-
I I I 'B = 20 pA
0
0 2 4 6 8 Vee [\%] 0 20 40 60 80 VeeV)
COLLECTOR EMITTER VOLTAGE VERSUS
BASE-EMITTER RESISTANCE (minimum value)
v Tension colle teur en f ion de la
CE ési b teur (valeur minir )
v ———r
toase = 25°C
260
250
240 \ \
230
N
220
2 4 68

2 468
10

2 4
10! 10° Rge(@)

4/6

116



TYPICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES TYPIQUES

STATIC FORWARD CURRENT TRANSFER
RATIO VERSUS COLLECTOR CURRENT

Valeur statique du rapport de transfert direct du
ion du /e

~aurant en f

h
21E Vce=4V
120
N\
100 © \
S

SA
80 |—«F A0

S
Vs 4
w \\
20 \
N
0 2 \4 6
102 2 ‘4 6 10'12 46 100 Ic (A)
BASE CURRENT VERSUS BASE-EMITTER
VOLTAGE
Courant base en fonction de la tension base-
émetteur
B
(A) fF Vce=10V /4
. /
4
2 //
102 ~
/
6
N e/
$ /é’
2 SR8
ﬁ"/[
107 1=
: i)
: |
; I
100
0,2 0,6 1 14 VBE (V)

17

* 2N 3738

STATIC FORWARD CURRENT TRANSFER
RATIO VERSUS COLLECTOR CURRENT
Valeur statique du rapport de transfert direct du
courant en fonction du courant collecteur

/ Veg =10V

hae

80 |—

7
%o
R [

o

/
?/ LT

60 LA As
/7
&

40 |f

20 \
\

0 2
102

4 68 2 4 68

fo1 00 2 v

COLLECTOR CURRENT VERSUS BASE-
EMITTER VOLTAGE

Courant collecteur en fonction de la tension
base-émetteur

'

(A)
6

—
Veg =10 V)]

4

%

Tase

VBEW)
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*2N 3738

TYPICAL CHARACTERISTICS

CARACTERISTIQUES TYPIQUES

6/6

COLLECTOR-EMITTER SATURATION VOLTAGE

BASE-EMITTER SATURATION VOLTAGE

VERSUS COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR CURRENT
Tension de i /e en Tension de saturation base-émetteur en
£ jon du /i fonction du courant collecteur
Y —— VBEsat
CE(s\‘;t) [ichg=10 W) 1< 10
1.6 1.6
14 1 1.4 7
12 ,l 1.2 ;
1 ” 1 1
1 o 7
T C
0,8 11 0.8 Tease '2‘-:/
06 fl 06 1=C
1] 700
] Teas®
04 /l I 04
o¢ | 4
0,2 Tease 100 4 Ae'f’ | 0,2
0 A 0
46 2
102 2 a 610_12 100 4 slc(A) 102 610_1 61002 a 6|C(A)
OUTPUT CAPACITANCE VERSUS
COLLECTOR-BASE VOLTAGE
Capacité de sortie en fonction de la
tension collecteur-base
Ca2 —
(pF) f=1MHz 1
8
N
6
Y\
a
N
N
\\
2 \\\
N
10!
2 4 6 8 2 4
10° 10' VestV!
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/Y THOMSON-CSF
* DIVISION SEMICONDUCTEURS DISCRETS EN 3740 - EN 3741

PNP SILICON TRANSISTORS EPITAXIAL BASE
TRANSISTORS PNP SILICIUM BASE EPITAXIEE

( N A

—60V 2N 3740

LF large signal power amplification Vceo _80V 2N 3741
Amplification BF grands signaux de puissance

Ic —4A
Medium current switching Ptot 25w
Commutation courant moyen Rth (i-c) 7 0C/W max

h21g (0,25 A)  30-100

fr 4 MHz min

\ J

Dissipation and Ig/g derating
Variation de dissipation et de Is/g

100 % ( T\
I \ Case
5Lt \ sonier TO6(CB72)
T N/
! e
50 1 D\
1 {'°a-\
1
%
25 1 \ 30
|
ol !
50 100 150 Tgase(OC)

_ J

(" ABSOLUTE RATINGS (LIMITING VALUES)
VALEURS LIMITES ABSOLUES D'UTILISATION
2N 3740 2N 3741
Collector-base voltage
Tension collecteur-base Veso - 60 ~80 v
Collector-emitter voltage
Tension collecteur-émetteur Vceo - 60 — 80 v
Emitter-base voitage
Tension émetteur-base VEBO -7 =7 v
Collector current Ic -4 —4 A
Courant collecteur tp5ms Icm -7 -7
Base current
Courant base '8 -2 -2 A
Power dissipation o
Dissipation de puissance Tease 25 °C Prot 25 25 w
Storage and junction temperature max tj 200 200 oc
Temp de jonction et de stock Tstg — 65 +200 — 65 +200
\—
Junction-case thermal resistance o
Rési thermique jonction boitier max Rth(j-c) 7 7 c/w
60, rue Jean-Pierre Timbaud - B.P.5 Novembre 1979 1/6

F-92403 Courbevoie Cedex FRANCE
Tél : (1) 78850-01 Telex : 610560 '.\ THOMSON-CSF
COMPOSANTS
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* 2N 3740, * 2N 3741

STATIC CHARACTERISTICS T 25 0C (Unless otherwise stated)
CARACTERISTIQUES STATIQUES case (Sauf indications contraires)
Test conditions .
Conditions de mesure min | typ | max
VCE = —40V 2N 3740 -1
Collector-emitter cut-off current g =0 | A
Courant résiduel collecteur-émetteur VCE = —60V CEO m
2N 3741 -1
lg =0
VCe = —60V 01
VBE = +15V -
VCE = — 40V 2N 3740
VBE = +15V -1
Collector-emitter cut-of current Tcase = 150 0C | A
Courant résiduel collecteur-émetteur [Vog = — 80V CEX m
VBE = +15V —01
VCE = —60V 2N 3741
VBE = +15V -1
Tcase = 150 0C
Ve = —60V 2N 3740 - 0,1
Collector-base cut-off current le =0 | A
Courant résiduel collecteur-base Ve = —80V c8o m
2N 3741 -0,
lg =0
Emitter-base cut-off current VEB = -7V
Courant résiduel émetteur-base Ic =0 'EBO —051 mA
Collector-emitter breakdown voltage |Ic = 100 mA v « | 2N 3740 —60 v
Tension de claquage collecteur-émet- I =0 (BRICEO 2N 3741 — 80
teur
VCE = -1V
Ilc =-01A 40
VCe = -1V
1
Static forward current transfer ratio |Ic = —0,256 A 30 00
Valeur statique du rapport de trans- VCE = -1V h21g*
fert direct du courant Ic =-05A 20
VCe = -1V
Ic =-1A 10
Collector-emitter saturation voltage c =-1A
/i i == *
Tension de saturation collecteur-emet- g =—0,125A VCEsat — 0,6 \Y
teur
Base-gmltter voltage VCE z : 1v Vae* _1 v
Tension base-émetteur Ic 0,25 A
* Pulsed
Impulsions tp = 300 us 6§ < 2%
2/6
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DYNAMIC CHARACTERISTICS ( for small signals )

*2N 3740, *2N 3741

(Unless otherwise stated)

i Tcase 25 °C )
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES ( pour petits signaux ) (Sauf indications contraires)
Test conditions in |
Conditions de mesure min | typ | max
iti VCE =-10V
Fréaunes do ramsiion e —-o1A| T 4 MHz
? £ —1MHz
Output capacitance Ve =—10V
Capacité de sortie f — 1 MHz C22b 100 pF
SAFE OPERATING AREA
Aire de fonctionnement de sécurité
Ic
(A)
60
40 i 4
20
10 us
10 S X,
R }oo \
6. AN %N
N
\ e
4 -
o\;\ 2N \
NEANE
) NNy . A
\ \
N\
Continuous \ N
1 [ Continu I—— -
r NSO ~
[ Single pulsed __ — o e N~ A
0,6 | Mono impuision \\ “
M tease = 25C \ AN
0,4 \
NN
A
0,2 N\
2N 3740
0,1 2N 3741 ‘ .
1 2 4 6 10 20 40 60 VeV
3/6
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*2N 3740, *2N 3741

TYPICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES TYPIQUES

COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR-
EMITTER VOLTAGE

Courant collecteur en fonction de la tension
collecteur-émetteur

c
(A)
100,mA |
1,6 50 MA ]
/—""‘"’ 80,mA |
70, A L
1 I —
1,2 | GomA|
” — 50 mA
A ___—_—1—-"—‘
4 ____“.’i,’—“éir—‘
T | 30 mA
0,8 i N
20mA|
f
= A
04 } |B =10m
0
0 1 2 3 4 VCE(V)

COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR-
EMITTER VOLTAGE
Courant collecteur en fonction de la tension

c collecteur-émetteur
(A) 7 /
/
| / /7 / /
0,4 ‘(:ér;/ /
Q/ /
-
0,3 4"’6\? /
4RV 4
&7
02 ey
/ RS
d
0,1
L~
0
0 20 40 60 80 Vee

STATIC FORWARD CURRENT TRANSFER
RATIO VERSUS COLLECTOR CURRENT
Valeur statique du rapport de transfert direct du

h21 E courant en fonction du courant collecteur
Veg=-1V
150
\\\
N ¢
)
J

100
X
3% ~

\2500\\
N,
50 N
NN
0
4 6 8 2 4 6
10-2 10—1 Ic(A)

46
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*2N 3740, *2N 3741

TYPICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES TYPIQUES

COLLECTOR CURRENT VERSUS BASE-

BASE CURRENT VERSUS BASE-EMITTER
VOLTAGE EMITTER VOLTAGE
Courant base en fonction de la tension base- Courant collecteur en fonction de la tension
émetteur base-émetteur
'B T T T lc T T
(mA) Veg =—1V- BWlye=—1v /.
6 1/
6
4
/ 4 ©
2
7 s/
102 A/ 7/ ]
8 VAR 4 2 £3
6 y A4 ¢
a <O / 1)
4 10’ &y
2 Vs S A 8 I ;7 I
& v s o
10! /iy £l
8 VAR a
. /
4 4
/ 2
2
100 / 102
0,4 0,6 0,8 1 1,2 Vgg (V) 0 04 0,38 1,2 Vgg (V)
COLLECTOR-EMITTER SATURATION VOLTAGE BASE-EMITTER SATURATION VOLTAGE -
VERSUS COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR CURRENT
Tension de i en Tension de saturation base-émetteur en
f ion du courant fe ion du
T 1 VBEsat T T T
VCEsat | Ic/lg =8 (v)| 'c/le=8
(V)
1,6 6
! |
[ /
14 Bl 14 7,7
12 ; 12 ./
’ ,l ‘V
/ 38
50 ///
LT oG
0,6 0,6 mEs 29
| / (o <) L— it
0,4 76°” ?/‘.‘e 04
= &
s 2y
8 0,2
o2 4;/ ~
0 bI===1 .0
2 4 6 2 4 6 2 4 6 2 4 6 2 4 6 2 4 6
102 101 100 Ic(A) 10-2 101 100 Ic(A)
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*2N 3740, *2N 3741

TYPICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES TYPIQUES

OUTPUT CAPACITANCE VERSUS
COLLECTOR-BASE VOLTAGE
Capacité de sortie en fonction de la
tension collecteur-base

€22 — fr
(pF) tease = 25?C (MHz)
8 f =1 MHz
8
6 N
\
J
4 7
N
6
2
5
101 4
2 4 6 8 2 4 6V (V)
100 101 cB 1

TRANSITION FREQUENCY VERSUS
COLLECTOR CURRENT

Fréq de ition en fe ion du
courant collecteur

Vee=10V

tease = 25°C

f=1MHz
p—"

N

N
N

o 2 SIS

TRANSIENT THERMAL RESISTANCE DERATING
FACTOR UNDER PULSES CONDITIONS

Facteur de réduction de la ré: que en
régime d’impulsions
K
H ]
o[ 151 o = y,
A ! Pelili
1
2221 V]
L+ V
2 A 9
7 S
1 &
’/A S
107 y
8
6
4
2
102 AL
2 5 2 s 25 2 5§
10%  10° 1074 103 10°2 tplsec)

6/6
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) THOMSON-CSF

2N 3771
2N 3772

DIVISION SEMICONDUCTEURS DISCRETS .
NPN TRANSISTORS HOMOBASES
TRANSISTORS NPN HOMOBASES
- N )
. 2N 3771 2N 3772
LF large signal power amplification
Amplification BF grands signaux de puissance VCEO 40 V 60V
High current switching Ic 20A 30A
Commutation fort courant Ptot 150 W 150 W
Thermal fatigue inspection h21E (15 A) (10 A)
Contrblé en fatigue thermique 15-60 15-60
fr min 0,8 MHz
Dissipation derating - )
Variation de dissipation
100 % (
\ Case
3
75 \ Boitier
50 \\
25 ! N
T
|
obl_l
50 100 150 T ,60(°C)
\_ _J |
(ABSOLUTE RATINGS (LIMITING VALUES) \
VALEURS LIMITES ABSOLUES D'UTILISATION
2N 3771 2N 3772
Collector-base voltage
Tension collecteur-base Veso 50 100 v
Collector-emitter voltage v, 20 s
Tension collecteur-émetteur CEO 0 v
Collector-emitter voltage
Tension collecteur-émetteur Ree 1009 VCER 45 70 v
Collector-emitter voltage
Tension collecteur-émetteur VBE=—15V Veex 50 80 v
Emitter-base voltage
Tension émetteur-base VeBO 5 7 v
Collector current Ic 30 20 A
Courant collecteur tp < 5ms Icm 30
Base current
Courant base [} 75 5 A
Power dissipation o
Dissipation de puissance Tease 25 °C Prot 150 150 w
Junction temperature .
k?’empérature de jonction Y — 65 +200 — 65 +200 °c
)
Junction-case thermal resistance
Rési thermique jonction boitier "~ Rth(j-c) 1,17 117 oc/w
—
Janvier 1981 1/9
50, rue Jean-Pierre Timbaud - B.P.5
F-92403 Courbevoie Cedex FRANCE ) THOMSON-CSF

Tél : (1) 788-50-01 Telex : 610560
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2N 3771 - 2N 3772

STATIC CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES STATIQUES

Tease 25 °C

(Unless otherwise stated)

(Sauf indications contraires)

Test conditions

Conditions de mesure min [typ | max
= \

i Vee = 30 2N 3771 10
Collector-emitter cut-off current g =0 | A
Courant résiduel collecteur-émetteur [yop = 50 V CEO 2N 3772 m

I8 =0 10
Vcg= 50V
VBE = —15V 2N 3771 2

. Vcg= 30V
Collector-emitter cut-off current
Courant résiduel collecteur-émetteur VBE= - 15V ICEX 2N 3771 10 mA

Tcase= 150°C
Vce= 100V 2N 3772 5
VBe= —15V
VCE= 30V
VBE= —15V 2N 3772 10
Tcase= 150°C
Ves = 50V 2N 3771 2
lge =0
Veg= 30V
le =0 2N 3771 10
Tease= 150°C
Collector-base cut-off current
Courant résiduel collecteur-base \;CB = (1)00 v Icso N 3772 5 mA
veg= 30V
e =0 2N 3772 10
Tcase= 150 °C
Ve = 5V 2N 3771 5
Emitter-base cut-off current Ic =0 i mA
Courant résiduel émetteur-base VEp= 7V EBO 2N 3772
Ic =0 5
Collector-emitter breakdown voltage | — 200 mA 2N 3771 40
Tension de claquage collecteur-émet- c _ 0 V(BR)CEQ" |2N 3772 60 v
teur B =
Collector-emitter breakdown voltage | 200 mA 2N 3771 45
Tension de claquage collecteur-émet- c = V(BR)CER" [2N 3772 \%
RBE = 100 Q 70
teur
Collector-emitter breakdown voltage | = 200mA 2N 3771 50
;e;:'sion de claquage collecteur-émet- VCBE ; - 1,:V V(BR)CEX™ [2N 3772 20 v
* Pulsed )
Impulsions  tp = 300 us 5 < 2%
2/9
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STATIC CHARACTERISTICS

2N 3771 - 2N 3772

(Unless otherwise stated)

Tcase 25 °C

CARACTERISTIQUES STATIQUES (Sauf indications contraires)

Test conditions inl t

Conditions de mesure min | typ | max

VCg = 4V

Ic = 15A 2N 3771 15 60

VCE= 4V
Static forward current transfer ratio 'CCE — 30A 2N 3771 5
Valeur statique du rapport de trans- h21e”
fert direct du courant VCE = 4V 2N 3772 15 60

Ic = 10A

Ic = 15A

5 = 15A 2N 3771 2
Collector-emitter saturation voltage [ c = 30A
Tension de saturation collecteur-émett | = _ g a VgEsat® | 2N 3771 4 Y
teur

Ic = 10A 2N 3772 14

Ig = 1A ’

Vee = 4V 2N 3771 27
Base-emitter voltage Ic = 15A Ve v
Tension base-émetteur VCe = 4V BE 2N 3772 22

Ic = 10A ’

VCE = 40V
Secon breakdown collector current | CE - 1s 2N 3771 3,75
Courant collecteur de second cla- v S0V Is/B A
quage  Tcase 100 °C . ez X 2N 3772 14
DYNAMIC CHARACTERISTICS ( for small signals )
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES ( pour petits signaux )
Transition frequency Vce = 4V
Fréquence de transistion Ic =1A fr 08 MHz

3/9
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2N 3771 - 2N 3772

SAFE OPERATING AREA
Aire de fonctionnement de sécurité

c T
(A) _‘case=2‘5°cA
60
40
2N 3771 0 16 %
\\\ \ \ \ §|ll)0us
20 YN N
2N 3772 ~ N N\
1 \\ N Na N N
\ N N\
% N
2% N \
10 AN Sy
8 N\
R \\ \‘ \Y
Conti 3
6 |Gonmn —— AN NEAY
\
Pulsed ———— NN\
Impulsions
I N
|
2N 3771 - L
2 |
2N 3772 >
1
2 4 6 8 10 20 40 60 v

4/9
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TYPICAL CHARACTERISTICS

CARACTERISTIQUES TYPIQUES

COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR-
EMITTER VOLTAGE
Courant collecteur en fonction de /a tension
collecteur-émetteur

Ie
(A) 1200 mA
T
N4
P, 100 mA
6 -
4 50 mA
2 71 lg= 20 mA
2N 3771
0 |
0 1 2 3 4 Ve

A

04

0,3

0,2

0,1

(A)

2N 3771 - 2N 3772

COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR-
EMITTER VOLTAGE
Courant collecteur en fonction de la tension
collecteur-émetteur

2N 377 3&’ S
250 mA
200 mA L___._——

r/ ="
/\
/-—‘

|t

150 mA

100 mA

—

—

|B=50mA

-1
—

o
pry

COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR-

EMITTER VOLTAGE

Courant collecteur en fonction de la tension
| _collecteur-émetteur

P

2N 3771

4
L/
4

’5'7
.

L

Al

7 mA

v
4 |
>

a ig =05 W\Iﬂ

0 20 40

60

VeeW)

N
w

4 VCEW)
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2N 3771 - 2N 3772

TYPICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES TYPIQUES

COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR-
EMITTER VOLTAGE
Courant collecteur en fonction de la tension

| collecteur-émetteur .
c
W [2v3772
v/ I
0,4 " bl:?é} //
2ob
0,3 / v
~ /
8%
0’2 /’/ /—
_ﬂé—/
] y
01
Ig = 500 p_A /
0
0 20 40 60 80 VeeV)
COLLECTOR-EMITTER VOLTAGE VERSUS STATIC FORWARD CURRENT TRANSFER
BASE-EMITTER (MINIMUM VALUE) RATIO VERSUS COLLECTOR CURRENT
Tension en f ion de la Valeur statique du rapport de transfert direct du
vCE base-é {valeur ). h21 E en fc ion du e
) lc =200mA 37N
ton., = 25°C Veg=4V|
$ case T
— S
70 %5, 160 e AN
P | // \
NS 2,
&,
60 ™~ 120 A+ o A
s/
7 A
2 «5/3'/
50 N 37 80
T y N\
40 40 \\
30 2 4 68 2 4 68 2 0 22 5 12 5 02 5 1 1(A)
10! 102 103 Reel) 10° 10° 10 10" ¢
6/9
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2N 3771 - 2N 3772

TYPICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES TYPIQUES

RATIO VERSUS COLLECTOR CURRENT

’STATlC FORWARD CURRENT TRANSFER
Valeur statique du rapport de transfert direct du
en fonction du T

h21e
2N 3772
Veg =4V
400
300
N P 00 N
Z A
200 ]|« o5t \\
5/ \‘\
’ By
100 P \
LT 1Y )
N
N
2 4 68 2 4 68 2
10°2 {07 300 Ig (A
BASE CgRRENT VERSUS BASE-EMITTER %ngr gggnsm VERSUS BASE-EMITTER
VOLTAGE :
Courant base en fonction de la tension base- Courant base en fonction de la tension base-.
: [ émetteur . . 1 émetteur - .
(mA) 2 > (mA) + 1A
" 13 T
- /,‘ff ] o //'@ L ,/ o
¢ o 2N 3771 # &
. N, FA Nee=av ) « N 2N 3772-
% %/ Veg =4V
LY
102 + 102, ~
6 AN 4 6 yd
WAy /4
y
2 / 2
10 10!
8 8
6 1 6
4 4
2 2
100 _ 109
05 1 15 2 25 Vggiv) 05 1 15 2 2,5 VgetV)

7/9
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2N 3771 - 2N 3772

TYPICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES TYPIQUES

COLLECTOR CURRENT VERSUS BASE-

EMITTER VOLTAGE

Courant collecteur en fonction de la tension
1 c base-émetteur

(A) lNI377I1 -1
: Veg =4 V]
L
ot |
: g
101 /! =100°C
7 case
6 ( A
. /4
2
0
10% 1
6 1'1
4
A
” |
107!
5

1 15 2 Vgev

COLLECTOR-EMITTER SATURATION VOLTAGE
VERSUS COLLECTOR CURRENT

Talmon de ren
VeEsat i
v [2n3m
s
4 ]
3 ]
2 é <)
i
1 f Y
/| /
// &
&
o 1 A
2 4 68 2 4 68 2
10" 10° 10 ¢
8/9

132

COLLECTOR CURRENT VERSUS BASE
EMITTER VOLTAGE
Courant collecteur en fonction de la tension

\ base-émetteur
N 7 T T
(a) 7/ A~ _2N3172
A Ve =4V
2 3
(¢
100 § )
: 4 Vi
1 8
L4
2
]
10 s 1
pt |
4
2
10-2

0 0,5 1 15 2

BASE-EMITTER SATURATION VOLTAGE
VERSUS COLLECTOR CURRENT
Tension de saturation base-émetteur en

Vge (V)

f du
BEsat
) [2N3771
I8
) /
\ /
.{J
/\U
2 VAV
an
A1l
b
D
1 AY
-
0
1012 %50 % %% ?



TYPICAL CHARACTEhISTlCS
CARACTERISTIQUES TYPIQUES

BASE-EMITTER SATURATION VOLTAGE
VERSUS COLLECTOR CURRENT
;I'ensiqn de saturation base-émetteur en

du
vV
BEsat 2N 3772
v) ~ o,
+G_= 10
4 B
3
’ I
/
Py
%
1 > <
toase = 25°C L =
= 100°C
0 st AT
102 Z 46,012 46400 2 4 1A
OUTPUT CAPACITANCE VERSUS
COLLECTOR-BASE VOLTAGE
Capacité de sortie en fonction de la
tension collecteur-base
C220
(pF)
2
103 P>
8
6 ™ 2
~2
4 <~
> ™~
N 3)72
2 s
\\
102 2 4 6 8 2
A\
10° 10! Ves!!

133

VCE sat
)

2N 3771 - 2N 3772

COLLECTOR-EMITTER SATURATION VOLTAGE
VERSUS COLLECTOR CURRENT

Tension de i en

fonction du P

2N 3772

:£=1o
B

/
O
/'\‘“ ,0
gt

A

(rsd
2 46’ 2 a4
IC(A)

RO

e

1027 %01 100

TRANSIENT THERMAL RESISTANCE DERATING
FACTOR UNDER PULSES CONDITIONS
Facteur de réduction de la rési: ique en

régime d’impulsions

2N 3771 '

2N 3772 7
vV,

] v

I d

§=05 /

9/9






/) THOMSON-CSF

DIVISION SEMICONDUCTEURS DISCRETS

2N 3773

NPN TRANSISTOR HOMOBASE
TRANSISTOR NPN HOMOBASE

)

LF large signal power amplification Vceo 140V
Amplification BF grands signaux de puissance Ic 16 A
High current switching Ptot 150 W
Commutation fort courant
Rth(jc) 1,17 oC/W
Thermal fatigue inspection T min 0.8 MHz
Contrdlé en fatigue thermique ’
—
Dissipation derating )
Variation de dissipation
100 % r N\
Case
75 \\ Boitier
50 \\
25
50 100 150 Tcasel©C) B J
( ABSOLUTE RATINGS (LIMITING VALUES)
VALEURS LIMITES ABSOLUES D'UTILISATION
Collector-base voltage v
Tension collecteur-base CBO 160 v
Collector-emitter voltage
Tension collecteur-émetteur Vceo 140 v
Collector-emitter voltage
Tension collecteur-émetteur VBe=-15V Veex 160 v
Emitter-base voltage v
Tension émetteur-base EBO 7 v
Collector current ! 1
c 6 A
Courant collecteur tp=5ms Icm 30
Base current
Courant base g 4 A
Power dissipation
Dissipation de puissance Tease 25°C Prot 150 w
Junction temperature
Température de jonction 4 — 66 +200 OCJ
—
thermai
Résis thermique jonction-boiti max Rthij-c) 1,17 oc/w
50, rue Jean-Pierre Timbaud - B.P.5 Janvier 1981 1/7
F-92403 Courbevoie Cedex FRANCE 7\ THOMSON-CSF

Tél : (1) 788-50-01 Telex : 610560 .
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2N 3773

STATIC CHARACTERISTICS

(Unless otherwise stated)

Tease 25 °C
CARACTERISTIQUES STATIQUES (Sauf indications contraires)
Test conditions min | ¢
Conditions de mesure in | typ | max
Veg = 120V 2N 3773 10
Collector-emitter cut-off current B =0 | A
Courant résiduel collecteur-émetteur CEO m
VCE = 140V
VBE= —15V 2N 3773 2
Vce = 140V
VBE= —15V 2N 3773 10
Collector-emitter cut-off current Tcase= 1500°C :
Courant résiduel collecteur-emetteur CEX mA
Collector-base cut-off current Veg = 140V
Courant résiduel collecteur-base Ige =0 fceo 2N 3773 2 mA
Emitter-base cut-off current Veg= 7V | 2N 3773 5 mA
Courant résiduel émetteur-base Ic =0 EBO
Collector-emitter breakdown voltage _
Tension de claquage collecteur-emet- | © = 200 mA V(BR)CEO" 2N 3773 140 v
g =0
teur
Collector-emitter breakdown voltage _
Tension de claquage collecteur-6émet- lc = 200mA V(BR)CER" 2N 3773 150 \%
RBe = 100 Q
teur
Collector-emitter breakdown voltage
Tension de claquage collecteur-€émet- lc = 100mA V(BR)CEX" 2N 3773 160 v
VBge= —15V
teur
VCE= 4V
Ic = 8A 2N 3773 15 60
VCE= 4V
Static forward current transfer ratio |_CCE - 16A 2N 3773 5
Valeur statique du rapport de trans- h21g*
fert direct du courant
* Pulsed
300 us 8§ < 2%

Impulsions P =

2/7
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STATIC CHARACTERISTICS

2N 3773

(Unless otherwise stated)

T, 250C

CARACTERISTIQUES STATIQUES case (Sauf indications contraires)

Test conditions .

Conditions de mesure min ftyp | max

Ic = 8A

5 = 08A 2N 3773 14

Ic = 16A
Collector-emitter saturation voltage |§ = 32A 2N 3773 4
Tension de llecteur-émet| : VCEsat” v
teur

, Veg= 4V 2N 3773 22
Base-emitter voltage Ic = 8A VRe* v
Tension base-émetteur BE
Second breakdown collector current |
Courant collecteur de second claqua- | vog= 100 V s/B A
_ 2N 3773 15
ge t = 1s
DYNAMIC CHARACTERISTICS ( for small signals )
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES ( pour petits signaux )
Transition frequency Vcg= 4V
Fréquence de transition Ic = 1A fr 08 MHz
* Pulsed _
Impulsions tp = 300 us 8 < 2%
3/7



2N 3773

SAFE OPERATING AREA
Aire de fonctionnement de sécurité

c
(A)
50
N W N
N N, %
20 h \\\ \\ N 702"(..
SN N7 l—(«_,\
NN NP
\, NN 2 %
\ VA P 1%
10 2 %3
+ 22 N,
5 AN :
NN
N
N
2 | tease =25°C N
DC e by
Continu \\
. PuISEd e \
1 En i it
0,5
0,2
0,1
1 2 5 10 20 50 100 200 VelV)

CE
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TYPICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES TYPIQUES

COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR-
EMITTER VOLTAGE
Courant collecteur en fonction de la tension

'C collecteur-émetteur

(A)
m
s
8 o
1 mA
e mA
L
6 m.
"""
—
1
4
L~
Ig =50 mA
-,
2HA—]
ol .
0 1 2 3 4 Veev)

BASE-EMITTER SATURATION VOLTAGE
VERSUS COLLECTOR CURRENT

Tension de saturation base-émetteur en

f ion du

v
BEsat
v) I T1
11
de_ 0~
Ts i
3
2
o V1]
~$U
A
1
topee=25°C _| |
}— "case —
—Tt
0
E] 4 68 . 2 4 68
10 10 Ic (A)

2N 3773

COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR-
EMITTER VOLTAGE

Courant collecteur en fonction de la tension
collecteur-émetteur

(mA) l; / /
&Ly W,
s gy/ /f
¥
120 /l% (/
épv"
80 7~

160

% |
\\
I~

o

NN
;“.
3
\%
\

40

\

0 40 80 120 160 V(v

COLLECTOR-EMITTER SATURATION VOLTAGE
VERSUS COLLECTOR CURRENT

Tension de en
v fometin g o
CEsat
W T
T T
S=10]
B
3
2
V.
1
C.
P %
z 24
K [ 2 A
0 ] 1
2 4 6 8 2 4 6 8
10 10° 1ctA)



2N 3773

TYPICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES TYPIQUES

COLLECTOR EMITTER VOLTAGE VERSUS

X ESI mini STATIC FORWARD CURRENT TRANSFER
B e R RESISTANCE Iminimurm value) RATIO VERSUS COLLECTOR CURRENT
e bas {valeur mini ) Valeur statique du rapport de transfert direct du
VCE h en f ion du
v nE | | |
180 Veg=av
160 160
\\ 140
150 120 AN
LNA
N -
AN 100 //\/ - \
140 ™ 80 -j"_L.. -
AN
60 <& T
130 40 ‘\'
20 - - N
120 ) 0 : N
,2 5 2 2 5 32 5 2 6 2 5 2 5 2 5 2 5
10 10 10 10% Rgg(n) 102 10" 1% 10T g
COLLECTOR CURRENT VERSUS BASE BASE CURRENT VERSUS BASE-EMITTER
EMITTER VOLTAGE VOLTAGE
Courant collecteur en fonction de la tension Courant base en fonction de la tension base-
base-émetteur ) émetteur
I
Cg T—T 8 T
‘(mA)
(A) g I - " eg =av—
a Vee=4V a
2 o 2
éf -
10’ s 102
8 Lol | AT 8
s nEY 7 |[ he
a [/ & o J/
YV
Y.
2 W 2
b / :
10 ¥ 10 s
6 A 6
4 / 4
2 2
10 / . 100 l _
0 1 2 ’3 VBE(V), B ‘1.5 2 25 VggV)
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2N 3773

TYPICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES TYPIQUES

TRANSIENT THERMAL RESISTANCE DERATING

T VS TagE S FACTOR UNDER PULSES CONDITIONS
. el - acteur i 1a rési: h ique en
Capacit g ot foncion o i Simpuion
Cazm - TTT
(pF) —ruL! 2%
8 -
tease = 25°C . § =02 // LA A
=
6 §2° /)
4
IRp 44
N
4 bl//;/ /
\\ L+ ] V
N 2 1] o
< ?
I~ ~ 5 =2
N o T
2 ) / Zn=KRp
10° 4
8
y4 !
. « 17
102
2 4 6 8 2 4 6 8 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5
0 1 2 5
10 10 VegV) 10510 103 102 10! 100 tyesec)

17
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>\ THOMSON-CSF

DIVISION SEMICONDUCTEURS DISCRETS

2N 52949
2N 5296-2N 5298

NPN SILICON TRANSISTORS, HOMOBASES
TRANSISTORS NPN SILICIUM, HOMOBASES

—

Complementary power amplification stages 1 (
Amplification de puissance & symétrie complémentaire 70V 2N 5294
VCEO v 2N 5296
Medium power switching 60 V 2N 5298
Commutation moyenne puissance Ic 4A
P 36 W
Regulation tot
Régulation Rth(j-c) 350C/W  max
fr 0,8 MHz  min
\— J
Dissipation derating
Variation de dissipation
100 % \
H Plastic case
- . TO220AB (CB117)
75 [HRN Boitier plastique
T
|
50 |
T
i N
LN
25
|
|
0 1
L 50 100 150 Toase(°C) L J
J
( ABSOLUTE RATINGS (LIMITING VALUES)
VALEURS LIMITES ABSOLUES D'UTILISATION
2N 5294 2N 5296 2N 5298
Collector-base voltage
Tension collecteur-base Veso 80 60 80 v
Collector-emitter voltage
Tension collecteur-émetteur Vceo 0 40 60 v
Collector-emitter voitage
Tension collecteur-ématteur Rge =100 VCER i 50 70 v
Collector-emitter voitage
Tension émetteur VBE=-15V Veex 80 60 80 v
Emitter-base voltage
Tension émetteur-base VEBso 7 5 5 v
Collector current
Courant lc 4 4 4 A
Base current
Courant base '8 2 2 2 A
Power dissipation
Dissipation de puissance Tease 25 °C Prot 36 36 36 w
[ Storage and junction temperature max tj 150 150 150 oc
( de j et de Tstg — 65 +150 — 65+ 150 — 65 +150 J
7~
Junction-case thermal resistance
s thermique j boitier ™ Rthij-c) 35 35 35 °c/W
—

50, rue Jean-Pierre Timbaud - B.P.5
F-92403 Courbevoie Cedex FRANCE
Tél : (1) 788-50-01 Telex : 610560
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2N 5294, 2N 5296, 2N 5298

STATIC CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES STATIQUES

Tcase 26 °C

(Unless otherwise stated )

(Sauf indications contraires)

Test conditions

Conditions de mesure min | typ | max
Vce = 65V 05
VBe= —15V 2N 5294 :
VCE = 65V 2N 5298
VBE= —-15V 3
Collector-emitter cut-off current Tcase= 150°C | A
Courant résiduel collecteur-émetteur | yog = 35 V CEX m
VBE= —18V 2N 5296 ’
Vcg= 35V
VBE= —-15V 5
Tcase= 150 °C
VCce = 50V
RBg = 100 2 g: ggg; 05
Collector-emitter cut-off current Tcase= 25 °C | A
Courant résiduel collecteur-émetteur | yog = 50 V CER aNE284 m
Rge = 1000 2N gzgs 2
Tcase= 150 °C
vVes = 7V 2N 5294 1
Emitter-base cut-off current Ic =0 ' A
Courant résiduel émetteur-base VEB= 5V B0 2N 5296 1 m
Ic =0 2N 5298
Collector-emitter breakdown voltage | | =~ _ 00 mA 2N 5294 70
Tension de claquage collecteur-émet- Ic - 0 VCEOsus" | 2N 5296 40 v
teur B = 2N 5298 60
Collector-emitter breakdown voltage | = 100mA 2N 5294 75
Tension de claquage collecteur-émet- F\? : 100 9 VCERsus® | 2N 5296 50 \
teur BE = 2N 5298 70
Collector-emitter breakdown voltage , ~ 100mA 2N 5294 80
Tension de claquage collecteur-émet- \f : 15V VCEXsus” | 2N 5296 60 \
teur BE= —1 2N 5298 80
vee= oY 2N 5294 30 120
Static forward current transfer ratio [ 'C = Y
Valeur statique du rapport de trans- | VCE= 4V .
fert direct du courant Ic = 1A h21e '2N 529 30 120
VCce= 4V
Ic = 15A 2N 5298 20 80
* Pulsed
Impulsions tp = 300 us 5 < 2%
2/11
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2N 5294, 2N5296, 2N 5298

STATIC CHARACTERISTICS T 250¢ ( Unless otherwise stated )
CARACTERISTIQUES STATIQUES case ( Sauf indications contraires )
Test conditions .
Conditions de mesure min| typ [ max
Ic = 05A
ig = 0,05A 2N 5294 1
Collector-emitter saturation voltage ] — 1A
Tension de saturation collecteur-emet- Ic - 01A VCEsat® | 2N 5296 1 \'
teur B =95
Ic = 15A
B = 015A 2N 5298 1
VCe = 4V
Ic = 05A 2N 5294 11
Base-emitter voltage VCE= 4V .
Tension base-émetteur Ic = 1A VBE 2N 5296 13 v
VCE= 4V
Ic = 15A 2N 5298 1.5
DYNAMIC CHARACTERISTICS ( for small signals )
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES ( pour petits signaux )
T VCE= 4V
Transition frequency
Fréquence de transition 'lc = 024 fr 08 MHz
f = 1MHz
Ic = 05A
I8 — 005A 2N 5294 5
Turn-on time Ic = 1A
Temps total d‘établissement IB = 01A ton 2N 5296 5 Hs
Ic = 15A
B = 015A 2N 5298 5
Vge =30V
Ic =05A 2N 5294 15
It =005A
iIgg =-005A
Vee =30V
Turn-off time Ic =1A
Temps total de coupure iIB1 =01A toff 2N 529 5 b
g2 =-01A
Vee =30V
Ic =15A
g1 =015A 2N 5298 15
Igg2 =-0,16A
* Pulsed
Impulsions tp = 300 s 8 < 2% 3/11
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2N 5294, 2N 5296, 2N 5298

SWITCHING TIMES TEST CIRCUIT
SCHEMA DE MESURE DES TEMPS DE COMMUTATION

10 us | Ra Non inductive resistances
B1 Cc Résistances non inductives
1 |
B1
> R
| 0—(:B—K N "-430 v R R
B S +/] 8 | Rc
'82
§<1% 2N 5294 {100 2| 56 2
t.and ;<50 ns 2N 5296 47 Q|33 Q
2N 5298|332 22 Q]
o oo
SAFE OPERATING AREA
AIRE DE FONCTIONNEMENT DE SECURITE
'c
(A)
4
g
L%
Ay
\’@ >,
L
2 \\\ - N,
\{%> 2 ﬁ\\ N,
%“ Y
N,
Y
1 \ X N,
Nk
\m
: tcase =25°C (N
—Continuo;:s ——
05 | Continu
| _ Single puised m e e
Mono impulsion
2N 5298
I
2N 5296 —
| ]
02 T
2N 5294
|
1 2 5 10 20 50 102 Vee(v)

4/11
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TYPICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES TYPIQUES

COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR-
EMITTER VOLTAGE
C M

en f de /s tension
ic  collecteur-émetteur
(mA) \ﬁl'm'A
—T""T50 mA
16 |
pet"T20 ]""A
/""’ 30 mA
1,2 i
T 20mA
0,8
. 10 mA *
0,4
2N 5294 __|
o Ig=0 | | I

5 Veetv)

STATIC FORWARD CURRENT TRANSFER
. RATIO VERSUS COLLECTOR CURRENT
. Valeur statique du rapport de transfert direct du
Hoie en fonction du e

VCE =54°V
toase = 25°C

150

100.

4 68

107! 2

2 468 468
1 1clA)

'c

{mA)-

400

300

200

100

2N 5294-2N 5296-2N 5298

COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR-
EMITTER VOLTAGE

Coursnt collecteur en fonction de la tension
collecteur-émetteur

0 10 200 30 40

L T LEE
p L
S hmnsis
L~ "5‘““ ///
130 — T |
| 'ztl‘“ LT
// ‘5“‘“ ’—___——-
LT
LT T
0,5 mA|
|B:= 2?\! 51:94l

50 VeeV!

COLLECTOR CURRENT VERSUS BASE-
EMITTER VOLTAGE

Courant collecteur en fonction de Is tension
b

 VBE
) VCE =4V
1,6
|| 2N 5294
1,2
08 /
- 5
tease = 25°C |41 /
1
L1
04 —
(m = 126°C
o
_21 468.12 48802 4 68
10 10 10 1c (A)
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2N 5294-2N5296-2N 5298

TYPICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES TYPIQUES

COLLECTOR-EMITTER SATURATION VOLTAGE
VERSUS COLLECTOR CURRENT
Tension de 7 en
Vegsar fonction duc
v Ic/ig = 10
|

|
0,8 |-2N 5294

|
|
/

/

1/
/

0,4
/)
tease = 125°CH
0,2 A
1% Y t_case‘:' 25°C
Sail L[]
0 2 4 68 2 4 68 2 68
102 107! o° 7Y

BASE CURRENT VERSUS BASE-EMITTER

VOLTAGE
Courant base en fonction de la tension base-
'B émetteur
) .
(mA : J] VcE =4V

4 }- 2N 5294

2 f
102, L

6 /

//

‘ Y

. tcase = 125°C/ /‘case = 25°C
10’ /

8 /i

6 /

. /

/

2 A
10° / / ~

04 0,6 08 1 1,2 vy (v)

BE

6/11

BASE-EMITTER SATURATION VOLTAGE
VERSUS COLLECTOR CURRENT
Tension de saturation base-émetteur en

VBE sat fonction du courant collecteur
) Ic/ig = 10 /}
1 /
08 | 2N 5294 /|
l | ‘TOC /
=
06 H
1 _ \‘f’oo
z
/
04 |32
0,2
0
5 2 4 68 .2 4 68 2 4 68
102 10" 100 1.(a)
c
TRANSITION FREQUENCY VERSUS
.COLLECTOR CURRENT
Fi de transition en fonction du
fr  courant collecteur
(MHz)
Veg =4V
t = 25°C
2,5 | 2N 5294 et
2 ///
1,5
1
0,5
0 2 4 6 8 4
10’ 102

le(mA)



2N 5294-2N 5296-2N 5298.

TYPICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES TYPIQUES

COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR- COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR-
EMITTER VOLTAGE . EMITTER VOLTAGE E
Courant collecteur en fonction de la tension Courant collecteur en fonction de la tension
c lc  collecteur-émetteur
A (mA)
(Al S e -] ]
50 m.
A I S ——
A =1
T A 35 ]
18 o 400 ' I
/15{ ; AT
T SEculins
1,2 300 / = —
m
"'——ql---- 20 mA “‘—____- 3
0,8 200 d ’TE‘;\;
L 10 mA . -
w{’ =T""1 mA
- 1
0,4 100
' . 1 0,5 mA
2N 5296_ ‘l 2N 52!'961
1g=0 | ‘ . g0 | I
0 0
0 1 2 3 4 5 Veglvr 0 10 20 30 40 50 VegV)
STATIC FORWARD CURRENT TRANSFER COLLECTOR CURRENT VERSUS BASE-
RATIO VERSUS COLLECTOR CURRENT EMITTER VOLTAGE
Valeur statique du rapport de transfert direct du Courant collecteur en fonction de la tension
Hote en f ion du /e VBE base-émetteur
Veg =4V (W) Vee =4V
/
300 : : . /
0,8’
%J B ='26°C4
250 N thad 7
\(cw =12%¢ 0,6 4 128°CHH
200 \ |t / ase e
| -
N . 4
150 \ 0.4 o
tease = 25°C \ -
100 ] \ 2N 5296 | 2N 5296 ||
\\\
N o2
50 k
‘-T
0 0
2 468 2 468 2 68 2 468 2 4 68 2 468
-2 -1 0 -2 -1 0
10 10 10 1A 10 10 10 Ic(A)

7/11
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2N 5294-2N 5296-2N 5298

TYPICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES TYPIQUES

COLLECTOR-EMITTER SATURATION VOLTAGE BASE-EMITTER SATURATION VOLTAGE
VERSUS COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR CURRENT
Z‘onaiqn de i lle: en v Iunsiqn de saturation base-émetteur en
Vegsar fonction du c VaEsat fonction du ¢
w) Ic/ig =10 [\ Ic/ig =10
//
0,8 I 08 "'case = ﬁ
/ )
06 06 - //
—t 1 = 125°C.
ase
/ ol
0,4 04
| 2N 5296 v | 2N 5296
0,2 1 0,2
t = 125°C //tm‘ = 25°C |
.
- LA
0 8., 2 468 0
2 468._,2 4 68, ,2 468 ,2 468 o2 4
102 10! 100 1clA) 102 10! 100
BASE CURRENT VERSUS BASE-EMITTER TRANSITION FREQUENCY VERSUS
VOLTAGE COLLECTOR CURRENT
Courant base en fonction de la tension base- Fré: de ition en f ion du

1 f courant collecteur

T
(mA) 8 Ve =4V +(MHz) —
} CE ; 1

25—
N

2 ol
102 |-2N 5296 = 7 2 2N 529 N

. :

4 7y 15

. fcase = 1"’5%/ / ’ Veg =4V

1 // /‘c«um =25°C i tease = 25°C
10 . 7

N /

/ [ 0,5
2

T 2 4 68
04 06 08 1 12 vgw 102 o

8/1
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2N 5294-2N 5296-2N 5298

TYPICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES TYPIQUES

COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR- _COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR-
EMITTER VOLTAGE EMITTER VOLTAGE
Courant collecteur en fonction de la tension Courant collecteur en fonction de la tension
IC collecteur-émetteur Ic collecteur-émetteur
(A) [ (mA)
250 mA // 4
J Yy vV
AT | moma ¥ pa’sy
4 80 <
I\ \ Y
(/ 150 mA Y < £ / y
P <y V
3 19 me 60 //‘/ \h}‘i/ L/
1 \g)
v
P f/l{ // 1/ /
50 mA r AT |V
2 40 4 > $.° o ]
¥,
1 20 S /
2N 5298_| ] 20 Wb 2N 529
. 1g=0 | | l 0 E________— 15=0] |
0 1 2 3 4, 5 VeeW) 0 20 40 60 80 100 VeetV)
STATIC FORWARD CURRENT TRANSFER COLLECTOR CURRENT VERSUS BASE-
RATIO VERSUS COLLECTOR CURRENT EMITTER VOLTAGE )
Valeur statique du rapport de transfert direct du Courant collecteur en fonction de la tension
Hye en fonction du t collecteur VBE base-émetteur
] [U Vog =4V W [Vee =4V
300 tc se = 125°C
N
k) 08 /,
N //
N /]
250 tease = 25°C /
LT Y
N 0,6
200 I /
250(,\ 1 /) case. 126°C
t = C
150 e 04 e
/ d \ \ , ~ —
100 \\ 2N 5298 2N 5298 |
N
A\ 02
0 2 468 2 468 2 468 0 4 68 2 468 2 ae6s8
_ 2
102 10" 10° 1olA) 102 107 10° Ic(A)
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2N 5294-2N 5296-2N 5298

TYPICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES TYFIQUES

COLLECTOR-EMITTER SATURATION VOLTAGE BASE-EMITTER SATURATION VOLTAGE

VERSUS COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR CURRENT
o . Tension de i e en . Tension de saturation base-émetteur en
Veesar fonction du ¢ VBEsar fonction du cor
v Ic/ig =10 v ic/g =10
|
| 4
: 08 /] /
08 :  ase = 25°C /

— /|

04 L]

0,4

J

0,6 I 06 —  tcase
/
/

02 |.2N 5298 / 02 |.2N 5298
g 1 ’
- =i
0 =, 1] 0
_22 468_12 46802 468 _22 4 68 ‘12 46802 68
10 10 10 Ig(mA) 10 10 10 Ic(A)
BASE CURRENT VERSUS BASE-EMITTER TRANSITION FREQUENCY VERSUS
VOLTAGE COLLECTOR CURRENT
Courant base en fonction de la tension base- F de ition en f ion du
g émettsur fr  courant collecteur
(mA) g Veg =4V (MHz)
6 LA
4 3 // \
r N
) / N
2 | 2N 5298 vdl 2514 N
105 Z / N
s A7 2| 2N 5298
‘ 126°C Ve Z oY
e = /
case t = 25°C t = 25°C
2 ase 15 =
o /
8 Il 1
6
1/
/ 05
2
10° / I 0
2 4 68 2 4 68

04 06 08 1 12 vy 101 102 A

10/1
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TYPICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES TYPIQUES

COLLECTOR EMITTER VOLTAGE VERSUS
BASE-EMITTER RESISTANCE

Tension coll en f de la
résistance base-émetteur
Vce
(V)
80
N —L] 2N 5294
70 N t—
N 2N 5296
60 N =~
50 N
S | 2 5288
40
30
20
10
0
2 5 2 2 2 5
100 107 102 103 104 Rge()

SWITCHING TIMES VERSUS COLLECTOR

CURRENT
Temps de commutation en fonction du
t
(us) T

8

° ]
VCC =30V

4 t =10 pus
lc =19
's

2 \ "

onl
.
10° ki

8

6 t

a

2

107!
0 1 2 3 4

153

2N 5294-2N 5296-2N 5298

OUTPUT CAPACITANCE VERSUS

COLLECTOR-BASE VOLTAGE

Capacité de sortie en fonction de la
Cyyop, tension collecteur-base

(pF) =
v (case-—25°0
8 f=1MHz[—
6
2 Iy
2
10
2 4 6 8
1
10 VCB/(V)‘
TRANSIENT THERMAL RESISTANCE DERATING
FACTOR UNDER PULSES CONDITIONS
Facteur de réduction de la h ique en
régime d’impulsions
Jumy
=0,
N R
52923
4
o’/
7
‘o//
2 / § =0 mono
10!
8 5 =2 7
6 T -
Zin=K R
4 4
2 !J i
102 AR
2 5 2 5 a2 5 ,2 6 .2t (sec)
1057 104 10 102 w0 e
ARVARI






/) THOMSON-CSF

DIVISION SEMICONDUCTEURS DISCRETS

2N 5415-2N 5416

PNP SILICON TRANSISTORS
TRANSISTORS SILICIUM PNP

4 ) (" )
High voltage fast switching and amplifying VCEO : ;& x :x z;:
Commutation rapide et amplification sous
forte tension- ic —-1A

Ptot mnow
Rth(jc) 175°C/W  max
30-150 2N 5415
h. !
. _ 21E (-50mAl3, 190 2N s416
power [ and Ig/B
Dissipation de puissance maximale et
de Is/g - _/
100 % (
I Cate w
75 | \‘ soitier 7O 32 (CB7)
| \ p
I G
50 | N
Py \
I NG,
25 — N E
|
0oL 8
50 100 150 Tcase(OC) J
\_ \— _J
é ABSOLUTE RATINGS (LIMITING VALUES) )
VALEURS LIMITES ABSOLUES D'UTILISATION
2N 5415 2N 5416
Collector-base voltage
Tension collecteur-base Veso - 200 —350 v
Collector-emitter voltage
Tension collecteur-émetteur Vceo —200 —300 v
Collector-emitter voltage
Tension coll Rge =50 2 VCER _ — 350 v
Collector-emitter voltage
Tension collecteur-émetteur VBe=-15V Veex —200 —350 v
Emitter-base voltage
Tension émetteur-base Veso -4 -6 v
Collector current \ 1 1 A
Courant collecteur c
Base current p—
Courant base [} -05 ~-0,5 A
Power dissipation
Dissipation de puissance Tcase 26 °C Prot 10 10 w
Storage and junction temperature ‘max [ 200 200 oc
Temp de j et de k T“g — 65 +200 — 65 + 200
thermal
é thermique j boitier ™ Rthij<) 175 17,5 oc/w

50, rue Jean-Pierre Timbaud - B.P.5
F-92403 Courbevoie Cedex FRANCE
Tél : (1) 788-50-01 Telex : 610560
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2N 5415 — 2N 5416

STATIC CHARACTERISTICS

Test conditions

= 250
CARACTERISTIQUES STATIQUES Conditions de mesure Tease = 25°C
min | typ [ max I
, VCE = =150V | o\ 5415 — 0,08 mA
Collector-emitter cut-off current Ig =0 IcEo
Courant résiduel collecteur-émetteur = _ ’
VCE = —250V | 55416 0,08 ma
i =0
VCg = — 200V 3
Collector-emitter cut-off current VB = +15V 2N 5415 ) — 0,05 mA
Courant résiduel collecteur-émetteur VCE = —300V CEX
VBE = +15V 2N 5416 — 0,05 mA
Collector-base cut-off current VCg = —175V | 2N 5415 | — 0,05 mA
Courant résiduel collecteur-base €8O
VCE = —280V | 2N 5416 |- 0,05 mA
) VEB = +4V | 9N5415 |- 0.02| ma
Emitter-base cut-off current Ic =0 |
Courant résiduel émetteur-base v = .6V EBO
EB ~ 2N 5416 - 0,02| mA
Ic =0
B Ic = —50mA
Collector-emitter voltage 2N 5415 — 200
FIGURE 1 =
Tension collecteur-émetteur G 's 0 2N 5416 VCEOsus — 300 v
L = 256mH
N RBE = 50 Q2
Collector-emitter voltage FIGURE 1 -
Tension collecteur-émetteur 'c —50mA | 2N 5416 VCERsus| - 350 v
L = 25mH
Static forward current transfer ratio _
Valeur statique du rapport de transfert Vce . 10V | 2N 5415 h21g" 30 150
direct du courant Ic =-50mA 2N 5416 30 120
Collector-emitter saturation voltage Ic = —50mA | 2N 5415 VCEsa t* —-25| V
Tension de saturation collecteur-émetteur Ig =-5mA 2N 5416 -2 |V
.Base-emitter voltage Ic = —50mA | All types Vae* _18| v
Tension base-émetteur VCE = —10V Tous types BE 4
Second breakdown collector current VCE = —100V. | All types |
" o _ S/B -0,1 A
Courant cc de t 1s Tous types
TPulsed 3004 6=2%
Impulsions P
2/6
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2N 5415 — 2N 5416

DYNAMIC CHARACTERISTICS (for small signals) Tease = 25°C
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES (pour petits signaux)
min | typ | max
= -10V

Transition frequency :Z:CB = —10ma | Alltypes fr 15 MHz
Fréquence de transition § = 5MHz Tous types
Outpu.t capacita!\ce veg = =10V All types Co2b 15 pF
Capacité de sortie f = 1MHz Tous types
. 5 VeEg = =5V
input capacitance _ All types
Capacité d'entrée : - (1) MHz Tous types C11b 5| eF

c =
Carrier storage time lc = 50mA All type:

= —5mA S t

Retard 3 la décroissance 181 _ m Tous types s 2 ks

Igp = 5mA
Fall time e | Al types . 05 s
Temps de décroissance B1 Tous types f ’

Igp = 5mA

3/6
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2N 5415 — 2N 5416

VCEOsus , VCERsus test circuit (and oscillogram)

FIGURE 1: Circuit de mesure VCEQsus, VCE Rsus et oscillogramme

VCEOsus test circuit (and oscillogram)

2N 5416

Circuit de mesure VCEQsus et oscillogramme 2N 5415
L=25mH -lc
—ST03000—
50 Hz
[ e
— 50 mA
50 Q l:
0 ~VCE (V).
- 0— 10V | = 0-50V
" ——IC + Ic
(A)
[ 1a — 50 mA
_Vee V)

VCER

The sustaining voltage VCEQsus is
acceptable when the trace falls to
the right and above point A.
La tension VCEQsys est acceptable
lorsque la trace passe au deld du

FIGURE 2 SWITCHING TIMES TEST CIRCUIT
‘Schéma de mesure des temps de commutation

50 Q
>
10 us
VCg =~100V
Ic =-50mA
Igg = —lIg2 =-5mA

4/6
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2N 5415 — 2N 5416 .

SAFE OPERATING AREA
AIRE DE SECURITE

Ic -
T 250C
(mA) case
6 DC operation
s Régime continu
4 e e — — Single pulsed
Mono impulsions
3
2
103 = _4-J = e N N A3
8 \ LY
N N o N R
; NS N h N VO A
N N RO
s N . Vo, }% vV
a A Y
\ N \
\\\ % |l N
? N> Y& VLo
!
\‘9»,; N ANAY 3
2 R T
N A
\ vy
\\\ \ A N
102 A\ A A
8 \‘\
7 A\ 0y
6 \\ N
5 \\ A}
i\
a \‘
3
b
A\
’ \
N
101
8
7
6
5
4
3
2 wl ©
; -
S5
& 2
100
0100 2 34567801 2 3456782 2 3 4 567
1 10 Vce (V)
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2N 5415 — 2N 5416

FIGURE 3

STATIC FORWARD CURRENT TRANSFERT
RATIO VERSUS COLLECTOR CURRENT
Valeur statique du rapport de transfert direct du

FIGURE 4

BASE-EMITTER VOLTAGE VERSUS
COLLECTOR CURRENT
Tension base-émetteur en fonction du

courant en fonction du courant collecteur courant collecteur.
h21E [Toee = 259C LT -VBE [VCg =-10V |
VCE =-10 ‘.‘// (V) |Tcase = 25°C
v \ 1
40 A
- / 09
30
0,8
1
20
0,7 ]
10 0,6
2 4 6 4 6
1017 %1002 %1017 5102 | (ma) 10! 102 _Ig (mA)
FIGURE 5
COLLECTOR-EMITTER AND BASE-EMITTER
SATURATION VOLTAGE VERSUS COLLECTOR
CURRENT
Tension de et base-
en du /e
— VBEsat
—VCEsat | Ic _
v) o 10
15 Tcase = 25°c,
1,25
17
0,75 VB_Eg!_7{ ==
05 ’y/4
sS4
0,25
2 4 68 6 8
10-2 10-1 — Ic(A)
6/6
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7 THOMSON-CSF

DIVISION SEMICONDUCTEURS DISCRETS

2N 5490-2N 5492
2N 5494-2N 5496

NPN SILICON TRANSISTORS
TRANSISTORS NPN SILICIUM

Compl. of 2N 6107 series

—

High current switching
Commutation fort courant

Dissipation derating
Variation de dissipation

LF large signal power amplification
Amplification BF grands signaux de puissance

\ (" 20V { 2N5490 )
Veeo 2N 5494
55V 2N 5492
70V 2N 5496
Ic 7A
Ptot 50 W
(2A) 2N 5490
(2,5 A) 2N 5492
h21E)(3'a) 2N 5494 20100
(35 A) 2N 5496 J
Rth(;- 2,50C/W
\__ th(j-c)

100 %
) (",
Plasti
\ asticcase 10 220 AB (CB 117)
75 ] Boitier plastique
{ \
50
TN
| \
25 (—+
|
ol ! .
50 100 150 Tcgse (OC) c
J £ J
\—
(" ABSOLUTE RATINGS (LIMITING VALUES)
VALEURS LIMITES ABSOLUES D'UTILISATION
2N 5490 2N 5492 2N 5494 2N 5496
Collector-base voltage
Tension collecteur-base VeBo 60 7% 60 90 A
Collector-emitter voltage
Tension collecteur-émetteur Vceo 40 55 40 70 v
Collector-emitter voltage
Tension collecteur-gmetteur Ree =100 0 VCER 50 65 50 80 v
Collector-emitter voltage v 15V
Tension collecteur-émetteur BE =—1 VCEX 60 s 60 90 v
Emitter-base voltage
Tension émetteur-base VEBO 5 5 5 5 v
Collector current
Courant collecteur lc 7 7 7 7 A
Base current
Courant base 's 3 3 3 3 A
Power dissipation
(o
Dissipation de puissance Tcase 25 °C Prot 50 50 50 50 w
Storage and junction temperature max 1 150 150 150 150 oc
C P de j ion et de k Tstg —65+150 |— 65 +150 |~ 65 + 150 | — 65 + 150
Junction-case thermal resistance
Résistance thermique jonction boitier max Rthi(j-c) 25 25 25 2,5 oc/wW

50, rue Jean-Pierre Timbaud - B.P.5
F-92403 Courbevoie Cedex FRANCE
Tél : (1) 788-50-01  Telex : 610560

Janvier 81 /5
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2N 5490, 2N 5492, 2N 5494, 2N 5496

STATIC CHARACTERISTICS

(Unless otherwise stated)

Tease 25 °C
CARACTERISTIQUES STATIQUES (Sauf indications contraires)
Test conditions .
Conditions de mesure min | typ | max
Vce =70V 1
VBE = -15V
VCE = 70V 2N 5492
VBE = —-15V 5
Tcase = 150 °C
VCE =55V 1
VBE =—-15V
Coll it £ t vee =55V e oest
ollector-emitter cut-off curren
i VBE =-15V ICEX 5 mA
Courant résiduel collecteur-émetteur Tcase = 150 °C
Vcg =8V 1
VBE = —15V
VCE = 85V 2N 5496
VBE =-15V 5
Tcase = 150°C
VCE =40V 2N 5490 2
RBg = 100 Q 2N 5494 0,5
xCE = ?govn 2N 5490 5
BE = 2N 5494 35
Tcase = 150 °C
VCg =55V 05
Collector-emitter cut-off current Rge = 100 | ' A
Courant résiduel collecteur-émetteur | yoe = 55 V CER 2N 5492 m
RBE = 100 35
Tcase = 150 °C
Vce =70V
RBe = 100 2 05
VeE =70V 2N 5496
RBg = 100 Q2 35
Tcase = 1500C
Emitter-base cut-off current VEB =5V | 1 A
Courant résiduel émetteur-base Ic =0 EBO m
2N 5490 40
Collector-emitter breakdown voltage| Ic = 100 mA v * 2N 5492 55 v
Tension de claquage collecteur-émet-| 13 = 0 CEOsus' | 9N 5494 40
teur 2N 5496 70
Collector-emitter breakdown voltage 2N 5490 50
Tension de claquage collecteur-émet- lc  =100mA VCERsus” 2N 5492 65 \
reur RRg = 100 Sus 1 2N 5494 50
2N 5496 80

* Pulsed - Impulsions tp = 300

2/s

us 6§ < 2%
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STATIC CHARACTERISTICS

2N 5490, 2N 5492, 2N 5494, 2N 5496

(Unless otherwise stated)

Tcase 25 °C
CARACTERISTIQUES STATIQUES case (Sauf indications contraires)
Test conditions mi "
Conditions de mesure in |typ | ma
Collector-emitter breakdown voltage 2N 5490 60
Tension de claquage collecteur-émet- lc = 100mA VCEXsus” 2N 5492 75 \
ceur VBE = —15V SUS | 2N 5494 60
2N 5406 90
VCe = 4V
o = 2A 2N 5490 20 100
Static forward current transfert ratio ::::CE i :;/ A 2N 5492 20 100
Valeur statique du rapport de trans- — h21e*
fert direct du courant VCE = 4V 2N 5494 20 100
Ic = 3A
VCE = 4V
Ic = 35A 2N 5496 20 100
Ic = 2A
I8 = 02A 2N 5490 1
lc =254 2N 5492 1
Collector-emitter saturation voltage I =025A .
; ° VCEsat v
Tension de saturation collecteur€émet{|c _ 3 A IN 5494 ]
teur I =03A
Ic = 35A -
s = 035A 2N 5496 1
VCE = 4V
Ic = 2A 2N 5490 11
vee =2y, 2N 5492 13
Base-emitter voltage c =4 : Vae*
. . — BE \"
Tension base-émetteur VCE = 4V 2N 5494 15
ic = 3A ‘
VCE = 4V
Ic = 35A 2N 5496 1,7
DYNAMIC CHARACTERISTICS ( for small signals )
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES ( pour petits signaux )
L VCE = 4V
Fréquancs e sanson lc =054 fr 08 Mz
a f = 1MHz
* Pulsed
§< 2%

Impulsions tp = 300 us

163
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2N 5490, 2N 5492, 2N 5494, 2N 5496

DYNAMIC CHARACTERISTICS T 26 0¢ ( Unless otherwise stated )
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES case ( Sauf indications contraires )
Test conditions inl ¢ m
Conditions de mesure min | typ ax
Vee= 30V
Ic = 2A 2N 5490 5
Ig1=—1g2=0,2A
Vee= 30V
Ic = 25A 2N 5492 5
Turn-on time B1=—-1g2=0.25 A +t s
Temps total d’établissement Vcc= 30V W N
Ic = 3A 2N 5494 5
IB1=-182=0,3 A
Vee= 30V
Ic = 35A 2N 5496 5
Ig1=-182=0,35 A
Vee= 30V
Ic = 2A 2N 5490 15
IB1=—1g2=0,2 A
Vee= 30V
Ic = 25A 2N 5492 15
Turn-offtime I181=—182=0.25 A e+t s
Temps total de coupure Veec= 30V s T
Ic = 3A 2N 5494 15
Ig1=—1g2=0.3 A
Vee= 30V
Ic = 35A 2N 5496 . 15
Ig1=—182=0,35 A

4/5



2N 5490, 2N 5492, 2N 5494, 2N 5496

TRANSIENT THERMAL RESISTANCE DERATING
FACTOR UNDER PULSES CONDITIONS

Facteur de réduction de Ia ré: th ique en
régime d’impulsions
K
0,8
~02 —-F—///
0,6 0 =, e
A
024+ Vﬁ/
=571
) LTV
0.4 AL
2P
404
/ 5 =t
T
] Z, =KR
c th th
02p—f¢
o
,, i
<
10" L L1l
2 5 .2 5 ,2 5§ .2 5 5
1047 103" 10?2 1017 T1e° tlsec)

5/5
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/> THOMSON-CSF

DIVISION SEMICONDUCTEURS DISCRETS

2N 6099

2N 6101

NPN SILICON TRANSISTORS
TRANSISTORS NPN SILICIUM

—

LF large signal power amplification
Amplification BF grands signaux de puissance

High current switching
Commutation fort courant

Dissipation derating
Variation de dissipation

Vceo

Ic
Ptot
Rth(jc)

(A
h21E (5 a)

-

)
{sov 2N 6099
70V 2N 6101
10A
75W

1,67 °C/W max

20-80 2N 6099
20-80 2N 6101

\—

FPhstic case

100% | . TO 220 AB (CB 117)
| Boitier plastique
75 —+—N
{
|
50 t
|
i
25 JI
| B
M (oC) ‘e
50 100 150 T, oC
\ case J \_ )
(" ABSOLUTE RATINGS (LIMITING VALUES)
VALEURS LIMITES ABSOLUES D'UTILISATION
2N 6099 2N 6101
Collector-base voltage v,
Tension collecteur-base CBO 70 80 v
Collector-emitter voltage v
Tension collecteur-émetteur CEO 60 70 \
Collector-emitter voltage v,
Tension collecteur-émetteur CER 65 75 v
Emitter-base voltage v
Tension émetteur-base EBO 8 8 v
Collector current |
Courant collecteur C 10 10 A
Base current :
Courant base B 4 4 A
Power dissipation
o
Dissipation de puissance Tcase 25 °C Ptot 75 75 w
Storage and junction temperature max 4 150 150 o
Température de jonction et de stockage Tstg — 66+ 150 —65+150 ¢
o
thermal
. [
2 thermique ji ion boitier max Rihljc) 1.67 1.67 cw
N

50, rue Jean-Pierre Timbaud - B.P.5
F-92403 Courbevoie Cedex FRANCE
Tél : (1) 788-50-01  Telex : 610560
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2N 6099 - 2N 6101

STATIC CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES STATIQUES

Tease 25 °C

(Unless otherwise stated)

(Sauf indications contraires)

Test conditions

Conditions de mesure min | typ | max
) VeE = S0V 2N 6099 2
Collector-emitter cut-off current B =0 | A
Courant résiduel collecteur-émetteur |Vog = 60 V CEo m
2N 6101 2
I =0
VCg = 65V
VBE = — 15V 2N 6099 2
VCE = 65V
VBg = —15V 2N 6099 10
Collector-emitter cut-off current Tcase= 150 °C | A
Courant résiduel collecteur-émetteur [yop — 75V CEX m
2N 6101 2
VBE = —15V
VCE =75V
VBE = —15V 2N 6101 10
Tcase= 1500C
Emitter-base cur-off current VEg =8V | 1 A
Courant résiduel émetteur-base Ic =0 EBO m
Collector-emitter breakdown voltage
) Ic = 200 mA « | 2N 6099 60
Tension de claquage collecteur-€émet- g =0 VCEOsus N 6101 70 \
teur
Collector-emitter breakdown voltage
] Ic = 200mA » | 2N 6099 65
;’z:s;on de claquage collecteur-émet- Rge = 100 Q VCERsus 2N 6101 75 \
Ve =4V
Ic =4A 2N 6099 20 80
Static forward current transfer ratio
Valeur statique du rapport de trans- Veg =4V ho1e*
fert direct du courant lc =54 N6 20 80
VCcg =4V 5
Ic =10A
Coliector-emitter saturation voltage | = 10A
Tension de saturation collecteur-émet] © = VCEsat” 25 v
Ig =2A
teur
Ve =4V 2N 6099 17
Base-emitter voltage Ic =4A .
. VBE \
Tension base-€metteur VCE =4V
2N 6101 1,7
Ic =5A
* Pulsed
Impulsions tp = 300 us 5§ < 2%
2/10




2N 6099 - 2N 6101

DYNAMIC CHARACTERISTICS ( for small signals ) T 25 0C (Unless otherwise stated)

CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES ( pour petits signaux ) ¢ (Sauf indications contraires)
Test conditions min | ¢ m
Conditions de mesure ' A\ ax

Forward current transfer ratio Vce = 4V

Rapport de transfert direct du Ic = 05A h21e 15

courant . f = 1kHz

» VCE = 4V
Fransition feauency Ic = 05A fr 08 MHz
réquence de transition ¢ = 01MHz

3/10
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2N 6099-2N 6101

COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR- COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR-
EMITTER VOLTAGE EMITTER VOLTAGE
Courant collecteur en fonction de la tension Courant collecteur en fonction de la tension
collecteur-émetteur collecteur-émetteur
e Ic
T
(A) 700 mA | 600 mA (mA) ”\ /\/
500 mA 35 —
L
T | A //{ S —T
8 a0 m 400 25
e //I, -
; 300 mA T
6 200 mA 300 ——
— L
1,500 +—1
i
100 mA 1 fot
4 200 ‘J‘A—"‘
I -
s
05mA | | et
2 100 ( |
2N 6099__ g =0
ool | [ [ ] |
o B 0 2N 6099
0 1 2 3 4 5 VeeV) 0 10 20 30 40 50 VeetV!
STATIC FORWARD CURRENT TRANSFER
RATIO VERSUS COLLECTOR CURRENT
Valeur statique du rapport de transfert direct du
courant en f ion du courant colle
Ha1e :
VCE =4V
300
250
tease = 125°C
200 / > \\
150 H \
tase ™= 25°C \\
™
9
100
LT
50 I
2NI 60?9 \
2 4 6 2 4 6 2 4 68
102 101 100 Ic(A)

4/10
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TYPICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES TYPIQUES

COLLECTOR EMITTER VOLTAGE VERSUS
BASE-EMITTER RESISTANCE

2N 6099-2N 6101

BASE EMITTER VOLTAGE VERSUS
COLLECTOR CURRENT

Tension en fe ion de la Tension base<émetteur en fonction du
résistance base-émetteur courant collecteur
Vee Ve
VLT W T T TTVee=1"
2N 6099 togse= 25°C | 2N 6099
1,2
70 \
09 /
\\5 L //
60 tease = 2 } V4
06 T
6=
‘,/ tease = 25°C
50 —
0,3
40 0
2 5 25 25 ., 5 ,25 .25 », 2 468 .2 468 2 68
1007 10" 107 103 10%7 10°7 TRy 102 107 10° IclA)
COLLECTOR-EMITTER SATURATION VOLTAGE
VERSUS COLLECTOR CURRENT
Tension de Z
fonction du courant collecteur
VeEsat
V) IcNlg=5
12 |- 2N 6099
09
06 /
03 tease =125°C ¥/,
/4
-1
0 L=t tcasf 5°‘C
2 468 2 468 2 68
102 10" 10° IcA)
5/10
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2N 6099-2N 6101

TYPICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES TYPIQUES

BASE-EMITTER SATURATION VOLTAGE

BASE CURRENT VERSUS BASE-EMITTER

172

VERSUS COLLECTOR CURRENT VOLTAGE
Tension de saturation base-émetteur en Courant base en fonction de la tension base-
) ion du 1 émetteur
\" I
BEsat B T
) o 6c9|9 Ic/ig=56 (mA): s._.t_{ Veg =4V
- T T 7~
+| 2N 6099 »Z
1,6 //
’ /
2 /|
10 o assc AL
12 6 |_case / 1/
. 4 /
/| 4
/// . toase = 25°C
08 tease = 25°C v‘/ 4
1" 1013
/l/’ 6
0,4 feet—1"] toase = 25°C a [ I
A
° 4 68 2 68 100 1 I
2 4 68 2
102 107! 10° IclA) 0,3 0,6 0,9 1,2 15 VgV
TRANSITION FREQUENCY VERSUS
COLLECTOR CURRENT
F de ition en f du
courant collecteur
fr
(MHz2)
0| | M ™
2 |-2N 609! /, \
16 A
/ VCE =4V
t =25°C
. case
1,2 / £ =0,1 MHz
0,8
0,4
0 2 B 3
2. -1
10 10 IclA)
6/10



2N 6099-2N 6101

TYPICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES TYPIQUES

COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR- COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR-
EMITTER VOLTAGE EMITTER VOLTAGE
Courant collecteur en fonction de Ia tension Courant collecteur en fonction de la tension
collecteur-émetteur collecteur-émetteur
1 [}
C — C
i e . Y |
- ! RS 2N 6101
1 500 mA l 1A 4
8 L. 160 é— RS /
400 rr||A /'[
S
300 mA A V
6 J 120 -
200 mA d R :a“"“
1 ‘
ok
4 100 mA 80 /0-6 1
L1
2 40 (‘ = 1) ] //
2N 6101 200 i
] 1 1
g =0 | | 'lg =0
B
ot T 0
0 1 2 3 4 5 VeV 0 20 40 60 80 100 VeelV)
STATIC FORWARD CURRENT TRANSFERT
RATIO VERSUS COLLECTOR CURRENT
Valeur statique du rapport de transfert direct du
en fc ion du courant coll
Hate
| Veg =4V
300 2N 6101
‘250
tcase = 25°C
~~
L1
200
150 toase = 25°C
Af/ N
A N
100 >
L~
50
0 2 486
2 46 2 468
102 10-1 100 1A

7/10
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2N 6099 - 2N 6101

TYPICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES TYPIQUES

COLLECTOR EMITTER VOLTAGE VERSUS BASE EMITTER VOLTAGE VERSUS
BASE-EMITTER RESISTANCE COLLECTOR CURRENT
Tension en fe ion de la Tension base-émetteur en fonction du
résistance base-émetteur courant collecteur
VC)E Vge
v . ) Veg =4V
t =125°C
case
g5 2N 6101
12 L2N 6101
80 |
\\ 09 7
75 I N — /A/
togee = 25°C |-
N case et
N 0’6 | W
70
L+TT t = 125°C
L1 case
0,3
65
028 128 5258 425 ;25 525, 9) 0 2 468 ,2 468 ,2 468
10 10t 102 10° 10° 10 BE 102 10" 10° KT
COLLECTOR-EMITTER SATURATION VOLTAGE
VERSUS COLLECTOR CURRENT
Tension de i e en
fonction du 1
Vv
CEsat
W) Ic/lg =5
08 2N 610
0,6
04 ]
= /
tease = 125°C/
0,2 74
/
a0V
4
LT [tcase = 25°C
0 111
, 2 468 . 2 4682 468
10 10 10 1(A)
8/10
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2N 6099-2N 6101

BASE-EMITTER SATURATION VOLTAGE BASE CURRENT VERSUS BASE-EMITTER
VERSUS COLLECTOR CURRENT VOLTAGE
Tension de saturation base-émetteur en Courant base en fonction de la tension base-
fonction du courant collecteur émetteur
Esat 'B
Vi Ig/lg =5 (mA) g [Veg =4V
6 T
442N 6101
16 L2N 6101
' ‘ 2 !
) tease = 125°C,
/ 10
8
1,2 , 6
y/ 4
7 / / tease = 25°C
] 2
0,8 t = 25°C g ,
P39 ' 1 A
Lt ,/V 10 8
|
6
0,4 ] te se=12Eoc a4 I 7
RV
0 10°
1022 %5017 %% %% A 03 06 09 12 15 vgv)
C
TRANSITION FREQUENCY VERSUS
COLLECTOR CURRENT
Fréq de ition en f ion du
courant collecteur
fr
(MHz)
A A
» [2N 6101 4
16 / f =0,1 MHz]
/ Vee = 4V
! ‘CBSE = 25°C
1,2
0,8
0,4
0
2 4 68 = 2 4 6
102 10 ItA)

9/10
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2N 6099-2N 6101

TYPICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES TYPIQUES

OUTPUT CAPACITANCE VERSUS SWITCHING TIMES VERSUS COLLECTOR
COLLECTOR-BASE VOLTAGE CURRENT
Capacité de sortie en fonction de la Temps de commutation en fonction du
tension collecteur-base courant collecteur
2 )
p! = us|
tcase = 25°C 8 Ve =30V
8 f=1Mhz 6 v =10ms
e _
6 4 T 10
's1 ='s2
2
4 s
\\ tOn .
0 —]
N 10

104 107!
T I T ) o 1 2 3 4 1A

10/10
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7> THOMSON-CSF

DIVISION SEMICONDUCTEURS DISCRETS

2N6107
2N 6109-2N 6111

PNP SILICON TRANSISTORS, EPITAXIAL BASE
TRANSISTORS SILICIUM PNP, BASE EPITAXIEE

Compl. of 2N 5490 series

LF large signal power amplification
Amplification BF grands signaux de puissance

High current switching
Commutation a fort courant

Dissipation and Ig/g derating
Variation de dissipation et de Is/g

N ([ )
-30V 2N 6111
Vceo -50V 2N 6109
-70V 2N 6107
Ic -7A
Piot 40w
Rthljc) 3,130C/W  max
(-3A) 30-150 2N 6111
h21E 3 (—2,5 A) 30-150 2N 6109
* ((—=2A) 30-150 2N 6107
\— J

100 % (
Plastic case w
| \ o . TO 220 ABI(CB117)
75 1 N Boitier plastique
I &
| &
50—1
] N »
I \%
25 }
25
|
!
oLt
50 100 150 Tcasel®C)
\— J J
( ABSOLUTE RATINGS (LIMITING VALUES)
VALEURS LIMITES ABSOLUES D'UTILISATION
2N 6107 2N 6109 2N 6111
Collector-base voltage v 80
Tension collecteur-base cBO B - 60 —40 v
Collector-emitter voltage v,
Tension collecteur-émetteur CEO -7 - 50 - 30 v
Collector-emitter voltage
Tension collecteur-émetteur Ree =100 VCER - 80 - 60 —40 v
Emitter-base voltage v
Tension émetteur-base EBO -5 -5 -5 v
Collector current \ 4
Courant collecteur c B -7 -7 A
Base current )
Courant base B -3 -3 -3 A
Power dissipation o
Dissipation de puissance Tcase 256 °C Piot 40 40 40 w
Storage and junction temperature max Y 150 150 150 oc
Température de jonction et de stockage Tstg —65+ 150 — 65+ 150 —65+150 J
\-
—
Junction-case thermal resistance o]
Résistance thermique jonction boitier % Rthij-c) 313 313 313 CIw

50, rue Jean-Pierre Timbaud - B.P.5
F-92403 Courbevoie Cedex FRANCE
Tél : (1) 788-50-01 Telex : 610560
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2N 6107, 2N 6109, 2N 6111

STATIC CHARACTERISTICS

( Unless otherwise stated )

Tease 25 °C
CARACTERISTIQUES STATIQUES ( Sauf indications contraires )
Test conditions in |t
Conditions de mesure min | typ | max
Vee = —60V 2N 6107 -1
I =0
Collector-emitter cut-off current
Vce = —40V
Courant résiduel collecteur-émetteur |15"" — o Iceo 2N 6109 -1 mA
Veg = ~20V 2N 6111 -1
I =0
VCE i -7V —01
VBE = 15V
Vee = —70V 2N 6107
VBg = 15V -2
Tcase= 1500C
VCe = —56V
VBE = 15V -0.1
Collector-emitter cut-off current BE = 1. | 2N 6109 A
Courant résiduel collecteur-émetteur |VCE = —50V CEX m
VBE = 1,5V -2
Tcase= 1500C
Vge = —375V —o1
VBE = 15V !
VeE = —30V 2N 6111
VBE = 15V -2
Tcase= 150 ©C
Vce= -75V _01
RBe = 100 Q )
VeE = —70V 2N 6107
RBg = 100 -2
Tcase= 150 0C
VCE =-55V o1
. BE = 100 Q
Collector-emitter cut-off current | 2N 6109 mA
Courant résiduel collecteur-émetteur |VCE = —50V CER
BE = 1008 -2
Tcase = 150 °C
VCg =—-35V
RgE = 100 & -01
VCE = —30V 2N 6111
RBE = 100 -2
Tcase = 150 0C
Emitter-base cut-off current VEg =-5V | 1 mA
Courant résiduel émetteur-base Ic =0 EBO
2/4
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STATIC CHARACTERISTICS

2N 6107, 2N 6109, 2N 6111

( Unless otherwise stated )

179

T 250C
CARACTERISTIQUES STATIQUES case ( Sauf indications contraires }
Test conditions min | t max
Conditions de mesure YP| ma
Collector-emitter breakdown voltage | = —100mA 2N 6107 -70
Tension de claquage collecteur-émet- IC : 0 VCEOsus” | 2N 6109 -50
teur B = 2N 6111 -30
Collector-emitter breakdown voltage | Ic = — 100 mA 2N 6107 -80
Tension de claquage collecteur-émet- | Rgg = 100 VCERsus® | 2N 6109 —60
teur Fig. 1 L = 2mH 2N 6111 —40
VCce= -4V
Ic = —2A 2N 6107 30 150
VCe= -4V
Static forward current transfer ratio |, CCE = —25A 2N 6109 30 150
Valeur statique du rapport de trans- ’ h21g*
fert direct du courant VcE = - av 2N 6111 30 150
Ic = —-3A
Vce= -4V 5
Ic = —-65A
Ic = —-2A
g = -02A 2N 6107 -1
Ic = —-25A
Collector-emitter saturation voltage [lg = —0,25 A 2N 6109 !
Tension de saturation collecteur-émet{| c = -3A VCEsat”
teur 2N 6111 -1
IB = —-03A
Ic = —-65A _2
Ig = —163A
VCE= —4V
c = —2A 2N 6107 -15
Base-emitter voltage VCE= —4V VRE*
Tension base-émetteur Ic = —25A BE 2N 6109 -15
VCe= —4V
Ic = —3A 2N 6111 -15
DYNAMIC CHARACTERISTICS ( for small signals )
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUE ( pour petits signaux )
Forward current transfer ratio I\::CE i B :) ;/A ho1 20
) = -0, e
. Rapport de transfert direct du courant] ¢ 50 KHz
* Pulsed
Impulsions 'p = 300 wus 8§ < 2%

3/4



2N 6107, 2N 6109, 2N 6111

DYNAMIC CHARACTERISTICS ( for small signals )

( Unless otherwise stated )

. Tease 25 °C
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES ( pour petits signaux ) ( Sauf indications contraires |
Test conditions min |t
Conditions de mesure N | typ | max
. VCE = -4V
Frbquence do vamsrion lc = -osal 10 MHz
i f = 1MHz
Output capacitance veg = =10V
Capacité de sortie f = 1MHz C22p 250 pF
VCEOsus test circuit
Circuit de mesure de VCEQsus
50 Hz
—O0 X
o— o {
L=2mH
[] 100 Q 100 Q m
[] 159
%l —o ¥
010V
10 [] Z 12v
RNI
A\ "

4/4
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/Y THOMSON-CSF

bIVISION SEMICONDUCTEURS DISCRETS

2N 6671 - 2N 6672 - 2N 6673

NPN HIGH-VOLTAGE POWER TRANSISTORS

TRANSISTORS DE PUISSANCE NPN HAUTE TENSION

ADVANCE INFORMATION
4 \ ( D
2N 6671 2N6672 2N 6673
HIGH-VOLTAGE, HIGH-SPEED, SWITCHING VCEO (sus) 300 v 350 v 400 Vv
POWER TRANSISTORS SUITED FOR USE ON VCEV 450 v 550 V 650 V
THE 220 AND 380 V MAINS IC sat 5A
tf (125°C) <800 ns
— y
APPLICATIONS :
— SWITCHING REGULATORS (caf? :TO-3(CB-19) W
— INVERTERS Boftier
— SOLENOID AND RELAY DRIVERS
— MOTORS CONTROLS
— DEFLECTION CIRCUITS
\ y, \_ v,
-~
ABSOLUTE RATINGS (LIMITING VALUES) Tcase = 256°C h
VALEURS LIMITES ABSOLUES D'UTILISATION 2N 6671 2N 6672 2N 6673
Collector-emitter voltage
Tension collecteur-émetteur Vceo 300 350 400 v
Collector-emitter voltage _
Tension collecteur-émetteur VBE = 15V Veev 450 550 650 v
Collector-emitter voltage®
Tension collecteur-émetteur® VCEX 350 400 450 v
Emitter-base voltage
Tension émetteur-base Veso 8 v
Collector current Ic 8 A
Courant collecteur Icm 10
Base current
Courant de base '8 4 A
Power dissipation
Dissipation de puissance Ptot 150 w
Junction temperature : _
\Température de jonction Tj 65 10 200 °C )
Junction-case thermal resistance .
[Flésisrance thermique jonction-boitier Rthij-c) 17 OC/W)

*Clamped

50, rue Jean-Pierre Timbaud - B.P. 5
F - 82403 Courbevoie Cedex FRANCE
Téi. : (1) 788-50-01 Telex : 610560 F
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2N 6671 - 2N 6672 - 2N 6673

ELECTRICAL CHARACTERISTICS - CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES**

r SYMBOLS l Min. l Typ.l Max.l UNITS I TEST CONDITIONS - CONDITIONS DE MESURE

OFF CHARACTERISTICS - CARACTERISTIQUES A L'ETAT BLOQUE

300 2N 6671
VCEO (sus) 350 2N 6672 Ig=0,Ic=02A,Lc =25mH
400 2N 6673
350 2N 6671
400 v 2N 6672 €'B1 -Ig2=1AIlc=5A
450 2N 6673 vgg = -5V,
VCEX clamped Lc = 170uH,
200 2N 6671 Rgg =50
250 2N 6672 Iy = —Ig2 =3A,Ic=8A
300 2N 6673
0.1
Icev F—————— (VCE = VCEV. VEB = 1.5V
1 mA i = 125°C
IEBO 2 - Ic=0,Veg =8V
ON CHARACTERISTICS - CARACTERISTIQUES A L’ETAT CONDUCTEUR
1
——— fic=5A13=1A
VCE sat * 2 Tj = 125°C :
Vv
2 Ic=8A,Ig=4A
VBE sat * 16 Ic=5A1g=1A
heg * 10 40 Vce=3V.Ic=5A
hfe 3 12 VCE=10V,Ic =02A,f=1MHz
SWITCHING CHARACTERISTICS - CARACTERISTIQUES DE COMMUTATION
Resistive load - Charge résistive
t4 0.1
Vece =125V,1c =5 A,
. 05 IB1 =1A,Vgg = -6V,
’ 08 Tj = 128°c |'p = 20ms
25 ns
t —
s 4 Tj = 125°C Vce =125V,Ic = 5A,
IB1=—-1B2=1A,
. 04 VB = —6V.tp = 20us
08 T = 125°C
Inductive load - Charge inductive
04 Vee =125V,1c = 5 A,
te us — Rc = 25Q, collector clamped to VCEX
08 Tj =125°C )Igy = - 182 = 1A,LC = 170uH
*Pulse e
Impulsions ~ P = 3004s,5<2 %
. unless otherwise stated
Tj = 25°C _ e ONe .
sauf indications contraires
2/2
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DIVISION SEMICONDUCTEURS DISCRETS

2N 6674 - 2N 6675

NPN HIGH-VOLTAGE POWER TRANSISTORS
TRANSISTORS DE PUISSANCE NPN HAUTE TENSION

ADVANCE INFORMATION

HIGH-VOLTAGE, HIGH-SPEED, SWITCHING
POWER TRANSISTORS SUITED FOR USE ON
THE 220 AND 380 V MAINS

APPLICATIONS :

SWITCHING REGULATORS
INVERTERS

SOLENOID AND RELAY DRIVERS
MOTORS CONTROLS
DEFLECTION CIRCUITS

N

~

VCEO (sus)
VCcev

IC sat
t£(100°C)

e |

400 v
650 V

2N 6674

300 V
450 vV
10 A
< 800 ns

Case
Boitier

_

:TO-3(CB-19)

(" ABSOLUTE RATINGS (LIMITING VALUES)
VALEURS LIMITES ABSOLUES D'UTILISATION

Tcase = 25°C

2N 6674

2N 6675

Collector-emitter voltage
Tension collecteur-émetteur

Vceo 300

400

Collector-emitter voltage®

Ny . VBg = — 15V
Tension collecteur-émetteur* BE

Vcev 450

650

Collector-emitter voltage
Tension collecteur-émetteur

VCEX 350

450

Emitter-base voltage
Tension émetteur-base

VEBO

Collector current
Courant collecteur

15
20

Base current
Courant de base

Power dissipation
Dissipation de puissance

175

Junction temperature
Température de jonction

°C

—65 to 200
/

Junction-case thermal resistance
Résistance thermique jonction-boitier

1 °C/WJ

*Clamped

50, rue Jean-Pierre Timbaud - B.P. 5
F - 92403 Courbevoie Cedex FRANCE
Tél. . (1) 788-50-01 Telex : 610560 F
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2N 6674 - 2N 6675

ELECTRICAL CHARACTERISTICS - CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES**

[ symeois [ min. | 1yp. [ Max.| units |

TEST CONDITIONS - CONDITIONS DE MESURE

OFF CHARACTERISTICS - CARACTERISTIQUES A L'ETAT BLOQUE

300 2N 6674
VCEO (sus) [ 400 2N 6675 IB=0/Ic=02ALc=2mH
v
350 2N 6674 IB=2A,Ic=10A,Vgg = —4V
VCEX 450 2N 6675 Lc = 50 uH, Rgg = 20
0,1
Icev VCE = VCEV, VEB = 15V
1 mA Tj = 100°C
IEBO 2 Ic=0,VeEp =7V

ON CHARACTERISTICS -

CARACTERISTIQUES A L’ETAT CONDUCTEUR

1

2 Tj = 100°C

2|c=10A,IB=2A

VCE sat *
5 v Ic=15A,1g =5A
VBE sat * 16 Ic=10A,Ig =2A
hEE * 8 20 Vce=2V,Ic=10A
hfe 3 10 VCE=10V,Ic = 1A, f=5MHz

SWITCHING CHARACTERISTICS - CARACTERISTIQUES DE COMMUTATION

Resistive load - Charge résistive

td 0.1
Vece =135V,Ic = 10A,
06 IB1=2A,vgg= -6V,
t — =
' 1 Tj = 100°c |'p = 20ms
25 Hs
t -
° 4 Tj = 100°c [ Vec = 135V.Ic = 10A,
IB1 = —1B2=2A,
. 05 VBB = —6V,tp = 20us
f
1 Tj = 100°C
Inductive load - Charge inductive
05 Vee = 135V, 1c = 10 A,
te us Rc = 13,59, collector clamped to VCEX
08 Tj = 100°C ) Ig1 = —Igg =2A,Lc = 50uH
*Pulse X _
Impulsions P = 3004s,8<2 %
T = 250C unless otherwise stated
P sauf indications contraires
2/2
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DIVISION SEMICONDUCTEURS DISCRETS

2N 6676 - 2N 6677 - 2N 6678

NPN HIGH-VOLTAGE POWER TRANSISTORS
TRANSISTORS DE PUISSANCE NPN HAUTE TENSION

ADVANCE INFORMATION

Junction-case thermal resistance
Résistance thermique jonction-boitier

e \ )
2N 6676 2N6677 2N 6678
HIGH-VOLTAGE, HIGH-SPEED, SWITCHING VCEO (sus) 300 V 350 V 400 V
POWER TRANSISTORS SUITED FOR USE ON VCEV 450 V 550 V 650 V
THE 220 AND 380 V MAINS IC sat 15A
t£(100°C) < lus
. )
APPLICATIONS :
— SWITCHING REGULATORS (Casa )
.. :TO-3(CB-19)
— INVERTERS Boitier
— SOLENOID AND RELAY DRIVERS
— MOTORS CONTROLS
— DEFLECTION CIRCUITS
. J \_ S
(. )
ABSOLUTE RATINGS (LIMITING VALUES) Tcase = 25°C
VALEURS LIMITES ABSOLUES D'UTILISATION 2N 6676 2N 6677 2N 6678
Collector-emitter voltage
Tension collecteur-émetteur Vceo 300 350 400 v
Collector-emitter voltage -
Tension collecteur-émetteur VBE = 15V Veev 450 550 650 v
Collector-emitter voltage®
Tension collecteur-émetteur® VCEX 350 400 450 v
Emitter-base voltage
Tension émetteur-base VEBO 8 v
Collector current Ic 15 A
Courant collecteur Icm 20
Base current
Courant de base 's 5 A
Power dissipation
Dissipation de puissance Prot 175 w
Junction temperature X _
\ 7empérature de jonction Tj 65 to 200 °c Y,
Rin( j-c) 1 °C/W

*Clamped

50, rue Jean-Pierre Timbaud - B.P. 5
F - 92403 Courbevoie Cedex FRANCE
Tél. : (1) 788-50-01 Telex : 610560 F
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2N 6676 - 2N 6677 - 2N 6678

'ELECTRICAL CHARACTERISTICS - CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES**

[ symBoLs | Min. ITyp.l Max. [ UNITS [

TEST CONDITIONS - CONDITIONS DE MESURE

OFF CHARACTERISTICS - CARACTERISTIQUES A L'ETAT BLOQUE

300 2N 6676
VCEO (sus) 350 2N 6677 I8 =0,Ic=02A,Lc =25mH
400 v 2N 6678
CEX Lc = 50uH, Rgg = 20
450 2N 6678 ¢ K#H. 1BB
0.1
Icev VCE = VCEV. VEB = 1,5V
1 mA Tj = 100°C
IEBO 2 Ic =0,VEg =8V

ON CHARACTERISTICS - CARACTERISTIQUES A L’ETAT CONDUCTEUR

— ‘{ICZHA,IB:SA
Tj = 100°C

VCE sat * 2
VBE sat * 15 v Ic=15A,1g =3 A

hFE * 8 Vcg=3V,Ic=15A

hfe 3 10 Vce=10V,Ic=1A,f=5MHz

SWITCHING CHARACTERISTICS - CARACTERISTIQUES DE COMMUTATION

Resistive load - Charge résistive

tq 0,1 Vee =200V, IC = 15 A,
0,6 IB1 =3A,VBg = —6V,

r 1 T = 100°C Ytp = 20ps

t 28 He \% 200V, | 15 A

s z 7, = o0°c | /CC=200V.Ic =154,

L IB1 = —1g2 = 3A,
" 0,5 Vgg = -6V, tp = 20us
1 Tj = 100°C
Inductive load - Charge inductive
0,5 Vee =200V, Ic = 15A,
<t us Rc = 13,69, collector clamped to VcEX

08 Tj = 100°C Y g7 = — Ig2 = 3A,LC = 50uH

*Pulse e
Impulsions P = 300us,5<2 %

unless otherwise stated

**T; = 25° A "
j=25°C sauf indications contraires

2/2
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DIVISION SEMICONDUCTEURS DISCRETS

SUPERSWITCH

ADVANCE INFORMATION

BD 241,A,B,C

NPN SILICON TRANSISTORS
TRANSISTORS NPN SILICIUM

Comp. of BD 242,A,B,C

frequency switching applications

commutation a basse fréquence

N\ N
45V BD241
VeEo | B0V 602418
100V BD241C
— Complementary symetry stages amplifiers ic 3A
tEatiarg,eS amplificateurs a symétrie complémen- Ptot 40 W
N _J

— General purpose transistors designed for low

Transistors a usage général adaptés pour la

' Case

Boitier T0-220 AB (CB-117)

B

C %
Collector is connected to case
L Le collecteur est relié au boitier
/O _/
-
ABSOLUTE RATINGS (LIMITING VALUES) T _250c (Unless otherwise stated) h
VALEURS LIMITES ABSOLUES D'UTILISATION case (Sauf indication ‘contraire)
BD 241 BD241A | BD241B | BD241C
Collector-emitter voltage
Tension collecteur-émetteur Vceo 45 60 80 100 v
Collector-emitter voltage
Tension collecteur-émetteur Rge - 100 @ VCER 50 70 %0 1s v
Emitter-base voltage
Tension émetteur-base Veso 5 v
Collector current | 3 A
Courant collecteur C
Base current | 1 A
Courant de base 8 -
Power dissipation Tampb = 25°C P 2 w
Dissipation de puissance Tcase = 25°C tot 40
Junction temperature
Température de jonction Tj - 65, +150 °C
- J
Junction-ambient thermal resistance Ry 625
Résistance thermique jonction-ambiante th(j-a) , cw
o
Junction-case thermal resistance Reni 31
Resistance thermique jonction-boitier th(i-c) '
20, gr;idlseact;giene Tirgt;uw B.P.5 February 1982 1/4
- rbevoie Cedex FRANCE
Tél. :(1) 788-50-01 Telex : 610560 F 7.\ THOMSON-CSF
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BD 241,BD 241 A,BD 241 B,BD 241C

STATIC CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES STATIQUES

tamb =25°C

(Unless otherwise stated)
(Sauf indications contraires)

Test conditions
Conditions de mesure

Min. Typ. Max.

Collector-emitter cut-off current Vce i 3oV IcEo 05 mA
Courant résiduel collecteur-émetteur IB =0
Vae =45V
CE BD 241 03 mA
Vge =0
Veg =60V
. BD 241 A 0,3 mA
VBE =0
Collector-emitter cut-off current — ] lCES
Courant résiduel collecteur-émetteur .
VCE =80V
Voo =0 BD 2418 0,3 mA
BE ~
Vep =100V
CE o BD 241C 03 mA
Vge =
Emitter-base cut-off current Veg =5V |
Courant résiduel émetteur-base lc =0 EBO ! mA
BD 241 | 45 \Y
- BD 241 A| 60 \"
Collector-emitter breakdown voltage Ic =100mA Vv *
Tension de claquage collecteur-émetteur lg = CEO(sus)
BD241B| 80 Vv
BD 241 C| 100 v
VCE =4V 20 v
Ic =1A
Static forward current transfer ratio h
Valeur statique du rapport de transfert 21 E*
direct du courant
Veg =4V s v
lc =3A
Collector-emitter saturation voltage l(: =3A v *
Tension de e I lg =06A CEsat 1,2 v
Base-emitter voltage Vae =4V *
Tension base-émetteur ICCE —3A VBE 18 \

* pulsed tp =300us 6§ <2%

Impulsions

2/4
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BD 241,BD 241 A,BD 2418,BD 241C

DYNAMIC CHARACTERISTICS (for small signals) ¢ = 25°C (Unless otherwise stated)

CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES (pour petits signaux)  €ase (Sauf indications contraires)
Test conditions .
Conditions de mesure Min. Typ. Max.
Veg =10V

Forward current transfer ratio | =05A hote 20

Rapport de transfert direct du courant C ’
f =1kHz
Veg =10V

Transition frequency CE

Fréquence de transition lc =05A fr 3 MHz
f =1MHz

Turn-on time lc =1A

Temps total d'établissement Igy =01A gt 03 us

T " 'C =1A

urn-off time T t+

Temps total de coupure g1 =01A st 1 Hs
IBZ =-0,1A

THERMAL CHARACTERISTICS

CARACTERISTIQUES THERMIQUES

Junction-case thermal resistance Rory:

s thermique (jonction-boitier) thij-c) 3.1 °C/W
Juqction-au:nbiept tljgrmql resistgnoel Rehij-a) 62,5 oC/W
SWITCHING TIMES TEST CIRCUIT
SCHEMA DE MESURE DES TEMPS DE COMMUTATION

All resistances are non inductive
Toutes les i3 de type non ir if
820 Oscilloscope
o ) I/ Oscilloscope
I\\ t, <15ns
209 R, = 10MQ
820 C, <115pF
Q
[P 82 - t, < 15ns
=64V i=2°V t < 15ns
- Rg =509
T tp = 10us
O- . ¢ 8 <2%
* Pulsed tp =300us 5 < 2%
Impulsions
3/4
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BD 241,BD 241 A,BD 241B,BD 241C

SAFE OPERATING AREA

A/RE DE FONCTIONNEMENT DE SECURITE

Ic
(A)
5
1
’ \ D 241
0,5
\ BD 241 A
BD 2418
0.1 BD241C
0,05
Lt =25°C
Continuous (__.)
|____ Continu | -
0,01 l I l | H A
1 5 10 50 100 VCE(V)

4/4
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DIVISION SEMICONDUCTEURS DISCRETS

SUPERSWITCH

ADVANCE INFORMATION

BD 242,A,8B,C

PNP SILICON TRANSISTORS
TRANSISTORS PNP SILICIUM

Comp. of BD 241,A,B,C

- ) \
- 45V BD242
- 60V BD242A
VCEO ) _ sov BD242B
-100V BD242C
— Complementary symetry stages amplifiers ic _3A
Etages amplificateurs a symétrie complémen- Ptot a0 W
taire o
4
— General purpose transistors designed for low Case 15550 AB (CB-117)
frequency switching applications Boitier
Transistors & usage général adaptés pour la
commutation a basse fréquence B
C ¢
Collector is connected to case
k Le collecteur est relié au boitier
_J J
e —
ABSOLUTE RATINGS (LIMITING VALUES) T —250c (Unless otherwise stated)
VALEURS LIMITES ABSOLUES D'UTILISATION case (Sauf indication contraire)
BD 242 BD242A | BD242B | BD242C
Collector-emitter voltage
Tension collecteur-émetteur Vceo -45 - 60 -80 -100 v
Collector-emitter voltage
Tension collecteur-émetteur Rge = 100 @ VCER -50 -70 -90 -15 v
Emitter-base voltage
Tension émetteur-base VEBO -5 v
Collector current | 3 A
Courant collecteur c -
Base current | 1 A
Courant de base B8 -
Power dissipation Tamb = 25°C P 2 w
Dissipation de puissance Tcase = 25°C tot 40
Junction temperature
Température de jonction Tj - 65, +150 °C
. J
Junction-ambient thermal resistance R 625 )
Résistance thermique jonction-ambiante th(j-a) . o
o
Junction-case thermal resistance Reni 34
L Resistance thermique jonction-boitier th(j-c) g
J

50, rue Jean-Pierre Timbaud - B.P. 5
F - 92403 Courbevoie Cedex FRANCE
Tél. : (1) 788-50-01 Telex : 610560 F

191

February 1982 1/4

7\ THOMSON-CSF
COMPOSANTS



BD 242, BD 242 A, BD 242 B, BD 242C

STATIC CHARACTERISTICS

CARACTERISTIQUES STATIQUES

tamb =25°C

(Unless otherwise stated)
{Sauf indications contraires)

Test conditions

Conditions de mesure Min. Typ. Max.
. Vop =—30V
Collector-emitter cut-off current CE | —
Courant résiduel collecteur-émetteur lg =0 CEO 0.5 mA
Vee =45V BD 242 —03 mA
Vgg =
Veg =-60V
E BD 242 A —03 mA
BE™
Collector-emitter cut-off current S—— lces
Courant résiduel collecteur-émetteur
Veg =—80V
Voo =0 BD 2428 —-03 mA
BE ™
Veg =—100V
CE BD 242¢C -03 mA
Ve =0
Emitter-base cut-off current Veg =5V 1 —
Courant résiduel émetteur-base ] c = -5V EBO 1 mA
BD 242 |-45 \Y
- BD 242 A|-60 v
Collector-emitter breakdown voltage lc = =100 mA Vv *
Tension de claquage collecteur-émetteur IB = 0 CEO(sus)
BD 242 B|-80 v
BD 242 C|-100 v
Vg =—4V 2% v
Ic =-1A
Static forward current transfer ratio h
Valeur statique du rapport de transfert 21 é“
direct du courant v av
CE " -8 v
IC =-3A
Collector-emitter saturation voltage 'c =-3A v .
Tension de i |B =-0,6A CES“* 1.2 v
Base-emitter voltage V.. =—4V
Tension base-émetteur 'CCE _3A VBE -1,8 v

* Pylsed t =300us & <2%

Impulsions P
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BD 242, BD 242 A, BD 242 B,BD 242C

DYNAMIC CHARACTERISTICS (for small signals) ‘¢ = 25°C (Unless otherwise stated)
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES (pour petits signaux)  ©aseé (Sauf indications contraires)
Test conditions §
Conditions de mesure Min. Typ. Max.
VCE =-10V
Forward current transfer ratio I~ =-05A h21e 20
Rapport de transfert direct du courant C
f =1kHz
Vap =—10V
Transition frequency CE
I P i g =-05 A fr 3 MHz
f =1MHz
Turn-on time g =-1 A
Temps total d'établissement lgg =-01A Wt 03 us
T o 'C =-1A
urn-off time _ +
T e coupure gy =-01A LYy 1 us
'82 =+0,1A
THERMAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES THERMIQUES
.iuncuon-case thenrzgl regstange_ ) Rth(i- ) 31 oc/W
dunction ambient thermal : Reniio) 625 | o
SWITCHING TIMES TEST CIRCUIT
SCHEMA DE MESURE DES TEMPS DE COMMUTATION
All resistances are non inductive
Toutes les résistances de type non inductif
820 o Oscilloscope
o um— ° — V Oscilloscope
—|\\ t, <15ns
200 R, = 10MQ
829 C, <15pF
82Q
- - t, < 15ns
- 64V ~>20V t < 15ns
- -—
Rop = 508
t, = 10ns
o— ¢ . o 5 <2%
* Pulsed 1, =300us 5 <2%
Impulsions
3/4
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BD 242, BD 242 A, BD 242 B, BD 242C

SAFE OPERATING AREA
AIRE DE FONCTIONNEMENT DE SECURITE

I'c
(A)
5
1
BD 242
\ T i
I -
——
\ BD 242 A
BD 2428
I TTI
0,1 BD 242C
0,05
—
I ‘case=25°c
CONtinUOUS  fmmmmmmes)
Continu
ool L L1
1 5 10 50 100 VeeW)
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/) THOMSON-CSF BD 243,A,B,C

DIVISION SEMICONDUCTEURS DISCRETS

NPN SILICON TRANSISTORS

SUPERSWITCH TRANSISTORS NPN SILICIUM
ADVANCE INFORMATION Comp. of BD 244, A,B,C
4 ‘ W ( W
iy 228
243 A
Vceo 80V BD243B
100V BD243C
— Complementary symetry stages amplifiers Ic 6A
Etages amplificateurs a symétrie complémen- Ptot 65 W
taire
L )
( )
— General purpose transistors designed for low Case 14,220 AB (CB-117)
frequency switching applications Boitier
Transistors & usage général adaptés pour la
commutation a basse fréquence 8
C ¢
Collector is connected to case
Le collecteur est relié au boitier
. AN J

( =
ABSOLUTE RATINGS (LIMITING VALUES) T =250c (Unless otherwise stated)
VALEURS LIMITES ABSOLUES D'UTILISATION case (Sauf indication contraire)

BD243 | BD243A | BD243B | BD243C

Collector-emitter voltage
Tension collecteur-émetteur Vceo 45 60 80 100 v
Collector voltage -
Tension collecteur RBE - 100 2 Vcer 55 70 90 18 v
Emitter-base voltage
Tension émetteur-base VEBO 5 v
Collector current IC(RMS) 6 A
Courant collecteur tp = 300 pus Icm 10
Base current
Courant de base '8 2 A
Power dissipation -
Dissipation de puissance Tease = 25°C Prot 65 w
Junction temperature _

L Température de jonction T 65, + 150 °C )

Juncti thermal i e X
['_ e ique jonction-boitier Rth(j-c) 1.92 oC/W)

February 1982 1/2
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BD 243 -BD 243 A -BD 243B-BD 243C

STATIC CHARACTERISTICS

(Unless otherwise stated)

Tcase 25 °C
CARACTERISTIQUES STATIQUES (Sauf indications contraires)
Test conditions .
Conditions de mesure min | typ | max
VCE = 30V |BD 243 07
Collector-emitter cut-off current B =0 BD 243 A | ‘ A
Courant résiduel collecteur-émetteur VCE = 60V |BD 2438 CEo m
B =0 BD 243C 0.7
VCeE = 45V |BD 243
Collector-emitter cut-off current VCE = 60V [BD243A : 04 A
Courant résiduel collecteurémetteur VCE = 80V |BD 243 B CES ’ m
VCE = 100V [BD 243C
Emitter-base cut-off current VEg = 5V All types | 1 A
Courant résiduel émetteur-base Iic =0 Tous types EBO m
BD 243 45
Collector-emitter breakdown voltage Ic = 30mA [BD243A v .| 60 v
Tension de claquage collecteur-émetteur  |Ig = 0 BD 243 B CEOsus ™ oo
BD 243 C 100
Static forward current transfer ratio VCe = 4V 30
Valeur statique du rapport de transfert Ic = 03A [Alltypes h .
direct du courant VCE = 4V Tous types 21E
. - 15
ic = 3A
Emitter-base voltage Ilc =6A All types VaEg * 2 v
Tension émetteur-base VCE = 4V Tous types BE
Collector-emitter saturation voltage Ic =6A All types v . 15 v
Tension de saturation collecteur-émetteur |13 = 1A Tous types CEsat 4
Transition frequency Vce i v All types
i Ic = 05A fr 3 MHz
Fréquence de transition _ Tous types
f = 1MHz
Forward current transfert ratio VcEe i 10V All types
) ic = 05A h21e 20
Rapport de transfert direct du courant £ = 1kHz Tous types
THERMAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES THERMIQUES
Junction case thermal resistance All types ) o
Résistance thermique jonction boitier Tous types Rth(j<) 182 Cc/w
* Pulsed _ < 2%
Impulsions o = 300 us 5
2/2




/) THOMSON-CSF

DIVISION SEMICONDUCTEURS DISCRETS

SUPERSWITCH

ADVANCE INFORMATION

BD 244,A,B,C

PNP SILICON TRANSISTORS
TRANSISTORS PNP SILICIUM

Comp. of BD 243,AB,C

4 2\ T
- 45V BD244
v - 60V BD244A
CEO - 80V BD244B
-100V BD244C
— Complementary symetry stages amplifiers Ic _6A
Etages amplificateurs a symétrie complémen- Ptot 65 W
taire J
— General purpose transistors designed for low Case 14,220 AB (CB-117) W
frequency switching applications Boitier
Transistors a usage général adaptés pour la
commutation & basse fréquence .
C ¢
Collector is connected to case
L Le collecteur est relié au boitier
4 )
ABSOLUTE RATINGS (LIMITING VALUES) T - 250c (Unless otherwise stated)
VALEURS LIMITES ABSOLUES D'UTILISATION case (Sauf indication contraire)
BD244 | BD244A | BD244B | BD244C
Collector-emitter voltage
Tension collecteur-émetteur Vceo -45 -60 -80 -100 v
Collector voltage
Tension collecteur RBE - 100 2 | VCER -55 =70 -90 -115 v
Emitter-base voitage
Tension émetteur-base VEBO -5 v
Collector current IC(RMS) -6 A
Courant collecteur tp = 300 ps Ic™m -10
Base current
Courant de base 'B -2 A
Power dissipation -
Dissipation de puissance Tease = 25°C Prot 65 w
Junction temperature
Température de jonction T - 65, + 150 °C
\ J
Junction-case thermal resistance .
l Resistance thermique jonction-boitier Rth(j-c) 1.82 oC/ Va

50, rue Jean-Pierre Timbaud - B.P. 5
F - 92403 Courbevoie Cedex FRANCE

Tél.: (1) 788-50-01 Telex : 610560 F 197
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BD244-BD 244 A-BD244B-BD 244C

STATIC CHARACTERISTICS

(Unless otherwise stated)

Tcase 25 °C
CARACTERISTIQUES STATIQUES (Sauf indications contraires)
Test conditions .
Conditions de mesure min | typ | max
VCE =-30V |BD 244 07
Collector-emitter cut-off current g8 =0 BD 244A | X ’ A
Courant résiduel collecteur-émetteur VCE =-60V |BD 2448 CEo m
g =0 8D 244C 0.7
VCE =-45V |BD 244
Collector-emitter cut-off current VCE =-60V |BD 244 A
. ICES -0,4 mA
Courant résiduel collecteur€émetteur VCE =80V |BD 244 B
VCE =-100V |BD 244 C
Emitter-base cut-off current Vg =-5V All types | 1 A
Courant résiduel émetteur-base ic =0 Tous types EBO - m
8D 244 -45
Collector-emitter breakdown voltage ic =-30mA |BD 244 A v .60 v
Tension de claquage collecteur-émetteur |1 = 0 BD 2448 CEOsus o0
BD 244C -100
Static forward current transfer ratio VCE =-4V 30
Valeur statique du rapport de transfert Ic =-03A |Altypes ot *
direct du courant VCg =-4V Tous types 21E
15
Ic =-3A
Emitter-base voltage Ic =-6A All types VRE * _2 v
Tension émetteur-base VCg =-4V Tous types BE
Collector-emitter saturation voltage Ic =-6A All types N . 15 v
Tension de saturation collecteur-émetteur |lg  =-1A Tous types CEsat =
=-10V
Transition frequency Vece _ 10 All types
Fré de transition lc =-05A | s types fr 3 MHz
quence de tra f = 1MHz i
Forward current transfert ratio :/CE :::)%\; All types h 20
Rapport de transfert direct du courant fC - 1lkHz Tous types 21e
THERMAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES THERMIQUES
Junction case thermal resistance All types ) °
Résistance thermique jonction boitier Tous types Rth(j<) 192 cw

* Pulsed
Impulsions

2/2

tp= 300 us 5<2%
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DIVISION SEMICONDUCTEURS DISCRETS

BD 249,A,B,C
NPN POWER TRANSISTOR

TRANSISTOR DE PUISSANCE NPN

ADVANCE INFORMATION
4 V[ )
S 45V BD 249
60V BD249A
VCEOsus| gov BD 2498
General purpose transistor 100V BD249C
designed for power amplifier Ic 25A
and switching application.
Iicm 40A
.

Transistor & usage général,
adapté pour I'amplification
de puissance et pour

la commutation.

Compl. of BD 250,A,8B.C

B
(4
E

Case

J Boitier TOP 3 (CB 244)
\— J
(ABSOLUTE RATINGS (LIMITING VALUES) Tcase = 25°C
VALEURS LIMITES ABSOLUES D'UTILISATION | BD 249 | BD 249A |BD 249B |BD 249C |
Collector-emitter voltage
Tension collecteur-émetteur VCEO 45 60 8o 100 \
Collector-base voltage
Tension collecteur-base vVcso 55 70 920 115 \
Emitter-base voltage
Tension émetteur-base VEBO 5 5 5 5 v
Collector current Ic 25 25 25 25 A
Courant collecteur IcM 40 40 40 40"
Base current
Courant base 'B 5 5 5 5 A
Power dissipation
Dissipation de puissance PtOt 125 125 125 125 w
Storage and junction temperature Tj 175 175 175 175
\_empérature de jonction et de stockage TS‘Q -65 +175|-65 +175|-65 +175|-65 +175
Junction case thermal resistance .
l Resistance thermique jonction boitier Rth("c) 1.2 %/9
Eo'égié'gag'mgre Timbzud i E; 5 ] Janvier 1981 1/2
- ourbevoie Cedex ANC
Tel. : (1) 788-50-01  Telex : 610560 '.‘ @



BD 249,A,B,C

ELECTRICAL CHARACTERISTICS - CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES

SYMBOLS MIN. | TYP. [MAX. UNIT

TEST CONDITIONS - CONDITIONS-DE MESURE

OFF CHARACTERISTICS - CARACTERISTIQUES A L’ETAT BLOQUE

45 BD 249
60 BD 249 A
V(8R) CEO 80 v BD 2498 | 'C= 30mA
100 BD 249C
| B8, | vee v -0
ICEO 1 mA
BD249B | v __ o0V 1m—o
BD249C | 'CE B
BD 249 VCE=45V
: : BD 249A | VCE=60V
IcES 07| mA | BpoagB | vcg=sgov VBE=O
' BD249C | VCe= 100V
IEBO -1 mA VEB= 5V Ic=0
ON CHARACTERISTICS - CARACTERISTIQUES A L’ETAT CONDUCTEUR
25 VCE= 4V Ic= 1,5A:
hotE 10 VCe= 4V Ic= 15A
5 VCE= 4V  Ic= 25A
1.8 V Ic=-15A Ig= 1,5A
VCE sat*
4 v Ic= 25A Ig= 5A
2 VCE= 4V Ic= 15A
VBE *
4 VcE= 4V Ic= 25A
SWITCHING CHARACTERISTICS - CARACTERISTIQUES DE COMMUTATION
fr 3 MHz VCE=-10V Ic=-1A f=1MHz
*Pulses tp— 300 s »<2% Unless otherwise stated Tease = 25°C

Impulsions Sauf indications contraires

2/2
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DIVISION SEMICONDUCTEURS DISCRETS

BD 250, A,B,C
PNP POWER TRANSISTOR

TRANSISTOR DE PUISSANCE PNP

Compl. of BD 249 A,B,C

ADVANCE INFORMATION
) a )
- 45V BD 250
- 60V BD250A
VCEOsus | _ gov BD 2508
General purpose transistor -100V BD250C
designed for power amplifier Ic - 25A
and switching application.
Icm - 40A J
. NS
Transistor a usage général,
adapté pour I'amplification
de puissance et pour j
la commutation. (
B
[
E
Case
L Botier | TOP3(CB 244)
\— J J
(" ABSOLUTE RATINGS (LIMITING VALUES) Tease = 25°C )
VALEURS LIMITES ABSOLUES D’UTILISATION | BD 250 | BD 250A |BD 250B | BD 250C
Collector-emitter voltage _ _ _ _
Tension collecteur-émetteur VCEO 45 60 80 100 \
Collector-base voltage _ _ _ _
Tension collecteur-base vVcBO 55 70 90 115 \
Emitter-base voltage _ _ _ _ 1
Tension émetteur-base VEBO 5 5 5 5 v
Collector current Ic -25 -25 -25 -25 A
Courant collecteur Icm -40 -40 -40 -40
Base current _ e’ _ _
Courant base '8 5 5 5 5 A
Power dissipation
Dissipation de puissance Ptot 125 125 125 128 w
Storage and junction temperature Tj 175 175 175 175 o
LTempérature de jonction et de stockage TStQ -65 +175|-65 +175|-65 +175|-65 +175 J
Junction case thermal resistance N
@lsl&nce thermique jonction boitier Rth(]'c) 1.2 °CIW|

50, rue Jean-Pierre Timbaud - B.P §
F -92403 Courbevoie Cedex FRANCE
Tel. : (1) 788-50-01 Telex : 610560
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BD 250,A,B,C

ELECTRICAL CHARACTERISTICS - CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES

SYMBOLS MIN. |TYP. [MAX. UNIT TEST CONDITIONS - CONDITIONS DE MESURE
OFF CHARACTERISTICS - CARACTERISTIQUES A L’ETAT BLOQUE
- 45 BD 250
' - 60 BD 250 A
V(BR)CEO  |_ gp v BD 2508 | /C=-30mA
-100 BD 250 C
BB 220A | VcE=-30V Ig=0
Iceo -1 | mA —BDb2s08
BD250C | VCE=-60V =0
_ BD 250 VCE=-45V
BD 250 A VCg=-60V
IcES “07| mA | Bp2soB | Veg=-sov VBE=O
BD250C | VCE=-100V
IEBO -1 mA VEB=-5V Ic=0
ON CHARACTERISTICS - CARACTERISTIQUES A L’ETAT CONDUCTEUR
25 VCE=-4V Ic=-15A
h21E 10 VCE=-4V Ic=-15A
5 VCE=-4V  Ig=-25A
-1,8 v Ic=-25A IB=-15A
VCE sat*
4| v Ic=-25A Ig=-5A
-2 VCE= -4V Ic=-16A
VBE*
-4 Vce=-4V Ic=-25A
SWITCHING CHARACTERISTICS - CARACTERISTIQUES DE COMMUTATION
fr 3 MHz VCE=-10V Ic=-1A f=1MHz

* Pulses
Impulsions

2/2

tp =300 ps +<2%

Unless otherwise stated

Sauf indications contraires

Tcase = 25°C
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DIVISION SEMICONDUCTEURS DISCRETS

SUPERSWITCH

ADVANCE INFORMATION

BD 301-BD 303, A, B

NPN SILICON TRANSISTORS
TRANSISTORS NPN SILICIUM

Comp. of BD 302 and BD 304,A,B

4 N a N\
45V BD gg;
60V BD
Vceo 80V BD303A
100V BD303B
— These transistors are intented for complemen- ic 8 A
tary symetry amplifiers : £
audio output stages up to 25 W, vertical Ptot 55 W
deflection circuits in color TV receivers. L J
. . ” (
— Ces transistors sont destinés aux amplifica- Case
teurs a symétrie complémentaire ou quasi- Boitier 7O-220 AB (CB-117)
complémentaire :
étages de sortie BF jusqu'a 25 W, circuits de
déviation verticale en télévision couleur. Ny
C ¢
Collector is connected to case
Le collecteur est relié au boitier
N /L J
~
ABSOLUTE RATINGS (LIMITING VALUES) T =250c (Uniess otherwise stated) )
VALEURS LIMITES ABSOLUES D'UTILISATION case (Sauf indication contraire)
8D 301 BD 303 BD303A | BD303B
Collector-emitter voltage
Tension collecteur-émetteur Vceo 45 60 80 100 v
Collector voltage
Tension collecteur VBe-15V | Voev 60 60 80 100 v
Emitter-base voltage
Tension émetteur-base VEBO 5 v
Collector current IC(RMS) 8
Courant collecteur tp =10 ms IcMm 12 A
Base current
Courant de base '8 2 A
Power dissipation -
Dissipation de puissance Tcase = 25°C Ptot 55 w
Junction temperature
Température de jonction Tj - 65, +150 °C
N : )
[ R iq boitier Rth(j-c) 23 oc@

50, rue Jean-Pierre Timbaud - B.P. 5
F - 92403 Courbevoie Cedex FRANCE
Té. : (1) 788-50-01 Telex : 610560 F
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BD 301, BD 303,A,B

ELECTRICAL CHARACTERISTICS

Test conditions

unless otherwise stated

o
CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES | Conditions de mesure ~ Tcase 25°C sauf indication contraire
min | typ | max
Collector-emitter cut-off current Vcg =30V All types
Courant résiduel collecteur-émetteur g = ICEO | Tous types 1 mA
Vcg =40V
Collector-base cut-off current - All types
; I3 IcBo 1 mA
Courant résiduel collecteur-base T(vj) =150 °C Tous types
Emitter-base cut-off current VEg =5V All types
Courant résiduel émetteur-base Ic =0 IEBO | 70us types 5 mA
BD 301 45 \Y
Collector-emitter breakdown voltage Ic =200 mA BD 303 60 v
Tension de claquage collecteur-émetteur | g = V(BRICEO| gp 303 A 80 \Y
BD 303 B 100 \Y
VCE =2V
Static forward current transfer ratio Ic =3A BD 301 30
Valeur statique du rapport de trans- h21E
fert direct du courant Vce =2V
Ic =2A BD 303,A.B | 30
Collector-emitter saturation voltage Ic =3A . All types
Tension de saturation collecteur-émetteur| 13 =0,3 A VCEsat™ | Tous types 1 v
Base-emitter saturation voltage Ic =3A . |All types
Tension de saturation base-émetteur lg =03A VBEsat Tous types 1.5 v
* Pulsed
* Impulsion tp =300 ks, §<2%
DYNAMIC CHARACTERISTICS ( for small signals ) °
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES ( pour petits signaux ) Tcase 25 °C
Transition frequency Vcg =3V All types
Fréquence de transition Ic =03A fr Tous types 3 MHz
THERMAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES THERMIQUES
Junction to case thermal resistance ) All types o
Résistance thermique jonction-boitier Rth(j-c) Tous types 23 C/W

2/7
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(A)

100

102

SAFE OPERATING AREA
AIRE DE SECURITE

BD 301, BD 303,AB

T_—T S S S B
Tcase 25°C
7
6 DC operation
5 Régime continu
a — — __ _ Pulsed operation
Régime impulsionnel
3
2
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BD 301, BD 303,A,B

TYPICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES TYPIQUES

COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR- COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR-
EMITTER VOLTAGE EMITTER VOLTAGE
Couraat collecteur en fonction de la tension Courant collecteur en fonction de la tension
| collecteur-émetteur | collecteur-émetteur
(A) — (A)
20 MR "] 27180 mA
™ |t P160 mA
4 |t 4 =
et mA AQ ™
60 ™ [ 140
k 4—-‘11" 120 mA
;.’L——‘ S T 100 mA
3 '4/ a0 mA 3 L
80 m.
et
] r |
60 mT
2 I/ ztj‘ mA 2 20 mA
=T 1. = 10mA =70 mh
1 L ‘g = 1 [ 'g=2
0 0
0 1 2 3 4 Vee V! 0 1 2 3 4 Vee V)
COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR- COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR-
EMITTER VOLTAGE EMITTER VOLTAGE
Courant collecteur en fonction de la tension Courant collecteur en fonction de la tension
|, collecteur-émetteur | . collecteur-émetteur
(mAN / (mA) [
/ b ///’/
160 160 2, < L
4“’“ 1
1 /0];1/«"]‘/ -l
120 120 [~ b
{ ~ A // 08 P
/,/ L ot
L7 ~ b
80 80 ] et MRS
1
/l B // 03 L“i_“//\
rd </
> — _
w padB o T T Tozma |
/' ~ « ot
P gl e
— =01 .-——-l—‘“r]"
o 0
0 10 20 30 40 Vee V) 0 10 20 30 40 Vee v)
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BD 301, BD 303,A,B

TYPICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES TYPIQUES

COLLECTOR EMITTER VOLTAGE VERSUS STATIC FORWARD CURRENT TRANSFER

BASE-EMITTER RESISTANCE (minimum value) RATIO VERSUS COLLECTOR CURRENT

Tension colle émetteur en f jon de la Valeur statique du rapport de transfert direct du

v i base- teur (valeur minii ) h en fe ion du courant
CE — 21E°
V) T T ET.Tyx . r —
BD 301 tcase = 25°C l Veg =2V
iy
60 120 q;"’ A
\ 7 /
N 100 |/ /
N 74 T /
N 5
&/ \

55 80 4

|
\%

60 \
\

50 40 / Q

45 0
1002 45%01 2 43?022 asRBEm, 2 468 .2 46

8 2 a6
10° Ic (A

BASE CURRENT VERSUS BASE-EMITTER

VOLTAGE
Courant base en fonction de /a tension base-
|, émetteur
]
(""Ae) Vg2V
4 P
2 A
2
10 o
6
a4
2
10’
8
6
AR
2
10° l
0 04 08 1,2 16 VgV
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BD 301, BD 303,A,B

TYPICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES TYPIQUES

COLLECTOR CURRENT VERSUS BASE
EMITTER VOLTAGE
Courant collecteur en fonction de la tension

| base-émetteur
c T T
(A) Veg =2V
5
2
10'
5 //
. /
100 s/
0
N o
5 2 o
S [e
2 §
8
S|
. /
2
102
0 04 0,8 1,2 1,6 Vge (V)
COLLECTOR-EMITTER SATURATION VOLTAGE BASE-EMITTER SATURATION VOLTAGE
VERSUS COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR CURRENT
Tension de sa 7 e en Tension de saturation base-émetteur en
v fe ion du e v fe ion du courant col|
CEsa BE:
v 119 W ey
s | s
1,6 1.6
1.2 1,2
E /,
' 4
08 / 08 -
/ ’ tease ™ ° 1 L1 f
/ i 5
—1
04 / 04 T125°C
4 'ou b1 case
o
7
togse = 125°C g “:9"]
] L 0
,2 468 ,2 468 2 46 A) ,2 468 .2 468 2 46
102 10" 10° et 102 10" 10° !
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BD 301, BD 303,A8

TYPICAL CHARACTERISTICS

CARACTERISTIQUES TYPIQUES .
OUTPUT CAPACITANCE VERSUS TRANSITION FREQUENCY VERSUS
COLLECTOR-BASE VOLTAGE COLLECTOR CURRENT
Capacité de sortie en fonction de la Fi de ition en f du
tension collecteur-base courant collecteur
Ca2p ——r f
(pF) tcase = 25°C (MHz) Veg=3V
BD 301 —— tease = 25°C
BD 303w~
2
12
. L
] SN
\ / N
10’ N 10 |~
8
"~
6 .,
8
a
6
10! : ‘ ¢ VW 107! : * °ow

TRANSIENT THERMAL RESISTANCE DERATING
 FACTOR UNDER PULSES CONDITIONS
Facteur de réduction de la résis ique en
régime d’'impulsions

Emgasc—
4

K

T
o

>
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N
Iep
N N\ —i
S, X
N x-;
%

10" 5
84" s o T
6 T 4
a Zin =K Ry, ]
’ !J 1
102 [
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/> THOMSON-CSF

DIVISION SEMICONDUCTEURS DISCRETS

SUPERSWITCH

ADVANCE INFORMATION

BD 302-BD 304, A, B

PNP SILICON TRANSISTORS
TRANSISTORS PNP SILICIUM

Comp. of BD 301 and BD 303,A,B

' N w
-8y BR
- D 304
VCEO | - 80V BD304A
-100V BD304B

— These transistors are intented for complemen- Ic _8A
tary symetry amplifiers :
audio output stages up to 25 W, vertical Pyot 55 W
deflection circuits in color TV receivers. L )

t if (

— Ces transistors sont destinés aux amplifica- Case w
teurs & symétrie compiémentaire ou quasi- Boitier 7O-220 AB (CB-117)
complémentaire :
étages de sortie BF jusqu'a 25 W, circuits de
déviation verticale en télévision couleur. 8

C ¢
Collector is connected to case
L RN Le collecteur est relié au boitier
( ™
ABSOLUTE RATINGS (LIMITING VALUES) Ter. = 250c (Unless otherwise stated)
VALEURS LIMITES ABSOLUES D'UTILISATION case (Sauf indication contraire)
BD 302 BD 304 BD304A | BD304B
Collector-emitter voltage _ _ B _
Tension collecteur-émetteur Vceo 45 60 80 100 v
Collector voltage - _ _ _ B
Tension collecteur Vee-1.5V | Veev 60 60 80 100 v
Emitter-base voltage -
Tension émetteur-base Veso 5 v
Collector current IC(RMS) -8 A
Courant collecteur tp =10 ms IcMm -12
Base current
Courant de base 'B -2 A
Power dissipation _ '
Dissipation de puissance Tease = 25°C Prot 55 w
Junction temperature _
Température de jonction T 65, + 150 °C
. _ J
Junction-case thermal resistance Reryi
L thermique jonction-boitier th(j-c)

23 OC/WJ

50, rue Jean-Pierre Timbaud - B.P. 5
F - 92403 Courbevoie Cedex FRANCE
Tél. : (1) 788-50-01 Telex : 610560 F
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BD 302, BD 304,A,B

ELECTRICAL CHARACTERISTICS

Test conditions

unless otherwise stated

o
CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES | Conditions de mesure Tease 25 °C sauf indication contraire
min typ max
Collector-emitter cut-off current Vcg =—-30V All types
Courant résiduel collecteur-émetteur I8 =0 ICEO | Tous types -1 [mA
Collector base cut-off current Veg =-40V All types
Courant résiduel collecteur-base le =0 IcBo | Tous types =1 [mA
T(vj) =150°C
Emitter-base cut-off current VEg =-5V All types
Courant résiduel émetteur-base Ic =0 1EBO | Tous types -5 | mA
BD 302 — 45 v
Collector-emitter breakdown voltage Ic =-02A BD 304 - 60 \%
Tension de claquage collecteur- B = V(BR)CEO| BD 304 A —80 Vv
émetteur
BD 304 B - 100 \
VCE =-2V
Static forward current transfer ratio ic =-3A BD 302 30
Valeur statique du rapport de trans- h21Ee
fert direct du courant VCg =-2V
Ic =-2A BD 304,AB| 30
Collector-emitter saturation voltage Ic =-3A . |All types
Tension de saturation collecteur émetteur |Ig  =—0,3 A VCEsat™ |Tous types -1 v
Base-emitter saturation voltage Ic =-3A . |Alltypes
Tension de saturation base-émetteur I =-03A VBEsat™ |7ous types =151V
* Pulsed
* Impulsion tp=300us, 8§ <2%
DYNAMIC CHARACTERISTICS o
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES Tease 25 °C
Transition frequency Vgg = -3V All types
Fréquence de transition Ic =-03A fT Tous types 3 MHz
THERMAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES THERMIQUES
Junction to case thermal resistance All types o
Rési: thermique jonction-boiti Rthi-c) |Tous types 23 C/w

277
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SAFE OPERATING AREA
AIRE DE SECURITE

BD 302, BD 304,A,B

Ic T T T 11T
), Tease 25°C
6 DC operation
5 Régime continu
4 — — __ _ Pulsed operation
Régime impulsionnel
3
2
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BD 302, BD 304,A,B

TYPICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES TYPIQUES

COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR-
EMITTER VOLTAGE
Courant collecteur en fonction de la tension

COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR-
EMITTER VOLTAGE
Courant collecteur en fonction de la tension

| c collecteur-émetteur | c collecteur-émetteur
(A) T
(A) —
A ,H 180 mA
ﬂ\/ "1 160 “‘,A
4 70 mA Lt 4 =170 mA _
60 mA | T | 55 m[A
|
50 MA 1200 mIA
3 %0 MmA 3 Y
| h |
30 mA f 50 m'A
mme—
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0 0
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COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR-
EMITTER VOLTAGE

Courant collecteur en fonction de la tension
collecteur-émetteur

COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR-
EMITTER VOLTAGE
Courant collecteur en fonction de la tension
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BD 302,BD 304,A,B

TYPICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES TYPIQUES

COLLECTOR EMITTER VOLTAGE VERSUS STATIC FORWARD CURRENT TRANSFER
BASE-EMITTER RESISTANCE RATIO VERSUS COLLECTOR CURRENT
Tension colle en f jon de la Valeur statique du rapport de transfert direct du
v résistance base-émetteur h, en fe ion du e
CE . . 21E v
V) 18D 302 toase = 25°C Veg =2V
60 160
N
55 \ 120
N
50 80 N

N \
® N AN

V7.
/4

N
40 2 4 6 0
2 4:68 2 4 68 2 4 68 2 4 68 2 46
10° 10’ 102 Rge!®) 102 10" 10° (e
BASE CURRENT VERSUS BASE-EMITTER
VOLTAGE
Courant base en fonction de la tension base-
'B émetteur
(mA)}Vee =-2V
° 7/
a v/
//
2 (<)
]
Y/ [O
102 Pird
8 o /
6 .74 34
4 / wC
2 / /
10',
; i
AR
2
10° I I
0 04 08 12 16 vg v
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BD 302,8D 304,A B

TYPICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES TYPIQUES

COLLECTOR CURRENT VERSUS BASE-
EMITTER VOLTAGE

Courant collecteur en fonction de la tension
base-émetteur

==2V.

Vee

o],

102

COLLECTOR-EMITTER SATURAT!ON VOLTAGE

VERSUS COLLECTOR CURRE

Tenslan de en
v du
CEsat’ .
) Ic =10
P
1,6
12
08 /
04 /1 /
/f / 7t
O’
c / ///'f, ! ]
. =125 > K
case 7 ‘
0 L

2 4 68 2
- 10°

4 68
102 10!
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15 2 v

BASE-EMITTER SATURATION VOLTAGE
VERSUS COLLECTOR CURRENT

Tension de saturation base-émetteur en
fonction du courant collecteur

BEsa
v)
le <10
iy
16
12
/l
—~25°C
08 e ]
/}’—‘ 1l
zA\
04 L1 st
0
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102 107 10° Ic A



BD 302,BD 304,A,B

TYPICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES TYPIQUES

OUTPUT CAPACITANCE VERSUS TRANSITION FREQUENCY VERSUS
COLLECTOR-BASE VOLTAGE COLLECTOR CURRENT
Capacité de sortie en fonction de la F de en fe du
tension collecteur-base 1 courant collecteur
Ca2b T T T T T
©F) [gp 302 tease = 25°C (MHz) Vee =3V
| BD 304 === tease = 25°C
8 45
6
4 —= -
a /
. /
\ 35
2
N
~
SN
3
10! 2,75
2 4 _ 2 4 6 Ic(A)
101 VCB(V) 10 1 c
TRANSIENT THERMAL RESISTANCE DERATING
FACTOR UNDER PULSES CONDITIONS
Facteur de réduction de la résis que en
régime d’impulsions
1 pr
e
t, b
=_P
6 6 ==
4
4
2
102
2 5 25 2
105 104 103
17
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/) THOMSON-CSF

DIVISION SEMICONDUCTEURS DISCRETS

SUPERSWITCH

ADVANCE INFORMATION

BD 705-BD 707-BD 709-BD 711

NPN SILICON TRANSISTORS
TRANSISTORS NPN SILICIUM

Comp. of BD 706, BD 708, BD 710, BD 712

( N\ r W
45V BD705
60V BD707
Vceo 80V BD709
100V BD711
— Complementary symetry stages amplifiers Ic 12A
::'!;ges amplificateurs a symétrie complémen- Ptot 5 W
aire L .
(
— General purpose transistors designed for low Case 14 220 AB (CB-117)
frequency switching applications Boitier
Transistors a usage général adaptés pour la
commutation a basse fréquence 8
C ¢
Collector is connected to case
Le collecteur est relié au boitier
J _/
( —\
ABSOLUTE RATINGS (LIMITING VALUES) T = 250C (Unless otherwise stated)
VALEURS LIMITES ABSOLUES D'UTILISATION case (Sauf indication contraire)
BD 705 BD 707 BD 709 BD711
Collector-emitter voltage
Tension collecteur-émetteur Vceo 45 60 80 100 v
Collector-emitter voltage -
Tension collecteur-émetteur VBE-0V VcEs 45 60 80 100 v
Emitter-base voltage
Tensiori émetteur-base VeBO 5 v
Collector current
Courant collecteur lc 12 A
Base current
Courant de base '8 5 A
Power dissipation -
Dissipation de puissance Tease = 25°C Prot 75 w
Junction temperature
Température de jonction Tj - 85, +150 oC
. . J
Junction-case thermal resistance .
[Hesislance thermique jonction-boitier Rth(j-c) 167 °C/W]

50, rue Jean-Pierre Timbaud - B.P. 5
F - 92403 Courbevoie Cedex FRANCE
Tél. . (1) 788-50-01 Telex : 610560 F
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BD 705 - BD 707 - BD 709 - BD 711

STATIC CHARACTERISTICS

(Unless otherwise stated)

Tcase 25 °C .
CARACTERISTIQUES STATIQUES (Sauf indications contraires)
Test conditions min | © m
Conditions de mesure vP ax
BD 705 45
Collecteur-emitter breakdown voltage Ic = 01A [BD707 v .| 60 v
Tension de claquage collecteur-émetteur | o _ g BD 700 CEOsus o
BD 711 100
Veg= 45V 0,1
Veg= 45V [BD 705 1
Tcase= 150 °C
Ve = 60V 01
Ve = 60V [ BD 707 1
Tcase= 1500C
Collector-base cut- off current
Courant résiduel collecteur-base Vce = 80V Icso o1 mA
Vecg = 80V | BD 709 )
Tcase= 150 0C
Vg = 100V 0,1
Ve = 100V |BD 711 1
Tease= 1500C
VCE 22V [BD 705
Vcg = 30V
Collector-emitter cut-off current ¢ 8D 707 | mA
Courant résiduel collecteur-émetteur Vce = 40V |BD 709 CEO 1
VCE = 50V |BD711
Emitter-basg cut-off current VeB i 5V All types IeBO 1 mA
Courant résiduel émetteur-base Ic =0 Tous types
Collector-emitter saturation voltage Ic = 4A All types v * 1 v
Tension de saturation collecteur-émetteur | |Ig = 0,4 A | Tous types CEsat
Base-emitter voltage VCE = 4V All types VRE* 15 v
Tension base-€metteur Ic = 4A Tous types BE !
Knee voltage Ic = 3A All types *
Tension coude g = ** Tous types Veek ,0'4 v
** Value for which Ic=3,3 Aat VCE=2V
Valeur & laquelle Ic =3,3A 4 Vce=2V
* Pulsed
Impulsions tp = 300 us & <15%
2/4
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STATIC CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES STATIQUES

Tease 25 °C

BD 705 - BD 707 - 8D 709 - BD 711

(Unless otherwise stated)

(Sauf indications contraires)

Test conditions

Conditions de mesure min | typ | max
VCE = 2V All types
Ic = 05A |[Toustypes 40 400
BD 705
:’CE = gx 8D 707 30
¢ = BD 709
Static forward current transfer ratio BD 705 20 150
Valeur statique du rapport de trans- VCE = 4V BD 707 h21e” 15 150
fert direct du courant Ic = 4A BD 709 15 150
BD 711 15 150
BD 705 5
VCE = 4V BD 707 5
Ic = 10A [BD709 8
BD 711 8
. Vcg = 3V
c - ammatee ||
réquenc: rans P — 1 MHz VP
THERMAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES THERMIQUES
Junction-case thermal resistance All types . °
Résistance thermique jonction boitier Tous types Rthij-c) 167 C/W
3/4



BD 705 - BD 707 - BD 709 - BD 711

SAFE OPERATING AREA
AIRE DE SECURITE

101

b O ONOD

100

s O ON®D

10-1

f
BD 707
8D 709
BD 711

|BD 705

s O ON®

2} Tcase 25°C
DC operation
Régime continu

102 L1 L1 L bid
100 2 3 4 5678
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%Y THOMSON-CSF

DIVISION SEMICONDUCTEURS DISCRETS

SUPERSWITCH

ADVANCE INFORMATION

BD 706-BD 708-BD 710-BD 712

PNP SILICON TRANSISTORS
TRANSISTORS PNP SILICIUM

Comp. of BD 705, BD 707, BD 709, BD 711

' ) ( 1\
- 45V BD706
- 60V BD708
VCEO ) - gov BD710
-100V BD712
— Complementary symetry stages amplifiers Ic -12 A
’Etgges amplificateurs a symétrie complémen- Ptot 5 W
aire
\ J
[ )
— General purpose transistors designed for low Case 15 250 AB (CB-117)
frequency switching applications Boitier
Transistors a usage général adaptés pour la
commutation a basse fréquence 8
C ¢
Collector is connected to case
L Le collecteur est relié au boitier
AN J
(" a ™
ABSOLUTE RATINGS (LIMITING VALUES) T =250c (Unless otherwise stated)
VALEURS LIMITES ABSOLUES D'UTILISATION case (Sauf indication contraire)
BD 706 BD 708 BD 710 BD712
Collector-emitter voltage _ _ _
Tension collecteur-émetteur Vceo 45 60 80 -100 v
Collector-emitter voltage - _ _ _ _
Tension collecteur-émetteur VBE -0V Vces 45 60 80 100 v
Emitter-base voltage _
Tension émetteur-base VEBO 5 v
Collector current
Courant collecteur 'c -12 A
Base current
Courant de base '8 -5 A
Power dissipation -
Dissipation de puissance Tease = 25°C Prot ] w
Junction temperature _
Température de jonction Tj 65, + 150 °c
- J
Junction-case thermal resistance )
[Resistanca thermique jonction-boitier Rin(j-c) 1.67 oC/ WJ

50, rue Jean-Pierre Timbaud - B.P. 5
F - 924083 Courbevoie Cedex FRANCE
Tél. : (1) 788-50-01 Telex : 610560 F
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BD 706 - BD 708 - BD 710 - BD 712

STATIC CHARACTERISTICS

Tcase 25 °C

CARACTERISTIQUES STATIQUES

(Unless otherwise stated)

(Sauf indications contraires)

Test conditions

Conditions de mesure min { typ | max
BD 706 145
Collector-emitter breakdown voltage Ic =-01A | BD708 |60
Tension de claquage collecteur-émetteur g =0 BD 710 VCEOsus [0 v
BD 712 00
Ve =-45V 1-0,1
veg =-45V BD 706 Y
Tease= 150 0C
Ve =-60V -0,1
Veg =-60 V BD 708 1
Tcase= 1500C -
Collector-base cut- off current
= | -
Courant résiduel collecteur-base Ve 80V CBO 0.1 mA
Vgg =-80V BD 710 1
Tcase= 1500C -
Ve =-100 V -0,1
Vcg =-100V | BD 712 -1
Tcase= 1500C
VCE =-22V | BD 706
Vce =-30V
Collector-emitter cut-off current CE BD 708 | mA
Courant résiduel collecteur-émetteur Vce =40V | BD 710 CEO -1
VCe =-50V |BD 712
Emmer-basg cut-off current VEB :-5 \% All types IEBO 1 mA
Courant résiduel émetteur-base Ic" =0 Tous types
Collector-emitter saturation voltage Ic =-4A All types v . 1 v
Tension de saturation collecteur-émetteur | |y =—0,4 A | Tous types CEsat -
Base-emitter voltage VCE =-4V All types VREe* 15 v
Tension base-émetteur Ic =-4A Tous types BE —
Knee voltage Iic ==3A | Alltypes
 Tension coude ,g _ s Tou sv:;p es Vcek” -0,4 \Y

** Value for which I =3,3 Aat VCg =2 V

Valeur & laquelle Ic =3,3 A & VCE=2V
* Pulsed

Impuisions o = 300 ps 5 <1,5%

2/3
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BD 706 - BD 708 - BD 710 - BD 712

STATIC CHARACTERISTICS T 25 0C (Unless otherwise stated)
CARACTERISTIQUES STATIQUES case (Sauf indications contraires)
Test conditions N
Conditions de mesure min | typ | max
VCE =-2V All types
Ic =-05A |Tous types 40 400
BD 706
vee =27 |sp708 30
¢ = BD 710
Static forward current transfer ratio BD 706 20 150
Vaaleur statique du rapport de trans- Vcg =-4V BD 708 h21g” 15 150
fert direct du courant Ic =-4A BD 710 15 150
BD 712 15 150
BD 706 5
VCE =-4V BD 708 5
Ic =-10A BD 710 8
‘BD 712 8
. VCE =-3V
Transition frequenc.vv Ic =300 mA All types T 3 MHz
Fréquence de transition Tous types
f = 1MHz
THERMAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES THERMIQUES
Junction-case thermal resistance All ty'pes i
Résistance thermique jonction boitier Tous types Rthij-c) 1.67 oc/w

3/3

225






/) THOMSON-CSF BD 905-BD 907-BD 909-BD 911

DIVISION SEMICONDUCTEURS DISCRETS

SUPERSWITCH

ADVANCE INFORMATION

NPN SILICON TRANSISTORS
TRANSISTORS NPN SILICIUM

Comp. of BD 906, BD 908, BD 910, BD 912

e N [ N
45V BD 905
60V BD907
Vceo 80V BD909
100V BD911
— Complementary symetry stages amplifiers ic 15 A
E{ages amplificateurs a symétrie complémen- Ptot 90 W
taire
.
( A
— General purpose transistors designed for low Case 14220 AB (CB-117)
frequency switching applications Boitier
Transistors a usage général adaptés pour la
commutation a basse fréquence 8 /
C %
Collector is connected to‘case
Le collecteur est relié au boities
. AN _/
e - )
ABSOLUTE RATINGS (LIMITING VALUES) T =250c (Unless otherwise stated)
VALEURS LIMITES ABSOLUES D'UTILISATION case (Sauf indication contraire)
BD 905 BD 907 BD 909 BD911
Collector-emitter voltage
Tension collecteur-émetteur Vceo 45 60 80 il v
Collector-base voltage
Tension collecteur-base Veeo 45 60 80 100 v
Emitter-base voltage
Tension émetteur-base VeBo 5 v
Collector current
Courant collecteur lc 15 A
Base current
Courant de base 'B 5 A
Power dissipation -
Dissipation de puissance Tease = 25°C Prot 20 w
Junction temperature _ i
Température de jonction T 65, + 150 °Cc
\. J
Junction-case thermal resistance
[. thermique jonction-boitier Rth(j-c) 14 oc@

50, rue Jean-Pierre Timbaud - B.P. 5
F - 92403 Courbevoie Cedex FRANCE
Tél. : (1) 788-50-01 Telex : 610560 F
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BD 905 - BD 907 - BD 909 - BD 911

STATIC CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES STATIQUES

Tease 25 9C

(Unless otherwise stated)

(Sauf indications contraires)

Test conditions

Conditions de mesure min | typ | max
8D 905 45
Collector-emitter breakdown voltage Ic = 01A |BD907 . 60
Tension de claquage collecteur-émetteur | 1o _ g BD 909 VCEOsus 30 v
BD 911 100
Veg= 45V 0,5
Veg= 45V |BD 905 5
Tcase= 1500C
Veg = 60V 0,5
Veg = 60V | BD 907 5
Tcase= 150 °C
Collector-base cut- off current
Courant résiduel collecteur-base Vcg = 80V 'cBo 05 mA
VCcB = 80V |BD 909 5
Tcase= 1500C
Veg = 100V 0,5
Veg = 100V |BD 911 5
Tcase= 150°C
BD 905 1
Vce = 30V
Collector-emitter cut-off current CE BD 907 | A
Courant résiduel collecteur-émetteur VCcg = 40V | BD 909 CEO 1 m
VCE = 50V |BD 911 1
Emitter-base cut-off current VEB = 5V All types | 1 A
Courant résiduel émetteur-base Ic =0 Tous types EBO m
Ic =5A .
Collector-emitter saturation voltage I8 = 05A () types
Tension de saturation collecteur-émetteur Tous types VCEsat” v
Ic = 10A 3
Ig = 25A
Base-emitter saturation voltage Ic = 10A | Alltypes v * 25 v
Tension de saturation base-émetteur I8 = 25A | Toustypes BEsat .
Base-emitter voltage Vce= 4V All types VRe* 15 v
Tension base-émetteur Ilc = B6A Tous types BE !

* Pulsed
Impulsions

2/3

tp = 300 ps 5 <1,5%
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BD 905 - BD 907 - BD 909 - BD 911

STATIC CHARACTERISTICS

(Unless otherwise stated)

T, 25 oC
CARACTERISTIQUES STATIQUES case (Sauf indications contraires)
Test conditions inl t
Conditions de mesure min | typ | max
VCce = 4V
Ic = 05A 40 250
Static forward current transfer ratio
Valeur statique du rapport de transfert VeE = 4V All types h21e” 15 150
N Ic = 5A Tous types
direct du courant
VCce = 4V 5
Ic = 10A
Transition frequency Vce = 4V All types
Fréquence de transition lc =05A Tous types fr 3 MHz
quence de tra f o= 1MHz i
THERMAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES THERMIQUES
Junction-case thermal resistance All types . o
Résistance thermique jonction-boitier Tous types Rth(j-c) 14 C/W
* Pulsed
Impulsions o = 300 s 6 <15%
3/3
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/) THOMSON-CSF

DIVISION SEMICONDUCTEURS DISCRETS

SUPERSWITCH

ADVANCE INFORMATION

BD 906-BD 908-BD 910-BD 912

PNP SILICON TRANSISTORS
TRANSISTORS PNP SILICIUM

Comp. of BD 905, BD 907, BD909,BD 711

( N\ w
- 45V BD906
- 60V BD908
VCEO | _ gov BD910
-100V BD912
— Complementary symetry stages amplifiers ic ~15A
Et;ges amplificateurs a symétrie complémen- Ptot %0 W
taire
— General purpose transistors designed for low ga%e T0-220 AB (CB-117)
frequency switching applications oitier
Transistors & usage général adaptés pour la
commutation a basse fréquence
E
Collector is connected to case
Le collecteur est relié au boitier
J _J
(" )
ABSOLUTE RATINGS (LIMITING VALUES) T - 250c (Unless otherwise stated)
VALEURS LIMITES ABSOLUES D'UTILISATION case “(Sauf indication contraire)
BD 906 BD 908 BD910 BD912
Coliector-emitter voltage
Tension collecteur-émetteur Vceo -45 -60 -80 -100 v
Collector-base voltage
Tension collecteur-base Veeo -45 -60 -80 -100 v
Emitter-base voltage
Tension émetteur-base VEBO -5 v
Collector current
Courant collecteur lc -15 A
Base current
Courant de base 's -5 A
Power dissipation -
Dissipation de puissance Toase = 25°C Prot 0 w
Junction temperature
Température de jonction Tj - 65, +150 . °C
N J
Junction-case thermal resistance :
( Resistance thermique jonction-boitier Rth(j-c) 14 °C’a

50, rue Jean-Pierre Timbaud - B.P. 5
F - 92403 Courbevoie Cedex FRANCE
Tél. : (1) 788-50-01 Telex : 610560 F
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BD 906 - BD 908 - BD 910 - BD 912

STATIC CHARACTERISTICS

(Unless otherwise stated)

Tcase 25 °C
CARACTERISTIQUES STATIQUES (Sauf indications contraires)
Test conditions .
Conditions de mesure min | typ | max
BD 906 45
Collector-emitter breakdown voltage Ilc =-0,1A |BD 908 60
. \ N \"
Tension de claquage collecteur-émetteur g = 0 BD 910 CEOsus )
BD 912 100
Veg=-45V -0,5
veg=-45V | BD 906 5
Tease= 150 0C -
Ve =-60V 0,5
Vcg =-60V | BD 908 5
Tcase= 1500C -
Collector-base cut- off current
Courant résiduel collecteur-base Vce =-80V Iceo -0.5 mA
Ve =-80V | BD 910 5
Tcase= 1500C
Ve =-100 V -0,5
Vcg =-100V |BD 912 -5
Tease= 150 0C
8D 906 1
\ ==30V -
Collector-emitter cut-off current cE BD 908 | A
Courant résiduel collecteur-émetteur Vce =-40V | BD 910 CEO -1 m
VCE =-50V |BD 912 -1
Emitter-base cut-off current Vgg =6V All types | -1 mA
Courant résiduel émetteur-base Ic =0 Tous types EBO
Ic =-5A 1
Collector-emitter saturation voltage I8 =-05A |, types -
Tension de saturation collecteur-émetteur : Tous VCEsat” \Y%
types
ic =-10A 3
I =-25A -
Base-emitter saturation voltage Ic ==10A [ All types v . 25 v
Tension de saturation base-émetteur I8 ==25A | Tous types BEsat o
Base-emitter voltage Vcge=—-4V All types VRE® 15 v
Tension base-€émetteur ic =-5A Tous types BE -
* Pulsed B 1
Impulsions P = 300 us 8 <1.5%
2/3
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BD 906 - BD 908 - BD 910 - BD 912

STATIC CHARACTERISTICS

(Unless otherwise stated)

T, 25 oC

CARACTERISTIQUES STATIQUES case (Sauf indications contraires)

Test conditions .

Conditions de mesure min | typ | max

Vce =—4V

I =-05A 40 250
Static forward current transfer ratio
Valeur statique du rapport de transfert VCe =—4V All types h21E” 15 150

. Ic =-5A Tous types

direct du courant

VCgE =—4V 5

Ic =-10A
Transition frequency VCE =-4V All types d
Fréquence de transition lc =-05A | o ot fr 3 MHz

quence al f — 1MHz | Toustypes .
THERMAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES THERMIQUES
Junction-case thermal resistance All types
f o
Résistance thermique jonction-boitier Tous types Rth(jc) 14 c/w
* Pulsed
— 0
Impulsions P T 300 us 5 <15%
3/3
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DIVISION SEMICONDUCTEURS DISCRETS

BDV 64,A,B

PNP SILICON DARLINGTON TRANSISTOR
TRANSISTOR DARLINGTON SILICIUM PNP

Compl. of BDV 65 A-B

ADVANCE INFORMATION
a8 ( )
- 60V BDV 64
VCEO sus { - 80VBDV64A
| -100vBDV 64 B
High current power dar|iqgton ic 12A
designed for power amplification
and switching application.
) N\
Darlington fort courant adapté
pour I'amplification de puissance
et la commutation. - 7
B
Cc
E
Case
N TOP 3(CB 244)
Boitier
\ J ),
( ABSOLUTE RATINGS (LIMITING VALUES) Tcase = 25°C )
VALEURS LIMITES ABSOLUES D'UTILISATION BDVe64 |BDV64A |BDV6E4B
Collector-emitter voltage _ _ -
Tension collecteur-émetteur Vceo 60 80 100 v
Collector-base voltage _ _ _
Tension collecteur-base vVcBoO 60 80 100 \
Emitter-base voltage
Tension-émetteur base VEBO -5 v
Collector current Ic -12 A
Courant collecteur IcM -16
Base current
Courant base '8 -0.2 A
Power dissipation
Dissipation de puissance Ptot 100 w
Storage and junction temperature T" 175 oc
\_Température de jonction et de stociage TS’IQ -65 +175
—
Junction case thermal resistance Rih(i 1,5 °C/W
Résistance thermique jonction boitier th(j -C) !

60, rue Jean-Pierre Timbaud - B.P 5
F -92403 Courbevoie Cedex FRANCE
Tel.: (1) 788-50-01  Telex : 610560
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BDV 64 A-B

ELECTRICAL CHARACTERISTICS - CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES

SYMBOLS MIN. | TYP. |MAX. | UNIT TEST CONDITIONS - CONDITIONS DE MESURE
OFF CHARACTERISTICS - CARACTERISTIQUES A L’ETAT BLOQUE
- 60 BDV 64
VCEO sus* |_ gg v BDVE4A | /C=01A L=25mH
-100 BDV64B
-0,4 BDV 64 VCE = -60V Tcase =25°C
ICBO mA BDV 64 A VCE=-80V
-3 BDV 64 B VCE=-100V Tgase= 150°C
BDV 64 VCE=-30V
ICEO -1 mA BDV 64 A VCE=-40V
BDV 64 B VCE=-50V
IEBO -5 | mA VEB=-5V

ON CHARACTERISTICS - CARACTERISTIQUES A L’ETAT CONDUCTEUR

VCE sat* -2 v Ic=-5A IB=-0,02A
VE 1.5 v IF=5A
DYNAMIC CHARACTERISTICS - CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES

fr 80

kHz

f=10kHz

200

C22b

pF

f=1MHz veg=-10V

On resistive load - Sur charge résistive

SWITCHING CHARACTERISTICS - CARACTERISTIQUES DE COMMUTATION

ton 1

toff

25 |

us

vcec=16V
Ic=5A
IB1=-lg2=0,02A

* Pulses

2/2

Unless otherwise stated
imputsions 30018 2<2% g fingications contraires

Tcase=25°C

VCE=-3V Ic=-5A




/) THOMSON-CSF BDVG65A,B
DIVISION SEMICONDUCTEURS DISCRETS
NPN SILICON DARLINGTON TRANSISTOR

TRANSISTOR DARLINGTON SILICIUM NPN
Compl. of BDV 64 A-B

ADVANCE INFORMATION
e w 4 )
60V BDV 65
VCEO sus 80VBDVG65A
100V BDV 658B
High current power darlington Ic 12A
designed for power amplification
and switching application.
\— J
Darlington fort courant adapté
pour I'amplification de puissance
et la commutation. T ﬂ
B
(o
E
Case
J Boitier TOP 3 (CB 244)
- g Y,
(ABSOLUTE RATINGS (LIMITING VALUES) Tcase=25°C \
VALEURS LIMITES ABSOLUES D’UTILISATION BDV65 |BDV65A BDV65B
Collector-emitter voltage
Tension collecteur-émetteur VCEO 60 80 100 v
Collector-base voltage
Tension collecteur-base vcso 80 100 120 v
Emitter-base voltage
Tension-émetteur base VEBO 5 v
Collector current Ic 12 A
Courant collecteur Icm 16
Base current
Courant base B 0.2 A
Power dissipation
Dissipation de puissance PtOt 100 w
Storage and junction temperature Tj 175 oc
\  Température de jonction et de stockage Tstg -65 +175 J
' Junction case thermal resistance .
Reésistance thermique jonction boitier Rth("c) 1.5 OCIW)

50, rue Jean-Pierre Timbaud - B.P 5 Janvier 1981 1/2

F - 92403 Courbevoie Cedex FRANCE OMSON-CSF
Tel. : (1) 788-50-01  Telex : 610560 '0‘ @AINNS
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- BDV65A,B

ELECTRICAL CHARACTERISTICS - CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES

SYMBOLS MIN. | TYP. |MAX. | UNIT TEST CONDITIONS - CONDITIONS DE MESURE
OFF CHARACTERISTICS - CARACTERISTIQUES A L’ETAT BLOQUE
60 BDV 65
VCEO sus* 80 v BDVesA | /IC=O0.1A L=25mH
100 BDV65B
BDV 65 Vce—30V
ICEO 1 mA BDV 65 A VCE=40V Ig=0
BDV65B VCE=50V
04 BDV 65 Tcase=25°C VCg=40V
IcBO mA BDV65A —— VCg=50V
3 BDV65B | Tcase=150°C VCE=60V
IEBO 5 mA VEB=5V Ic=0

ON CHARACTERISTICS - CARACTERISTIQUES A L’'ETAT CONDUCTEUR

VCE sat* 2 \" VCE=3V Ic=5A f=10kHz
VE 1.5 \ vcg=10V f=1MHz
DYNAMIC CHARACTERISTICS - CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES
fc . 50 kHz f=10KHz VCE=3V Ic=5A
C22b 200 pF f=1MHz vceg=10V

SWITCHING CHARACTERISTICS - CARACTERISTIQUES DE COMMUTATION

On resistive load - Sur charge résistive

ton 1

toff 25

us

Vcc=16V |
Ic=5A
IB1=-IB2=0,02A

* Pulses

Impulsions lp=300ps 2<2%

2/2

Unless otherwise stated
Sauf indications contraires

Tcase =25°C
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7\ THOMSON-CSF

DIVISION SEMICONDUCTEURS DISCRETS

BDV 66,A,B

‘PNP SILICON DARLINGTON TRANSISTOR
TRANSISTOR DARLINGTON SILICIUM PNP

.Compl. of BDV 67 A-B

ADVANCE INFORMATION
- N )
- 60V BDV 66
VCEO sus - 80VBDVG66A
-100VBDV 66 B
High current power darlington Ic - 16A
designed for power amplification
and switching application.
) - J
Darlington fort courant adapté
pour I'amplification de puissance
et la commutation. a 1
B
c
E
Case
J Boitier TOP 3(CB 244)
N _J
rABSOLUTE RATINGS (LIMITING VALUES) Tcase = 25°C
VALEURS LIMITES ABSOLUES D’UTILISATION BDV66 [BDV66A |BDV66B
Collector-emitter voltage _ _ _
Tension collecteur-emetteur VCEO 60 80 100 v
Collector-base voltage _ _ _
Tension collecteur-base VCBO 60 80 100 v
Emitter-base voltage
Tension-émetteur base VEBO -5 v
Collector current Ic -16 A
Courant collecteur IcM -20
Base current
Courant base '8 -0.25 A
Power dissipation
Dissipation de puissance Ptot 125 w
Storage and junction temperature Tj 175 oC
\_Temperalure de jonction et de stockage Tstg -65 +175 )
' Junction case thermal resistance . '
Resistance thermique jonction boitier Rth(]'c) 1.2 cIw
50,5\21e J;an-Pierre Timbaud -B.P 5 Janvier 1981 1/2
F - 92403 Courbevoie Ced FRANCE
Tel. : (1) 788':]5r0—0v1 ‘ Telg::610560 "‘ %
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BDV 66,A,B

ELECTRICAL CHARACTERISTICS - CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES

T
SYMBOLS MIN. | TYP. —(MAX. ' UNIT TEST CONDITIONS - CONDITIONS DE MESURE
OFF CHARACTERISTICS - CARACTERISTIQUES A L'ETAT BLOQUE
\ t
'~ 60 ' BDV 66
VCEO sus* - 80 \" BDV 66 A Ic=-0,1A L=25mH
-100| BDV 66 B
BDV 66 VCE=-30V Ig=0
ICEO -3 mA BDV 66 A VCE=-40V Ig=0
\ | BDV66B | VCE=-50V  IB=0
| |
| -1 BDV 66 | Tcase=25°C VcB=-40V
IcBO i —— mA BDV 66 A veg=-50V
-6 BDV66B | Tcase= 150°CVcg = -60V
IEBO -5 mA VEB=-5V Ic=0

E

ON CHARACTERISTICS - CARACTERISTIQUES A L’'ETAT CONDUCTEUR

F VCE sat*

|
|

-2

v

Ic=-10A  Ig=-0,04A

DYNAMIC CHARACTERISTI

CS - CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES

—
fc

T

l

0,06

{
\
|
1

MHz

Ic=-5A f=1kHz

i
1
|
i C22b

300

|

pF

\
|
\
i

f=1MHz

SWITCHING CHARACTERISTICS - CARACTERISTIQUES DE COMMUTATION

On resistive load - Sur charge resistive

!
[
‘ ton

S

|

1

toff

R —

|
|
|
|
|

3,5

I
|
|

[Vcc=12V
L Ilc=10A
,IB1=-IB2=0,04A

* Pulses
Impulsions

2/2

tp = 300 s 2<2%

Unless otherwise stated T
Sauf indications contraires case

240
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/) THOMSON-CSF

DIVISION SEMICONDUCTEURS DISCRETS

ADVANCE INFORMATION

BDV 67,A,B

NPN SILICON DARLINGTON TRANSISTOR
TRANSISTOR DARLINGTON SILICIUM NPN

-

Compl. of BDV 66 A-B

‘ R
60V BDV67

VCEO sus 80V BDV67A
100V BDVé67B

High current power darlington
designed for power amplification
and switching application.

Darlington fort courant adapté
pour I'amplification de puissance

Ic 16A

-

et la commutation.

J ngfer TOP 3 (CB 244)
- L J
(ABSOLUTE RATINGS (LIMITING VALUES) Tcase = 25°C
VALEURS LIMITES ABSOLUES D'UTILISATION BDV.67 |BDV67A |BDV67B
Collector-emitter voltage ) A
Tension collecteur-émetteur VCEO 60 80 100 v
Collector-base voltage .
Tension collecteur-base veso 60 80 100 v
Emiiter-base voltage
Tension-émetteur base VEBO 5 v
Collector current Ic 16 A
Courant collecteur Icm 20
Base current
Courant base 's 0.25 A
Power dissipation
Dissipation de puissance PtOt 125 w
Storage and junction temperature Tj 175 oC
\ Temperature de jonction et de stockage Tstg -55 +175
Junction case thermal resistance . '
Resistance thermique jonction boitier Rth(]—c) 1.2 CIW

50, rue Jean-Pierre Timbaud -BP 5

F - 92403 Courbevoie Cedex FRANCE

Tel. : (1) 788-50-01  Telex : 610560
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BDV 67,A,B

ELECTRICAL CHARACTERISTICS - CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES

SYMBOLS MIN. | TYP. | MAX UNIT

TEST CONDITIONS - CONDITIONS DE MESURE 1

OFF CHARACTERISTICS - CARACTERISTIQUES A

L’ETAT BLOQUE

60 BDV 67
VCEO 80 \ BDV 67 A Ic=0,1A L=25mH
100 BDV 67 B
BDV 67 VCE=30V IB=0
ICEO 3 mA BDV 67 A VCE=40V
BDV 67 B VCE=50V IB=0
1 BDV 67 Tcase= 25°C Vcp=40V
IcBO mA BDV67A Ve =50V
6 BDV67B | Tcase=150°C VcB =60V
IEBO 5 mA VEB=5V Ic=0

ON CHARACTERISTICS - CARACTERISTIQUES A L'ETAT CONDUCTEUR

VCE sat* 2 \Y

Ic=10A IB=0,04 A

DYNAMIC CHARACTERISTICS - CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES

fc 0,05 MHz

VCE=3V Ic=5A f=1kHz

C22b 300 pF

veg=10V

f=1MHz

SWITCHING CHARACTERISTICS - CARACTERISTIQUES DE COMMUTATION

On resistive load - Sur charge résistive

ton 1 Vee=12V
us Ic=10A
toff 35 IB1=-IB2=004A
* Pulses Unless otherwise stated

impulsions P~ 300us »<2%

2/2

Sauf indications contraires
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7 THOMSON-CSF

DIVISION SEMICONDUCTEURS DISCRETS

BDX 14

PNP SILICON TRANSISTOR EPITAXIAL BASE
TRANSISTOR PNP SILICIUM, BASE EPITAXIEE

Compl. of 2N 3054

( ) ( )
LF large signal power amplification VCEO -55V
Amplification BF grands signaux de puissance ic —4A
Medium current switching Ptot 29W
Commutation courant moyen Rth(j-c) 60C/W max

h21g (0,5 A) 25 -100
fr 4 MHz min
Dissipation derating
Variation de dissipation k J
100 %
) (
Case
|
75—\ oy TO6(CB72)
AN
|
50 | ™
| \
|
25 t N
|
ol_l
50 100 150 Tcasel®C)
— J Y,
K ABSOLUTE RATINGS (LIMITING VALUES)
VALEURS LIMITES ABSOLUES D'UTILISATION
Collector-base voltage
V, -
Tension b. CBO %0 v
Collector-emitter voltage
Tension collecteur-émetteur Vceo -85 v
Collector-emitter voltage _ _
Tension collecteur-émetteur Re =100 &2 VCER 60 v
Collector-emitter voltage
Tension collecteur-émetteur Vee =+15V Veex -9 v
Emitter-base voltage
Tension émetteur-base VEBO =7 v
Collector current \ —a A
Courant collecteur Cc
Base current | _2
Courant base B
Power dissipation o
| __Dissipation de puissance Tease 25 °C Prot 2 w
Storage and junction temperature max tj 200 oc
Température de jonction et de stockage Tstg — 65 + 200
)
Junction-case thermal resistance Ryh(i
thermique j boitier max thij-c) 6 oc/wW
— J

50, rue Jean-Pierre Timbaud - B.P.5
F-92403 Courbevoie Cedex FRANCE
Tél : (1) 788-50-01 Telex : 610560
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BDX 14

STATIC CHARACTERISTICS

( Unless otherwose stated )

Tease 25 °C
CARACTERISTIQUES STATIQUES ( Sauf indications contraires )
Test conditions in | ¢
Conditions de mesure mi Yp| max
VCe = —90V -
Coliector-emitter cut-off current VBE = +15V \ A
Courant résiduel collecteur-émetteur VCE = -30V CEX m
VB = +15V -5
Tcase= 150 OC
Collector-emitter breakdown voltage Ic = —100mA v « | _s5 v
Tension de claquage collecteur-émetteur B =0 CEOsus
Collector-emitter breakdown voltage Ic = —100mA *
Tension de claquage collecteur-émetteur RgE = 100 Q VCERsus —60 v
Emitter-base breakdown voltage lg = —-1mA .
Tension de claguage émetteur-base Ic =0 V(BRIEBO -7 v
Static forward current transfer ratio VOE = —4V
Valeur statique du rapport de transfert CE = h21g” 25 100
) Ic = -05A
direct du courant
Collector-emitter saturation voltage Ic = -05A v . -1 v
Tension de saturation collecteur-émetteur I8 = —005A CEsat
Base-emitter voltage VCe = -4V .
Tension base-émetteur Ic =-05A VBE 17 v
DYNAMIC CHARACTERISTICS ( for small signals ) .
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES ( pour petits signaux )
. VCge = —10V
Friquence ds ansiion lc = —024 T 4 MHz
a f = 1MHz
»
Pulsed 300 us b6 < 2%

Impulsions tp =

2/6
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BDX 14

SAFE OPERATING AREA
Aire de fonctionnement de sécurité

Ic
(A)
5
500 us
NN\ AY
NSO Y 7
\\ \\\\ 2 3\[’_6
\\ N @\00 'b‘,.\\
N, X Q\% ' N
2 ‘\.r\(w\
N |
NEARA
RN
NN,
\\ N
N
1 P
AN
N
05 _:me=25°c
C
I Continu
| Single puised -
Mono impulsions .
0,2
0.1
1 2 5 10 20 50 VeeV)

3/6
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BDX 14

TYPICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES TYPIQUES

COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR-
EMITTER VOLTAGE
Courant collecteur en fonction de la tension

[}
-C .
(A) collecteur-émetteur
mi B s
} - mi ___-—-_
80 mA
_____..-—-‘—""
=1 mA
12 /e 70 | et
’ — m —
(/ 50 mA
r—#“' mA
08 fa b
i) annkE
a[: mAi
0.4
‘ = A
/ |E =10 m.

0 1 2 3 4 —VegW!
STATIC FORWARD CURRENT TRANSFER
RATIO VERSUS COLLECTOR CURRENT
Valeur statique du rapport de transfert direct du

h en fc ion du e
21E . —
Veg=—-4V
120
\ &
100 3
\R
<
% \
-
Q.
%,
60 %\
s \
NN
40 \\
20 \&
\\
N
0 2 468 2 468 2 46
102 107! 10° —leA

4/6
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0 20 40 60

COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR-
EMITTER VOLTAGE

Courant collecteur en fonction de la tension
collecteur-émetteur

/

IB =05mA /

80 _vge )

COLLECTOR EMITTER VOLTAGE VERSUS
BASE-EMITTER RESISTANCE

Tension en de la
. résistance base-émetteur
~Vee e
(V) tease = 25°C
65
-
-
60
\\k
N
N
55 : s
0
50
2 5 .2 6 ,2 5 2 5 ,2
1097 10'T 1027 1087 0% —Reel®



‘BDX 14

TYPICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES TYPIQUES

BASE CURRENT VERSUS BASE-EMITTER COLLECTOR CURRENT VERSUS BASE
VOLTAGE EMITTER VOLTAGE
Courant base en fonction de la tension base- Courant collecteur en fonction de la tension
1 B émetteur -l c base-émetteur
y H A =
mAlL v ="av !e\, V4 // (A) Veg =4V
6 ,‘ V.4 6
‘ IS * -
& / a , /
2 s 2
/ o
2 / / 10°
10% / 8
s y/ 4 6
4 4
2 / 2
1 Y, [ -1
10 v 10 s
s 71 M
/ a
2 2
10° 102
0 0,5 1 15 2 ~VgE (v) 0 05 1 15 2 ~Vgg (V)
COLLECTOR-EMITTER SATURATION VOLTAGE BASE-EMITTER SATURATION VOLTAGE
VERSUS COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR CURRENT
--VcE Tension de it e en -V Tension de saturation base-émetteur en
sat ¢ ion du BEsat ¢, ion du + colle
v) — v)
1 [}
I_c= 10 / I—c- =10
s
2,418
1,6

2 [\
0,8 / 1,2 4

O 225°°
\o“? / 0,38 s i

4 c
Y E w'/k C
0,4 #“/ L—1 4\000

L) ¢ 04

\\
%

2 468 2 GG_IC(A)
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'BDX 14

TYPICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES TYPIQUES

6/6

TRANSITION FREQUENCY VERSUS

NT

COLLECTOR CURRE!
Fi de itie

en f du
P courant collecteur
T
(MHz) Veg =10V
f=1MHz
—
6
~
NN
4
2
0
2 4 6 8
107! c

10"

OUTPUT CAPACITANCE VERSUS

COLLECTOR-BASE VOLTAGE

Capacité de sortie en fonction de la

tension collecteur-base

C220 ;
(pF) tease = 25°C

8 \ f=1MHz

6 \\

4

N

2

10"
10‘ 2 4 6 8102 2 _VCB‘V)

TRANSIENT THERMAL RESISTANCE DERATING
FACTOR UNDER PULSES CONDITIONS

Facteur de réd
régime d‘impulsions

de la rési: que en

K

b Z

051

NOR

2

e
A\

7
/

/

A5

\

2,

NN\

/

104

5 2 5

103

10

248
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/> THOMSON-CSF

DIVISION SEMICONDUCTEURS DISCRETS

BDX 16

PNP SILICON TRANSISTOR, EPITAXIAL BASE
TRANSISTOR SILICIUM PNP, BASE EPITAXIEE

( )

LF large signal power amplification
Amplification BF grands signaux de puissance

Dissipation derating
Variation de dissipation

Compl. of 2N 3441

( )
Vceo —-140V
Ic -3A
Piot 25W
Rth(j-c) 70C/W  max
h21g (0,5 A) 20 - 80
T 0,8 MHz  min
J

100 %
! ( Case 1066 (CB72) )
75 | \ Boitier
I \
|
50 | N
i N\
. N\
25 t
|
0 |
50 100 150 TcaselOC) J
\— - _J

f ABSOLUTE RATINGS (LIMITING VALUES)
VALEURS LIMITES ABSOLUES D'UTILISATION

Collector-base voltage

Tension collecteur-base Vcso - 160 v

Collector-emitter voltage

Tension collecteur-émetteur Vceo —140 v

Collector-emitter voltage

Tension Rge =100 VCER — 150 A\

Collector-emitter voltage

Tension collecteur-émetteur VBe=15V VeEx — 160 v

Emitter-base voltage

Tension émetteur-base Veso -7 v

Collector current Ic -3 A

Courant collecteur tp = 1s Icm -4

Base current . \ 2

Courant base B -

Power dissipation o

Dissipation de puissance Tease 25 °C Ptot 25 w
[ “Storage and junction temperature max tj 200 oc

Température de jonction et de stockage Tstg — 65 +200

Junction-case thermal resistance
Rési thermique jonction boitier max Rth(j-c) 7 oc/w

50, rue Jean-Pierre Timbaud - B.P.5
F-92403 Courbevoie Cedex FRANCE
Tél : (1) 788-50-01 Telex : 610560
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BDX 16

STATIC CHARACTERISTICS

( Unless otherwise stated )

Tease 25 °C
CARACTERISTIQUES STATIQUES ( Sauf indications contraires )
Test conditions in |t
Conditions de mesure min | typ | max
VCg = — 140V -1
Collector-emitter cut-off current VBE = 15V | A
Courant résiduel collecteur-émetteur VCe = —140V CEX m
VBE = 15V -5
Tcase = 150 0C
Emitter-base cut-off current VEB = -7V \ 1 A
Courant résiduel émetteur-base Ic =0 EBO - m
Collector-emitter breakdown voltage Ic = —100mA *
Tension de claquage collecteur-émetteur g =0 V{BRICEO —140 v
Collector-emitter breakdown voltage Ic = —100mA v * 150 v
Tension de claquage collecteur-émetteur RBe = 100 2 (BRICER |~
Collector-emitter breakdown voltage Ic = —100mA .
Tension de claquage collecteur-émetteur VBE =15V V(BRICEX" |—160 v
Static forward current transfer ratio v, - _av
Valeur statique du rapport de transfert CE = h21g* 20 80
. Ic =-05A
direct du courant
Collector-emitter saturation voltage Ic =-05A v 1 v
Tension de saturation collecteur-émetteur IB = -005A CEsat -
Base-emitter voltage VCe = -4V
Tension base-émetteur Ic =-05A VBE -7 v
DYNAMIC CHARACTERISTICS ( for small signals )
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES ( pour petits signaux )
L. VCE = - 10V
e . " of | e
a f = 1MHz
* Pulsed
Impulsions tp = 300 us 6 < 2%

2/6
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SAFE OPERATING AREA

BDX 16

AIRE DE SECURITE
Ic
(A),
6 -
5
4
3
2
101
8
7
6
s 7
4 N SN\ AN <o
a NN N A %%sp‘\&,
N )
N TN SMINGNY
. N BN N
N
RO AN ! NN
) 5 \% \\\
M\ N \\|
100 NN .
AN v
8 AN N 1
7 NN\ Y
¢ 3 N N T
s N
NN\
2 NN
AN
2 N
101
8
7
6
5
41" Tcase 259C
b DC operation
Régime continu
21— __ __ __ _ Single pulsed
Mono impulsi
1o 2 3 4 5 678 2 3 4 5 678 3 4 5 67
100 101 102

251

Vce (V)
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BDX 16

TYPICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES TYPIQUES

COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR-
EMITTER VOLTAGE

Courant collecteur en fonction de la tension
collecteur-émetteur

(A) I —
T

—
-
—

08 40 mA

30 mA

RN

g1

qms

| —

0,6

L
L —

1

—

0,4

—1 0 mA

0,2 1 |

3 4 VCE )

COLLECTOR EMITTER VOLTAGE VERSUS
BASE-EMITTER RESISTANCE (minimum value)

Tension la
résistance base-émetteur (valeur minimum)
CE

V) t

case

150

146 \
\

142

140

138
2 468 2 4 2

68 a
101 102 103 RBE (2)
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COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR-
EMITTER VOLTAGE
Courant collecteur en fonction de la tension

'c collecteur-émetteur
(mA) 4 4
Ve
160 / / /vég.@v / ,/
Nl avap
& y v
120 / / o? % /|
VA%
AP ZS
80 ///// °
7 7
y '/ // /16_
/0'
') o
|4+
7
0
0 20 40 60 80 Vg (V)

STATIC FORWARD CURRENT TRANSFER
RATIO VERSUS COLLECTOR CURRENT
Valeur statique du rapport de transfert direct du

h2 e courant en fonction du courant collecteur
1
Veg =—4V
120 3
\"?§+
z N
100 —‘&sﬁ \\
1
80 // 7%’ © \\N
e \\
60 \\
40 k
N
20
R RIS NN



TYPICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES TYPIQUES

BASE CURRENT VERSUS BASE-EMITTER
VOLTAGE
Courant base en fonction de la tension base-

lg émetteur
(mA)
8 Vg =-4V
6
4 A
. /
2 Y/
102, 17
6
a /%
u e
gf\[
2 & g
i
1
10 8 T
& ]
. [
L
10° / I
0 0,4 0,8 1,2 1.6 Vge(V)
COLLECTOR-EMITTER SATURATION VOLTAGE
VERSUS COLLECTOR CURRENT
Tension de saturation collecteur-émetteur en
v f du courant
CEsat —
A
W e —10
's
4
3
2
&
1 & +1+H
n
— 125°C v $
o tease = ' L1 /J?
2 4 68 2 4 68 2 4 6
102 ! 10° Ic (&)

BDX 16

COLLECTOR CURRENT VERSUS BASE-
EMITTER VOLTAGE

Courant collecteur en fonction de la tension
base-émetteur

J
(A vV, =-4V
6 CE
a
/7
2 /
10° /
8 K 2 A
6 X\ '/
4 ”
i
. / .,
0
-1 &
107, ymw ]
6 1 8
. [ |].3
2
102 '
0 0,4 08 1,2 16 Vge V)
BASE-EMITTER SATURATION VOLTAGE
VERSUS COLLECTOR CURRENT
Tension de saturation base-émetteur en
v fonction du courant collecteur
(BE)sat
v
'L: 10
's
24
2
1,6
1,2
$'15°C A /
0,8 tase ]
——,
B - \?_g_,oc
04 tcas®
0 I

(A)

2 4 68 2 4 68 2 4 6
_ 1
! 10° c

102 10
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BDX 16

TYPICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES TYPIQUES

OUTPUT CAPACITANCE VERSUS

TRANSITION FREQUENCY VERSUS

COLLECTOR-BASE VOLTAGE COLLECTOR CURRENT
Capacité de sortie en fonction de la Fi ition en f du
tension collecteur-base courant collccnur
Caz — ft
(pF) tease = 25°C (MHz) Veg=—-10V
case
8 § =1 MHz—] f =1MHz
toase = 25°C
3
s
2,5
\\ 2
N\
N
1.5
1
0,5
2 a 6 8 R 2
10’ VegV) 107! 4 ¢ Bcm
TRANSIENT THERMAL RESISTANCE DERATING
FACTOR UNDER PULSES CONDITIONS
Facteur de réduction de Ia ré: que en
K régime d’impulsions N
1 1]
] ILJ » /
5 Los AL AL
6 = ///
540‘ 1/
4 i d
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7 THOMSON-CSF

DIVISION SEMICONDUCTEURS DISCRETS

BDX18-BDX 18N

PNP SILICON TRANSISTORS, EPITAXIAL BASE
TRANSISTORS PNP SILICIUM, BASE EPITAXIEE

Compl. of 2N 3055

Amplification BF grands signaux

High current switching
Commutation fort courant

Dissipation derating
Variation de dissipation

LF large signal power amplification

de puissance

N\ )
VCEO —-60V
ic —-15A
Ptot 1M7W
Rth(jc) 1,690C/W max
h21E (4 A) 20-70
fr 4 MHz min
N\ /

100 % \
I ( G ro3(ca19)
750 N\ Boitier
[ \
50 : N
| \\
26—+ oY
|
[o] | E
50 100 150 Tcaee(OC) B J
( ABSOLUTE RATINGS (LIMITING VALUES) )
VALEURS LIMITES ABSOLUES D'UTILISATION
BDX 18 BDX 18N
Collector-base voltage
Tension collecteur-base Vceo —100 -7 v
Collector-emitter voltage
Tension collecteur-émetteur Vceo - 60 ~ €0 v
Collector-emitter voltage
Tension collecteur-émetteur RBE =100 2 VCER - 70 —65 v
Collector-emitter voltage
Tension collecteur-émetteur Vee=+15V VeEx —9 ~10 v
Emitter-base voltage
Tension émetteur-base VEBO -7 =7 v
Collector current
Courant collecteur Ic -15 =15 A
Base current
Courant base 's -7 =7 A
Power dissipation o
Dissipation de puissance Tcase 25 °C Ptot 17 117 w
Storage and junction temperature max 1 200 200 oc
cmpéramre de jonction et de stockage Tstg — 65 +200 — 65 +200
—
Junction-case thermal resistance X
Temp thermique jonction boitier ™ Rthijc) 15 15 oc/w
N

50, rue Jean-Pierre Timbaud - B.P.5
F-92403 Courbevoie Cedex FRANCE
Tél : (1) 788-50-01 Telex : 610560
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7)) THOMSON-CSF
COMPOSANTS
255



BDX 18,BDX 18 N

STATIC CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES STATIQUES

tease = 25°C

(Unless otherwise stated)
(Sauf indications contraires)

Test conditions

Min. Typ. Max.

Conditions de mesure
Vap =-90V
CE
Vpg = +15V BDX 18 -5 mA
Veg=-60V
Vgg=+15V BDX 18 -10 mA
tease = 150°C
Collector-emitter cut-off current |
Courant résiduel collecteur-émetteur CEX
Vee =70V BDX 18N
Vge=+15V -5 mA
Veg=-60V
VBE=+1,5V BDX 18N -10 mA
tease = 190°C
Emitter-base cut-off current VEB =-7V |
Courant résiduel émetteur-base Ic =0 EBO -5 mA
lc =200mA
\ - BDX 18 -60 \Y
Collector-emitter breakdown voltage B V. *
Tension de claquage collecteur-émetteur CEO(sus)
lc =200mA
_ BDX 18 N| —-60 \
lg =0
lc = -200mA BDX 18 70
Rge = 100 Q2 - v
Collector-emitter breakdown voltage v *
Tension de claquage collecteurémetteur CER(sus)
lc = —200mA BDX 18 N| —65
Rgg = 100 2 - v
| =—100 mA
c BDX 1 -
Vgg=+15V 8 90 \
Collector-emitter breakdown voltage Vv *
Tension de claquage collecteur-émetteur CEX(sus)
lc = —100 mA
VBE=+1'5V BDX 18 N| —70 \Y
Static forward current transfer ratio Veg=-4V *
Valeur statique du rapport de transfert | C —_4A h21 E 20 ‘70
direct du courant c -
Collector-emitter saturation voltage 'c =-4A v * _11 v
Tension de saturation collecteur-émetteur IB = -04A CEsat .
Base-emitter voltage VCE =-4V *
Tension base-émetteur o =-4A Vee -1.8 \

* Pulsed

Impulsions

2/7

tp=300us 5§ <2%
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DYNAMIC CHARACTERISTICS (for small signals)

BDX 18, BDX 18 N

t = 25°C (Unless otherwise stated)
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES (pour petits signaux) case (Sauf indications contraires)
Test conditions ;
Conditions de mesure Min. Typ. Max.
VCE =-10V
Transition frequency | —_1A f
Fréquence de transition c, < T 4 MHz
f = 1MHz
3/7
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BDX 18-BDX 18N

SAFE OPERATING AREA
AIRE DE SECURITE

Ic
(A),
6
5
4
3
2
30 us
N [y, N .
N RO
1 N IADNE
10 AN S e
7NN
8 ON—TN
7 ,').r“
6
. N\
4
\
3 i
2
\ i
X 1
\
100 14
8
7
6
5
. \
. \
2
10-1
8
7
6 -
st Tcase 25°C
ot DC operation
I Régime continu
3f __ _ __ _ Pulsed operation
Régime impulsionnel
’ |
10-2 \
100 2 3 4 5678 401 2 3 4 5678 102 2 3 4 567
VCE (V)
4/7
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TYPICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES TYPIQUES

COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR-
EMITTER VOLTAGE
Courant collecteur en fonction de la tension
collecteur-émetteur

c
(A)
/— 500 mA
et
/ L—"T400 mA
8
—T300 mA
6 / 200 mA:
4 P —ig = 100 mA
2
tease = 25°C
0
0 1 2 3 4 Ve

—VCE

(V)

70

65

60

55

2 5
106 101% °10f

COLLECTOR EMITTER VOLTAGE VERSUS
BASE-EMITTER RESISTANCE

Tension collecteur-émetteur en fonction de la
résistance base-émetteur

)

Tcase 25 °C

BDX 18 N

O,
%
@

‘\\

®103° %104° RBE(Q)

BDX 18, BDX 18 N

COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR-
EMITTER VOLTAGE

Courant collecteur en fonction de la tension
collecteur-émetteur

c
(mA) / toms = 25°C
160 7 }
120
4
S (
3
80 =
Pl
a0 P
e
0

0 20 40 60 B0 -vge(W)

STATIC FORWARD CURRENT TRANSFER

RATIO VERSUS COLLECTOR CURRENT

Valeur statique du rapport de transfert direct du
en f ion du e :

' A I
PEANJIEEE

150 7z N\
I

ha1e

50 \

p

2 4 68 o 2 68
10 S1gta)
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BDX 18, BDX 18 N

TYPICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES TYPIQUES

BASE CURRENT VERSUS BASE-EMITTER
VOLTAGE

Courant base en fonction de la tension base-
émetteur

mA) [—v e = —av

A
~

0 05 1 15 2 25 3 —vgv)

COLLECTOR-EMITTER SATURATION VOLTAGE
VERSUS COLLECTOR CURRENT
Tension de saturation collecteur-émetteur en

du courant colle
~VCE sat T
) e
Jo=10
B
3
2 /
1 O /
& /
v oC
2. ° |
% //f\, B
&
f¥
0 = |
2 468 2 4 68 2 4
102 o! 100 —IC(A)
6/7
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COLLECTOR CURRENT VERSUS BASE
EMITTER VOLTAGE

Courant collecteur en fonction de la tension
base-émetteur

il Ve

0 05 1 15 2 25 3 -vgev)

BASE-EMITTER SATURATION VOLTAGE
VERSUS COLLECTOR CURRENT

Tension de saturation base-émetteur en

f i llecte:

du
~VBE sat T
) Ic
T—=10
B
3
2
4
1 A
»
e =25C //"://
1T 1
= 100°C
tease
o LT[ ]
2 4 68 2 4 68 4
102 10" 10° it



TYPICAL CHARACTERISTlCS
CARACTERISTIQUES TYPIQUES

OUTPUT CAPACITANCE VERSUS
COLLECTOR-BASE VOLTAGE
Capacité de sortie en fonction de la
tension collecteur-base

Cazp T 171
(pF) tease = 25°C
8 f =1MHz 7|
6
° N
2
102 2 4 6 8 2 4 6 8
10° 10 -v,

)

261

BDX 18, BDX 18 N

TRANSIENT THERMAL RESISTANCE DERATING
FACTOR UNDER PULSES CONDITIONS

Facteur de réduction de la résistance thermique en
régime d’impulsions

il Py
8 7 -
N L
o //;/r

SN
.
>
il
s

N
P~
N
=2
]
x
o

£

107! L1
2 5 2 5
10%° 104" 103 102

xp(sec)
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/) THOMSON-CSF

DIVISION SEMICONDUCTEURS DISCRETS

BDX 20

PNP SILICON TRANSISTOR, EPITAXIAL BASE
TRANSISTOR PNP SILICIUM, BASE EPITAXIEE

Compl. of 2 N 3442

LF large siganl power amplification

High currrent fast switching
Commutation rapide fort courant

Dissipation and Ig/g derating
Variation de dissipation et de 1S/g

100 %

h
|

75 L \
| \4
| 0,

50 N
] K
|

25 }
|'

0 1

L 50 100 150 Tcase(OC)

Amplification BF grands signaux de puissance

N 4 \W
VCEO —140V

Ic -10A
Ptot 1M7W
Rth(j-c) 150C/W  max
h21g (3 A) 20-70
fr 08MHz min

— J

Case
TO3 (CB19)

Boitier

(ABSOLUTE RATINGS (LIMITING VALUES)

VALEURS LIMITES ABSOLUES D'UTILISATION

Collector-base voltage
Tension collecteur-base VcBo — 160 v
Collector-emitter voltage
Tension collecteur-émetteur Vceo — 140 \
Collector-emitter voltage
Tension collecteur-émetteur VBe=15V Veex — 160 v
Emitter-base voltage v B v
Tension émetteur-base EBO -
Collector current , o
Courant collecteur [ -1 A
Base current , ;
Courant base B - A
Power dissipation
o
Dissipation de puissance Tcase 25 °C Piot 117 w
Storage and junction temperature max tj 200 oc
C P € de ji ion et de K Tstg _ 65 + 200
Junction-case thermal resistance
thermique jonction-boiti max Rthj-c) 15 oc/w

50, rue Jean-Pierre Timbaud - B.P.5
F-92403 Courbevoie Cedex FRANCE
Tél : (1) 788-50-01 Telex : 610560
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BDX 20

STATIC CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES STATIQUES

Tcase 25 °C

( Unless otherwise stated )

( Sauf indications contraires )

Test conditions

Conditions de mesure min | typ | max
Collector-base cut-off current Veg = — 140V | 1 A
Courant résiduel collecteur-base I =0 c8o - m
VCE= - 140V 1
Collector-emitter cut-off current VBE = 15V | A
Courant résiduel collecteur-£émetteur VCe = —140V CEX m
VBE= 15V —-10
Tcase= 150 0C
Emitter-base cut-off current VEg = -7V \ 5 A
Courant résiduel émetteur-base Ic =0 EBO - m
Collector-emitter breakdown voltage Ic = —200mA .
Tension de claquage collecteur-émetteur g =0 VCEOsus™ [~140 v
Collector-emitter breakdown voltage Ic = —100mA v + |_160 v
Tension de claquage collecteur-émetteur VBE= +15V CEXsus
VCE= -4V
Static forward current transfer ratio | CCE = _3A 20 70
Valeur statique du rapport de transfert — h21e”
direct du courant Veg = -4V 10
Ic = —10A
Ic = -3A 1
Collector-emitter saturation voltage B = -03A v . v
Tension de saturation collecteur-€émetteur Ic = —-10A CEsat
g = —2A -5
VCE= -4V 17
Base-emitter voltage Ic = -3A . !
. VBE Vv
Tension base-émetteur VCE= -4V
Ic = —10A -5.7
DYNAMIC CHARACTERISTICS ( for small signals )
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES ( pour petits signaux )
- VCE= —10V
Transition frequenc.y. ic = —1A fr 4 MHz
Fréquence de transition P — 1MHz

* Pulsed
Impulsions

2/6

tp = 300 ps § < 2%



BDX 20

SAFE OPERATING AREA
AIRE DE SECURITE

Ic
(A),
6
5
4
’ N
2
5 us
N\, ~ v
RN SN A |
1 2> D <5 N o:\.l
10 N LN
\\ N —\{0 ~ I
70N, M
: N N 2N ~
e AN \ NN -
5 AN \ h 1
)
\ I
4 . \
\ AR
° A \ Y
N N oo
: \ A
A\ ) \,
\ |
\M (]
100 M ;
? \ Y t
N ]
5 b
\ |
a \ l
’ Y
2
10-1
81 Tease 25°C
& DC operation
s Régime continu
af _ _ _ _ Single pulsed
3t Mono impulsion
2
10-2 2 3 4 56178 2 3 4 5678 2 3 4 5 67
0 101 102
’ VCEe (V)
3/6
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BDX 20

TYPICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES TYPIQUES

4/6

COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR-

EMITTER VOLTAGE
Courant collecteur en fonction de la tension
collecteur-émetteur

(mA)
180

140

100

60

20

COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR-
EMITTER VOLTAGE
Courant collecteur en fonction de la tension

collecteur-émetteur

aa
/
]
/]
/
/ /
/
| —
0 50 100 180 Veev)

OUTPUT CAPACITANCE VERSUS
COLLECTOR-BASE VOLTAGE
Capacité de sortie en fonction de la
tension collecteur-base

l //{ ]
5
/ ~—
A B
[

. ’//{‘/ |
V/4RENEE -
I/A/

‘ p. 4t las A et
0,32
' _—T
042‘1\ 1
et
L o o A
L 0,1A et
-
P [ 17005AT
f
0 2 4 6 8 VeV
C22b
(pF)
6
4
2
102
8
6
4
2
10!
2
10°
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BDX 20

TYPICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES TYPIQUES

BASE-EMITTER SATURATION VOLTAGE

COLLECTOR-EMITTER SATURATION VOLTAGE
VERSUS COLLECTOR CURRENT

VERSUS COLLECTOR CURRENT
Tension de i e en Tension de saturation base-émetteur en
f ion du I f ion du e
VeEsat —VBEsat
v) V)
1.5 15 L
y
1 , 1 /
V1
s l A/
L =25C rd
I tooe //’
05 gfpo H 05 -
~f e ~2%
‘;; LT tco®
74
1
' —— — 0
, 2 468 .2 468 2 46 _ 468 .2 468 , 2 46
102 107! 10° _1ctA) 102 107! 100 2l
STATIC FORWARD CURRENT TRANSFER
RATIO VERSUS COLLECTOR CURRENT
Valeur statique du rapport de transfert direct du
en f ion du courant
ha1e T TT
V'JE =4V
150
ety
l/ "'le
100 / N
&
T )
,// \ Q
Qs
7 ’%1}&\
50 ke \\
NN
N
0
2 468 2 468 2 46
102 10" 10° =l
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BDX 20

TYPICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES TYPIQUES

BASE-EMITTER VOLTAGE VERSUS

BASE CURRENT VERSUS BASE-EMITTER COLLECTOR CURRENT
VOLTAGE . 5 .
Courant base en fonction de la tension base- Tension base émetteur en fonttion du
, émetteur courant collecteur
\Z
-'B BE ol
[ Tv._ = T 4 -
(mA) Vg =4V — V) Tl
< —av |
4 & 5o+
7 OV
4 2
: N/ ,
102 4
: /
6 ', 1,5 /
4 / 4 (
I //
Vs
2
1
10!
s 25°C o
6 Tcase r 1A
a 05 1
' 125°C
2 Tease
10° ‘ 0 ' H
0 0,5 1 15 2 v (v) 2 468 _2 468, 2 468
—~ BE on 102 10.1 102 o(A)

TRANSIENT THERMAL RESISTANCE DERATING
FACTOR UNDER PULSES CONDITIONS

Facteur de réduction de la résistance thermique en
régime d’impulsions

<[TTT =

—05] 7
6 |2 St 1

-
¥ -
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10%° 104
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/> THOMSON-CSF

DIVISION SEMICONDUCTEURS DISCRETS

SUPERSWITCH

ADVANCE INFORMATION

BDX 33,A,B,C,D

NPN SILICON DARLINGTONS
DARLINGTONS NPN SILICIUM

Comp. of BDX 34,A,B,C,D

' N\ ( w
45V BDX33
60V BDX33A
Vceo 80V BDX33B
100V BDX33C
120 v BDX33D
General purpose darlingtons designed for power
amplifier and switching application. Ic 10 A
L Ptot 70 W
_/
( )
Case
Boitier TO-220 AB (CB-117)
Darlingtons a usage général adaptés pour I'am-
plification de puissance et la commutation. .
C %
Collector is connected to case
L Le collecteur est relié au boitier
J J
(A, ~N
ABSOLUTE RATINGS (LIMITING VALUES) T - 250c (Unless otherwise stated)
VALEURS LIMITES ABSOLUES D'UTILISATION case (Sauf indication contraire)
BDX 33 | BDX33A | BDX33B | BDX33C | BDX33D
Collector-emitter voltage
Tension collecteur-émetteur Veeo 45 60 80 100 120 v
Collector-emitter voltage
Tension collecteur-émetteur YBE = =15V | VCEV 45 60 80 100 120 v
Emitter-base voltage
Tension émetteur-base VEBO 5 v
Collector current
Courant collecteur 'c 10 A
Base current
Courant de base 'B 0.25 A
Power dissipation _
Dissipation de puissance  'case = 25°C Prot 70 w
Junction temperature _
L Température de jonction Tj 65, + 150 °C J
Junction-case thermal resistance .
[Resistance thermique jonction-boitier Rth(i-c) 1.78 °C/ﬂ

50, rue Jean-Pierre Timbaud - B.P. 5

F - 92403 Courbevoie Cedex FRANCE

Tél. : (1) 788-50-01 Telex : 610560 F o
26!
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BDX 33 -BDX33A-BDX33B-BDX33C-BDX33D

STATIC CHARACTERISTICS

CARACTERISTIQUES STATIQUES

Tcase 25°C

(Unless otherwise stated)

(Sauf indications contraires)

Test conditions Conditions de mesure min | typ | max
VCE =20V
g =0 0,5
VCE =20V BDX 33
I =0 10
Tcase =100 °C
Vce =30V
g =0 05
VCE =30V BDX 33 A
I8 =0 10
Tcase =100 °C
?;cs =%V 05
Collactor-emitter cut-off curtent VeE =40V IcEo | BDX338B mA
: B =0 10
Tcase =100 °C
VCE =50V
I} =0 0,5
VCE =50V BDX 33 C
I8 =0 10
Tcase =100 °C
VCE =60V
B =0 05
VCE =60V BDX 33D
IB =0 10
Tcase =100 °C
Vcg =45V 1
Ig =0
vcs =45V BDX 33
13 =0 5
Tease =100 °C
Vcg =60V 1
3 =0
VCB =60V BDX 33 A
Ig =0 5
Tcase =100 °C
Vcg =80V
Collector-base cut-off current e =0 1
lector-base cut-off curren
Courant résiduel collecteur-base YCB = go v Ico BDX 33 B 5 mA
E =
Tcase =100 °C
Ve =100 V ]
[3 =0
Veg =100 V BDX 33 C
Ig =0 5
Tcase =100 °C
Vcg =120V T
Ig =0
VeB =120V BDX 33 D
Ig =0 5
Tcase =100 °C

2/%
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STATIC CHARACTERISTICS ( following )
CARACTERISTIQUES STATIQUES ( suite )

BDX 33 -BDX33A-BDX33B-BDX33C-BDX33D

Tcase 25 °C

( Unless otherwise stated )

( Sauf indications contraires )

Test conditions

Conditions de mesure min | typ | max
Emitter-base cut-off current VEB = 5V All types
Courant résiduel émetteur-base Ic = 0 'EBO Tous types 10 |mA
BDX 33 45
Collector-emitter breakdown voltage . | BDX33A | 60
. g Ic = 01A VCEOsus v
Tension de claquage collecteur€met I - 0 BDX 33B | 80
e BDX 33 C | 100
BDX 33D | 120
BDX 33 45
?ollef:to;em/itter break/tjown v_(;ltage Ic = 01A VCERu" BDX33A | 60 v
t:u/;s/on le claquage collecteur-émet- RGe = 100Q sus BDX 338 | 80
BDX 33 C | 100
BDX 33D | 120
BDX 33 45
Collector-emitter breakdown voltage VBE =15V v . BDX33A | 60 v
Tension de claquage collecteur-émet- Ic = 01A CEXsus BDX33B | 80
teur : BDX 33 C | 100
BDX 33D | 120
Vce = 3V BDX 33 750
Static forward current transfer ratio Ic = 4A BDX 33 A
Valeur statique du rapport de trans- v - 3v h21g* BDX 33 B
fert direct du courant | CE _ 3A BDX 33 C | 750
¢ = BDX 33 D
VCE = 3V BDX 33 25
Base-emitter voltage lc = _4A BOX 33 A '
Tension base-émetteur VCE = 3V VBE BDX 33 8 v
| = 3A BDX 33 C 25
c BDX 33 D
Ic = 4A BDX 33 25
Collector-emitter saturation voltage 's = 0008A v . BDX 33 A ' v
Tension de saturation collecteur-émet- | | = 3A CEsat BDX 33 B 25
teur 5 = 0006A BDX 33 C )
BDX 33 D
DC forward voltage All types
= A \
Tension directe IF 8 F Tous types 4 v
* Pulsed
Impuisions o = 300 us 5 <18%
3/5
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BDX 33-BDX 33 A - BDX 33B-BDX 33C -BDX 33D

STATIC CHARACTERISTICS ( following ) T 25 0¢ ( Unless otherwise stated )
CARACTERISTIQUES STATIQUES ( suite ) case ( Sauf indications contraires )
Test conditions .
Conditions de mesure min |typ jmax
VCE = 25V All types 28
Second brekdown collector current tp = 05s s/8 Tous types | ~* A
Courant coll de dclaquage | Vg = 36V All types 1
tp = 05s Tous types
DYNAMIC CHARACTERISTICS ( for small signals ) T 2 0¢
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES ( pour petits signaux ) case
Vce = 5V
Ic = 1A ';:u‘s"’“es 1000
Forward current transfer ratio f = 1kHz h R
Rapport de transfert direct du courant [~yoc—— 5V 21e
Ic = 1A Alltypes | 5,
P = 1MHz Tous types
THERMAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES THERMIQUES
Junction-case thermal resistance Ren(i All types )
Résistance thermique ( jonction-boitier ) thiic) | 7ous types 1,78{0C/W

4/5
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BDX33-BDX33A- BDX33B-BDX33C-BDX33D

SAFE OPERATING AREA
AIRE DE SECURITE

Ic
(A),

s OO

w

10!

S 0 ON®

w \

L

S 0 ON®

101 \
8
H
. \
©
a o 1o \
x {X | X]|=
f— s1518f8]a
Tcase 25°C > |olwl9
2 DC operation 019
| Régime continu o
102 l l ilLHe 2 3 4 5678 2 3 4 567
100 2 3 4567840 102
Vce (V)
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%Y THOMSON-CSF BDX 34,A,B,C,D

DIVISION SEMICONDUCTEURS DISCRETS

PNP SILICON DARLINGTONS

SUPERSWITCH ' K DARLINGTONS PNP SILICIUM
ADVANCE INFORMATION Comp. of BDX 33,A,B,C,D
4 ) w
- 45V BDX34
- 60V BDX34A
Vceo - 80V BDX34B
-100V BDX34C
-120V BDX34D
General purpose darlingtons designed for power
amplifier and switching application. ic -10A
Ptot 70W
_J
Case T
Boitier TO-220 AB (CB-117)
Darlingtons a usage général adaptés pour I'am-
plification de puissance et la commutation. 5
C %
Collector is connected to case
Le collecteur est relié au boitier
L J _
o )
ABSOLUTE RATINGS (LIMITING VALUES) T =250c (Unless otherwise stated)
VALEURS LIMITES ABSOLUES D'UTILISATION case (Sauf indication contraire)
BDX 34 | BDX34A | BDX34B | BDX34C | BDX34D
Collector-emitter voltage
Tension collecteur-émetteur Vceo -45 -60 -80 -100 -120 v
Collector-emitter voltage
Tension collecteur-émetteur VBE =~1:5V Vcev -45 -60 -80 -100 -120 \
Emitter-base voltage
Tension émetteur-base VeBO -5 v
Collector current _
Courant collecteur 'c 10 A
Base current
Courant de base B -025 A
Power dissipation
Dissipation de puissance ~ |case = 25°C Prot 70 w
Junction temperature _
Température de jonction Tj 65, + 150 °CJ
Junction-case thermal resistance
[." istance thermique jonction-boitier Rin(j-c) 178 °°’Va

) September 1982 1/5
50, rue Jean-Pierre Timbaud - B.P.§

F - 92403 Courbevoie Cedex FRANCE
Tél. : (1) 788-50-01 Telex : 610560 F
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BDX 34 -BDX34A-BDX34B-BDX34C-BDX34D

STATIC CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES STATIQUES

(Unless otherwise stated)

Tcase 25°C (Sauf indications contraires)

Test conditions Conditions de mesure min | typ max
VCE =-20V
Ig = —0,55
VCE =-20V BDX 34
I:] = —10
Tcase =100 °C
Ve =-30V
Ig = —0,5
VCE =-30V BDX 34 A
'8 =0 —10
Tcase =100 °C
V| = —
lBCE > 40 v _05
Collector-emitter cut-off current
Courant-résiduel collecteur-émetteur YCE = 0—40 v Iceo BDX 34 B mA
B = —-10
Tcase =100 °C
VCe =-50V
B =0 —05
VCE =-50V BDX 34 C —
B =0 —10
Tcase =100°C
Ve =-60V
g =0 -05
Veg =-60V BDX 34 D
I =0 —-10
Tcase =100 °C
Veg =-45V
Ig = -1
Veg =-45V BDX 34
Ig = -5
Tcase =100°C
VCB = —60V e
Ig = -1
Veg =-60V BDX 34 A
Ig = -5
Tcase =100 °C
veg =-80V
g = -1
Collector-base cut-off current
Courant résiduel collecteur-base YCB =—-80V IcBo BDX 34 B mA
E = -5
Tcase =100 °C
Ve =-100V
Ig = -1
Vcg =-100V BDX 34 C
IE = -5
Tcase =100 °C
Veg =-120V 1
Ig =0 -
VeB =—120V BDX 34 D
IE = —5
Tcase =100 °C

2/5
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BDX 34 -BDX 34 A-BDX34B-BDX34C-BDX34D

STATIC CHARACTERISTICS ( following )

( Unless otherwise stated )

Tcase 25 °C
CARACTERISTIQUES STATIQUES { suite ) ( Sauf indications contraires )
Test co.nditions min | typ | max
Conditions de mesure
Emitter-base cut-off current VeEp= -5V All types
Courant résiduel émetteur-base ic =0 §=:1 Tous types 10 mA
BDX 34 —45
Collector-emitter voltage Ic = —0,1A v * BDX34A | —60 v
Tension collecteur-émetteur B, = 0 CEOsus BDX 34 8 —80
BDX 34 C |—100
BDX 34D |—120
BDX 34 —45
Coll | | 01 A BDX 34 A | —60
ollector-emitter voltage c = -0, *
— \"
Tension collecteur-émetteur RBe = 100 VCERsus BDX 34 B 80
BDX 34 C [—100
BDX 34D |—120
BDX 34 —45
BDX 34 A —60
Collector-emitter voltage VBe= 15V *
) B VCEXsus BDX 34 B —80 v
Tension collecteur-€émetteur Ic = 0,1A BDX34C | —100
BDX 34D |—120
Vce= -3V BDX 34
Static forward current transfer ratio ||1c = —4A BDX 34 A 750
Valeur statique du rapport de trans- h21g” BDX 34 B
fert direct du courant x:CE : - g X BDX 34 C | 780
BDX 34 D
VeE= -3V BDX 34 25
B mitter voltage lc = —4A BDX 34 A :
ase-e r v *
) VBE BDX 34 B Y
Tension base-émetteur |VCE = — : X BDX 34 C _25
c =~ BDX 34 D
. - '_40AOSA Zgi ;:A 25
Collector-emitter saturation voltage B = -0 VCEsat” BOX 34 B v
Tension de saturation collecteur- Ic = —-3A sat BDX 34 C 25
émetteur Ig = —0,006A o
BDX 34 D
DC forward voltage All types
= Vv 4 \Y
Tension directe 'F 8A F Tous types
* Pulsed
Impulsions tp = 300 us 8 <18%
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BDX 34 -BDX34A-BDX34B-BDX34C-BDX34D.

STATIC CHARACTERISTICS ( following ) T 2 0¢ ( Unless otherwise stated )
CARACTERISTIQUES STATIQUES ( suite ) case <5 ( Sauf indications contraires )
Test conditions min | typ | max
Conditions de mesure P
VCg= —-20V . All types 35
Second breakdown collector current |t, = 055 I8 Tous types > A
G de second claquage|y e """ a3y All types _1
tp = 05s Tous types
DYNAMIC CHARACTERISTICS ( for small sitnals )
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES ( pour petits signaux )
Vcge= -5V
|CCE = —1A All types 4500
Farward current transfer ratio f = 1kHz Tous types
Rapport de transfert direct du — h21e
courant -'VCE -7 ? x All types 20
£ 1Mz Tous types
THERMA.L CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES THERMIQUES
Junction-case thermal resistance ) All types
Résistance thermique ( jonction-boitier-) Rthiic) | Tous types 178 | oC/W

4/5
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BDX 34 -BDX34A-BDX34B-BDX34C-BDX34D

SAFE OPERATING AREA
AIRE DE SECURITE
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Tcase 25 °C
I DC operation
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> THOMSON-CSF

DIVISION SEMICONDUCTEURS DISCRETS

SUPERSWITCH

ADVANCE INFORMATION

BDX 53,A,B,C,D

NPN SILICON DARLINGTONS
DARLINGTONS NPN SILICIUM

Comp. of BDX 54, A,8B,C,D

4 N w
45V BDX 53
60V BDXS3A
VCEO 80V BDX53B
100V BDXS53C
) 120V BDX53D
General purpose darlingtons designed for power
amplifier and switching application. Ic 8 A
Ptot 60 W
\ J
~
Case
Boitier TO-220 AB (CB-117)
Darlingtons a usage général adaptés pour I'am-
plification de puissance et la commutation. ’ B 7
C ¢
Collector is connected to case
L Le collecteur est relié au boitier
AN J
- : ™
ABSOLUTE RATINGS (LIMITING VALUES) T _250c (Unless otherwise stated)
VALEURS LIMITES ABSOLUES D'UTILISATION case (Sauf indication contraire)
BDX 53 | BDX53A | BDX53B | BDX53C | BDX53D
Collector-emitter voltage
Tension collecteur-émetteur Vceo 45 60 80 100 120 v
Collector-emitter voltage o
Tension collecteur-émetteur YBE = =15V | VCEV 45 60 80 100 120 v
Emitter-base voltage
Tension émetteur-base VEBO 5 v
Collector current IC(RMS) 8 A
Courant collecteur Ic™M 12
Base current
Courant de base '8 02 A
Power dissipation _
Dissipation de puissance ~ 'case = 25°C Prot 60 w
Junction temperature B
Température de jonction Tj 55. +150 °C
. J
( N N
Junction-ambient thermal resistance 70
r " ique ) PV Rth(-a)
- - oC/W
Junction-case thermal resistance BRuryi 208
Resistance thermique j boitier th(j-c) !
& J
50 J Pi Timbaud - B.P.§ September 1982 1/3
, rue Jean-Pierre Timbaud - B.P.
F - 924083 Courbevoie Cedex FRANCE 7\ THOMSON-CSF
Tél.: (1) 788-50-01 Telex : 610560 F COMPOSANTS
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BDX 53 -BDX53 A -BDX53B -BDX53C -BDX53D

STATIC CHARACTERISTICS (Unless otherwise stated)

CARACTERISTIQUES STATIQUES Tcase 25°C (Sauf indications contraires)
Test conditions Conditions de mesure min | typ | max
Vce =22V
s =0 BDX 53 500
VCe =30V
I8 =0 BDX 53 A 500
Collector-emitter cut-off current VCE =40 V
Courant résiduel collecteur-émetteur B =0 Iceo BDX 53 B 500 MA
VCE =50V
B =0 BDX 63 C 500
VCE =60 V
B -0 BDX 563 D 500
Veg =45V
e -0 BDX 53 200
Veg =60V
I -0 BDX 53 A 200
Collector-base cut-off current Veg =80V
Courant résiduel collecteur-base e =0 lcBo BDX 53 B 200 MA
Veg =100V
I -0 BDX 53 C 200
vee =120 V
IE -0 BDX 53 D 200
Emitter-base cut off current VeB =5V | All types
Courant résiduel émetteur-base g =0 EBO Tous types
BDX 53 45
BDX 53 A 60
Collector-emitter voltage Ic =100 mA
Tension collecteur-émetteur I = VCEOsus* | BDX538B | 80 v
BDX 53 C 100
BDX 53 D 120
Collector-emitter saturation voltage
Tension de saturationcollecteur- 'c =3A VCgsarr | All types 2 v
sa
émetteur B =12 A Tous types
Base-emitter saturation voltage Ic =3A v . | Alltypes 25 v
Tension de saturation base-émetteur g =12 mA BEsat Tous types .
Static forward current transfer ratio | 3A Al
Valeur statique du rapport de c ho1g* types 750
transfert direct du courant Vce =3V Tous types
Parallel-diode forward voltage All £
Tension directe de la diode en Ig =3A VE ypes 18 \%
paralléle Tous types
* Pulsed _
Impuisions  tp = 300 us 6 <15%
2/3

282



THERMAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES THERMIQUES

BDX53 -BDX53 A -BDX53B - BDX53C -BDX53D

Tease 25 °C

( Unless otherwise stated )

( Sauf indications contraires )

“Test conditions

Conditions de mesure min | typ | max
Junction-case thermal resistance . All types o
Résistance thermique ( jonction-boitier ) Rthlic) | rous types 2,08f oc/w
Junction-ambient thermal resistance All t
Résistance thermique ( jonction-am- Rth(j-amb) Tausytr;/eses 70 {oC/W
biante P
3/3






/) THOMSON-CSF

DIVISION SEMICONDUCTEURS DISCRETS

SUPERSWITCH

ADVANCE INFORMATION

BDX 54,A,B,C,D

PNP SILICON DARLINGTONS
DARLINGTONS PNP SILICIUM

Comp. of BDX53,A,B,C,D

4 W N\
- 45V BDX54
- 60V BDXS54A
VCEO - 80V BDXS54B
-100 V BDXS54C
-120 V BDXS54D
General purpose darlingtons designed for power
amplifier and switching application. Ic -8 A
Ptot 60 W J
4 )
Case
Boitier T0-220 AB (CB-117)
Darlingtons a usage général adaptés pour I'am-
plification de puissance et la commutation. 8 7
C ¢
Collector is connected to case
L Le collecteur est relié au boitier
- _/
S~
ABSOLUTE RATINGS (LIMITING VALUES) T -250c (Unless otherwise stated) h
VALEURS LIMITES ABSOLUES D'UTILISATION case (Sauf indication contraire)
BDX54 | BDX54A | BDX54B | BDX54C | BDX54D
Collector-emitter voltage _
Tension collecteur-émetteur Vceo 45 -60 -80 -100 -120 \
Collector-base voltage
Tension collecteur-base vceo -45 - 60 -80 -100 -120 v
Emitter-base voltage
Tension émetteur-base VEBO -5 v
Collector current IC(RMS) -8
Courant collecteur icm -12 A
Base current | 0.2
Courant de base B e A
Power dissipation
Dissipation de puissance |case = 25 °C Prot 60 w
Junction temperature
L Température de jonction Tj -55.+150 °C J
—
J thermal )
Ré thermique jonction-ambiant Rin(-a) 70
Junction-case thermal resistance R
A ique jonction-boltier th(i-) 2,08
.

50, rue Jean-Pierre Timbaud - B.P. 5
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BDX 54 -BDX54 A -BDX54B -BDX54C -BDX54D

STATIC CHARACTERISTICS (Unless otherwise stated)

CARACTERISTIQUES STATIQUES Tcase 25°C (Sauf indications contraires)
Test conditions Conditions de mesure min | typ max
VCe =-22V
B -0 BDX 54 —500
v -
CE v BDX 54 A —500
g =0
Collector-emitter cut-off current VcE =-40V
Courant résiduel coll é I8 - Iceo BDX 54 B —500( pA
v p—
b - %oV BDX 54 C —500
V =—
. - gov BDX 54 D —500
V, -
e - sV BDX 54 —200
vce =—60V
e -0 BDX 54 A —200
Collector-base cut-off current vcg =-80V
Courant résiduel collecteur-base Ig = Iceo BDX 54 B —200| pA
\"/ =
e - 100V BDX 54 C —200
V, =—
cs 120V BDX 54 D —200
Ig =0
Emitter-base cut-off current Ve =-5V | All types 2| ma
Courant résiduel émetteur-base iB =0 EBO Tous types
BDX 54 —45
BDX 54 A —60
Collector-emitter voltage Ic =—100 mA
Tension collecteur-émetteur I8 =0 VCEOsus* | BDX54B | —80 v
BDX54 C |—100
BDX54D |—120
Collector-emitter saturation voltage
Tension de saturation collecteur- lc =—-3A VCEsarr | Al types 2| v
émetteur B =—12A Tous types
Base-emitter saturation voltage Ic =-3A y . | All'types 28] v
Tension de saturation base-émetteur g =—12mA BEsat Tous types .
Static forward current transfer ratio | —_3A Al
Valeur statique du rapport de c == ho1E* types 750
transfert direct du courant Vce =-3V Tous types
Parallel-diode forward voltage All ¢
Tension directe de la diode en Ig =3 A VE ypes 18 \
paralléle Tous types
* Pulsed
Impulsion tp=300us §<15%
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THERMAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES THERMIQUES

BDX54 -BDX54 A -BDX54B -BDX 54 C - BDX 54 D

Tease 25 °C

( Unless otherwise stated )

( Sauf indications contraires )

Test conditions

IConditions de mesure min | typ | max
Junction-case thermal resistance All types
. . .. Rth(j 0
Résis thermique(j boitier) th(ic) | 7ous types 2,08j0c/wW
Junction-ambient thermal resistance R All types
Résistance thermique (jonction-ambiante) th(i-amb) | 75,5 types 70 |oC/W

287

3/3






/) THOMSON-CSF

DIVISION SEMICONDUCTEURS DISCRETS

SUPERSWITCH

ADVANCE INFORMATION

BDX 62,A,B,C

PNP SILICON DARLINGTONS
DARLINGTONS PNP SILICIUM

Comp. of BDX63,A,B,C

General purpose darlingtons designed for power
amplifier and switching application.

Darlingtons & usage général adaptés pour I'am-
plification de puissance et la commutation.

W

- 60V BDX62
v - 80V BDX62A
CEO -100 V BDX62B
-120V BDX62C
Ic -8A
Ptot 90 W
Case
Boitier TO-3 (CB-19) w

Collector is connected to case
Le collecteur est relié au boitier

)
(" ABSOLUTE RATINGS (LIMITING VALUES) T = 250C (Uniess otherwise stated)
VALEURS LIMITES ABSOLUES D'UTILISATION case (Sauf indication contraire)
BDX 62 BDX62A | BDX62B | BDX62C
Collector-emitter voltage _ B B
Tension collecteur-émetteur Vceo 60 80 100 -120 v
Collector-emitter voltage _ B
Tension collecteur-émetteur Vee=-15V | Vcev 60 -80 -100 -120 v
Emitter-base voltage _ =
Tension émetteur-base VEBO 5 v
Collector current IC(RMS) -8 A
Courant collecteur IcM ~12
Base current
Courant de base 'B -015 A
Power dissipation -
Dissipation de puissance Tcase = 25°C Ptot 90 w
Junction temperature _
Température de jonction T 55, + 200 °C
~ J
Junction-case thermal resistance i
[Resistance thermique jonction-boitier ) Rth(j-c) 1,94 °C/V\]

50, rue Jean-Pierre Timbaud - B.P. 5
F - 92403 Courbevoie Cedex FRANCE
Tél. : (1) 788-50-01 Telex : 610560 F
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BDX 62 -BDX62A -BDX62B -BDX62C

STATIC CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES STATIQUES

Tcase 25°C

(Unless otherwise stated)
(Sauf indications contraires)

Test conditions Conditions de mesure min | typ max
Collector-emitter breakdown voltage \ —_01A BDX 62 —60
Tension de claquage collecteur- Ic : 0 ’ BDX 62 A v . —80 v
émetteur 2 Tosmu | BDX628 |VCEOsusT | _q00
See note 1 — Voir note 1 =em BDX 62 C —120
VeBo =-60V -0,2
Vego =—60V BDX 62 2
Tcase =150°C B
vcgo =-80V —0,2
Vcgo =-80V BDX 62 A 5
Collector-base cut-off current Tcase =150°C . A
Courant résiduel collecteur-base Vego =-—100V CBO —0,2 m
Vcgo =-100V | BDX62 B 2
Tcase =150°C -
Vego =-120V =02
Veceo =-120V BDX 62 C 2
Tcase =150°C -
Ve =-30V BDX 62
Collector-frr.\lttef cult‘-off current VCE =—40V BDX 62 A ICEO —05| ma
Courant VCE =-50V BDX 62 B
VCE =-60V BDX 62 C
Emitter-base cut-off current All types
Courant-résiduel émetteur-base VeB =-5V Tous types 'EBO -5 mA
Collector-emitter saturation voltage
| =— All t
Tension de saturation collecteur- IC _ ?ZA Al T ypes VCEsat* -2 v
émetteur B =—lem ous types
Base-emitter voltage VCE ==3V All types
Tension base-émetteur Ic =—3 A Tous types VBe* 25| Vv
VcE =-3V
Static forward f Ic__ =-05A o
tatic forward current transfer ratio
V =— All t
Valeur statique du rapport de transfert Ce 3V ypes ho1g* 1000
i ic =—3A Tous types
direct du courant Ve 3V
E = e
ic —_8A 750
Forward voltage (pulse method) _ All types
Chute de tension directe I =3A Tous types VE 18 v
* Pulsed _ 5 < 2%
Impulsions tp = 300 us

Note 1 Collector-emitter voitage limited et VCEc) = Vrated by an auxiliary circuit
Limitation de la tension Vg = Vspééjﬁé par systéme d’écrétage
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BDX 62 -BDX62A -BDX62B -BDX62C

DYNAMIC CHARACTERISTICS ( for small signals ) e 250C
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES ( pour petits signaux ) “¢

{Unless otherwise stated)

(Sauf indications contraires)

Test conditions

Conditions de mesure min | typ | max

VCE = -3V
Transition frequency | CE _ _33 A All types fr 7 MH
Fréquence de transition ? ;’ 1 MHz Tous types z
Forward current transfer ratio _
cut off frequency YCE _ g X ';" types fh21e 60 kHz
Fréquence de coupure c = ous types
THERMAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES THERMIQUES
Junction to case thermal resistance All types X o
Rési thermique jonction boitier Tous types Rihij<) 194 oc/w
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/Y THOMSON-CSF

DIVISION SEMICONDUCTEURS DISCRETS

SUPERSWITCH

ADVANCE INFORMATION

BDX 63, A,B,C

NPN SILICON DARLINGTONS
DARLINGTONS NPN SILICIUM

Comp. of BDX 62,A,8B,C

e N A
60V BDX63
80V BDX63A
Vceo 100V BDX63B
120 v BDX63C
General purpose darlingtons designed for power Ic 8 A
amplifier and switching application.
Ptot 90 W
J
)
Case
Boitier TO-3 (CB-19)
Darlingtons a usage général adaptés pour I'am-
plification de puissance et la commutation.
Collector is connected to case
L Le collecteur est relié au boitier )
(" ape N
ABSOLUTE RATINGS (LIMITING VALUES) T _250c (Unless otherwise stated)
VALEURS LIMITES ABSOLUES D'UTILISATION case (Sauf indication contraire)
BDX 63 BDX63A | BDX63B | BDX63C
Collector-emitter voltage
Tension collecteur-émetteur Vceo 60 80 100 120 v
Collector-emitter voltage o .
Tension collecteur-émetteur VBE=--15V | Vecev 60 80 100 i20 v
Emitter-base voltage
Tension émetteur-base VEBO 5 v
Collector current IC(RMS) 8 A
Courant collecteur Ic™m 12
Base current
Courant de base 'B 015 A
Power dissipation -
Dissipation de puissance Tease = 25°C Prot 80 w
Junction temperature _
Température de jonction Tj 55. + 200 °C
\ J
Junction-case thermal resistance §
[F)osislanca thermique jonction-boitier Rth(j-c) 1.94 °C/V‘]

50, rue Jean-Pierre Timbaud - B.P. 5
F - 92403 Courbevoie Cedex FRANCE
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BDX 63 -BDX63A-BDX63B-BDX63C

STATIC CHARACTERISTICS T 2850C (Unless otherwise stated)
CARACTERISTIQUES STATIQUES case (Sauf indications contraires)
Test conditions Conditions de mesure min | typ | max
BDX
Collector-emitter breakdown voitage Ic =0,1A BDX g A :g
Tension de claquage collecteur- g =0 BDX 63 8 | YCEOsus* | 100 v
émetteur L =25 mH BDX 63 C 120
Vceo =60V 0.2
Vcgo =60V BDX 63 2
Tcase =150°C
Vceo =80V 0,2
Vcgo =80V BDX 63 A 5
Collector-base cut-off current Tcase =150°C .
Courant résiduel collecteur-base Vego =100V CBO 0.2 mA
Vceso =100V BDX 63 B )
Tcase =150°C
Vego =120V 0,2
Vecgo =120V BDX 63 C )
Tcase =150°C
VCE =30V BDX 63
Collector-fn?Lne: cu‘t‘-off cur‘ren( VCE =40V BDX 63 A IcEO 05 mA
C VCE =50V BDX 63 B
VCE =60V BDX 63 C
Emitter-base cut-off current v -5V Al types | A
Courant-résiduel émetteur-base EB = Tous types EBO 5 m
Collector-emitter saturation voltage
Tension de saturation collecteur- :C :? 2A A ?" types VCEsat* 2 v
émetteur 8 =lem ous types
Base-emitter voltage VCEe =3V All types
Tension base-émetteur Ic =3A Tous types VBE 25 v
Vce =3V
Ic  =05A 1500
Static forward current transfer ratio v —3v Al t
Valeur statique du rapport de transfert Ce ypes ha1g* 1000
¢ Ic =3A Tous types
direct du courant v 3V
CE =
Ic  =8A 750
Forward voltage (pulse method) All types
Chute de tension directe I =3A Tous types VF 18 v
* Pulsed
Impulsions  tp = 300 ps 6 < 2%
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DYNAMIC CHARACTERISTICS ( for small signals )

CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES ( pour petits signaux )

BDX 63 -BDX63 A -BDX63B -BDX63C

Tcase 25 °C

(Unless otherwise stated)

(Sauf indications contraires)

Test conditions

Conditions de mesure min | typ | max

V =
Transition frequency CE - g X All types P 7 MH
Fréquence de transition Ic - Tous types T z

f =1 MHz
‘Forward current transfer ratio -3 Al
cut off frequency Vee = 3V T| types fh21e 60 KHz
Fréquence de coupure lc =3A ous types
THERMAL CHARACTERISTICS )
CARACTERISTIQUES THERMIQUES
Junction to case thermal resistance All types
f o
Résistance thermique jonction boitier Tous types Rthij-c) 1.94 C/W
3/3






/) THOMSON-CSF

DIVISION SEMICONDUCTEURS DISCRETS

SUPERSWITCH

ADVANCE INFORMATION

BDX 64,A,B,C

PNP SILICON DARLINGTONS
DARLINGTONS PNP SILICIUM

Comp. of BDX 65, A,B,C

4 N\ w
OV BDX64
80V BDX64A
Vceo 100V BDX64B
-120V BDX64C
General purpose darlingtons designed for power ic _12 A
amplifier and switching application.
Ptot M7 w
_/
Case
Boitier 103 (CB-19) W
Darlingtons & usage général adaptés pour I'am-
plification de puissance et la commutation.
Collector is connected to case
L Le collecteur est relié au boitier
_/ J/
e
ABSOLUTE RATINGS (LIMITING VALUES) T - 250c (Unless otherwise stated) b
VALEURS LIMITES ABSOLUES D'UTILISATION case (Sauf indicafion contraire)
BDX64 | BDX64A | BDX64B | BDX64C
Collector-emitter voltage
Tension collecteur-émetteur Vceo -60 -80 -100 -120 v
Collector-emitter voltage X
Tension collecteur-émetteur VBE--15V | Vcev -60 -80 -100 -i20 v
Emitter-base voltage
Tension émetteur-base VEBO -5 v
Collector current IC(RMS) -12
Courant collecteur Icm -16 A
Base current
Courant de base '8 -02 A
Power dissipation _
Dissipation de puissance Tcase = 25°C Prot n w
Junction temperature
Température de jonction T - 55, + 200 °C
~ J
Junction-case thermal resistance _
[." istance thermique jonction-boitier Rih(-c) 1.5 °C/W I
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BDX 64 -BDX 64 A-BDX64B -BDX64C

STATIC CHARACTERISTICS

(Unless otherwise stated)

CARACTERISTIQUES STATIQUES Tcase 25°C (Sauf indications contraires)
Test conditions Conditions de mesure min | typ max
Collector-emitter breakdown voltage | " _01A BDX 64 —60
Tension de claquage collecteur- Ic :0_ ! BDX 64 A v . —80
émetteur B Tosmy | BDX64B | VCEOSUS" 100 v
See note 1 — Voir note 1 B BDX 64 C —120
Vcgo =—-60V —-0,4
Vceo =-60V | BDX64 s
Tcase =150°C -
Vcgo =-80V -04
VCBO --80V | BDX64 A s
Collector-base cut-off current Tcase =150°C , -
Courant résiduel collecteur-base Vego =-—100V CBO —0,4 mA
VcBo =—100V | BDX648B s
Tcase =150°C -
Vcgo =-120V \ -04
VcBo =-—120V | BDX64C s
Tcase =150°C B
Ve =-30V BDX 64
Collector-emitter cut-off current VCE =—40V BDX 64 A
5 ICEO —1 mA
Courant résiduel collecteur-émetteur VCE =50V BDX 64 B
VCE =-60V BDX 64 C
Emitter-base cut-off current v —_sV All types i
Courant-résiduel émetteur-base EB - Tous types EBO -5 mA
Collef:tor-emitter sa_nuration voltage Ic —_5A Al types
Tension de saturation collecteur- | —_20mA| T VCEsat* -2 \
émetteur B =-4m ous types
Base-emitter voltage \Z =-3V All type
; g CE types VBE* —25 v
Tension base-émetteur Ic =—5A Tous types
\7 =-3V
|CCE =—1A 1500
Static forward current transfer ratio v 3V All types
Valeur statique du rapport de transfert CE B ype h21g* 1000
N Ic =—5A Tous types
direct du courant v 3V
CE = -
o =—12A 750
Forward voltage (pulse method) _ All types
Chute de tension directe IF =5A Tous types VE 18 v
* Pulsed
300 wus § < 2%

Impulsions P =

Note 1 Collector-emitter voltage limited et VCEc| = Vrated by an auxiliary circuit
Limitation de la tension VCEc/ = Vspécifié par systéme d’écrétage
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DYNAMIC CHARACTERISTICS ( for small signals )

T
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES ( pour petits signaux )

BDX 64 -BDX64 A -BDX 64 B -BDX64C

case 25 °C

(Unless otherwise stated)

(Sauf indications contraires)

Test conditions

Conditions de mesure min | typ | max
Transition frequency :/CE : :'?S'X All types fr 7 MHz
Fréquence de transition f —1MHz Tous types
Forward current transfer ratio Veg = 3V Al
cut off frequency | CE - A T types fh21e 60 ‘kHz
Fréquence de coupure c =65 ous types
THERMAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES THERMIQUES
Junction to case thermal resistance All types .
Résistance thermique jonction boitier Tous types Rth(jc) 15| ocw
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7 THOMSON-CSF

DIVISION SEMICONDUCTEURS DISCRETS

SUPERSWITCH

ADVANCE INFORMATION

BDX 65, A,B,C

NPN SILICON DARLINGTONS
DARLINGTONS NPN SILICIUM

Comp. of BDX 64,A,B,C

4 2 \
60V BDX65
80V BDX65A
Vceo 100V BDX65B
120 v BDX65C
General purpose darlingtons designed for power ic 12 A
amplifier and switching application.
Ptot 17w
J
Case 143 (CB-19)
Boitier
Darlingtons a usage général adaptés pour I'am-
plification de puissance et la commutation.
Collector is connected to case
L Le collecteur est relié au boitier )
(" a ~
ABSOLUTE RATINGS (LIMITING VALUES) T ~250c (Unless otherwise stated)
VALEURS LIMITES ABSOLUES D'UTILISATION case (Sauf indication contraire)
BDX65 | BDX65A | BDX65B | BDX65C
Collector-emitter voltage
Tension collecteur-émetteur Vceo 60 80 100 120 v
Collector-emitter voltage
Tension collecteur-émetteur VBe-=-15V | Vcev 80 100 120 120 v
Emitter-base voltage
Tension émetteur-base VeBO 5 v
Collector current IC(RMS) 12 A
Courant collecteur IcMm 16
Base current
Courant de base '8 0.2 A
Power dissipation _
Dissipation de puissance Tease = 25°C Prot "7 w
Junction temperature _
L Température de jonction Tj 55, + 200 °c J
Junction-case thermal resistance :
E‘ istance thermique jonction-boitier Rth(j-c) 1.5 oC/ @

50, rue Jean-Pierre Timbaud - 8.P. 5§
F - 92403 Courbevoie Cedex FRANCE
Tél.: (1) 788-50-01 Telex : 610560 F

September 1982 1/3
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BDX 65 - BDX65A -BDX65B - BDX65C

STATIC CHARACTERISTICS T 25°C (Unless otherwise stated)
CARACTERISTIQUES STATIQUES case (Sauf indications contraires)
Test conditions Conditions de mesure min | typ max
BDX 65 6
Collector-emitter breakdown voltage Ic =0,1A BDX 65 A 82
Tension de claquage collecteur- g =0 VCEOsus* v
L =25 mH BDX 65 B 100
émetteur =25m BDX 65 C 120
Vcgo =60V 0,4
Vego =60V BDX 65 3
Tcase =160°C
Vcego =80V 0,4
Vceo =80V BDX 65 A 3
Collector-base cut-off current Tcase =150°C | A
Courant résiduel collecteur-base Vcgo =100V CBO 0,4 m
Vceo =100 V BDX 65 B 3
Tcase =150°C
Vego =120V 0.4
VCcBo =120V BDX 65 C 3
Tcase =150°C
Vce =30V BDX 65
Collector-frr.\!'ne: cu‘!‘-off cur:ent VCE =40V BDX 65 A ICEO 1 mA
Courant 1 VCE =50V BDX 65 B
VCE =60V BDX 65 C
Emitter-base cut-off current All types
C ssiduel & base VEBO =5V Tous types| 'EBO 5 mA
Collef:tor—emmer sa'turation voltage ic —5A Al types
Tension de saturation collecteur- | —20 mA T VCEsat* 2 v
émetteur B =som ous types
Base-emitter voltage VCE =3V All types VRE* 3 v
Tension base-émetteur Ic =5A Tous types BE
:QCE f? X 1500
Static forward current transfer ratio
\7 =3V All t
Valeur statique du rapport de transfert Ce 3 vpes h21g* 1000
. Ic =5A Tous types
direct du courant v 3v
CE =
Ic  =10A 1500
Forward voltage (pulse method) _ All types
Chute de tension directe IF =54 Tous types VF 18 v
* Pulsed
Impuisions = 300 s < 2%
2/3
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DYNAMIC CHARACTERISTICS ( for small signals ) T
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES ( pour petits signaux )

BDX 65 - BDX65A -BDX 65 B - BDX65C

case 25 °C

(Unless otherwise stated)

(Sauf indications contraires)

Test conditions . .
Conditions de mesure min | typ | max
Vce = 3V
Transition frequency CE All types
Fréquence de transition lc =5A Tous types fr 7 MHz
quence s £ = 1MHz VP
Forward current transfer ratio
cut off frequency 'VCE - 3v ‘;” types fh21e 60 kHz
Fréquence de coupure C =5A ous types
THERMAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES THERMIQUES
Junction to case thermal resistance All types . °
Résistance thermique jonction boitier Tous types Rthij-c) 15 C/IW
3/3
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7> THOMSON-CSF BDX 66,A,B

DIVISION SEMICONDUCTEURS DISCRETS

PNP SILICON DARLINGTON TRANSISTOR
TRANSISTOR DARLINGTON SILICIUM PNP

Compl. of BDX 67 A-B

ADVANCE INFORMATION

e N )

- 60V BDX 66
VCEO |- 80V BDX 66 A
-100V BDX 66 B

High current power darlington
designed for power amplification
and switching applications. Ic - 16A

_ Y,

Darlington fort courant adapté
pour 'amplification de puissance
et la commutation. o x

Case

b TO 3(CB 19)
Boitier
- J J
(ABSOLUTE RATINGS (LIMITING VALUES) Tcase=25°C
VALEURS LIMITES ABSOLUES D'UTILISATION BDX 66 | BDX 66A | BDX 66B
Collector-emitter voltage _ _ _
Tension collecteur-emetteur VCEO 60 80 100 v
Collector-base voltage _ _ _
Tension collecteur-base VCBO 60 80 100 v
Emitter-base voltage -
Tension émetteur-base VEBO 5 v
Collector current Ic -16 A
Courant collecteur IcM -20
Base current
Courant base B -0,25 A
Power dissipation
Dissipation de puissance Ptot 150 w
Storage and junction temperature Tj 200 oc
\Tempe‘ralure de jonction et de stockage TS‘Q -55 +200 /
Junction case thermal temperature .
[ Reésistance thermique jonction boitier Rth([-C) w7 o ]

50, rue Jean-Pierre Timbaud - B.P 5 Janvier 1981 1/2
F -92403 Courbevoie Cedex FRANCE 7\ THOMSON-
Tel.: (1) 788-50-01  Telex : 610560 COMPOSANTS
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BDX 66,A,B

ELECTRICAL CHARACTERISTICS - CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES

[
i SYMBOLS MIr. ; TYP. | MAX. UNIT ! TEST CONDITIONS - CONDITIONS DE MESURE
i | \
OFF CHARACTERISTICS - CARACTERISTIQUES A L’ETAT BLOQUE
| ' |
‘ - 60 BDX 66
VCEO sus - 80 \ BDX 66 A Ic=-01A L=25mH
-100 BDX 66 B
-1 BDX 66 Tcase =25°C VCB = -40V
IcBO mA BDX66A H——— VcB=-50V
-5 BDX 66 B Tcase =150°C VCB =-60V
| BDX 66 VCE=-30V
ICEO -3 | mA BDX66A | VCE=-40V IB=0
| BDX 66 B VCE=-50V
! |
i IEBO -5 | mA VEB=-5V Ic=0
I
ON CHARACTERISTICS - CARACTERISTIQUES A L'ETAT CONDUCTEUR
VCE sat* | -2 \ Ic=-10A IB=-40mA
DYNAMIC CHARACTERISTICS - CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES
fc 60 | kHz VCg=-3V Ic=-5A f=1kHz
Ca2b 300 pF vVeg=-10V IE=0 f=1MHz
SWITCHING CHARACTERISTICS - CARACTERISTIQUES DE COMMUTATION
On resistive load - Sur charge résistive
Vcc=12V
us Ic=10A
toff 3,56 IB1=-IB2=0,04 A ,
* Pul Unl th tated
/m:uSI:lZns tp=300us »<2% S;u?‘i:c?ica?ir;getzz:r;ires Tease = 25°C
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/) THOMSON-CSF BDX 67,A;8

DIVISION SEMICONDUCTEURS DISCRETS

NPN SILICON DARLINGTON TRANSISTOR
TRANSISTOR DARLINGTON SILICIUM NPN

Compl. of BDX 66 A-B

ADVANCE INFORMATION
- N\ p

60V BDX 67
VCEO 8oV BDX 67 A
100V BDX 67 B

High current power darlington
designed for power amplification
and switching applications. Ic 16 A

- J

Darlington fort courant adapté
pour I'amplification de puissance
et la commutation. o \

Case
J Botier  TO3(CB19)
N

\ _J
(ABSOLUTE RATINGS (LIMITING VALUES) Tcase=25°C
VALEURS LIMITES ABSOLUES D'UTILISATION BDX 67 |BDX 67 A | BDX678B
Collector-emitter voltage
Tension coiiecteur-émetteur VCEO 60 80 100 v
Collector-base voltage
Tension collecteur-base VcBo 80 100 120 A v
Emitter-base voltage
Tension émetteur-base VEBO 5 v
Collector current ic 16 A
Courant collecteur 8 IcM 20
Base current
Courant base '8 0,25 A
Power dissipation .
Dissipation de puissance PtOt 150 w
Storage and junction temperature Tj
\_Température de jonction et de stockage Tstg 55 +200 )
—
Junction case thermal temperature .
Reésistance thermique jonction boitier Rth(]'c) 117 CIW
N
Janvier 1981 1/2
50, Jean-Pi Timbaud -B.P 6
F 92403 Gourbevoie Cedex FRANCE A r\n S
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BDX 67,A,B

ELECTRICAL CHARACTERISTICS - CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES

SYMBOLS MIN. | TYP. | MAX. UNIT TEST CONDITIONS - CONDITIONS DE MESURE

OFF CHARACTERISTICS - CARACTERISTIQUES A L’ETAT BLOQUE

60 BDX 67
VCEO sus 80 \ BDX 67 A Ic= 0.1A L=25mH
100 BDX 67 B
1 BDX 67 Tcasé =25 °C VCB = 40V
IcBo mA BDX67A ————— Vo= 50V

BDX 67 VCE= 30V
ICEO 3 mA BDX 67 A VCE= 40V IB=0
BDX 67 B VCE= 50V

IEBO 5 mA VEB= 5V Ic=0

ON CHARACTERISTICS - CARACTERISTIQUES A L’ETAT CONDUCTEUR
T T

VCE sat* ZJ \" Ic= 10A IB= 40mA

DYNAMIC CHARACTERISTICS - CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES

fc 50 kHz Vce= 3V Ic= 5A f=1kHz

C22b 300 pF vee= 10V IE=0 f=1MHz |

SWITCHING CHARACTERISTICS - CARACTERISTIQUES DE COMMUTATION

On resistive load - Sur charge résistive

f Vcec=12V
us Ic=10A
toff 3,5 IB1=-lg2=0,04 A
*Pulses tp— 300 45 +<2% Unless otherwise stated Tease = 25°C

Impulsions Sauf indications contraires

2/2
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/) THOMSON-CSF

DIVISION SEMICONDUCTEURS DISCRETS

BDY 23
BDY 24-BDY 25

NPN TRANSISTORS DIFFUSED MESA
TRANSISTORS NPN MESA DIFFUSES

LF large signal power amplification

High current fast switching
Commutation rapide fort courant

Dissipation and Ig/g derating
Variation de dissipation et de | /g

100%
\\
\\ p
~LS
N S
75 ~3
\\
~,
460%
50 \\
25 N
0 50 100 150 t__(°C)

case

Amplification BF grands signaux de puissance

N r 60 V BDY 23 )

VCEO 2V BDY 24
140 V BDY 25

Ic 6A

Ptot 875W

Rth(j-c) 20C/W  max

15-45 modéle A
h21g (2 A) 30-90 modéle B
75-180 modéle C J

-

- )

( ABSOLUTE RATINGS (LIMITING VALUES)
VALEURS LIMITES ABSOLUES D'UTILISATION
BDY 23 BDY 24 BDY 25

Collector-base voltage

Tension collecteur-base Veso 60 100 200 v
Collector-emitter voltage

Tension collecteur-émetteur Vceo 60 % 140 v
Emitter-base voltage

Tension émetteur-base Veso 10 10 10 v
Collector current ) 6 6

Courant collecteur C 6 A
Base current

Courant base '8 3 3 3 A
Po dissipati

wer dissipation Tease 25 °C Prot 87,5 87,5 87,5 w

Dissipation de puissance

Junction temperature .

Températurs de jonction tj — 65 + 200 — 65 + 200 - 65 + 200 oc

\—
Junction-case thermal resistance
Ren(j- 2 o

Résistance thermique jonction boitier max thij-c) " 2 2 C/W

50, rue Jean-Pierre Timbaud - B.P.5
F-92403 Courbevoie Cedex FRANCE
Tél : (1) 788-50-01 Telex : 610560
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BDY 23 - BDY 24 - BDY 25

STATIC CHARACTERISTICS t =25¢C (Unless otherwise stated)
CARACTERISTIQUES STATIQUES ‘case (Sauf indications contraires)
Test conditions i
Conditions de mesure Min. Typ. Max.
Veg=60V
,BCE= 0 BDY 23 1 mA
Collector-emitter cut-off current Vee=90V | ;
Courant résiduel collecteur-émetteur IB =0 CEO BDY 24 1 mA
Vap=140V
,BCE —o B8DY 25 1 mA
V~,e=60V
CE BDY 23
Vee=0 05 mA
Collector-emitter cut-off current Veg=100V.
Courant résiduel collecteur-émetteur Vgi =0 'ces BDY 24 1 mA
Veg=180V BDY 25 1
Vge=0
Emitter-base cut-off current Vegg=10V \
Courant résiduel émetteur-base Ic = EBO 1 mA
DY 23
B 60 v
Collector-emitter breakdown voltage I~ =50mA * 3
Tension de claquage collecteur-émetteur |§ =0 V(BR)CEO BDY 24 90 \
BDY 25 | 140 v
B8DY 23
- 60 \"
Collector-base breakdown voltage Ilc =3mA Vieoaan ¥ BDY 24
Tension de claquace collecteur-base lg =0 (BR)CBO 100 Vv
BDY 25 200 v

* pulsed 1o =300us 2%

Impulsions

2/8
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STATIC CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES STATIQUES

t =25°C
case

BDY 23 - BDY 24 - BDY 25

(Unless otherwise stated)
(Sauf indications contraires)

Test conditions

Min. Typ. Max.

Conditions de mesure
- A 55
,VCE _ ‘: X B 65
¢ - c '90
Static forward current transfer ratio *
Valeur statique du rapport de transfert h21 E
direct du courant
NIYY A 15 20 45
| CE™ 2A B 30 45 90
c - c 75 82 180
BDY 23 1 v
Collector-emitter saturation voltage IC =2A VCEsat * BDY 24 0,6 v
Tension de saturation collecteur-émetteur IB =0,25A
BDY 25 0.6 v
BDY 23 2 v
Base-emitter saturation voltage lc =2A Vgesat ¥ | BDY 24 12 v
Tension de saturation base-émetteur lg =025A sa .
BDY
25 12 v
DYNAMIC CHARACTERISTICS (for small signals)
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES (pour petits signaux)
T ition f VCE= 15V
ransition frequency
Fréquence de transition IC =05A fT 10 MHz
f =10 MHz
Turn-on time |(; 5A tg+t
Temps total d’établissement s 1A r 1 us
lc =5A A 2
Turn-off time | =1A t+t
Temps total de coupure |B] ——1A st f 35
B2 6
* Pulsed to= 300ps 2%
Impulsions
3/8
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BDY 23 - BDY 24 - BDY 25

SAFE OPERATING AREA
Aire de fonctionnement de sécurité

c T T
o =
300 us
5 NN
N M
\|
AL
oWl 2
2 \ [\—;’-0-\
O ‘\
Ay
1 - ||
T
05 oy
_\
\\
A}
\
0,2 |tease =25°C \
DC \\
Continu
01 | B
0,05 BDY 23
BDY 24
BDY 25
0,02
0,01
1 2 "5 10 20 50 100 200

VCE(V)

4/8

312



TYPICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES TYPIQUES

'c

(A)

'c
(A)

COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR-
EMITTER VOLTAGE

Courant collecteur en fonction de la tension
collecteur-émetteur

BDY 23
classe B

[WAVANAN

\ [\

7
/
=
//
//

|

=20mA

NARRNN

\

"1 I
[

o
-
N
w
<

ce™!

COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR-
EMITTER VOLTAGE

Courant collecteur en fonction de la tension
collecteur-émetteur

BDY 25 |
classe B y‘“h‘
}‘J‘%
1 205
~
— 80
/2// @
1 |
// 50,05
//‘ ﬁzom/AJ
| —1 ‘?/
// ~ ]
0 1 2 3 VCE(V)
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BDY 23- BDY 24 - BDY 25

COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR-
EMITTER VOLTAGE

Courant collecteur en fonction de la tension
collecteur-émetteur

BDY 24
classe B ‘
e
,7_50‘“ /l
/,// 7,00‘“‘\ /,4
e D
V/, |~ \001“\“ L1
4 l
P | 53&//
v
|—1
p/// 2|0 oA
= o
p \.B//
0 1 2 3 VeeV)

COLLECTOR EMITTER VOLTAGE VERSUS
BASE-EMITTER RESISTANCE (minimum value)

Tension colle -émetteur en f de la
Vg résistance base-émetteur (valeur minimum)
(V) Ic 200 mA
tease = 25°C
200 |.BRY 25
175
150 S
125
BDY 24
100 ————
75
50
25
0
" 2 5 2 5 2 2 5
10 102 103 10% Rggled)
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BDY 23- BDY 24 - BDY 25

TYPICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES TYPIQUES

STATIC FORWARD CURRENT TRANSFER
RATIO VERSUS COLLECTOR CURRENT
Valeur statique du rapport de transfert direct du
courant en fonction du courant collecteur

STATIC FORWARD CURRENT TRANSFER
RATIO VERSUS COLLECTOR CURRENT
Valeur statique du rapport de transfert direct du

h courant en fonction du courant collecteur h
1
2 tease = 25°C 21 T C‘ tease = 100°C
Veg= 4V L VcE =4V
120 l 120 /’ \\
100 c 100 / ; \
/1\ / an \
80 / 80 /, / Tt \\
A
B T
/1N \ / / // \ \
60 T 60
7 W4 N
v A /]
L/ / /—-\ Y/ \
b \ 40 /1 .
40 e N \ ] % \
A
o5t AN 74
20 N\ 20 b -
N
0 0
2 468 2 468 2 468 2 468 2 468 2 468
102 101 100 1c(A) 102 10°1 100 I (A)
\BI?)?-%EESRENT VERSUS BASE-EMITTER gaLLECTOR CURRENT VERSUS BASE
ITTER VOLTAGE
| Courant base en fonction de la tension base- Courant collecteur en fonction de la tension
B émetteur o base-émetteur
(mA): Ve =av AT mA)8 [Vee =4V *‘TV,’L—J"LJR'V 23]
o ¥[8y,
a 8 £ 4 a NI DS T 25—
| S S w0
2 ’oga/ 7 2 Y
7 & 4 Yy
5 & 3 /l
102 | v 10 +
8 7 8 1
6 6 K
o 1/ s Fy4
7, T
/ i
2 2 l ’
1 102 ] ]
0 I 8 ﬁ ,r
: ’ J 1
4 " 4 |
2 2 " I ' Tcase 100 °C |
I lll = = == Tcase 25°C
10° 10! | L1 1
(] 0
0 04 08 12 16 2 vgw 4 08 12 16 vgew)
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BDY 23 -BDY 24 - BDY 25

TYPICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES TYPIQUES

COLLECTOR-EMITTER SATURATION VOLTAGE
VERSUS COLLECTOR CURRENT
Tension de saturation collecteur-émetteur en

BASE-EMITTER SATURATION VOLTAGE
VERSUS COLLECTOR CURRENT

Tension de saturation base-émetteur en
VCE sat fonction du courant VBE sat fonction du courant collecteur
v [T v [T T
€ =10 =10
s, 7] B
tease = 25°C tease = 25°C
1u 1,0
1,2 'L 1,2
/ J ©
08 0,8 o +—H
o
/ 8DY 23_.——-// L P
—
04 1/ 04
' //'L“"f:’ '
Sy
BDY 23 L1112
] 1 0
22 46812 4 68 2 468 22 4 68 2 4 68 2 468
10 10- 100 I (A) 10 101 100 1c(A)
_OLLECTOR-EMITTER SATURATION VOLTAGE BASE-EMITTER SATURATION VOLTAGE
VERSUS COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR CURRENT
Yensit_m de i e 6 en Tensiqn de saturation base-émetteur en
VCE sat ¢'1u fo'urant Vge sat ({u cox e
V) Ic V) Ic
—=10 "= 10
] s B
tease = 100°C tcase = 100°C /
1.6 1.6 /
1,2 1.2 /
/
/)
0,38 0,8
/ LAY
20 d
i
// i =) i
0,4 (' 0,4
2 %/q,b-'
o) oL
0 [ 0
22 4 68 2 468 2 468 10_22 ‘68‘2 4 68 2 468
10- 10-1 100 e (A) 10 100 Ic (A)
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BDY 23 - BDY 24 - BDY 25

TYPICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES TYPIQUES

FREQUENCY VERSUS OUTPUT CAPACITANCE VERSUS
ESCSESICTI'IOOFTCUSSENT COLLECTOR-BASE VOLTAGE
Fréquence de transition en fonction du Capapné de sortie en fonction de Ia
(Mb-f| ) courant collecteur C22b tension collecteur-base
2 - (pF
Veg=15V pF)
8
17,5
6
15 \\
12,56 a N
-\\\ \
10 o N
N N
N
7,5 \
2
5 \
N
N
2,5 N
N
0 102 2 6 2
4 8 4
0 02 04 06 081g0al 100 10! v
cB
TRANSIENT THERMAL RESISTANCE DERATING SWITCHING TIMES VERSUS COLLECTOR
FACTOR UNDER PULSES CONDITIONS CURRENT
Facteur de réduction de Ia ré. e ique en Temps de commutation en fonction du
régime d’impulsions ( (s) courant collecteur
yn
K 8 VCE=5OV,I=10us
- . :
6 = /'44/ 6 i:s IC_10—
et ] — =
a /4/ M 81 '2
// /y 4 \
AT
b1 /]
: D4 2
// V1 / T~
107" 100
8 8
t
6 5 ==P 6
/ t (on)
4 / Z a4 /’,/
2 2 \_._4/ _ ki
102 101
2 S 42 051 2
105" 104 3 4 5 6 14
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> THOMSON-CSF BDY 26
DIVISION SEMICONDUGTEURS DISCRETS
BDY 27-BDY 28

NPN TRANSISTORS DIFFUSED MESA
TRANSISTORS NPN MESA DIFFUSES

180 V BDY 26
LF Iar.ge signal power ampfification ) VCEO 3 200 V BDY 27
Amplification BF grands signaux de puissance 250 V BDY 28
High current fast switching Ic 6A
Commutation rapide fort courant
Ptot 875W
Rth(j-c) 20C/W max
1545 modéles A
h21g (2A) % 30-90 modéles B
i 75-180 modfes C
Dissipation and Ig/g derating . J
Variation de dissipation et de I g/g
100%
AN o D
|
AN
75 1 NC 6 Case 103
| \ % Boitier
] A
50 + , ™
| \
: 30%
25 i
] D>
|
E
50 100 1
o teasel °C) B
- J \— _J
( ABSOLUTE RATINGS (LIMITING VALUES)
VALEURS LIMITES ABSOLUES D'UTILISATION
BDY 26 BDY 27 BDY 28
Collector-base voltage
Tension collecteur-base Vcso 300 400 500 v
Collector-emitter voltage
Tension collecteur-émetteur Vceo 180 200 250 v
Emitter-base voltage v 0
Tension émetteur-base EBO ! 10 10 v
Collector current
Courant collecteur 'c 6 6 6 A
Base current |
Courant base B 3 3 3 A
Power dissipation o
Dissipation de puissance Tcase 25 °C Ptot 87,5 87,5 87,5 w
Junction temperature
Température de jonction k] ~ 65 +200 — 65 +200 — 65 +200 OCJ
—
Junction-case thermal resist_ance . max Rehic) 2 2 2 oc/w
Résistance thermique jonction-boitier ] )
50, rue Jean-Pierre Timbaud - B.P.5 Février 1981 1/8
F-82403 Courbevoie Cedex FRANCE 7\ THOMSON-CSF
. - . @
Tél : {1) 788-50-01 Telex : 610560 COMPOSANTS
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BDY 26 - BDY 27 - BDY 28

STATIC CHARACTERISTICS t =250C (Unless otherwise stated)
CARACTERISTIQUES STATIQUES -case (Sauf indications contraires)
¥est conditions Min. Tvo. M
Conditions de mesure in. Typ. Max.
Ve =180V
CE _ 0 BDY 26 1 mA
g =0 ,
. Ve =200 V
Collector-emitter cut-off current CE |
Courant résiduel collecteur-émetteur lg =0 CEo BDY 27 1 mA
Vg =250 V
: ,BCE - BDY 28 1 mA
Vgg =250 V BDY 26
BE
VBE =0 1 mA
Collector-emijtter cut-off current Vep =300V
Courant résicuel collecteur-émetteur Vg: = 'CES BDY 27 1 mA
Vepe =400 V
CE - BDY 28 1 mA
VBE’—
Emitter-base cut-off current Vgg=10V |
Courant résiduel émetteur-base e = EBO 1 mA
BDY 26 180
BDY 27 200
Collector-emitter breakdown voltage lc =50mA * BDY.
Tension de claquage collecteur-émetteur 12 =0 : V(BR)CEO 28A 250 v
BDY 28B 250
BDY
DY 28C 220
BDY 26 | 309 v
Collector-base breakdown voltage- lc =3mA *| ; .
Tension de claquage collectour-basz lg =0 V(BR)CBO BDY 27 400" v
BDY 28 500 v
* Pulsed t,=300us 2%
Impulsions * )
2/8
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STATIC CHARACTERISTICS
CARACTERISIIQUES STATIQUES

t =25°C
case

BDY 26 - BDY 27 - BDY 28

(Unless otherwise stated)
(Sauf indications contraires)

Test conditions
Conditions de mesure

Min. Typ. Max.

- A 55
,VCE . ? X 8 65
¢ - c 90
Static forward current transfer ratio *
Valeur statique du rapport de transfert h2‘|E
direct du courant
A 15 20 45
o= B |30 45 9
c - c 75 82 180
BDY 26 0,6 v
Collector-emitter saturation voltage e =2A VCEsat * | BDY 27 0.6
Tension de saturation collecteur-émetteur lB =0,25A Vv
BDY 28 0.6 v
BDY 26 12 v
Base-emitter saturation voltage le =2A vV, * | BDY 27
Tension de saturation base-émetieur ]B =0,25A BEsat 1.2 v
BDY 28
1,2 v
DYNAMIC CHARACTERISTICS (for small signals)
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES (pour petits signaux)
Vap=15V
Transition frequency CE = f
Fréquence de transition lC =05A T 10 ‘MHz
f =10MHz
Turn-on time e 5A tg+t All types
Temps total d’établissement Ig 1A " Tous types 1 us
'C =5A 2
Turn-off time g =1A to+ 1, B 35
Temps tozal de coupure |B1 =_1A st f 5 Hs
B2 T 6
* Pulsed to=300us 2%
Impulsions
3/8
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BDY 26 - BDY 27 - BDY 28

(A)

0,5
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0,05
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SAFE OPERATING AREA
AIRE DE FONCTIONNEMENT DE SECURITE
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h _’_B‘,h\ ”;.)\O«*{,‘r\
N " 2\ i
I b WG N A ' 7 H
s ~ 1
\
i ‘\
|
- =t 1
[ - :" ]
I - . Y E
- ] . n - |
\l* ; ‘
b . L § ‘ . |
\ ' -
L : ‘ ' L]
, ! \ ' :
tcase = 25°C i : \‘
i ;
- Continuous : ‘ N
[ continu -Lh -
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T T,

BDY 26 - BDY 27 - BDY 28

TYPICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES TYPIQUES

COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR
EMITTER VOLTAGE
Courant collecteur en fonction de /a tension

COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR-
EMITTER VOLTAGE
Co:. - :nt collecteur en fonction de la tension

' coli- reur-émetteur ' collecteur-émetteur
o ot
(A) [sDY 26 (mA) = |BDY 26
BDY 27 " T15=3°" BDY 27
BDY 28 200 P / BDY 28
a SN 160 mA
'150 5 / 3
/ /"“‘)vy 1
/ 0> —
3 /r//\ // 120 2502
/ \0‘3‘“A
2mA
2 Somb 80 f
1,5mA
/ 'zomf//
1 L 20 |
= 1mA
500 uA
0 0 |
0 1 2 3 4 Vv 0 20 40 80 80 v(v)
COLLECTOR EMITTER VOLTAGE VERSU
BASE-EMITTER RESISTANCE
Tension en f ion de |.:
résistance base-émetteur
Vee
) ‘ I ( e = 25°C
BDY 28
500 l I I
BDY 27
ITTTN
BDY 26 \ \
300 N
NN
200
100
0
25 2 5 2 5 2 5 2 5
10° 10" 102 10 10% 105 Rl
5/8
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BDY 26 - BDY 27 - BDY 28

TYPICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES TYPIQUES

STATIC FORWARD CURRENT TRANSFER
RATIO VERSUS COLLECTOR CURRENT
Valeur statique du rapport de transfert direct du

courant en f ion du courant ¢
h21e T T TTT 71 T
BDY 26 A,27A,28A ~

| BDY 268,278,288
BDY 26C, 27C,28C |/
80 | Ve =4V

Tease 25 °C ) / _J-\
60
A /1A

D

L1/ ™\
/ 4 X
w | A A
e
//
oV
0
2 4 68 2 4 68 2 468
10-2 101 100 Ic (A)
BASE CURRENT VERSUS BASE-EMITTER COLLECTOR CURRENT VERSUS BASE-
VOLTAGE EMITTER VOLTAGE
Courant base en fonction de la tension base- Courant collecteur en fonction de la tension
émetteur base-émetteur
! ‘c
8 = 1 17 Veg =4V
(ma) | VCE =4V T 7T (A) g v 2
BDY 26 T Y T /.o ¢ A [BDY26
/ 4 4 BDY 27
4lsDY 27 o 7 S B
80Y 28 & Z O 4 BDY 28
2 2 $ 7
" N4 S
A 4
2 Jf / / 100 4
10 { o 2
6 l 6 I‘?
a a / &
I
2 / 2 i
1 / 101 l ~
10 e 171 8 1
1
e [ ” s i
4 4
2 2
10° I 10-2
0 0,5 1 1,5 2 Vgetv) 0 0,4 08 1,2 16 Vvgev)

6/8
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BDY 26 - BDY 27 - BDY 28

TYPICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES TYPIQUES

COLLECTOR-EMITTER SATURATION VOLTAGE
BASE-EMITTER SATURATION VOLTAGE
VERSUS COLLECTOR CURRENT R L O O RN rteur on
Tension de saturation base-émetteur en £, ion du
fe ion du
v V,
BEsat "DV 26 c CFsat Tepy 26 I 1o
BDY 27 g = | BDY 27 T
BDY 28 BDY 28
1,6 / 1,6
1,2 // 1.2 l
08 Py 08 I
=25°C LA / /
tease 4]
//
—~100°C c /
0,4 tease 0,4 4\030(39
e | s
- T I
0 0 T |
2 4 68 2 4 68 2 4 68 2 4 68 . 2 4 68 2 4 68
102 101 100 Ic(A) 102 101 100 Ic(A)
OUTPUT CAPACITANCE VERSUS TRANSITION FREQUENCY VERSUS
COLLECTOR-BASE VOLTAGE COLLECTOR CURRENT
Capacité de sortie en fonction de la Fi de ition en f ion du
tension collecteur-base courant collecteur
[ fr
(22 [sov 26 (MHz) | BDY 26 Vee =18V
BDY 27 BDY 27
€|epY 28 BDY 28
4
\ 15
2
A [——
\\ \\
™~
102 \\ ™~
AN 10 Sy
8
N
6
N
4 N
N 5
2
101 0
2 468 2 468 2 46 2 3 4 5 6 89
10° 10 10? VetV 10" 16(A)
718
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BDY 26 - BDY 27 - BDY 28

 FEFIF
6|15 =05 —
=05
A %
So2 TNV
77
A /]
2 %4°' 4
() /
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N4V,
103-%/ t
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6 & 5 =
Py T
4-—:0/ Z"‘=KR‘h 4
2 !J 1
102
2 5 2 5 2 5 2 5 2
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/) THOMSON-CSF

DIVISION SEMICONDUCTEURS DISCRETS

BDY 55-BDY 56

NPN SILICON TRANSISTORS TRIPLE DIFFUSED MESA
TRANSISTORS NPN SILICIUM, MESA TRIPLE DIFFUSE

N\ R
LF Iar.gfa siqnal power amp!ification ) v 60V BDY 55
Amplification BF grands signaux de puissance CEO { 120V BDY 56
High current fast switching Ic 15A
Commutation rapide fort courant Ptot 117w
Rth(j-c) 150C/W  max
h21E (4 A) 20-70
fr 10MHz  min
Dissiaption and Ig/g derating \ J
Variation de dissipation et de 15/g
100 % x
: N € 1o3(cB19)
75 T N/ Boitier
| \ e
!
50 |— N
! N
! hd 30%
25 ' N,
|
|
0 1
50 100 150 Tcase(©C)
g y, - _J
4 ™\
ABSOLUTE RATINGS (LIMITING VALUES)
VALEURS LIMITES ABSOLUES D'UTILISATION
BDY 55 BDY 56
Collector-base voltage
Tension collecteur-base Veso 100 150 v
Collector-emitter voltage
Tension collecteur-émetteur Vceo 60 120 v
Emitter-base voltage
Tension émetteur-base VEBO 7 7 v
Collector current
Courant collecteur Ic 15 15 A
Base current )
Courant base B 7 7 A
Power dissipation
Dissipation de puissance Tcase 25 °C Ptot 17 17 w
Storage and junction temperature max tj 200 200 oc
Température de jonction et de Ttg — 65 +200 — 65 +200
\— _J
—
Junction-case thermal resistance
Rési: thermique j jon-boitie max Rthi(j-c) 15 15 oc/w
\—

50, rue Jean-Pierre Timbaud - B.P.5
F-92403 Courbevoie Cedex FRANCE
Tél : (1) 788-50-01 Telex : 610560
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' BDY 55, BDY 56

STATIC CHARACTERISTICS

( Unless otherwise stated )

Tease 25 °C
CARACTERISTIQUES STATIQUES ( Sauf indications contraires )
Test conditions .
Conditions de mesure min | typ | max
) Vee = 30V BDY 55 07
Collector-emitter cut-off current B =0 | A
Courant résiduel collecteur€émetteur |veg = 60 V CEO BDY m
g =0 DY 56 0,5
Vceg = 100V 5
Vge= —-156V
VeE = 100V BDY 55
VBE= —15V 30
Collector-emitter cut-off current Tcase= 150 °C . A
Courant résiduel collecteur€émetteur [yop = 150 V CEX m
VBE= —15V 3
VCE = 150V BDY 56
VBE= —-15V 30
Tcase= 150 °C
Emitter-base cut-off current VEg = 7V | BDY 55 5 A
Courant résiduel émetteur-base ic =0 EBO | gpyse 3 m
Collector-emitter breakdown voltage [Ic = 200 mA Vv, « | BDY 55 60 v
Tension de claquage collecteurémet- (Ilg = 0 CEOsus” | gpy 56 120
teur
VCg = 4V
Static forward current transfer ratio |, CCE - aA 20 70
Vaaleur statique du rapport de trans- ha1e*
fert direct du courant Vcg= 4V 10
Ic = 10A
. ic = 4A "
Collector-emitter saturation voltage (/B = 0.4 A v . ’ v
Tension de saturation collecteur-emet{|c = 10 A CEsat
teur I8 = 33A 25
Base-emitter saturation voltage Ic = 10A Vi . 4 v
Tension de saturation base-émetteur |lg = 3,3 A BEsat
Base-emitter voltage VCE = 4V VBg* 18 v
Tension base-6émetteur Ic = 4A
* Pulsed
Impulsions 'p = 300 us 5§ < 2%
2/7




BDY 55, BDY 56

DYNAMIC CHARACTERISTICS ( for small signals ) T 25 0C { Unless otherwise stated )
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES ( pour petits signaux ) case { Sauf indications contraires )
Test conditions .
Conditions de mesure min| typ | max
- Vce= 4V
Transition frequency
e ic = 1A T 10 MHz
Fréquence de transition p = 10 MHz
Turn-on time Ic = BA
Temps total d’établissement g1 = 1A KR 05 L
Turn-ott time Ic = BA
Temps total de coupure g1 = 1A st 2 b
Ig2 = —1A

SWITCHING TIMES TEST CIRCUIT
SCHEMA DE MESURE DES TEMPS DE COMMUTATION

Generator
Générateur
Repetition frequency < 500 Hz
Fréquence répétition Oscilloscope
Oscilloscope
C=8uF Ron =3 Q zZ Z21MQ
. It B2 ® 0 o0pF
C, im t, <20ns
50 2 []RB‘= 30 []Rc=1on
10 us
t <20ns
- +
W
0.1 uF VBB = 10% uF //:/ +50 V
,1 6V CcC
¥ =
1g1 abd Ig2 mesured with Tektronix probe P 6021 and Amplifier type 134
g1 et 1g2 sont mesurés avec une sonde Tektronix P 6021 et Amplificateur type 13_4
3/7
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BDY 55, BDY 56

SAFE OPERATING AREA
AIRE DE SECURITE

lc
(A),
6
5 _
4
3
2
Sus
1
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s 2 L
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AVEAL
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a ALy !
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1
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5
L Tease 250C
DC operation 9 g
T Régime continu - >
— _ _ _Single pulse 8 g\
2r ‘Monoimpulsion
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*BDY 55, *BDY 56

TYPICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES TYPIQUES

BASE CURRENT VERSUS BASE-EMITTER COLLECTOR CURRENT VERSUS BASE
VOLTAGE EMITTER VOLTAGE
Courant base en fonction de la tension base- Courant collecteur en fonction de la tension
émetteur base-émetteur
IB | c
|- - T L
mAV =5V I — Wlvee=3av] J[A T JA
6 @(' 7 » >/ C
a //'v// - 6 0’// / < o
“’/ pal®
2 w“’/ /é 4 4
P N
/ / 2 / /
2 <
105, y i 2
6 /
4
10° i
2 8 ]
I 6
1
10 / [
8 71 4
6
4
2
2
10° 10"
0 0,5 1 15 2 Vge (v) 0,4 0,38 1,2 1,6 2 Vgg V!
COLLECTOR-EMITTER SATURATION VOLTAGE BASE-EMITTER SATURATION VOLTAGE
VERSUS COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR CURRENT
Tension de i I en Tension de saturation base-émetteur en
v f jon du f ion du e
CEsat VgEsat
V) v) T
[} [}
l—c- =10 € —10
L'B , g
1,6 2

1,2 1,6

s

08 / /

0,4 / 0,8 T = 25°C Z
~100°C // case //
— tcase —_ et} < /4«#"
0 [ [ ‘°‘°l l 0.4 ‘ﬁﬁa | l I
2 4 68 2 4 6 ’ 2 6 8 2 4 6
10 100 Ic (A) 107 bi 100 Ic (A
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TYPICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES TYPIQUES

o
-
N
w

COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR-
EMITTER VOLTAGE

Courant collecteur en fonction de la tension
collecteur-émetteur

(N
7
220 &

alia

80 mP|~

|
mA
u|

4 40 mA

0 mA

E

4 VeeV)

COLLECTOR EMITT